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NOTA BENE 

Dans ce livre, les notices des familles xxF2, xxJ2, xxMl, xxPl, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dms l'ordre alphabétique. 
ln this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, xxM " xxPl, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are c/assified in alphabetical arder. 

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice 
type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet 

05 RM 80 1 N 2901 lN 1582 lN 1581 lN 3882 lN 3879 

05 RM 100 lN 2901 1 N 1583 lN 1581 lN 3883 lN 3879 

05 RM 120 1 N 2901 lN 1584 lN 1581 1 N 3889 lN 3889 

05 RM 150 lN 2901 lN 1585 lN 1581 lN 3890 1 N 3889 

lN 48 lN 48 lN 1586 lN 1581 lN 3891 lN 3889 

lN 54A lN 48 lN 1587 lN 1581 lN 3892 lN 3889 

lN 60 lN 60 lN 2901 lN 2901 lN 3893 lN 3889 

lN 63 lN 48 lN 2911 1 N 2901 lN 3899 lN 3899 

lN 64 lN 60 lN 2919 lN 2901 lN 3900 lN 3899 

lN 65 lN 48 lN 2923 lN 2901 lN 3901 1 N 3899 
lN 81 lN 48 1 N 3016 B lN 3821 A lN 3902 lN 3899 

lN 126A lN 48 lN 3017 B lN 3821 A lN 3903 lN 3899 

lN 127 A lN 48 lN 3018 B lN 3821 A lN 3909 lN 3909 

lN 128 lN 48 lN 3019 B lN 3821 A lN 3910 lN 3909 
lN 198 lN 198 lN 3020 B lN 3821 A lN 3911 lN 3909 
lN 248 B lN 248 B lN 3021 B lN 3821 A lN 3912 lN 3909 
lN 249 B lN 248 B lN 3022 B lN 3821 A lN 3913 lN 3909 
lN 250 B lN 248 B lN 3023 B lN 3821 A lN 4009 lN 4009 

lN 270 lN 270 lN 3024 B lN 3821 A lN 4148 lN 4148 
lN 277 lN 277 1 N 3025 B lN 3821 A lN 4149 lN 4148 
lN 456 lN 456 lN 3026 B lN 3821 A lN 4150 'iN 3600 

lN 457 lN 456 lN 3027 B lN 3821 A lN 4151 lN 3604 

lN461 lN 461 lN 3028 B lN 3821 A lN 4152 lN 3604 
lN 462 lN 461 lN 3029 B lN 3821 A lN 4153 m 3604 
lN 483 B lN 483 B lN 3063 1 N 3063 lN 4154 lN 4009 
lN 484 lN 483 B lN 3064 lN 3063 lN 4244 1 N 4244 
lN 484 A lN 483 B lN 3069 lN 3069 lN 4446 lN 4148 
lN 541 lN 541 lN 3070 lN 3070 1 N 4447 lN 4148 
lN 542 lN 541 lN 3595 lN 3595 lN 4448 lN 4148 
lN 645 lN 645 lN 3600 lN 3600 lN 4449 lN 4148 
lN 646 lN 645 lN 3604 lN 3604 lN 4454 lN 3063 
lN 647 lN 645 lN 3605 lN 3604 lN 4728, A 1 N 4728 
lN 648 lN 645 lN 3606 lN 3604 lN 4729, A lN 4728 
lN 649 lN 645 lN 3821 A lN 3821 A lN 4730, A lN 4728 
lN 914 lN 914 lN 3822 A lN 3821 A lN 4731, A lN 4728 
lN 914A lN 914 lN 3823 A lN 3821 A lN 4732, A lN 4728 
lN 914 B lN 914 lN 3824 A lN 3821 A lN 4733, A lN 4728 
lN 916 lN 914 lN 3825 A lN 3821 A lN 4734, A lN 4728 
lN 916 lN 914 lN 3826 A lN 3821 A lN 4735, A 1 N 4728 
lN 916 B lN 914 lN 3827 A lN 3821 A lN4736,A lN 4728 
lN 1195 A lN 1195A lN 3828 A lN 3821 A lN 4737, A 1 N 4728 
lN 1196 A lN 1195A lN 3879 lN 3879 lN 4738, A lN 4728 
lN 1197 A lN 1195 A lN 3880 lN 3879 lN 4739, A lN 4728 
lN 1198 A lN 1195 A 1 N 3881 lN 3879 lN 4740; A 1 N 4728 
lN 1581 lN 1581 



NOTA BENE 

Dans ce livre, les notices des familles xxF2,xxJ2, xxM 1, xxPl, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dans l'ordre alphabétique. 
ln this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are c/assified in alphabetical order. 

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice 
Type See data sheet Type See date sheet Type See data sheet 

lN4741,A lN 4728 2N 1773 2N 1770 6 RM 36 lN 2901 
lN4742,A 1 N 4728 2N 1773 A 2N 1770 A 6 RM 42 lN 2901 

lN4743,A 1 N 4728 2N 1774 2N 1770 6 RM 48 lN 2901 
lN 4744, A 1 N 4728 2N 1774 A 2N 1770 A 6 RM 56 lN 2901 

1 N 4745, A lN 4728 2N 1775 2N 1770 6 RM 64 lN 29Dl 

lN4746,A 1 N 4728 2N 1775 A 2Nl77oA 6 RM 72 lN 2901 

lN 4747, A 1 N 4728 2N 1776 2N 1770 6 RM 80 lN 2901 

lN 4748, A 1 N 4728 2N 1776 A 2N 1770 A 10 T4 10 T4 

lN 4749, A lN 4728 2N 1777 2N 1770 10 T4S 10T4S 

lN 4750, A 1 N 4728 2N 1777 A 2Nl77oA 11 T4 10T4 

lN4751,A lN 4728 2N 1778 2N 1770 11 T4S lOT4S 

1 N 4752, A 1 N 4728 2N 1842 2N 1842 11 Z 6 F 11 Z6 F 

1 RM 40 lN 2901 2N 1843 2N 1842 11 Z 6 AF 11 Z6AF 

1 RM 80 lN 2901 2N 1844 2N 1842 12 P 2 12 P2 

1 RM 150 lN 2901 2N 1845 2N 1842 12T4 10 T4 

1 RM 250 lN 2901 2N 1846 2N 1842 12T4 S 10T4S 

2N 681 2N 681 2N 1847 2N 1842 12 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 682 2N 681 2N 1848 2N 1842 12 Z 6 AF 11 Z6AF 

2N 683 2N 681 2N 1849 2N 1842 13 P 2 12 P 2 

2N 684 2N 681 2N 1850 2N 1842 13 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 685 2N 681 2N 2322 :ZN 2322 13 Z 6 AF 11 Z6AF 

2N 686 2N 681 2N 2323 2N 2322 14 P 2 12 P2 

2N 687 2N 681 2N 2~24 2N 2322 14 T4 10 T4 

2N 688 2N 681 2N 2325 2N 2322 14 T4S 10 T4S 

2N 689 2N 681 2N 2326 2N 2322 14 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 690 2N 681 2N 2327 2N 2322 14 Z 6 AF 11 Z6 AF 

2N 691 2N 681 2N 2328 2N 2322 15 Pl 15 Pl 

2N 692 2N 681 2N 2329 2N 2322 15 P 2 12 P2 

2N 877 2N 877 2N 2619 2N 1770 15 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 878 2N 877 2N 3649 2N 3649 15 Z 6 AF 11 Z6AF 

2N 879 2N 877 2N 3650 2N 3649 16 P 2 12 P2 

2N 880 2N 877 2N 3651 2N 3649 16T4 10T4 

2N 881 2N 877 2N 3652 2N 3649 16T4 S 10 T4S 

2N 1595 2N 1595 2N 3653 2N 3649 16 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 1596 2N 1595 2N 3654 2N 3654 16 Z 6 AF 11 Z6 AF 

2N 1597 2N 1595 2N 3655 2N 3654 17 P 2 12 P 2 

2N 1598 2N 1595 2N 3656 2N 3654 17 T4 10T4 

2N 1599 2N 1595 2N 3657 2N 3654 17 T4 S 10 T4S 

2N 1770 2N 1770 2N 3658 2N 3654 17 Z 6 F 11 Z6 F 

2N1770A 2N 1770 A 2N 5204 2N 5204 17 Z 6 AF 11 Z6 AF 

2N 1771 2N 1770 2N 5205 2N 5204 18 P 2 12 P2 

2N 1771 A 2N 1770 A 2N 5206 2N 5204 18 Z 6 F 11 Z6 F 

2N 1772 2N 1770 2N 5207 2N 5204 18 Z 6 AF 11 Z6AF 

2N 1772 A 2N 1770 A 



NOTA BENE. 

Dans ce livre, les notices des familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dans l'ordre alphabétique 
ln this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, xxM 1, xx?l, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are classified in alphabeticla order. 

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice 
Type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet 

19 P 1 19 Pl 32 R 2 32 R 2 61 J 2 BYX 60 - 50 . 

19 P 2 12 P2 33 F 2 30 F2 61 T4 60T 4 
19 Z 6 F 11 Z6 F 34 F 2 30 F2 61 Z6 51 Z6 
19 Z 6 AF 11 Z6 AF 34 P 4 34 P4 61 Z6 A 51 Z6 A 
20 M 1 20 Ml 34 R 2 32 R 2 62 J 2 BYX 60 - 50 
20 M 2 20 Ml 35 F 2 30 F2 62 R 2 62 R 2 
20 Z 6 F 11 Z6 F 35 P 4 34 P4 62 T 4 60T4 
20 Z 6 AF 11 Z6AF 36 P 4 34 P4 62 Z 6 51 Z6 
21 Ml 20 Ml 36 R 2 32 R2 62 Z 6A 51 Z6A 
21 Z 6 F 11 Z6 F 36 R 2 S 36 R2 S 63 J 2 BYX60-50 
21 Z 6 AF 11 Z6 AF 37 P 4 34 P4 63 Z 6 51 Z6 
22 R 2 22 R2 31! R 2 32 R2 63 Z 6 A 51 Z6A 
22 Z 6 F 11 Z6 F 38 R 2 S 36 R 2 S 64 J 2 BYX 60 - 50 
22 Z 6 AF 11 Z6 AF 40 R 2 S 36 R2 S 64 R 2 62 R 2 
23 J 2 BAW 32 A 42 R 2 42 R2 64 T4 60T 4 
23 Z 6 F 11 Z6 F 44 R 2 42 R2 64 Z 6 51 Z6 
23 Z 6 AF 11 Z6 AF 46 R 2 42 R2 64 Z 6 A 51 Z6 A 
24J 2 BAW 32 A 46 R 2 S 46 R 2 S 65 J 2 BYX 60 - 50 
24 R 2 22 R2 48 R 2 42 R2 65 Z 6 51 Z6 
24 Z 6 F 11 Z6 F 48 R 2 S 46 R 2 S 65 Z6 A 51 Z6A 
24 Z 6 AF 11 Z6AF 50 R 2 S 46 R 2 S 66 J 2 BYX 60 - 50 
25 J 2 BAW32 A 51 Z 6 51 Z6 66 R 2 62 R 2 
25 Z6 F 11 Z6 F 51 Z6 A 51 Z6A 66 R 2 S 66 R2 S 
25 Z 6 AF 11 Z6AF 52 Z 6 51 Z6 66 Z 6 51 Z6 
26 J 2 BAW 32 A 52 Z6 A 51 Z6 A 66 Z6A 51 Z6 A 
26 P 1 26 Pl 53 Z6 51 Z6 67 J 2 BYX 60 - 50 
26 R 2 22 R2 53 Z 6 A 51 Z6A 67 Z 6 51 Z6 
26 R 2 S 26 R2 S 54 Z 6 51 Z6 67 Z 6 A 51 Z6 A 
26 Z6 F 11 Z6 F 54 Z 6 A 51 Z6 A 68 R 2 62 R 2 
26 Z 6 AF 11 Z6 AF 55 Z 6 51 Z6 68 R 2 S 66 R 2S 
27 J 2 BAW 32 A 55 Z6 A 51 Z6 A 68 Z 6 51 Z6 
27 Z 6 F 11 Z6 F 56 Z 6 51 Z6 68 Z 6 A 51 Z6 A 
27 Z 6 AF 11 Z6 AF 56 Z 6 A 51 Z6A 70 R 2 S 66 R2S 
28 J 2 BAW32 A 57 Z 6 51 Z6 72 R 2 S 66 R2 S 
28 R 2 22 R2 57 Z6 A 51 Z6 A 71 Z6, A 71 Z6,A 
28 R 2 S 26 R 2 S 58 Z 6 51 Z6 72 Z 6, A 71 Z6, A 
28 Z 6 F. 11 Z6 F 58 Z 6 A 51 Z6 A 73 Z 6, A 71 Z6,A 
28 Z 6 AF 11 Z6 AF 59 Z 6 51 Z6 74 Z 6, A 71 Z6,A 
30 F 2 30 F2 59 Z6 A 51 Z6 A 75 Z 6, A 71 Z6, A 
30 R 2 22 R2 60 J 2 BYX 60 - 50 76 Z 6, A 71 Z6,A 
30 R 2 S 26 R2S 60T4 60 T4 77 Z 6, A 71 Z6, A 
31 F 2 30 F2 60 Z 6 51 Z6 78 Z 6, A 71 Z6, A 
32 F 2 30 F2 60 Z6A 51 Z6 A 79 Z 6, A 71 Z6,A 

80 Z 6, A 71 Z6, A 



NOTA BENE 

Dans ce livre, les notices des familles xxF2, xxJ2, xxM 1, xxPl, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dans l'ordre alphabétique. 
ln this book, data sheets of devices1amilles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are c!assified in alphabetical order. 

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice 
Type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet 

81 Z 6,A 71 Z6,A BRY 54 - 500 BRY 54 -100 BYX 67 - 600 BYX 67 - 600 
82 Z 6, A 71 Z6, A BRY 54 - 500 T BRY 54 -100 T BYX 67 - 800 BYX 67 - 600 
83 Z 6, A 71 Z6,A BRY 54 - 600 BRY 54 - 100 BYX 67 - 1000 BYX 67 - 600 
84 Z 6,A 71 Z6,A BRY 54 - 600 T BRY 54 -100 T BZX 46 C série BZX 46 C 2 V 7 
85 P 1 15 Pl BTW 27 -100 R BTW 27 -100 R BZX 55 C série BZX 55 C 0 V 8 
85 Z 6, A 71 Z6, A BTW 27 - 200 R BTW 27 -100R ~ZX 83 C série BZX 83 C 2 V 7 
86 Z 6, A 71 Z6,A BTW27 - 300 R BTW 27 -100 R BZX 85 C série BZX85C3V3 
87 Z 6, A 71 Z6, A BTW 27 - 400 R BTW 27 -100 R C36 M 2N 1842 
88 Z 6, A 71 Z6,A BTW 27 - 500 R BTW 27 -100 R C36 N 2N 1842 
116 Z 6 F 11 Z6 F BTW 27 - 600 R BTW27 -100 R C 36 S 2N 1842 
116Z6AF 11 Z6AF BTW 28 - 500 R BTW28 - 500 R C40A C40 U 
118 Z 6 F 11 Z6 F BTW 28 - 600 R BTW28 -500 R C 40 B C40 U 
118 Z 6 AF 11 Z6AF BTW 28 -700 R BTW 28 - 500 R C40 C C40 U 
120 Z 6 F 11 Z6 F BTW 28 - 800 R BTW 28 - 500 R C 40 D C40 U 
120 Z 6 AF 11 Z6AF BTW 28 A - 500 R BTW 28 -500 R C40 E C40 U 
122 Z 6 F 11 Z6 F BTW 28 A - 600 R BTW 28 - 500 R C 40 F C40 U 
122 Z 6AF 11 Z6AF BTW 28 A - 700 R BTW 28 -500 R C40 G C40 U 
124 Z 6 F 11 Z6 F BTW28 A-800 R BTW28 - 500 R C40 H C40 U 
124Z6AF 11 Z6 AF BY 183 - 50 BY 183 -50 C40 U C 40 U 
166 J 2 166 J 2 BY 183 -100 BY 183 -50 FS 19 FS 19 
168 J 2 166J 2 BY 183 - 200 BY 183 - 50 FS36 FS 36 
212 R 2 S 26 R2S BY 183 - 300 BY 183 -50 PHG 1 PHG 1 
312 R 2 S 36 R2S BY 183 - 400 BY 183 -50 PHG 2 PHG 1 
A 502 GE A 502 GE BY 183 - 600 BY 183 - 50 S 02 série S 02 
A 503 GE A 502 GE BYX60-50 BYX 60 -50 S 10 série S10 
A 504 GE A 502 GE BYX 60 -100 BYX 60 - 50 S 20 série SlO 
AA 113 AA 113 BYX 60 - 200 BYX 60 - 50 SFA 302 SFA 302 
AA 119 lN 541 BYX 60 -300 BYX60-50 . SFA 303 SFA 302 
AAY48 SFD118A BYX 60 - 400· BYX 60 - 50 

1 

SFD 43 SFD 43 
AAY49 SFD 129 B BYX 60 -500 BYX 60 -50 SFD 83 SFD 43 
AAZ18 SFD 129 B BYX 60 -600 BYX 60 -50 SFD 86 SFD 86 
BAV 54 - 30 BAV 54 -30 BYX 60 -700 BYX 60 -50 SFD 89 SFO 89 
BAV 54 -70 BAV 54 -30 BYX61-50 BYX 61 - 50 SFD 105 SFD 105 
BAV 54 -100 BAV 54 -30 BYX 61 -100 BYX61-50 SFD 106 SFD 106 
BAW32A BAW32 A BYX 61 -200 BYX 61 -50 SFD 108 SFD 108 
BAW 32 B BAW32A BYX 61 - 300 BYX 61 - 50 SFD 108 A SFD 108 A 
BAW 32 C BAW32 A BYX 61 - 400 BYX 61 -50 SFD 118A SFD 118 A 
BAW 320 BAW 32 A BYX 62 - 600 lN 3889 SFD 121 SFD 121 
BAW 32 E BAW 32A BYX 63 - 600 lN 3899 SFD 122 SFD 122 
BAY71 BAY71 BYX 64 - 600 lN 3909 SFD 129 B SFD 129 B 
BRY 54 -100 BRY 54 - 100 BYX 65 - 50 BYX 65 - 50 SFD 143 SFD 143 
BRY 54 -l00T BRY54-100T BYX 65 -100 BYX 65-50 SFD 180 SFD 180 
BRY 54-200 BRY54-100 BYX 65 - 200 BYX 65 -50 SFD 181 SFD 180 
BRY54-200T BRY 54-100T BYX 65 - 300 BYX 65 - 50 SFD 183 SFD 143 
BRY 54 - 300 BRY 54 -100 BYX 65 - 400 BYX 65 - 50 SFD 185 SFD 185 
BRY 54-300T BRY54-100T BYX 66 - 600 BYX 66 - 600 T 06 série T06 
BRY 54 - 400 BRY 54 -100 BYX 66 - 800 BYX 66 - 600 T 20 série T06 
BRY 54 - 400T BRY 54 -100 T BYX 66 -1000 BYX 66 - 600 TD 06 série T06 

TD 20 série T06 



Guide de Sélection 
Selector guide 

TABLEAU Diodes de signal au silicium - usage général 
tamb = 25°C 

TABLE Silicon signal diodes - general purpose 

Type Boftier VR -VRM 10 VF 1 IF IR 1 VR C Voir notice 
Type Case (V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) (pF) See data sheet 

IN 456 00-7 25 -30 90 40 25 25 IN 456 

IN 457 00-7 60-70 75 20 25 60 IN 456 

IN 461 00-7 25-30 60 15 500 25 i 6 § IN 461 

IN 462 00-7 60-70 50 500 60 8 § IN 461 

IN 483 B 00-7 70-80 200 100 -25 60, IN 483 B 

IN 484 00-7 130-150 100 1,1 100 250 125 IN 483 B 

IN484A 00-7 130-150 200 1 100 25 125 IN 483 B 

IN 3069 00-7 50-65 75 50 100 50 6 IN 3069 

SFO 180 00-7 50-50 80 1,15 30 100 50 4 § SFO 180 

SFO 181 00-7 150 -150 80 1,15 30 100 150 4 § SFO 180 

TABLEAU 2 Diodes de signal au silicium - très faible capacité 
tamb = 25°C 

TABLE Silicon signal diodes - very low capacitance( 

'amb= 150'C 

Type Boitier VRM 10 VF 1 IF IR / VR IR 1 VR C Voir notice 
Type Case (V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) !!lA) (V) (PF) 

See data sheet 

* 12P'_ 00-7 200 60 10 500 200 100 200 0,4 12 P 2 

* 13P2 00-7 200 40 1 500 200 100 200 0,4 12 P 2 

* 14P2 00-7 ISO 40 500 150 100 ISO _ 0,4 12 P 2 

* 15P2 00-7 100 40 500 100 100 100 0,4 12 P 2 

* 16P2 00-7 50 40 500 50 100 50 0,4 12 P 2 

* 17 P2 00-7 30 40 500 30 100 30 0,4 12 P 2 

* 18P2 00-7 10 40 500 10 100 10 0,4 12 P 2 

* 19P2 00-7 ID 60 10 500 ID 100 ID 0,4 12 P 2 

* BAW32A 00-7 200 60 1,3 60 100 200 20 200 0,4 BAW32A 

* BAW32B 00-7 150 60 1,3 60 100 150 20 150 0,4 BAW32A 

* BAW32 C 00-7 100 60 1,3 60 100 100 20 100 0,4 BAW32 A 

* BAW32 0 00-7 50 60 1,3 60 100 50 20 50 0,4 BAW32A 

* BAW32 E 00-7 10 60 1,3 60 100 10 20 10 0,4 BAW32A 

* Dispositif recommandé § Valeur typique 
Preferred device - Typical value 

1971 GS1/26 
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TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

BAY71 

SFD 83 
SFD 183 

* lN914 
* lN914A 

* IN 914 B 
* lN916 
* lN916A 
* lN916B 
* IN 3063 

IN 3064 

* IN 3604 
IN 3605 
IN 3606 
IN 4009 

SFD 43 
SFD 143 
BAV 54· 30 
BAV 54· 70 
BAV54·100 

* IN 4148 
* IN 4149 

* lN4151 
lN4152 
lN4153 

* IN 4154 

* IN 4446 
IN 4447 

* IN 4448 

* IN 4449 
IN 4454 
34 P 4 
35 P 4 

36 P 4 

37 P 4 

* DI,p<><lllt recommandé 
Pref.rred devle. 

1971 GS2126 
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3 Diodes de signal au silicium - commutation rapide 
Silicon signal diodes - High speed switching 

Boîtier VR·VRM la 

Case (V) (mA) 

max max 

00·7 35·50 75 

DO . 7 25 ·30 75 
DO . 7 40 • 70 75 
DO • 7 75 • 100 75 
DO . 7 75 • 100 75 

00·7 75·100 75 
00·7 75· 100 75 
DO • 7 75· 100 75 
DO • 7 75 • 100 75 
DO . 7 50· 75 75 
00·7 50·75 75 
00·7 50·75 75 
DO . 7 35 . 40 75 
DO . 7 50 . 75 75 
DO • 7 25 • 35 75 

F 80 25·30 75 
F 80 40·70 75 
F80 30·30 150 

F 80 70· 70 150 
F 80 100·100 150 
F 80 75 • 100 75 

F BD 75 • 100 75 

F80 50·75 75 

F BD 30·40 75 
F80 50·75 75 
F 80 25·35 75 
F 80 75 • 100 75 
F 80 75 • 100 75 
F 80 75· 100 75 
F 80 75 . 100 75 

F80 50·75 75 
F 80 20·25 75 
F80 45·50 75 
F80 90·100 75 
F 80 45 ·50 75 

ij Valour typique 
Typical value 

VF / 
(V) 

max 

1,1 

0,85 

O,8B 
O,B8 

1,1 

0,88 
0,88 

IF IR / VR 
(mA) . (nA) (V) 

mex 

20 100 35 

10 200 
10 200 40 
10 25 20 

20 25 20 
100 25 20 
10 25 20 
20 25 20 
30 25 20 
10 100 50 

10 100 50 

50 50 50 
20 50 50 

20 50 50 

30 100 25 

10 200 10 

10 200 40 
10 200 20 

10 200 40 
10 200 60 

10 25 20 

10 25 20 

10 50 50 

20 50 30 

20 50 50 

30 100 25 

20 25 20 
20 25 20 
100 25 20 
100 100 20 
10 100 50 

15 30 10 

20 10' 20 

10 60 50 

20 10 20 

tamb= 150°C 

IR / VR C tIr / IF 

(pA) (V) (pF) (n,) (mA) 

max ma. ma. 

10 

10 

10 
50 20 4. 10 

50 20 10 

50 20 10 

50 20 10 

50 20 10 
50 20 10 

10 
100 50 10 

50 50 10 

50 30 10 

50 50. 10 

100 25 10 

10 

10 

10 
10 

10 

50 20 10 

50 20 10 

50 50 10 
50 30 10 

50 50 10 

100 25 10 

50 20 10 

50 20 10 
50 20 10 

50 20 10 
10 

10 10 

10 

10 10 

10 

tamb = 25°C 

Voirnotica 
See data sheet 

BAY71 
SFD 43 
SFD 143 

IN 914 
IN 914 

IN 914 
IN 914 
IN 914 
IN 914 
IN 3063 
IN 3063 
IN 3604 
IN 3604 

IN 3604 
IN 4009 

SFD 43 

SFD 143 
BAV 54 ·30 

BAV54·30 
BAV 54·30 

IN 4148 
IN 4148 

IN 3604 
IN 3604 

IN 3604 
IN 4009 
IN 4148 
iN 4148 
IN 4148 
IN 4148 
IN 3063 
34 P 4 

34 P 4 

34P4 

34 P 4 



TABLEAU 
TABLE 

Ty,", 
Type 

IN 4244 

TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

SFO 185 
* IN 3600 

IN 4150 

TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

SFO 86 
* IN 3070 

SFD 89 

TABLEAU 
TABLE 

Typo 
Type 

IN 3595 

* Olspooilil,ecommandé 
Preferfl!d.devl"" 

4 

BoTtier 
Case 

Diodes de signal au silicium - commutation ultra rapide 
Silicon signal diodes - very high speed switching 

t"mb = 150·C 

VR-VRM la VF / IF IR / VR IW / VR C trr' / IF 
(V). (mA) (V) (mA) (nA) (V) (pA) (V) (pF) (ns) (mA) 

ma< max max max max max max 

00-7 15-20 50 20 100 la 0,8 0,75 la 

5 

Boftier 
Case 

00-7 
DO 7 

F 80 

Diodes de signal au silicium - commutation fort courant 
Silicon signal diodes - high current switching 

t"mb= 150·C 
VR-VRM la VF / IF IR / VR IR / VR C trr / IF 

(V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) !PA) (V) (pF) (ns) (mA) 

max max max max max max max 

30-50 200 100 100 30 2,5 la 200 
50-75 200 200 100 50 100 50 2,5 400 

50-75 200 200 100 50 100 . 50 2,5 400 

t.mb = 25°C 

Voir notice 
See data sheet 

IN 4244 

t.mb - 25"C 

Voir notice 
See data sheet 

SFO 185 
IN 3600 

IN 3600 

6 Diodes de signal au silicium - commutation haute tension 
tamb= 25"C 

Silicon signal diodes - high voltage switching r 

tamb=150°C 

80itief 
VR-VRM la VF / IF IR / VR IR / VR C lrr / IF 

Case (V) (mA) (V) (mA) (nA) (V) II<AI (VI (pFI (n.l (mAl 
II<A)' 

max max max max max max max 

00-7 ISO-ISO 100 50 la 150 75 30 
00-7 175-200 100 100 100 200 100 175 50 30 
00-7 200-220 100 1,3 50 10' 180 75 30 

7 Diodes de signal au silicium à faible courant de fuite 
Law leakagesl/icon signal diodes' 

Boltier VR-VRM la VF / IF 
Case (V) (mA) (V) (mA) 

max max max 

00-7 125-125 150 200 

§ Valeur typique 
Typiesl vslue 

IR 
(nA) 

max 

/ 
t"mb= 150·C 

VR IR / VR C t,., / IF 
(V) (pAl (V) (pF) (ns) (mA) 

max max max 

125 125 10 

Voir notice 
See dsts sheet 

SFD 86 
IN 3070 
SFO 89 

tamb= 25"C 

Voirnotiœ 
See dsts sheet 

\) 
IN 3595 

1971 GS3/26 



TABLEAU 8 Diodes de signal au germanium à pointe tungstène - usage général 
TÂBLE Tungsten point contact germanium diodes - general purpose 10mb - 25'C 

TYpe Boitier VR 10 VF / IF IR / VR IR / VR / t.mb Voir notice 
Type Case (V) IF' (V) (mA) (pA) (V) (PA) (V) rC) See data sheet 

(mA) 
max max max max max 

SFD 108 00-7 100 50' 5 7 10 250 100 20 SFD 108 
lN 48 bO / 70 50 4 830 50 lN48 
lN54A DO 7 50 30 5 7 10 100 50 25 IN 48 
IN 63 DO 7 100 50 4 50 50 25 10 25 IN 48 
lN64 DO 7 15 3 25 10 lN60 
lN 65 00-7 70 50 2,5 200 50 lN48 
lN81 DO 7 40 40 3 10 10 100 40 25 lN48 
IN 126A DO 7 60 30 5 800 50 50 10 25 IN 48 
IN 127A DO 7 100 30 3 300 50 25 10 25 ~N 48 
IN 128 DO 7 40 30 3 ID 10 N48 
IN 198 DO 7 80 30 4 50 50 250 50 75 IN 198 

TABLEAU 9 Diodes de signal au germanium à pointe tungstène - détection 
TABLE Tungsten point contact germanium diodes - detection 

Typ' Boliier vR 10 vF / IF IR / VR IR / VR / lamb Voir notice 
Type ease (V) (mA) (V) (mA) (~A) (V) (pAl (V) rCI See dsts sheet 

max mox max max max 

AA 113 00-7 60 10 35 120 30 500 60 25 
AA 119 DO 7 30 35 4 18 10 500 45 60 
IN 541 00-7 30 35 4 18 ID 500 45 60 
IN 542 DO 7 30 35 4 18 10 500 45 60 

TABLEAU 10 Diodes de signal au germanium à pointe tungstène-détection vidéo 
TABLE Tungsten point contact germanium diodes - video detection 

Typ. Boltie, vR 10 vF / IF IR / VR IR / VR / lamb Voir notice 
Type esse IV) (mA) IV) (mA) (pA) (V) (~A) IV) rC) See dars sheet 

m.x max max la 1 max max 

SFD 106 00-7 25 30 10 15 200 25 25 SFD 106 
IN 60 00-7 25 30 0,5 0,375 200 10 IN 60 

TABLEAU 11 Diodes de signal au germanium à pointe tungstène - commutation 
TABLE Tungsten point contact germanium diodes - switching 

Type BoTtier VR 10 VF / IF IR / VR IR / VR /I.mb ln / IF Voir notice 
Type esse (V) (mA) (V) (mA) IpA) IV) I~A) (V) ("C) (n.' (mA) See dsts sheet 

max max max max max m'x 

SFD IDS DO -7 30 30 5 30 10 500 30 55 160 10 SFD 105 
30 30 ID ID 250 30 25 300 ID FS36 
50 5 50 50 25 10 25 500 30 26 P 1 

FS36 po -7 30 
26PI DO 7 50 

* DIspositIf recommond~ 
Prsferred deY/cs. 

§ Valeur typIque 
Typ/ca/ value 

1971 GS4126 
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TABLEAU 12 Diodes de signal au germani'um à pointe or - usage général 
TABLE Gold bounded germanium signal diodes - general purpose tamb= 25"C 

VR la vF / IF IR / VR Ir / VR / lamb ter / IF 
Type Boîtier (V) (mA) (V) (V) lJl A) (V) (PA) (V) (OC) (ns) (mA) Voir notice 

Type Case See data sheet 

max max max max max max 

SFO lOB A 00-7 100 50 30 10 250 100 25 500 10 SFO 108 A 

IN 270 00-7 80 60 200 100 50 25 IN 270 

IN 271 00-7 100 50 100 75 10 250 50 75 lN271 

~ 

TABLEAU 13 Diodes de signal au germanium à pointe or - commutation 
TABLE Gold bounded germanium signal diodes - switching 

t 8mb = 25°C 

Typ. Bortier VR la VF / IF IR / VR IR / VR / I,mb Irr / IF Voir notice 
Type Case (V) (mA) (V) (mA) (~A) (V) (PA) (V) (OC) (ns) (mA) See data sheet 

max max max max max max 

FS 19 00-7 25 30 11 110 10 10 240 25 70 500 FS 19 

SFO 121 00-7 10 30 08 10 2 1,5 50 10 55 400 10 SFO 121 

SFO 122 00-7 25 50 0,8 50 50 25 100 25 55 400 10 SFO 122 

15 P 1 00-7 100 150 1 100 100 100 250 60 55 250 10 15 P 1 
19 P 1 00-7 15 200 100 25 10 150 10 55 250 10 19 P 1 

85 P 1 00-7 50 200 200 100 50 250 30 55 15 P 1 

SFO 118A 00-7 12 30 0,5 10 10 100 10 25 10 SFO 118 A 
(AAY48) 

TABLEAU 14 Diodes de signal au germanium à pointe or- commutation très rapide 
TABLE Gold bounded germanium signal diodes - very high speed switching 

Type Bonier VR 
Type Case (V) 

max 

* SFO 129 8 
(AA Y 49) 

DO -7 40 

* AAZ 16 DO -7 20 

* DIspositif recommandé 

Pr.ferred de1lice 

1971 GS 5/26 

10 VF / IF 
(mA) (V) (mA) 

max max 

150 0,75 200 

180 0,65 150 

§ Valeur typIque 

Typ;cal value 

IR / VR IR / VR / lamb 
(PA) (V) 1JlA) (V) (OC) 

max max 

25 40 40 70 

50 20 100 20 60 

18mb = 25"C 

~r / IF Voir notice 
(ns) (mA) See data sheet 

rnaX 

400 10 SFO 129 6 

70§ 10 SFO 129 6 

NCYRTK2019
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TABLEAU 15 Photodiodes 
TABLE Photodiodes tamb =2!tC 

Courant d'obscurité Photo courant à 

Type Boîtier Darkcurrent Photo current at 2500 lUX 

Type Case VR Plol IR 1 VR IR IR IR 
Voirnotfœ 

Se. data sheet 
(V) (mW) (~A) (V) (~A) (~A) (~A) 

mIn IVP 

8. Germanium Germanium 

Phg 1 CB 25 30 30 30 30 100 Phg 1 

Phg2 F 46 30 30 30 20 50 Phg 1 

b, SilicIum - Silicone 

30 F 2 F 46 40 50 0,05 24 50 30 F2 

31 F2 F 46 40 50 0,05 24 30 95 30 F2 

32 F 2 F 46 40 50 0,05 24 65 180 30 F 2 

33 F2 F 46 40 50 0,05 24 120 360 30 F 2 

34 F 2 F 46 40 50 0,05 24 240 720 30 F 2 

35 F 2 F 46 30 50 0,05 24 480 30 F 2 

//~~~ 
CB59' CB60 

TABLEAU 16 
TABLE 

Type BoUier 
Type Case 

*A502GE CB lB 
* A503GE CB 17 * A 504 GE CB lB * SFAS02 CB 18 
* SFA 303 CB 18 

20MI CB 60 
21 MI CB 59 
20M2 CB 60 

* Dispositif recommandé 
Preferred devlce 

§ Valeur typique 
Typlcal vslue 

1971 GS 6/26 

Modulateurs en anneau 
Ring modulators 

Matériau f 

Matérial (MHz) 

mIn 

Ge 1 
Ge 1 4 
Ge 01 05 
Si 1 12 
SI 1 12 
Ge 03§ 
Ge 03§ 
SI 1 12 

Athibllssementdu Aftaiblissementducourant 
cour.ntporteur modulateur Voir notice 

Carrier current Modulstor current 
attenuation attenuation 

See data sheet 

(Nplmln (Nplmln 

62 A 502 GE 
6,2 A502 GE 

45 62 A 502 GE 
5 62 SFA302 
5 62 SFA302 
5 49 20M 1 
5 . 49 20 MI 
5 4,9 20 MI 



TABLEAU 17 Diodes de régulation de tension 
TABLE Voltage regulator diodes Pz = 400 mW 1 t.mb a SO'C 

Type 
Type 

Boitie, VZT 
Case (V) 

min 

* BZX 46 - C 2 V 7 F BO 2,5 

* BZX 46 - C 3 V 0 F BO 2,B 

* BZX 46 - C 3 V 3 F BO 3,1 

* BZX 46 - C 3 V 6 F BO 3,4 

* BZX 46 - C 3 V 9 F BO 3,7 

* BZX 46 - C 4 V :j F BO 4,0 

* BZX 46 - C 4 V 7 F BO 4,4 

* BZX 46 - C 5 VIF BO 4,8 

* BZX 46 - C 5 V 6 F 80 5,2 

* BZX 46 - C 6 V 2 F 80 5,8 

VZT 
(V) 

2,7 

3,0 

3,3 

3,6 

3,9 

4,3 

4,7 

S,l 

5,6 

6,2 

* BZX 46 - C 6 V 8 F BO 6,4 6,8 

* BZX 46 - C 7 V S F 80 7,0 7,5 

* BZX 46 - C 8 V 2 F 80 7,7 8,2 

*BZX46-C9Vl F80 8,5 9,1 

* BZX 46 - C 10 F 80 9,4 10 

* 8ZX 46 - C 11 F BO 10,4 11 

*BZX46-C12 F8011,4 12 

* BZX 46- C 13 F 80 12,4 13 

* BZX 46 - C 15 F 80 13,8 15 

* BZX46-C16 F80 15,3 16 

* BZX46-C18 F80 16,B lB 

* BZX 46 - C 20 F 80 18,8 20 

* BZX 46 - C 22 F 80 20,8 22 

* BZX 46 - C 24 F BO 22,8 24 

* BZX 46 - C 27 F BO 25,1 27 

*BZX46-C30 F8028 '30 

* BZX46-C33 F80 31 33 

* Dispositif ,ecommandé 
Preferred d",,;ce 

VZT / IZT 
(V) (mA) 

'ZT 
(11) 

2,9 20 30 

3,2 20 29 

3,5 20 28 

3,B 20 24 

4,1 20 23 

4,6 20 22 

5,0 20 19, 

5,4 20 17 

6,0 20 11 

6,6 20 

7,2 18,5 4,5 

7,9 16,5 5,5 

8,7 15 6,5 

9,6 14 7,5 

10,6 12,5 8,5 

11,6 11,5 9,5 

12,7 10,5 11,5 

14,1 9,5 13 

15,6 8,5 16 

17,1 7,8 17 

19,1 21 

21,2 6,2 25 

23,3 5,6 29 

25,6 5,2 33 

28,9 4,6 41 

32 4,2 49 

35 3,B 5B 

'ZK / IZK 
(!l) (mA) 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

min 

ŒVZ 

(%/"C) 

- O,OB - 0,06 75 

- O,OB - 0,06 50 

- 0,08 - 0,05 10 

- O,OB - 0,04 10 

- 0,07 - 0,03 10 

- 0,04 - 0,01 

- 0,03 + 0,01 

- 0,02 + 0,05 

-0,01 + 0,06 

o + 0,07 

700 + 0,01 + O,OB 

700 0,5 + 0,01 + 0,09 

700 0,5 + 0,01 + 0,09 

700 0,5 + 0,02 + 0,1 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

700 0,25 + 0,03 + 0,11 

750 0,25 + 0,03 + 0,11 

750 0,25 + 0,03 + 0,11 

750 0,25 + 0,03 + 0,11 

7S0 0,25 + 0,04 + 0,12 

750 0,25 + 0,04 + 0,12 

1000 0,25 + 0,04 + 0,12 

1000 0,25 + 0,04 + 0,12 

EPI·Z ® t.mb - 2S'C 

Voir notice 
See data sheet 

BZX 46 -C2 V7 

BZX 46 -C2 V 7 

BZX 46 -C2 V 7 

BZX 46-C2 V 7 

BZX 46-C2 V 7 

BZX 46-C2 V 7 

BZX 46- C2 V7 

BZX 46 -C2 V 7 

BZX 46-C2 V 7 

BZX 46-C2 V7 

4,8 BZX 46 - C 2 V 7 

5,3 BZX 46 - C 2 V 7 

5,8 BZX 46 - C 2 V 7 

6,4 BZX 46 - C 2 V 7 

7,0 BZX46-C2V7 

8,4 BZX 46 - C 2 V 7 

9,1 BZX46-C2V7 

9,9 BZX 46 - C2 V 7 

11,4 BZX46-C2V7 

12,7 BZX46-C2V7 

13,7 BZX 46 - C 2 V 7 

15,2 BZX 46 - C 2 V 7 

16,7 BZX46-C2V7 

18,2 BZX 46 - C 2 V 7 

20,6 8ZX 46 - C 2 V 7 

22,8 BZX 46 - C 2 V 7 

25,1 BZX46-C2V7 

1971 GS7126 
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TABLEAU 18 Diodes de régulation de tension 
TABLE Voltage regulator diodes 

Type 
Type 

BoFtier 
Case VZT 

(V) 
mTn 

VZT 
(V) 

VZT / Izr 
(V) (mA) 

* BZX 55 - C 0 V 8 F 80 0,73 0,78 0,83 

* BZX 55 - C 2 V 7 F 80 2,5 2,7 2,9 

* 8ZX 55 - C 3 V 0 F 80 2 8 3 0 3 2 

* BZX 55 - C 3 V 3 F 80 3 1 3 3 3,5 

* BZX 55 - C 3 V 6 F 80 3,4 3,6 3,8 

* BZX 55 - C 3 V 9 F 80 3,7 3,9 

* BZX 55 - C 4 V 3 F 80 4,0 4,3 

*' BZX 55 - C 4 V 7 F 80 4,4 4,7 

*' BZX 55 - CSV 1 F 80 4,8 5,1 

*' BZX 55 - CSV 6 F 80 5,2 5,6 

-1(. BZX 55 - C 6 V 2 F 80 5 8 62 

-1(. BZX 55 - C 6 V 8 F 80 6.4 6,8 

'" 8ZX 55 - C 7 VS F 80 7,0 7,5 

'" BZX55-C8V2 F80 7,7 8,2 

* BZX 55 - C 9 VIF 80 8,5 9,1 

*8ZX55-Cl0 

* BZX 55- C 11 

*' BZX55-C12 

*' BZX55-C 13 

*' BZX55-C 15 

-1(. BZX55-C16 

-1(. BZX55-C18 

-1(. BZX55- C20 

'" BZX55- C22 

-1(. BZX55- C24 

*' BZX55- C27 

* BZX55-C30 

* BZX 55- C33 

* DIsposItif recommandé 
Prefeffed devlce 

1971 GSB/26 

F 80 9,4 10 

F 80 10,4 11 

F 80 11,4 12 

F 80 12,4 13 

F 80 13,8 15 

F 80 15,3 16 

F 80 16,B 18 

F 80 18,8 20 

F 80 20,8 22 

F 80 22,8 24 

F 80 25,1 27 

F8028 30 

F BQ 31 33 

4,1 

46 

5,0 

5,4 

6,0 

6,6 

7,2 

7,9 

8,7 

9,6 

10,6 

11,6 

12,7 

14,1 

15,6 

17,1 

19,1 

21,2 

23,3 

25,6 

28,9 

32 

35 

'ZT 
(n) 

75 

80 

85 

85 

75 

70 

60 

50 

40 

10 

10 

15 

20 

20 

26 

30 

40 

55 

55 

55 

BO 

80 

80 

80 

'ZK 1 IZK 
(n) (mA) 

600 

600 

SOO 

600 

600 

SOO 

SOO 

550 

450 

200 

150 

50 

50 

50 

70 

70 

90 

110 

110 

170 

170 

220 

220 

220 

220 

220 

220 

Pz - 400 m w /tomb - 50'C EPI.Z '81 tamb _ 25'C 

ctvz 
",,'c 

typ 

-0,25 

-0,07 

-007 

-0,06 

-0,07 

- 0,055 

- 0,045 

- 0,025 

+ 0,02 0,1 

+ 0,03 0,1 

+ 0,04 01 

+'0,045 0,1 

+ 0,05 0,1 

+ 0,055 0,1 

+ 0,06 0,1 

+ 0,065 0,1 

+ 0,07 0,1 

+ 0,07 0,1 

+0,075 0,1 

+ 0,075 0,1 

+ 0,060 0,1 

+ 0,060 0,1 

+ 0,060 0,1 

+ 0,065 0,1 

+ 0,085 0,1 

+ 0,085 0,1 

+ 0,09 0,1 

+ 0,09 0,1 

tamb= 
150'C 

IR 1 VR 
(~A) (V) 

50 

50 

40 

40 

40 

voir notice 
See dBtB shoot 

BZX 55 -COV 8 

BZX 55 -C OV 8 

BZX 55 - CO V 8 

BZX55 -COV 8 

BZX55-CO V 8 

BZX55- C OV 8 

40 1,5 8ZX55-COV8 

30 2 BZX 55 - C 0 V 8 

BZX 55 - C OV 8 

, BZX 55 - C 0 V 8 

BZX55 -CO V 8 

BZX55-C OV 8 

8ZX55 -COV 8 

BZX55 - COY 8 

BZX 55 -C OV 8 

7,5 8ZX55 - C OV 8 

8,5 BZX55-C OV 8 

BZX 55 -C OV 8 

10 BZX 55 - CO V 8 

11 8ZX55 - C OV 8 

12 BZX55 -C 0 V 8 

14 BZX 55 -co V 8 

15 BZX55 - C OV 8 

17 BZX 55 -C OV 8 

lB BZX55 -COV 8 

20 8ZX55 - CO VII 

22 BZX 55 - C 0 V 8 

24 BZX 55 -C OV 8 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

* BZX B3-C2 V 7 

* BZX B3 - C 3 V 0 

* BZX 83 - C 3 V 3 

* BZX 83 - C 3 V 6 

* BZX 83 - C 3 V 9 

* BZX 83 - C 4 V 3 

* 8ZX 83 - C 4 V 7 

* BZX 83 - C 5 V 1 

* 8ZX 83 - C 5 V 6 

* BZX 83 - C 6 V 2 

* BZX 83 - C 6 V 8 

* BZX 83 - C 7 V 5 

* BZX 83 - C 8 V 2 

* BZX 83 - C 9 V 1 

* BZX B3- C 10 

* 8ZX83-C 11 

* BZX83-C 12 

* BZX83-C 13 

*BZX83-CI5 

* BZX83-C 16 

* BZX83-C 18 

* BZX83-C20 

* BZX83-C22 

* BZX83-C24 

* BZX83-C27 

* BZX 83-C30 

* BZX83-C33 

* Dispositif ,ecommandé 
Pr.ferred dev/ce 

19 

Hoitier 
Case 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F 80 

F BD 

F 80 

F 80 

F 80 

Diodes de régülation de tension 
Voltage regulator diodes Pz = 400 mW 1 tamb = 50'C EPI·Z ® tamb = 25'C 

VZT VZT VZT / IZT 'ZT 'ZK / IZT a:VZ IR / VR Voir notice 
(V) (V) (V) (mA) (n) (n) (mA) ,,,l'c (PA) . (V) See data sheet 

min typ 

2,5 2,7 2,9 90 600 -0,07 100 BZX 83 -C2V 7 

2,8 3,0 3,2 90 600 -0,07 60 BZX 83 - C ZV 7 

3,1 3,3 3,5 90 600 -0,06 30 BZX 83 -C2 V 7 

3,4 3,6 3,8 90 600 -0,07 20 BZX 83- C2 V 7 

3,7 3,9 4,1 85 600 -0,055" 10 BZX 83 -C2 V7 -----
4,0 4,3 4,6 80 600 - 0,045 5 BZX 83 -C2 V 7 

4,4 4,7 5,0 80 600 - 0,025 2 BZX 83-C2 V 7 

4,8 5,1 5,4 60 550 + 0,02 BZX 83 - C2 V7 

5,2 5,6 6,0 40 450 + 0,03 BZX 83 - C 2 V 7 

5,8 6,2 6,6 10 200 + 0,04 BZX 83 -C2 V 7 

6,4 6,8 7,2 150 + 0,045 1 BZX 83-C2 V 7 

7,0 7,5 7,9 50 + 0,05 3,5 BZX83 -C 2 V 7 

7,7 8,2 8,7 50 + 0,055 1 BZX 83 -C2 V7 

8,5 9,1 9,6 10 50 + 0,06 BZX B3-C 2V7 

9,4 10 10,6 15 70 + 0,065 1 BZX 83-C2 V 7 

10,4 11 11,6 20 70 + 0,07 BZX83-C2 V 7 

11,4 12 12,7 20 90 + 0,07 BZX83-C 2 V 7 

12,4 13 14,1 25 110 + 0,075 1 BZX 83-C2 V7 

13,8 15 15,6 30 110 + 0,075 1 11 BZX 83- C2 V 7 

15,3 16 17,1 40 170 + 0,08 1 11 BZX 83 - C2V 7 

16,8 18 19,1 55 170 + 0,08 12 BZX83 - C2 V 7 

18,8 20 21,2 55 220 + 0,08 14 BZX 83 - C2 V 7 

20,8 22 23,3 58 220 + 0,085 1 15 BZX 83- C 2V 7 

22,8 24 25,6 80 220 + 0,085 1 16 BZX 83-C 2 V7 

25,1 27 28,9 80 250 + 0,085 1 18 8ZX 83 -C 2 V7 

28 30 32 90· 250 + 0,09 20 BZX 83-C2 V 7 

31 33 35 90 250 + 0,09 22 BZX 83- C2 V 7 

1971 GS9nS 



TABLEAU 20 Diodes de régulation de tension 
TABLE Voltage regulator diodes 

Type 
Type 

Boîtier 
Case 

VZT 
(V) 

min 

*BZXB5-C3V3 CB101 3,1 

* BZX B5 - C 3 V 6 CB 101 3,4 

* BZX85-C3V9 CB 101 3,7 

* BZX 85 - C 4 V 3 CB 101 4,0 

* BZX 85 - C 4 V 7 CB 101 4,4 

* BZX B5 - CSV 1 CB 101 4,8 

* BZX85-C5V6 CB 101 5,2 

*8ZX85-C6V2 C8101 5,8 

* 8ZX85-C6V8 C8101 6,4 

*BZX85-C7V5 C8101 7,0 

*BZX85-C8V2 CB10l 7,7 

* BZX 85 - C 9 V 1 CB 101 8,5 

* BZX85-Cl0 CB 101 9,4 

* BZX85-C 11 C8101 10,4 

* BZX85-C12 C8101 11,4 

* BZX85-C 13 CB 101 12,4 

* BZX85-C 15 CB 101 13,8 

* BZX85-C 16 CB 101 15,3 

VZT 
(V) 

3,3 

3,6 

3,9 

4,3 

4,7 

5,1 

5,6 

6,2 

6,8 

7,5 

8,2 

9,1 

10 

". 
12 

13 

15 

16 

* BZX 85- C 18 C8 101 16,8 18 

* 8ZX 85- C20 

* BZX 85-C22 

* BZX85- C24 

* BZX85- C27 

* BZX85- C30 

* BZX 85 -C 33 

* Dispositif recommandé 
Pr.ferred devlce. 

1971 GS 10126 

CB 101 18,8 20 

CB 101 20,8 22 

CB 101 22,8 24 

C8101 25,1 27 

CB 101 28 30 

CB 101 31 33 

VZT / IZT 

(V) (mA) 

3,5 BD 

3,8 60 

4,1 60 

4,6 50 

5,0 45 

5,4 45 

6,0 45 

6,6 35 

7,2 35 

7,9 35 

8,7 25 

9,6 25 

10,6 25 

11,6 20 

12,7 20 

14,1 20 

15,6 15 

17,1 15 

19,1 15 

21,2 10 

23,3 10 

25,6 10 

28,9 10 

32 10 

35 10 

'ZT 
(n) 

20 

15 

15 

12 

13 

10 

3,5 

10 

15 

15 

20 

24 

25 

25 

30 

30 

35 

'ZK / IZK 
(n) (mA) 

400 

500 

500 

500 

Pz - 1 W I~amb = 40°C 

min 

O'VZ 
'roI Oc 

- D,OB - 0,04 40 

- D,OB - 0,05 20 

- 0.07 - 0,02 1'0 

- 0,05 + D,Dl 

EPI·Z ® tamb = 25°C 

Voir notice 
See data sheet 

BZX B5 -C3 V 3 

BZX 85-C3 V 3 

BZX 85-C3 V 3 

BZX 85-C3 V 3 

600 - 0,03 + 0,04 1,5 BZX 85 -C3V 3 

500 - D,Dl + 0,04 BZX 85 -C3V 3 

400 + 0,045 BZX 85 -C3 V3 

300 + 0,01 + 0,055 3,8 BZX85 -C3V 3 

300 + 0,015 + 0,06 8ZX 85-C3 V 3 

200 0,5 + 0,02 + 0,065 4,5 8ZX 85-C3 V 3 

200 0,5 + 0,03 + 0,07 BZX 85- C3 V 3 

200 0,5 + 0,035 + 0,075 5,5 BZX 85 -C3 V 3 

200 0,5 + 0,04 + 0,080 0,5 BZX 85- C3V 3 

300 0,5 + 0,045 + O,OBO 0,5 7,7 BZX 85 -C3 V3 

350 0,5 + 0,045 + 0,085 0,5 8,4 BZX 85 - C3 V 3 

400 0,5 + 0,05 + 0,085 0,5 9,1 BZX 85-C3 V 3 

500 0,5 + 0,055 + 0,09 0,5 10,5 BZX 85-C3V 3 

500 0,5 + 0,055 + 0,09 0,5 11,2 BZX 85 - C3 V 3 

500 0,5 + 0,06 + 0,09 0,5 12,6 BZX 85 - C 3 V 3 

600 0,5 + 0,06 + 0,09 0,5 14 8ZX85-C3V3 

600 0,5 + 0,06 + 0,095 0,5 15,4 BZX 85 - C 3 V 3 

600 0,5 + 0,06 + 0,095 0,5 16,8 BZX85-C3V3 

750 0,25 + 0,06 + 0,095 0,5 18,9 BZX 85 - C 3 V 3 

1000 0,25 + 0,06 + 0,095 0,5 21 8ZX85-C3V3 

1000 O,2E + 0,06 + 0,095 0,5 23,1 BZX 85 - C 3 V 3 
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TABLEAU 
TABLE 

21 Oiode~ de régulation de tension 
Voltage regulator diodes 

Pz = 1 W/tamb = 50 ° C tamb ~ 25°C 

Type 
Type 

Bohier 
Case 

VZT / IZT 
(V) (mA) 

rZT 
(n) 

rZK / IZK 
(n) (mA) Vair notice 

See data sheet 

typo 

* IN 4728, A C8 101 3,3 76 10 400 - 0,075 100 IN 4728 

* IN 4729, A CB 101 3,6 69 10 400 - 0,065 100 IN 4728 

* IN 4730, A CB10l 3,9 64 400 -0,055 50 IN 4728 

* IN 4731, A CB 101 4,3 58 400 - 0,04 10 IN 4728 

* IN 4732, A CB 101 4,7 53 500 - 0,02 10 IN 4728 

* IN 4733, A CB 101 5,1 49 550 + 0,005 10 IN 4728 

* IN 4734, A CB 101 5,6 45 600 + 0,02 10 IN 4728 
~~-------------------------------------- ------------------------------------------* IN 4735, A CB 101 6,2 41 700 + 0,035 10 IN 4728 

* IN 4736, A CB 101 6,8 37 3,5 700 + 0,04 10 IN 4728 

* IN 4737, A CB 101 7,5 34 4,0 700 0,5 + 0,045 10 IN 4728 

* IN 4738, A CB 101 8,2 31 4,5 700 0,5 + 0,048 10 IN 4728 

* IN 4739, A CB 101 9,1 2B 700 0,5 + 0,051 10 IN 4728 

* IN 4740, A CB 101 10 25 700 0,25 + 0,055 10 7,6 IN 4728 

* IN 4741, A CB 101 11 23 700 0,25 +0,06 B.4 IN 4728 

* IN 4742, A CB 101 12 21 700 0,25 + 0,065 9,1 IN 4728 

* IN 4743, A CB 101 13 19 10 700 0,25 + 0,065 9,9 IN 4728 

* IN 4744,A C8101 15 17 14 700 0,25 +0,07 11.4 IN 4728 

* IN 4745, A CB 101 16 15,5 16 700 0,25 + 0,07 12,2 IN 4728 

* IN 4746, A CB 101 18 14 20 750 0,25 + 0,075 13,7 11'/4728 

* IN 4747, A C8101 20 12,5 22 750 0,25 + 0.D75 15,2 IN 472B 

* IN 4748, A CB 101 22 11,5 23 750 0,25 + 0,08 16,7 IN 4728 

* IN 4749, A CB 101 24 10,5 25 750 0,25 + 0,08 18,2 IN 4728 

* IN 4750, A CB 101 27 9,5 35 750 0,25 + 0,085 20,6 IN 4728 

* IN 4751, A CB 101 30 8,5 40 1000 0,25 + 0,085 22,6 IN 4728 

* IN 4752, A CB 101 33 7,5 45 1000 0,25 + 0,085 25,1 IN 4728 

* Dispositif recommandé 
Preferred deY/ce 

lN472B-1N4752 tolérance± 10% 
IN 4728 A -IN 4752 A tolérance ± 5 % 

1971 GS 11/26 



Typ. 
Type 

11 Z 6 F 
11 Z 6AF 
12 Z 6 F 
1226AF 
1326 F 
1326AF 
1426 F 
1426 AF 
15 Z 6 F 
l!.il:!l&E 
1626 F 
1626 AF 
17 2 6 F 
1726 AF 
1826 F 
18 Z 6 AF 
1926 F 
1926AF 
2026F 
2026 AF 
2126 E 
2126 AF 
22 Z 6 F 
22 Z 6AF 
2326 F 
2326AF 
24 Z 6 F 
2426 AF 
2526 F 
2526 AF 
26 Z 6 F 
2626AF 
2726 F 
2726AF 
28 Z 6 F 
2826 AF 
11626 F 
11626AF 
11826 F 
118Z6AF 
12026 F 
120 Z 6AF 
122 2 6 F 
122 Z 6 AF 
124 Z 6 F 
124Z6AF 

* Dispositif ,ecommandé 
Preferred device 

1971 GSI2/26 

Boftier 
Case 

00-13 
00-13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
DO 13 
00-13 
DO 13 

gg:l~ 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
00-13 
00-13 
00-13 
DO 13 
00-13 
00-13 
DO 13 
DO -13 
00-13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
00-13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
DO 13 
00-13 
DO 13 

VZT / VZT Tolérance 
(mA) (mA) 

33 10 ± 10% 
3,3 10 ±S% 
36 10 ± 10% 
3,6 10 +5% 
3,9 10 ± 10% 
3,9 10 ±5% 
4,3 10 ± 10% 
4,3 la ±5% 

g ~~ !~o%% 
5,1 10 ± 10% 
5,1 10 ±5% 
5,6 10 ± 10% 
5,6 10 %5% 
6,2 la ±1O% 
62 10 ±5% 
68 10 ± 10% 
68 10 ±5% 
75 10 ± 10% 
75 10 ±5% 
82 10 ± 10% 
82 10 ±5% 
91 10 ± 10% 
9,1 10 ±5% 
10 10 ± 10 % 
10 10 ±5% 
11 10 ± 10% 
11 10 ±5% 
12 10 ± 10% 
12 la ±5% 
13 10 ± 10% 
13 10 ±5% 
14 10 ± 10% 
14 10 ±5% 
15 10 ± 10% 
15 la ±S% 
16 10 ± 10% 
16 10 ±5% 
18 10 ± 10% 
18 10 ±5% 
20 10 ± 10% 
20 10 ±5% 
22 10 ± 10% 
22 10 ±5% 
24 10 ± 10 % 
24 10 ±5% 

Pz = 1 W/t"mb = 2So C t"mb =25" C 

'ZT 'ZK / 'ZK O:VZ Voir notice 
(fi) (fi) (mAl %/oC See data sheet 

typo 

60 -DOS Il Z 6E 
S2 600 -DOS Il Z 6AE 
60 -DOS Il Z 6E 
52 600 -005 11 Z 8AE 
60 -005 Il 2 6E 
52 600 005 11 Z AAE 
60 -005 11 Z BE 
52 600 -0,05 Il 2 6AE 

~g 600 
-0,03 Il 2 6E 
-003 11 Z fi êE 

36 . +0,01 11 Z GE 
34 512 + 0,01 11 Z 6AE 
36 + 0,02 Il 2 6E 
34 512 + 0,02 Il 2 6AE 
20 + 0,03 Il 2 6E 
12 360 + 003 11 Z BM--
20 + 005 Il Z BE 
12 360 + 005 11 Z 6AE 
14 + 007 11 Z 6 E 
6 55 + 007 11 Z 6AE 
14 + 007 11 Z 6E 
6 12 + a 07 11 Z 6AE 
18 +008 Il Z 6E 
9 20 + 0,08 Il Z 6AE 
18 +0,08 Il Z 6E 
9 38 + 008 Il Z 6AE 
18 + 008 11 Z fiE 

12 50 + 0,08 112 6AE 
24 + 0,08 Il Z 6F 
12 50 + 0,08 Il Z SAE 
Z4 + 0,08 Il 2 6E 
19 330 + 0,08 Il 2 6AE 
50 + 0,08 11 Z 6 E 
21 550 +0,08 11 Z 6AE 
50 + 0,08 11 Z BE 
24 550 + 0,08 11 Z AAE 
70 + 0,08 Il Z 6E 
35 600 + 0,06 Il Z 6AE 
80 + 0,08 Il Z 6E 
40 600 + 0,08 11 Z 6AE 
90 + 0,08 Il Z 6E 
45 600 +0,08 Il Z 6AE 
110 '1- a 08 Il Z 6 E 
55 600 + 008 11 Z 6AE 
120 + ° 08 11 Z 6E 
60 600 + 0,08 Il Z 6AE 



TABLEAU 23 
TABLE 

Type Boitier 
Type Case 

lN 3821 A 00-13 

lN 3822 A 00-13 

lN 3823 A 00-13 

lN 3824 A 00-13 

lN 3825 A 00-13 

lN 3826 A 00-13 

lN 3827 A 00-13 

lN 3828 A 00-13 

lN 3816 B 00-13 

lN 3817 B 00-13 

lN 3818 B 00-13 

lN 3B19 B 00-13 

lN 3B20 B DO -13 

lN 3821 B 00-13 

lN 3822 B 00-13 

lN 3B23 B 00-13 

lN 3824 B 00-13 

lN 3825 B DO -13 

lN 3826 B 00-13 

IN 3827 B 00-13 

lN 3B2B B 00-13 

lN 3829 B 00-13 

* Dispositif ,ecommandé 
Preferred device 

Diodes de régulation de tension 
Voltage regulator diodes 

VZT / IZT 'ZK / IZK 
(V) (mA) Tolérance 'ZT (ru (mA) 

3,3 76 ±5% la 400 

3,6 69 ±5% la 400 

3,9 64 ±5% 400 

4,3 58 ±5% 400 

4,7 53 ±5% 500 

5,1 49 ±5% 5:;0 

5,6 45 ±5% 600 

6,2 41 ±5% 700 

6,8 37 ±5% 3,5 700 

7,5 34 ±5% 700 - 0,5 

8,2 31 ±5% 4,5 700 0,5 

9,1 28 ±5% 700 0,5 

la 25 ±5% 700 0,25 

11 23 ±5% 700 0,25 

12 21 ±5% 700 0,25 

13 19 ±5% la 700 0,25 

15 17 ±5% 14 700 0,25 

16 15,5 ±5% 16 700 0,25 

18 14 ±5% 20 750 0,25 

20 12,5 ±5% 22 750 0,25 

22 11,5 ±5% 23 750 0,25 

24 10,5 ±5% 25 750 0,25 

Pz = lW/t"mb = 25°C tamb = 25°C 

o:vz IR / VR Voir notice gare (l'A) (V) 
See data sheet 

typ 

-0,075 la lN 3821 A 

-0,065 la lN 3821 A 

- 0,055 la lN 3821 A 

-0,04 la lN 3821 A 

-0,02 la lN 3821 A 

+ 0,005 la lN 3821 A 

+ 0,02 la lN 3821 A 

+ 0,035 la lN 3821 A 

+0,04 150 5,2 lN 3821 A 

+ 0,045 75 5,7 IN 3821 A 

+ 0,048 50 . 6,2 lN 3821 A 

+ 0,051 25 6,9 lN 3821 A 

+ 0,055 la 7,6 lN 3821 A 

+ 0,06 B.4 lN 3B21 A 

+ 0,065 9,1 lN 3821 A 

+ 0,065 9,9 lN 3821 A 

+ 0,07 11.4 lN 3821 A 

+ 0,07 12.2 lN 3821 A 

+ 0,075 13,7 lN 3821 A 

+ 0,075 15,2 lN 3821 A 

+ O,OB ts 16,7 lN 3821 A 

+O,OB 18,2 lN 3821 A 

1971 GS 13/26 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

51 Z 6 

51 Z 6A 
52 Z 6 

52Z6A 
53 Z 6 

53Z 6A 

54 Z 6 

54Z 6A 

55 Z 6 

55Z 6A 
56 Z 6 

56Z 6A 
57 Z 6 

57 Z6A 
58 Z 6 

58Z 6A 
59 Z 6 

59Z6A 
60 Z 6 

6OZ6A 
61 Z6 
61 Z6A 
62 Z 6 
62Z 6A 
63 Z 6 

63Z6A 

64 Z 6 

64Z6A 
65 Z 6 

65Z 6A 
66 Z 6 
66Z 6A 
67 Z 6 
67 Z 6A 
68 Z6 
68Z6A 

* Dispositif recommandé 
Prefe"ed devlce 

1971 GS 14126 
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Boftie, 
Case 

DO-4 

DO-4 

DO 4 

DO-4 

DO-4 

DO-4 

DO-4 

00-4 

DO-4 

DO-4 

DO-4 
DO-4 

DO-4 
00-4 
DO-4 

DO 4 

DO-4 

00 4 

DO 4 
DO 4 
DO-4 

DO-4 

00-4 

DO-4 

00-4 
DO-4 

DO-4 

DO-4 
'DO-4 

DO-4 

DO-4 

DO-4 
DO-4 
00-4 
DO 4 
DO-4 

· D04 

Diodes de régulation de tension 
Voltage regulator diodes 

VZT / IZT 
(V) (mA) 

3,3 100 

3,3 100 

36 100 

3,6 100 

3,9 100 

3,9 100 

4,3 100 
4,3 100 

4,7 100 

4,7 100 
5,1 100 
5,1 100 
5,6 100 
5,6 100 
6,2 100 
6,2 100 

6,8 100 
6,8 100 

7,5 100 
7,5 100 

8,2 100 

8,2 100 

9,1 100 

9,1 100 

10 100 

10 100 

11 100 

11 100 

12 100 

12 100 

13 100 

13 100 

14 100 

14 100 
15 100 
15 100 

Tolérance 

± 10" 

±5" 
± 10" 

±5" 
± 10" 

±5" 
± 10" 
±5" 
± la" 
±5" 
± 10" 
±5" 
± 10" 
±5" 
± 10" 

±5" 
± 10" 
±5" 

±5" 
± 10" 
±5" 
± la" 
±5" 
± 10" 

±5" 
± 10" 

±5 " 
± 10" 

±5" 
± 10" 
±5" 
± 10" 
±5" 
± 10" 

±5" 

'ZT 
(n) 

30 

25 
30 

25 
30 

20 

30 
20 
30 

20 
20 
15 
20 
15 
la 
la 
10 
10 

10 
10 
10 
la 
15 
15 

15 

15 
15 
15 
20 
20 

20 
20 
40 

35 
40 
40 

Pz = 4 W/tamb = 25· C tamb = 25· C 

'ZK / IZK 
(n) (mA) 

32 10 

32 10 

31 10 

30 10 

27 10 

23 10 

20 10 

10 

10 

3,8 10 

3,5 10 

3,9 10 

4.4 10 

10 

10 

12 10 

14 10 

15 

ŒVZ 
'fo/oC 

typo 

-0,05 

-005 

005 
-005 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
-0,04 
-0,03 
-0,03 
-0,02 
-0,02 
+ 0,01 
... 0,01 

+ 0,03 
+ 0,03 
+ 0,05 
+ 0,05 

+ 0.07 
+ 0,07 
+ 0,07 
+ 0,07 
+ 0,08 

+ 0,07 
+ 0,09 

+ 0,09 
+ 0,1 
+ 0,1 
+ 0,12 
+ 0,12 
+ 0,13 
+ 0,13 
+ 0,14 
+ 0,14 
+ 0,15 
+ 0,15 

Voir notice 
See data sheet 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 
51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 
51 Z BA 

51 Z 6 
51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 

St Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 
51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 

51 Z 6 
51 Z 6A 

51 Z 6 

51 Z 6A 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

71 Z 6, A 

71 Z6,A 

73 Z 6, A 

74 Z 6, A 

75 Z 6, A 

76 Z 6, A 

77 Z6,A 

78 Z 6, A 

79 Z 6, A 

80 Z6, A 

81 Z6,A 

82 Z 6,A 

83 Z 6, A 

84 Z6, A 

85 Z 6, A 

86 Z 6, A 

87 Z 6, A 

88 Z 6,A 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

;( ;r,. ••• 
512 e 

25 Diodes de régulation de tension 
Voltage regulator diodes 

Boîtier VZT / IZT 

Case 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

5179 

5179 

S 179 

5179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

S 179 

(V) 

3,3 

3,6 

3,9 

4,3 

4,7 

5,2 

5,6 

6,2 

6,8 

7,5 

8,2 

9,1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

71 Z 6 -88 Z6 
71 Z6 A-88 Z6 A 

(mA) 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

Tolérance> 10" 
Tolérance> 5" 

Pz = 25Wltamb = 25'C tamb = 25'C 

rZT aVZ Voir notice 
(n) % "C See data sheet 

typ 

-D,OS 71 Z 6 

1,9 -0,05 71 Z 6 

1,8 -0,05 71 Z 6 

1,5 -0,05 71 Z 6 

1,5 -0,05 71 Z 6 

1,0 + 0,06 71 Z 6 

1,0 + 0,06 71 Z 6 

1,2 + 0,06 71 Z 6 

1,2 + 0,06 71 Z 6 

1,8 + 0,06 71 Z 6 

2,0 + 0,06 71 Z 6 

2,5 + 0,07 71 Z 6 

3,0 + 0,07 71 Z 6 

3,5 + 0,07 71 Z 6 

3,8 + 0,08 71 Z 6 

3,8 + 0,08 71 Z 6 

5 + 0,08 71 Z 6 

5,5 + 0,09 71 Z 6 

1971 GS 15/26 



TABLEAU 
TABLE 

TVp· 
Type 

BY 183-50 

BY 183- 100 

BY 183 - 200 

BY 183-300 

BY 183 - 400 

8Y 183- 500 

8Y 183-600 

* 8YX60-50 

* BYX 60- 100 

* BYX 60 - 200 

* BYX60-300 

* BYX 60- 400 

* BYX 60- 500 

* BYX 60- 600 

* BYX60-700 

* IN 645 

* IN 646 

* IN 647 

* IN 648 

* IN 649 

* Oispositif recommandé 
Preferred device. 

§ Valeurtyplque 
Typical value 

1971 OS 16126 
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Boft/.r 
Case 

00 -7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

00-7 

Diodes de redressemé-nt au silicium - série normale 
Silicon rectifier diodes - normal serie t.mb = 25'C 

VRRM toper '0 'FSM VF / 'F Voir notice 
(V) 'c (A) (A) (V) (A) See data sheet 

tp :
a
l:1TlJ 

50 125 0,2 1,2 0,1 BY183-S0 

100 12S 0,2 1,2 0,1 BY 183-50 

200 125 0,2 1,2 0,1 BY 183-S0 

300 125 0,2 1,2 0,1 BY 183- 50 

400 125 0,2 1,2 0,1 8Y 183-50 

500 125 0,2 1,2 0,1 8Y 183-S0 

600 125 0,2 1,2 0,1 BY183-S0 

SO 125 0,4 2,S" 1,2 0,4 BYX60-50 

100 125 0,4 2,S' 1,2 0,4 BYX 60-50 

200 125 0,4 2,S' 1,2 0,4 BYX60-50 

300 125 0,4 2,5' 1,2 0,4 BYX 60-50 

400 125 0,4 2,5' 1,2 0,4 BYX 60 -50 

500 125 0,4 2,5' 1,2 0,4 BYX60-50 

600 125 0,4 2,5' 1,2 0,4 BYX 60 - 50 

700 125 0,4 2,5' 1,2 0,4 BYX 60-50 

225 150 0,4 3' ,0,4 IN 645 

'300 150 0,4 3' 0,4 IN 645 

400 150 0,4 3' 0,4 IN 645 

500 150 0,4 3' 0,4 IN 645 

600 150 0,4 3' 0,4 IN 645 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

* IN 1581 
* IN 1582 
'l!' IN 1583 
* IN 1584 
* IN 1585 
* IN 1586 
* IN 1587 

~42R2 
* 44 R 2 
* 46R 2 
~ 48 R 2 

* 62 R 2 * 64 R2 * 66A 2 
* 68R2 

* lN248B 
* IN249B 
* lN2506 

IN 1195A 
IN 119SA 
IN 1197 A 
IN 119SA 

* 22 R 2 
* 24A 2 
* 26R 2 
* 2S R 2 
* 30R2 

* 32 R 2 
*:M B2 
* :l6B2 
*;l!lR2 

* Dispositif recommandé 
Pre'erred devlee 

§ Valeurtvpique 
Typlcal value 

27 

Boftier 
Case 

DO-4 
00-4 
DO-4 
DO-4 
DO-4 
DO-4. 
00-4 

00-4 
DO-4 
DO-4 
DO-4 

00-4 
DO-4 
DO-4 
DO-4 

DO-5 
00-5 
00-5 

00-5 
DO 5 
DO 5 
00-5 

DO-5 
00-5 
00-5 
DO-5 
DO-5 

DO-5 
DO 5 
DQ-5 
DQ 5 

" /' D04 .~ 
DOS 

Diodes de redressement au silicium - série normale 
Silicon rectifier diodes - normal serie 

• VRRM toper 

{VI ·C 

50 + 175 
. 100 + 175 

200 + 175 
300 + 175 
400 + 175 
500 + 175 
600 + 175 

200 + 150 
400 + ISO 
600 + ISO 
800 + 150 

200 + ISO 
400 + ISO 
600 + 150 
800 + 150 

50 + 175 
100 + 175 
200 + 175 

300 + 175 
400 + 175 
500 + 175 
600 + 175 

200 + ISO 
400 + ISO 
600 + 150 
800 + 150 
1000 + ISO 

200 + 150 
~oo ± 150 
600 + 150 
800 + 150 

10 IFSM 
{Al {Al 

tp .l0ms 

3 "' 40 
3 1" 40 
3 111 40 

m 40 
nJ 40 
III 40 

'" 40 

12J 75 
121 75 

6 121 75 
6 (~I 75 

12 121 150 
12 t:n 150 
12 !:ll 150 
12 121 150 

20 Ul 250 
20 lU 250 
20 hl 250 

20 Ul 350 

20 '" 350 
20 (II 350 
20 iii 350 

20 1:'JJ 250 

20
13

' 250 

'20 13
' 250 

20 I~I 250 
20 I~l 250 

35 1" 500 
35 (41 500 
35 1

" 500 
35 1" 500 

{lI tcase - 150·C 
(21 tcase - 12S·C 

(3) tcasellill 120°C 

(4) 'casee 110·C 

VF / 
{VI 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

l,5 0i 

l,5 1" 
1,5 111 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

13 
13 
1,3 
1,3 

J3 

1,3 
J a 
13 
1,3 

tcaS6 - 25°C 

IF Voirnotici 
{Al S .. datash .. t 

IN 1581 
IN 1581 
IN 1581 
IN 1581 
IN 1581 
IN 1581 
IN 1581 

42 R 2 
42 R 2 
42 A 2 
42 A 2 

12 62 R 2 
12 62 R 2 
12 62 R 2 
12 62 R 2 

50 IN 248 B 
50 IN 248 6 
50 IN 246 6 

20 IN I1g5A 
20 IN 1195A 
20 IN 1195A 
20 IN 1195A 

20 22 R 2 
20 22 R 2 
20 22A2 
20 22 A 2 
20 22 R 2 

35 32 R 2 
3~ 

35 32 R 2 
35 32 R 2 

197' GS '7/26 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

* 166J 2 

* 168 J 2 

* 46 R 2S 

* 48 R 2S 

* 50 R 2S 

* 66 R 2S 

* 68 R 2S 

* 70 R 2S 

*72R2S 

* 26 R 2 S 

* 28 R 2 S 

* 30 R 2S 

* 212 R 2S 

*36R2S 

*38R2S 

* 40 R 2S 

* 312 R 2S 

* Oispositif recommandé 
Preferred dtJ1llce 

§ Valeur typique 
Typlcal value 

1971 G5 18126 
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Bohier 
Case 

00-7 

00-7 

00-4 

00-4 

00-4 

00-4 

00-4 

00-4 

00-4 

00-5 

00-5 

00-5 

00-5 

00-5 

00-5 

00-5 

00-5 

~ 
004 

Diodes de redressement au silicum -
Silicon rectifier diodes - controlled avalanche 

VRRM toper 
(V) re) 

600 + 150 

800 + 150 

800 + 150 

800 + 150 

1000 + 150 

600 + 150 

800 + 150 

1000 + 150 

1200 + 150 

600 + 150 

800 + 150 

1000 + 150 

1200 + 150 

600 + 150 

800 + 150 

1000 + 150 

1200 + 150 

'0 If SM VF 
(A) (A) (V) 

tp .l0ms 

0,4 

0,4 

6 111 . 

6 III 

6 111 

12 111 

12 111 

12 111 

12 111 

20 121 

20 121 

20 121 

20 121 

35 131 

35 131 

35 131 

35 131 

ft} tcase - t2S0C 
(2) tcase _ 120·C 

(3) tcase - 11O·C 

3' 

3' 

75 1,3 

75 1,3 

75 1,3 

150 1,3 

150 1,3 

150 1,3 

150 1,3 

250 1,3 

250 1,3 

250 1,3 

250 1,3 

500 1,3 

500 1,3 

500 1,3 

500 1,3 

• t
p 

_ ls. 

1 

K 
005 

avalanche contrôlée 
I"mb a 25·C 

If VBR Voirnotfce 
(A) (V) See data sIIcet 

min 

0,4 700 1000 166 J 2 

0,4 900 1200 166 J 2 

tcase -2SoC 

700 46 R 25 

900 46 R 25 

1150 46 R 25 

10 700 66 R 25 

10 900 66 R 25 

10 1150 66 R 25 

10 1300 66 R 25 

20 700 26 R 25 

20 900 26 R 25 

20 1150 26 R 25 

20 1300 26 R 25 

35 700 36 R 25 

35 900 36 R 25 

35 1150 36 R 25 

35 1300 36 R 25 
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TABLEAU 29 Diodes de redressement au silicium - série rapine 
tcase - 2S·C TABLE Silicon rectifier diodes - fast recovery serie 

VRRM toper 1. IFSM vF / IF t" Type Bartier (V) • C (A) (A) (V) (A) (ns) Voir notice 
Type Case max tp_l0ms See data sheet 

t", .. =100·C 

* BYX 66 - 600 00-4 600 150 12 150 15 12 500 BYX66 -600 
* BYX66-800 00-4 800 150 12 150 15 12 500 BYX 66- 600 
~ BYX 66 ·1000 00-4 1000 ISO 12 150 15 12 500 BYX 66 -600 

* BYX67-600 00-5 600 150 30 300 1,5 30 500 BYX 67 - 600 
* BYX 67 - BOO 00-5 BOO 150 30 300 15 30 500 BYX 67 - 600 
1!' BYX 62 -1000 00-5 1000 150 30 :100 1,5 :10 500 s'il< S7 SOO 

1!' IN 3879 00-4 50 150 75 14 200 IN 3!!29 '* IN 3880 00-4 100 150 75 14 200 IN 3879 
~ IN 3881 00-4 200 ISO 75 14 200 IN 3879 
~ IN 3B82 00 4 300 150 75 14 200 IN 3879 
* IN 3883 00-4 400 150 75 14 200 IN 3879 

* IN 3889 00-4 50 150 12 150 14 12 200 IN 3889 
* IN 3890 00-4 100 150 12 150 14 12 200 IN 3889 '* IN 3891 00-4 200 150 12 150 14 12 200 IN 3889 * IN 3892 00-4 300 150 12 ISO 1,4 12 200 IN 3889 
~ IN 3893 00-4 400 150 12 150 14 12 200 IN 3889 
~ BYX 62- 600 00-4 600 150 12 150 1,4 12 200 IN 3889 

'li' IN 3899 00-5 50 ISO 20 ISO 1,4 20 200 IN 3899 
* IN 3900 00-5 100 150 20 150 1,4 20 200 IN 3899 
'li' IN 3901 00-5 200 ISO 20 ISO 14 20 200 IN 3899 
~ IN 3902 00-5 300 ISO 20 ISO 1,4 20 200 IN 3899 
'li' IN 3903 00-5 400 ISO 20 150 14 20 200 IN 3899 * BYX 63-BOO 00-5 600 150 20 150 14 20 200 IN 3899 

* IN 3909 00-5 50 150 30 300 14 30 200 IN 3909 * IN 3910 00-5 100 150 30 300 14 30 200 IN 3909 * lN3911 00-5 200 150 30 300 14 30 200 • IN 3909 * lN3912 00-5 300 150 30 300 14 30 200 IN 3909 
~ IN 3913 00-5 400 ISO 30 300 '14 30 200 IN 3909 
'li' BYX 64 - BOO 00-5 600 150 30 300 14 30 200 IN 3909 

~ BYX61-SO 00-4 50 ISO 12 ISO 1,4 12 100 8YX61-SO 
if BYX61-100 00-4 100 150 12 150 14 12 100 BYX 61-50 
1!' BYX61-200 00-4 200 ISO '12 150 14 12 100 BYX61-SO 
~ BYX61-300 00-4 300 150 12 ISO 14 12 100 BYX 61 - 50 
1!' BYX61-400 00-4 400 150 12 .150 14 12 100 BYX61-50 

1!' BYX 65-50 00-5 50 ISO 30 150 1,5 30 100 BYX 65 -50 * BYX65-100 00-5 100 150 30 150 1,5 30 ,100 BYX 65-50 
'lf 8YX 65-200 00-5 200 150 30 150 1,5 30 100 BYX 65- 50 
'lf BYX 65 -300 00-5 300 150 30 150 1,5 30 100 BYX 65 -50 * BYX65-4oo 00-5 400 150 30 150 1.5 30 100 BYX 65 -50 

1971 GS 19126, 
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TABLEAU 30 Redresseurs haute tension au silicium (moulage epoxy) 
TABLE H/gh voltage silicon rectlfiers (epoxy encapsulat/on) 

Type Boîtier 
VRRM 

Type Csse (V) 

IN 2901 CS 28 3000 

* lN2911 CS 29 4000 

IN 2919 CS 29 5000 

IN 2923 CS 30 6000 

* 0,5 RMao ca 31 aooo 
0,5 RM 100 C832 10000 

0,5 RM 120 ca 32 12000 

* 0,5 RM 150 CS 32 15000 

* 1 RM40 CS 47 4000 

* 1 RM80 CS 47 8000 

1 RM 150 CS 47 15000 

* 1 RM250 CS 48 25000 

SRM36 ca 48 3600 

* S RM42 ca 48 4200 

6 RM 48 CS 48 4800 

6 RM56 CS 48 5600 

6RM64 CS 48 6400 

6 RM 72 CS 48 7200 

* 6RM80 ca 48 8000 

Eléments redresseurs Haute tension sur alleue. 
High voltage Rectifier stock. 

Sur demande : 
Onrequest 6000 V < VRRM < 20000 V 

* Dispositif recommandé 
Preferred devlce. 

1~71 GS20/2S 

§ Valeur typique 
Typlcal value 

10 IFSM 
(A) (A) 

tp:.~ s 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 6' 

0,5 6' 

0,5 S' 

0,5 S' 

25 

25' 

25' 

25' 

25' 

25' 

25' 

la .. 5A/lamb ~ 25'C 

toper 

re) 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

t" garanti 
contro/led rrr 

VF 1 IF 
(V! (A) 

0,25 

0,25 

10 0,25 

12 0,25 

16 0,25 

20 0,25 

24 0,25 

30 0,25 

18 

2S 

50 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

t8mb- 25°C 

Volrnollco 
See data sheet 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

IN 2901 

lN2901 

IN 2901 
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TABLEAU 31 Thyristors - série normale 
TABLE Thyristors - normal serie 

tcase=25"c 

v
RRM

' VORM 'Teft 'TSM toper 'GT 

Type Bortier 'Trm. ,,=IDms 
(mA) Voir notice 

Type Case 1.,;=25° C Soo data shoot 
(V) (V) (A) (A) rel 

1case=25°C" 
mIn 

§OI4 TO-46 25 25 0,26 -40 + 100 0,2 6OT4 

61 T4 TO-46 50 50 0,26 -40 + 100 0,2 6OT4 

22 T4 TO-46 100 100 026 -40 + 100 0,2 6OT4 

64 T4 TO-46 200 200 0,26 -40 + 100 0,2 6OT4 

2N877 TO-18 30 30 0,5 -65 + 125 0,2" 2Nlm 
2 N 878 TO 18 60 60 0,5 S5 + 125 0,2 2 f'l877 
2 N 879 TO-18 100 100 0,5 -65 + 125 0,2" 2 N 877 
2 N 880 TO-18 150 150 0,5 -65 + 125 0,2' 2N877 
2 N 881 TO-18 200 200 0,5 -65 + 125 0,2' 2N877 

* 10T4 TO -39 25 25 1,6 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 

* 10T4S TO-39 25 25 1,6 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

* 11 T4 TO-39 50 50 1,6 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 

*11 T4S TO-39 50 50 1,6 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

*l~B TO-39 100 100 16 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 

* 12T4S TO-39 100 100 1,6 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

* 14T4 TO-39 200 200 1,6 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 

* 14T4S TO-39 200 200 1,6 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

* 16T4 TO-39 300 300 1,6 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 

* 16T4S TO-39 300 300 16 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

* 17T4 TO 39 400 400 1,6 15 -40 + 100 2,5 10 T 4 
* 17T4S TO-39 400 400 1,6 15 -40 + 100 0,2 10 T 45 

* 2 N 1595 TO-39 50 50 1,6 15 -65 + 125 10' 2 N 1595 
* 2N 1596 TO-39 100 100 1,6 15 -65 + 125 10' 2 N 1595 
'li' 2 N 1597 TO-39 200 200 1,6 15 - 65 + 125 la' 2 N 1595 

*2N1598 TO-39 300 300 1,6 15 -65 + 125 10" 2 N 1595 
* 2 N 1599 TO-39 400 400 1,6 15 -65 + 125 10' 2 N 1595 

*2N2322 TO-39 25 25 1,6 15 -65 + 125 0,2' ~ fil ~:l~2 
* 2 N2323 TO-39 50 50 1,6 15 -65 + 125 0,2' 2 N 2322 

*2N2324 TO-39 ioo 100 1,6. 15 -65 + 125 0,2" 2 N 2322 

*2N2325 TO-39 150 150 1,6 15 -65 + 125 O,~· :! fiI:!:!:!2 
*2N2326 TO-39 200 200 1,6 15 -65 + 125 0,2' 2 N 2322 

*2N2327 TO-39 250 250 1,6 15 -65 + 125 0,2" 2 N 2322 

* 2 N 2328 TO-39 300 300 1,6 15 -65 + 125 0,2" 2 N 2322 

*2N2329 TO-39 400 400 1,6 15 -65 + 125 0,2' 2 N 2322 

* Dispositif recommandé § Valeur typique 
Preferred device Typical value 

i971 G521/26 



T039 T066 

TABLEAU 32 Thyristors - série normale 
TABLE Thyristors - normal serie 

Type 
Type 

Boltier 
Case 

* BRY54-1oo TO-39 * BRY54-1OOT TO-39 
* BRY54-200 TO-39 * BRY54-2ooT TO-39 * BRY54-3oo TO-39 
* BRY 54 -3OOT TO -39 * BRY54-4oo TO-39 
* BRY 54 - 400 T TO - 39 
* BRY 54 - 500 TO - 39 
* BRY54-5OOT TO-39 
*BRY54-6oo TO-39 
* BRY54-600T TO-39 

*BTW27-1OOR TO-66 
* BTW 27 - 200 R TO - 66 
* BTW 27 - 300 R TO - 66 * BTW 27 - 400 R TO - 66 
* BTW 27 - 500 R TO - 66 
* BTW 27 - 600 R TO - 66 

* 2N 1770 TO - 54 
* 2N 1770 A TO - 54 
* 2N 1771 TO-54 
* 2N 1771 A TO-54 
* 2N 1772 TO - 54 * 2N 1772 A TO - 54 
* 2N 1773 TO - 54 
* 2N 1773 A TO - 54 
* 2N 1774 TO-54 
*2N1774A TO-54 
*2NI775 TO-54 
* 2N 1775 A TO - 54 
* 2N 1776 TO - 54 
* 2N 1776 A TO-54 
*2NI777 TO-54 
* 2N 1777 A TO - 54 * 2N 1778 TO - 54 
* 2N2619 TO-64 

(VI 

100 
100 
200 
200 
300 
300 
400 
400 
500 
500 
600 
600 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

25 
25 
50 
50 
100 
100 
150 
150 
200 
200 
250 
250 
300 
300 
400 
400 
500 
600 

*Ofsposftif recommandé 
Preferred devlce 

§ Valeur typique 
Typical value 

1971 GS 22/26 

(V) 

100 
100 
200 
200 
300 
300 
400 
400 
500 
500 
600 
600 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

25 
25 
50 
50 
100 
100 
150 
150 
200 
200 
250 
250 
300 
300 
400 
400 
500 
600 

ITefl 
ITrms 

(AI 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
7,4 
7,4 

74 
7,4 
74 
74 
7,4 
74 
74 
7,4 
74 
7,4 
74 
7,4 
7,4 
74 
74 
74 
7,4 
74 

ITSM 
~=10ms 

(AI 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

'oper 

rCI 

min 

-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 
-40 

-20 
-20 
-20 
-20 
-20 
-20 

-65 
- 65 
- 65 
-65 
-65 
-65 
-65 
-65 
- 65 
-65 

65 
- 65 
-65 
-65 
-65 
-65 
-65 
-65 

+ 100 
+ 125 
+ 100 
+ 125 
+ 100 
+ 125 
+ 100 
+ 125 
+ 100 
+ 125 
+ 100 
+ 125 

+ 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 

+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 150 
+ 125 
+ 125 

(mAI 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Voir notice 
See data sheet 

BRY 54 -100 
BRY54-100T 
BRY 54 -100 
BRY54-1ooT 
BRY 54 -100 
BRY54-100T 
BRY 54 -100 
BRY 54 -looT 
BRY 54 -100 
BRY54-1ooT 
BRY 54 -100 
BRY54-100T 

BTW 27 -100.R. 
BTW27-1oo R 
BTW27-1OOR 
BTW27-100R 
BTW 27-100 R 
BTW 27 -100 R 

2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 A 
2N 1770 
2N 1770 



TABLEAU 
TABLE 

Type 
Type 

2 N 1842 

2 N 1843 

2 N 1844 

2 N 1845 

2 N 1846 

2 N 1847 

2 N 1848 

2 N 1849 

2 N 1850 

C36M 

C36 S 

C36N 

2 N 681 

2 N 682 

2 N 683 

2N684 

2 N 685 

2 N 686 

2 N 687 

2 N 688 

2 N 689 

2 N 690 

2 N 691 

2 N 692 

* 2 N 5204 

* 2 N 5205 

* 2 N 5206 

* 2 N 5207" 

33 

v 
Bortier 
Case 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO,...48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

~ c;. 

~ T048 

Thyristors - série normale 
Thyristors - normal serie 

(V) (V) 

25 25 

50 50 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

700 700 

800 800 

25 25 

50 50 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

400 400 

" 500 500 

600 600 

700 700 

800 800 

600 600 

800 800 

1000 1000 

1200 1200 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

ITSM 
~=10m, 

(A) 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

300 

300 

300 

300 

* Dispositif recommandé § Valeur typique 

Preferred devlce. Typical value 

IGT 

(0 c) 

(mA) Voir notice 
t.,j = 25

0 
C See data sheet 

tw. =25
0 

C' 
min 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2N 1842' 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-40 + 100 80' 2 N 1842 

-65 + 125 40' 2 N 681 

- 65 + 125 40' 2 N 681 

-65 + 125 40' 2N 681 

-65 + 125 40' 2 N·681 

-65 + 125 40' 2 N 681 

-65 + 125 40' 2N 681 

-65 + 125 40' 2N 681 

-65 + 125 40' 2N681 

-65 + 125 40' 2 N 681 

-65 + 125 40' 2N 681 

-65 + 125 40' 2N 681 

-65 + 125 40' 2 N 681 

-40 + 125 40' 2 N 5204 

-40 + 125 40' 2 N 5204 

-40 + 125 40' 2 N 5204 

-40 + 125 40' 2 N 5204 

1971 GS23126 



TABLEAU 
TABLE 

34 Thyristors - série rapide 

Type 
Type 

* 2N 3649 

* 2N 3654 

* 2N 3655 

* 2N 3651 

* 2N 3656 

* 2N 3652 

* 2N 3657 

* 2N 3653 

* 2N 3658 

C40U 

C 40 F 

C40A 

C40G 

C408 

C40H 

C40C 

C400 

C40 E 

Boîtier 
Case 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-48 

TO-4B 

TO-48 

TO-48 

* 8TW 28 - 500 R TO - 48 

* 8TW 28 A - 500 R TO - 4B 

* 8TW 28 - 600 R TO - 4B 

* 8TW 28 A - 600 R TO - 48 

* 8TW 28 - 700 R TO - 48 

* 8TW 28 A - 700 R TO - 48 

* 8TW 28 - 800 R TO - 48 

* 8TW 28 A - 800 R TO - 48 

* Oispositlf recommandé 
Pr.f.rred device. 

1971 GS 24126 

Thyristors - fast recoveries series 

VRRM VOAM ITolf ITSM 

ITrms 1>=10ms 

(V) (V) (A) (A) 

50 50 

50 50 

100 100 

100 100 

200 200 

200 200 

300 300 

300 300 

400 400 

400 400 

25 25 

50 50 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

400 400 

500 500 

150 500 

500 500 

200 600 

600 600 

250 700 

700 700 

300 600 

600 800 

§ Valeur typique 
Typlcal v.lue 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 150 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 180 

35 )80 

35 180 

IGT dl/dt dv{dt 
(mA) 

(OC) 
!.,j=2SoC 
", .. s2SOC· (Alps) (V{ps) 

min min min 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180" 400 200 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180" 400 200 

- 65 + 120 180" 400 200 

- 65 + 120 180' 400 200 

- 65 + 120 180" 400 200 

-65 +125 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

-65 +125 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

- 65 + 129 40" 10 

- 65 + 125 40" 10 

- 65 + 120 150" 1000 200 

- 65 + 120 150" 1000 200 

- 65 + 120 150' 1000 200 

- 65 + 120 150" 1000 200 

- 65 + 120 150' 1000 200 

- 65 + 120 150' 1000 200 

- 65 + 120 150' 1000 200 

- 65 + 120 150' 1000 200 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Voir notice 
See data sheer 

2N 3649 

2N 3654 

2N 3649 

2N 3654 

2N 3649 

ZN 3654 

2N 3649 

2N 3654 

2N 3649 

2N 3654 

C40 U 

C40 U 

C40U 

C40·U 

C40 U 

C40U 

C40U 

C40·U 

C40U 

8TW28 -500 R 

8TW28-5oo R 

8TW28 -500 R 

8TW28 - 500 R 

BTW28 - 500 R 

8TW28 -500 R 

BTW 28 -500 R 

BTW28 -500 R 



S 02 
T 10 

TD 20 

Elements de base Valeur approché 
Mounted components du la de chaque 

diode ou 
S .. DIodes seules thyristor 

Onlydiodes 

Approxlmate 
T .. ThyrIstors seuls value of each 

Only thyristors dIode 
or thyristor 

TD = Mixtes 'a Mlxed 
DIodes + Thyristors 

Ex: 02 = 0,25 A 
10 .. 13A 

Autres montages possibles sur demande 
On request other stacks aval/lable 

VoIr page suivante une sélection de montages 
See next page some selected stacks. 

MONTAGES DE DIODES ET/OU THYRISTORS 
Dlodes and/or thydstors stacks 

Cod. de désignatIon das montages 
Stacks codlng system 

10 

VRRM max 

par élément 
percell 

F .. 25 V 

H = 50V 

M 

Type de montage 
Basic circuIt 

-A Têtebèche 
Bock ta back 

Nombre 
d'éléments 

en série 
par bras 

Number 
J = 100 V of componenlS 
K =200V 
L = 300 V 
M=400V 
P =500V 
R = 600 V 
U = 700 V 
S=800V 
T = l000V 

B Pont monophasé 
Slngle phase bridge 

Va et vIent 
Center top 

D Doubleur 
Doubler 

F Pont triphasé 
Three phase bridge 

H Mono alternance 
Halfwove 

M Pont (ouvert) pour 
ampli magnétIque 
{open} slngle phase 
mognetic amplifler 
bridge 

S Trihexaphasé étoile 
S!x phase srar 

Y Triphasé étoile 
Thr .. phase halr wave 

ln series 
perleg 

Montage mécanIque Nombre 
et polarisé d'éléments 

{sauf pour S 02} en parallèle 

Mecanlcal Numberof 
mountlng components 

.nd pol.rlty parallel 
{excep t S 02} 

AN 
Commun posItIf 
Positive common 

AR 
Commun négatif 

Negative common 

AS 
Autres 
Others 

1971 GS25/26 



TABLEAU 35 
TABLE 

Montage 
Basfccfrcuft 

rete bèche. 8ack 10 h8ck 

~ '" .., 
G 

B 
Pont mooophasé 
Single phase brktJe 

-0+ 
-il}+ 
C Va et vient 

Centertap 

~~~ 

..,.~~~ 
G 

Pont triphasé 

~~+ 
.. .., G 

"-1 ~? ,,:i 
- j ::--!""èy ';:"Iô'\ 

1 ::;""? ;:;31 

* Pléclser ilia commande 
Specify wher oroerfng 

1971 GS26/26 

+ 

Montages de diodes et/ou thyristors 
Diodes and/or thyristors stacks 

Type 
Type 

T06 FAIASI _ T06PAIASI 

T20 FAIASI _ T20SAIASI 

S02JBI-A _ S02SBI-A 

S02JBI-B _ S02JBI-B 

S 02 RB 2 - S.02SB 2 
S 10 KBIASI _ S10TB2ASI 

S20 KBIASI _ S20TB 2 ASI 

TD 06 FBIASI_ TD 06 PB ASI 
TD 20 FBIASI_ TD 20 SB ASI 

S02KCI-A _ S02SC2-A 

S 02 KCI - B - S 02 SC 2 - B 

S 10KCI* - SI0TC4* 
S20 KCI~ - S20TC4* 

T06 FCI* _ T06PCI* 

T20 FCI* _ T20SCI* 

S 02 KFI _ S02SFI 

S 10 KFIASI _ S 10TFIASI 

S 20 KFIASI _ S20TFIASI 

TD 06 FFIASI_ TD 06 PFIASI 
TD 20 FFIASI_ TD 20 SFIASI 

commun negatif 
negative common 

Boftler Composants 
Case Components 

Fig. 1 Thyristors 
Fig. 2 Thyristors 

CB lB Diodes 
CB 100 Diodes 
CB 77 Diodes 
Fig. 1 Diodes 
Fig. 2 Diodes 

Fig. 1 Diod. + Thyr. 
Fig. 2 Dlod. + Thyr. 

CB 18 Diodes 
CB 18 Diodes 
Fig. 1 Diodes 
Fig. 2 Diodes 

Fig. 1 Thyristors 
Fig. 2 Th~listors 

CB 61 Diodes 
Fig. 1 Diodes 
Fig. 2 Diodes 

Fig. 1 Dlod. + Thyr. 
Fig. 2 Diod. + Thyr. 

t"mb = 25°C 

V par bras la 
RRM perl"" I(rms)' Voir notice 

(A) See data sheet 

:; V max :0 Vrnax max 

25 500 13,5 • T06 
25 BOO 2B' T06 

100 BOO 0,5 S 02 
100 BOO 0,5 S02 

1200 1600 0,5 S02 
200 2000 26 S 10 
200 2000 42 S 10 

25 500 12 T06 
25 BOO 22 T06 

200 1600 0,5 S02 
200 1600 0,5 S 02 
200 4000 26 S 10 
200 4000 42 SIO 

25 500 12 T06 
25 BOO 22 T06 

200 BOO 0,7 S02 
200 1000 36 S 10 
206 1000 62 S 10 

25 500 17 T06 
25 BOO 31 T06 



1 
Ll'&. 

8 . .55 

CEl D,A.T.A. 

CEl 

2 
13.5 

10.8 23m;n. 
11.8 

JEOEC SITElESC 

JEOEC SITElESC 

BOÎtiers 
Cases 

Anc1ennemenl:DM"2 
Formerly 

CB-17 
SESCOSEM 

And"nnrment:PHG.l 
Form.rTy 

CB -25 
SESCOSEM 

1 
CEl 

1 
D.A.T.A. 

l 
=*1 

D.A.T.A. 

A·15tb 

A-151d 

"-153; 

A·U3h 

Anc1ennt'menl:DM-1 
formerly 

T 

1 1 1 

CB-1B 

1 
JeoÈC SIYEuse SESCOSEM 

1 

1 

r: 
JO 1 

TYPE SESCOSEM 

IN 29.01 
IN 2911 

IN 2919 

J5 IN 2923 caoJO 

60 OHM 80 CO'31 
05 RM 100 

Ca·32 
OSRM 120 



BOÎtiers 
Cases 

1-t l ~ 16 

--------0-- 1 
~~3Jki ----1---- t ,l§-

I~ :; =1 
l l" TYPE SESCOSE", 

1'0( 170 ::~ 1;~ 

6RM J6 

2.0 210 ::~ ;! 

6RM 80 

[ n':TI 
~

1.3"' __ 1 ____ 4=0 _ 122 0_ 00:"' 0 

o -Tt-- ===It 

U U 7 

C8-6O 

D,A.T.A. JfDEC 51TELESC SESCOSE", 

CEl 

"~: g~ÇJ 
-~-- 7 -~-

D.A.T.A. JEOEC 

1 J'DEC 1 

AocÎe1'wlem.nl SM·2 
Fo,,"e,ly 

C8-59 

S'SCOS'", 

C8-61 
SESCOSEM 



CEl 1 JEOEC 1 SIIElESC 

·~~:~~~:~-:'!!""!n~~"~titrw~ .. 
:::;:-;;:::::::"/111_""" __ ..... _, ... _ .. ....., .. , .. , ..... 

BOÎtiers 
Cases 

Ao(i~nISM·3 
fotmlHlt 

CB -77 
SESCOSEM Cli 

~
" - 1 

f+IE-+---t-1f±+ 1 

, 
CI-1oo 

D.A.T.A. J.Ole IlTIlUC UICOUM 



M6 

BOÎtiers 
Cases 

0.5 .... 7 

~ e 
25 • .(-

·la.~ aaKW mM1tfT'I!M ~j ~Ue k dÎlpo,ilif peut être place 
OVI'Cl.n ~tj~1 pl'Iifl à orivle d,oit HI 25,'" mm 

rh. ",",mÂlUlr a:cial t."I1t;' in tJhkiz tn. ael1ie. antJa ie. OktpLIta 
N"t at ri,,~t 41'I9Z •• acz", b. plaa.I t. 26," lin, 

10.72 2.93 

Il • .46,,,,, 1 

(6 pont ) 

~ ':71/ 

~ 
16' 

-la Jongul'Uf a,jole minimale ,,,i,,ont laq\lelle 'e di'po,Uif peul êhe ploc" 
avec 11'1 ,0,li., pliiel â ongle dtoil l'II T6mm 

TM ,.t"~ arial :.""tll in a.MiDh tn. a.VÛJ. uitJJ €t. output. 
Nnt Gt rig;'t angl •• OC" b. pt.a~d i. 16 tmf. 

1.8 

Anciennemenl:PHG.2 
fo.me-.ly 



5.5 

·lolo~.."aJlial.rnintn,aIe'~llaql,lt'fll'l.J;'p()$itifp.vI.ltepJ()(. 
o ... e< .. , loOfli.1 pit ..... ci 01"9'- droit C'1110mm 

r'M ,..il1~ anal Wvth in ulIich th. d .. ",ic. IJ'lth lu output. 
Nl1t at right aryt •• 0411 b. plac .. J i. 10 ..... 

BOÎtiers 
Cases 

C=I 5 -179 

6,10 
6J>O. 

711 

SlTElESC 

CB-55 
SE.SCOSEM 

45 



BOÎtiers 
Cases 

01.53 ..;... 

, 
CB-IO 1 A-Il U TO-.o(8 TO-.0(8 F 37 U C8-66 

L-______ L-______ ~ ______ ~ ______ _L_s~s~ CEl Jf.DEC 

WV1_. 

, 
TO-~ TO-6-4 TO-66 TO-66 C8-n 

CEl DAT.A. CEl 

46 



Symboles 

Capacité différehtielle 

Capacité de charge 

Vitesse critique de croissance du courant à 
l'état passant. (d'un thyristor) 

Vitesse critique de croissance de la tension 
à l'état bloqué (d'un thyristor) 

Fréquence 

Courant 

Courant (continu) de retournement 

Courant direct (continu) (d'une diode) 

Courant direct moyen (d'une diode) 

Courant direct (continu) de gâchette 
(d'un thyristor) 

Courant direct de pointe de gâchette 
(d 'unthyristo r) 

Courant direct de crête (d'une diode) 

Courant direct de pointe répétitif 
(d'une diode de redressement) 

Courant direct (de pointel de surcharge 
(d'une diode) 

Courant (continu) dè gâchette 
(d'un thyristor) 

Courant (continu) de gâchette de non-amorçage 
(d'un thyristor) 

Courant (continu) de gâchette d'amorçage 
(d'un thyristor) 

Courant (continu) hypostatique 
(d'un thyristor) 

Courant (continu) d'accrochage 
(d'un thyristor) 

C 

CL 

di/dt 

dv/dt 

1(80) 

IF 

IF(AV) 

= 10 

IFG 

IFGM 

I FM 

I FRM 

I FSM 

Symbols 

Sma/l signal capacitance 

Laad capacitance 

Critical rate of rise of an-state current 
(of a thyristor) 

Critical rate of rise of aff-state voltage 
(of a thyristor) 

Frequency 

Current 

(Cantinuaus) breakaver current 

Farward {continuo us) current (of a diode) 

Mean forward current (of a diode) 

Forward gate {continuo us) current 
{of a thyristor 

Peak farward gate current (of a thyristor) 

Peak farward current (of a diode) 

Repetitive peak farward current 
(of a rectifier diode) 

Surge non repetitive for ward current 
(of a diode) 

Gate (continuous) current 
(of a thyristor) 

Gate non-trigger (continuo us) current 
(ofa.thyristor) 

Gate trigger {continuo us) current 
(of a thyristor) 

(Continuous) holding current 
(of a thyristor) 

(Cantinuous) latching current 
(of a thyristor) 
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Courant direct moyen (d'une diode) 

Courant direct de surcharge prévisible 
(d'une diode de redressement) 

Courant de surcharge prévisible à l'état passant 
(d'un thyristor) 

Courant inverse (continu) 
(d'une diode ou d'un thyristor) 

Courant inverse moyen (d'une diode) 

Courant inverse (continu) de gâchette 
(d'un thyristor) 

Courant inverse de crête 
(d'une diode ou d'un thyristor) 

Courant inverse de recouvrement 
(d'une diode) 

Courant (continu) à l'état passant 
(d'un thyristor) 

Courant moyen à l'état passant 
(d'un thyristor) 

Courant de crête à l'état passant 
(d'un thyristor) 

Courant direct de pointe répétitif à l'état 
passant (d'un thyristor) 

Courant efficace à l'état passant 
. (d'un thyristor) 

Courant de surcharge (de pointe) accidentelle 
à l'état passant (d'un thyristor) 

Courant de régulation 
(d'une diode régulatrice de tension) 

Courant de régulation dans la régio'n du coude 
de claquage (d'une diode régulatrice detension) 

Courant de pointe de surcharge accidentelle 
(non répétitif) de régulation (d'une diode 

régulatrice de tension) 

'0 

I(OV) 

'(OV) 

'T(rms) 

IZ 

'
ZSM 

Mean forward current (of a diode) 

Overload for ward current 
(of a rectifier diode) 

Overload on-state current 
(of a thyristor) 

(Continuous) reverse current 
(of a diode or a thyristor) 

Mean reverse current (of a diode) 

Reverse gate'(continuous} current 
(of a th yristor) 

Peak reverse current 
(of a diode or a thyristor) 

Reverse recovery current 
(ofa diode) 

(Continuo us} on-state current 
(of a thyristor) 

Mean on-state current 
(of a thyristor) 

Peak on-staie current 
(of a thyristor) 

Repetitive peak on-state current 
(of a thyristor) 

RMS on-state current 
(of a thyristor) 

Surge non repetitive on-state current 
{of a thyristor} 

Regulation current 
(of a voltage regulator diode) 

RégUlation current in the breakdown 
knee region (of a voltage regulatordiode) 

Surge {non repetitive} regulation current 
(of a voltage regulator diode) 



Courant de contrôle de la tension de régulation 
(d'une diode régulatrice de tension) 

Dissipation totale de puissance 
(d'une diode ou d'un thyristor) 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
(d'un thyristor) 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
(d'un thyristor) 

DissipaÙon de puissance inverse de pointe 
de surcharge accidentelle (non répétitive) 
(d'une diode de redressement à avalanche 

contrôlée) 

Dissipation de puissance (dans la région 
de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Dissipation de puissance de pointe accidentelle 
(non répétitive) (dans la région de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Charge recouvrée (d'une diode) 

Résistance 

Résistance différentielle 

Résistance d'amortissement 

Résistance de générateur 
Résistance externe en série avec la gâchette 

(d'un thyristor) 

Résistance externe reliant la gâchette et la 
cathode (d'un thyristor) 

Résistance de charge 

Résistance apparente à l'état passant 

Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Résistance thermique (jonction-boîtier) 

Pz 

PZSM 

R 

Rth(j-a) 

Rth{j-c) 

Regulation voltage test current 
(of a voltage regulator diode) 

Total power di~sipation 
(of a diode or a thyristor) 

Mean gate power dissipation 
(of a thyristor) 

Peak gate power dissipation 
(of a thyristor) 

Surge (non repetitive) reverse power 
dissipation (of a controlled avalanche 
rectifier diode) 

Power dissipation (in the breakdown 
region) 
(of a voltage regulator diode) 

Non repetitive peak power dissipation 
(In the breakdown region) 
(of a voltage regulator diode) 

Recovered charge (of a diode) 

Resistance 

Differentiai resistance 

Damping resistance 

Generator resistance 
External gate resistance 
(of a thyristor) 

External resistance connecting gate 
to cathode (of a thyristor) 

Load resistance 

On-state slope resistance 

Junction-ambiant thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 



Résistance différentielle (dans la région du 
coude de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 
III 

Résistance différentielle (pour le courant 
inverse de mesure dans la région de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Température ambiante 

Température de boîtier 

Retard à la croissance commandée par la 
gâchette (d'un thyristor) 

Temps de recouvrement direct (de la tension) 
(d'une diode) 

Temps d'amorçage par la gâchette 
(d'un thyristor) 

Tempéniture de jonction 

Température de fonctionnement 
(à dissipation nulle) 

Durée d'une impulsion 

Temps de désamorçage par commutation du 
circuit (d'un thyristor) 

Temps de croissance commandée par la 
gâchette (d'un thyristor) 

Temps de recouvrement inverse 
(d'une diode) 

Température de stockage 

Température virtuelle de jonction 

Tension 

Tension (de mesure) anode - cathode 
(d'un thyristor) 

Tension (continue) de retournement 
(d'un thyristor) 

rZK 

~r 

t stg 

V(BOl 

Small signal resistance (in the breakdown 
knee region) 
(of a voltage regulator diode) 

Small signal resistance (for the test reverse 
current in the breakdown region) 
(of a voltage regulator diode) 

Ambiant temperature 

Case temperature 

Gate controlled delày time 
(of a thyristor) 

Forward recovery time (of the voltage) 
(ofa diode) 

Gate controlled turn-on time 
(of a thyristor) 

Junction temperature 

Operating temperature 
rat zero dissipation) 

Pulse Ume 

Circuit commutated recovery time 
(of a thyristor) 

Gate controlled rise time 
(ofa thyristor) 

Reverse recovery time 
(of a diode) 

Storage temperature 

Virtual junction temperature 

Voltage 

Anode - cathode (test) voltage 
(of a thyristor) 

{Continuo us) breakover voltage 
(ofa thyristor) 



Tension de claquage (d'une diode) 

Tension continue à l'état bloqué 
(d'un thyristor) 

Tension de pointe à l'état bloqué 
(d'un thyristor) 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué 
(d'un thyristor) 

Tension de pointe non répétitive à l'état 
bloqué (d'un thyristor) 

Tension de crête à l'état bloqué 
(d'un thyristor) 

Tension directe (continue) 
(d'une diode) 

Tension directe moyenne 
(d'une diode) 

Tension directe (continue) de gâchette 
(d'un thyristor) 

Tension directe de pointe de gâchette 
(d'un thyristor) 

Tension directe transitoire 
(d'une diode) 

Tension (continue) de non-amorçage par la 
. gâchette (d'un thyristor) 

Tension (continue) d'amorçage par la gâchette 
(d'un thyristor) 

Tension inverse continue 
(d'une diode) 

Tension inverse (continue) de gâchette 
(d'un thyristor) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
(d'un thyristor) 

Tension inverse de crête 
(d'une diode ou d'un thyristor) 

V(BR) 

Vo 

VOSM 

VOWM 

V FGM 

Breakdown voltage {of a diode} . 

Continuous off-state voltage 
{of a thyristor} 

Peak off-state voltage 
{of a thyrlstor} 

Repetitive peak off-state voltage 
{of a thyrlstor} 

Non repetitive peak-off-state voltage 
{of a thyristor} 

Crest {peak} working off-state voltage 
(of a thyrlstor) 

{Continuo us} Forward voltage 
{of a diode} 

Mean forward voltage 
{df a diode} 

Gate {continuous} Forward voltage 
{of a thyristor} 

Peak for ward gate voltage 
(of a thyristor) 

Forward transient voltage 
{ofa diode} 

Gate non-trigger {con tin ua us} voltage 
{of a thyrlstor} 

Gate trigger (continuous) voltage 
(of a thyristor) 

Continuous reverse voltage 
(ofa diode) 

Gate (contin ua us} reverse voltage 
{of a thyristor} 

Peak reverse gate voltage 
(of a thyristor) 

Peak reverse voltage 
{of a diode or a thyristor} 



Tension inverse de pointe répétitive 
(d'une diode de redressement ou d'un thyristor) 

Tension inverse de pointe non répétitive 
(d'une diode de redressement ou d'un thyristor) 

Tension inverse de crête (d'une diode de 
redressement ou d'un thyristor) 

Tension (continue) à l'état passant 

Tension de crête à l'état passant 

Tension inverse (continue) (dans la région 
de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Tension inverse (continue) (dans la région 
du coude de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension 

Tension inverse (continue) de mesure 
(dans la région de claquage) 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Impédance thermique 

Coefficient de température de la tension 
de fonctionnement 

(d'une diode régulatrice de tension) 

Facteur d'utilisation 
(d'une impulsion) 

Rendement de détection (en tension) 
(d'une diode) 

VRWM 

Repetitive peak reverse valtage 
(ar a rectifier diade ar a thyristor) 

Nan repetitive peak reverse valtage 
(af a rectifier diade ar a thyristar) 

Crest working reverse valtage 
(af a rectifier diade ar a thYristar) 

(Can tin ua us) an-state valtage 

Peak an-state valtage 

(Cantinuaus) reverse valtage (in the 
breakdawn regian) 
(af a valtage regulatat' diade) 

(Cantinuaus) reverse valtage 
(in the breakdawn knee regian) 
(af a valtage regulatar dia de) 

Test (cantinuaus) reverse valtage 
(in the breakdawn regian) 
(af a valtage regulatar diade) 

Thermal impedance 

Temperature caefficient af warking 
valtage 
(af a valtage regulatar dia de) 

Dut y cycle (af a pulse) 

Detectar (valtage) efficiency 
(af a diade) 



D iodes germanium 
à pointe tungstène 
Germanium diodes, tungsten point contact 

Usage généra 1 
General purpose 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : clear or calaured rings (see code next page) 

Boîtier 
Case 

lN 48 
lN 54 A 
lN 63 
lN 65 

lN 81 
l'N l26A 

lN l27A 
lN 128 

* 0 ispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

auick reference data 

40 V_100 V 

30 mA_50 mA 

...... 
AnneaU ~ 
ring 

00-7 Materiau 
Material 

VERRE 
GLASS 

Valeurs limites' absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications co ntraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) (Unless atherwlse stBted) 

1 N 48 1 N 54A 1 N 63 1 N 65 1 N 81 1 N 126A 1 N 127 A 1 N 128 

Tension inverse continue V R 70 50 100 70 40 60 100 40 V 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête V RM 85 125 85 50 75 125 50 V 
Peak re..,,.. volrage 

Courant direct continu IF. 50 30 mA 
OC forwarrl eurrent 

Courant direct de pointe IFM 150 90 mA 
""ak forward eurrent 

Courant direct de surcharge t p=1 s IFSM 500 350 mA 
Surge forwaid eurrent 

Courant direct moyen 10 50 30 50 50 30 30 30 30 mA 
Mean forward eurrent 

Température de jonction min tj -55 -55 -55 Oc 
Junetlon remperawre max + 90 + 90 + 90 oC 

Température de stockage min tSt9 -55 -50 -55 -55 -55 -55 -55 -55 Oc 
. Scorage temperawre max + 90 + 75 + 90 + 90 + 70 + 90 + 90 + 90 oC 

1971-01 1/3 
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lN 48 
lN 54 A 
lN63 
lN 65 

1 N 81 
lN1Z6A 
lN 127 A 
lN,:~~2)8~ 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise stBtedJ 

Conditions de mesure Min. Typ. 
Test conditions 

Tension directe IF =4 mA 1 N 48 VF 
oc forwBrd voltage IF =5 mA 1 N 54A VF 

IF =4 mA 1 N 63 VF 
IF = 2,5 mA 1 N 65 VF 
IF=3 mA 1 N 81 VF 
IF =5 mA 1 N 126A VF 
IF =3 mA 1 N 127 A VF 
IF =3 mA 1 N 128 VF 

Courant inverse VR = 10 V 1 N 54A IR 
oc reverse current 1 N 81 IR 

1 N 128 IR 

VR = 50 V 1 N 48 IR 
1 N 54A IR 
1 N 63 IR 
1 N 65 IR 
1 N 126A IR 
1 N 127 A IR 

Résistance différentielle Vs = 1,5 V 1 N 54 A 4 
Differentiai resistance IF -lOmA 1 N 81 65 

Rendement de détection RL = 5 kn CL = 20 pF 1 N 126A 1/ 38 
en tension f= 100 MHz V I =2V(eff) 
Detector voltage efficiency (rms) 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
C%ur coding (or c/ear,marking) 

Type ~~n~eaul ~~n~eau2 ~?n~eau~ ~7n~e8U4 Type ~?n~eaul ~Fn~"au2 ~Fn~eau3 ~fn~eau4 

1 N 48 Noir Jaune Gris 1 N 81 Noir Gris Marron 
Black Yellow Grey Black Grey Brown 

1 N54A Noir Vert Jaune Marron 1 N 126A Marron Rouge Bieu Marron 
Black Green Yellow Brown Brown Red Blue Brown 

1 N 63 Noir Bleu Orange 1 N 127 A Marron Rouge VIolet Marron 
Black Blue Orange Brown Red Violet Brown 

1 N 65 Noir Bleu Vert 1 N 128 Marron Rouge Gris 
Black Blue Green Brown Rod Grey 

1971 - 01 2/3 

Max. 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

7 J1A 
10 pA 
10 pA 

830 pA 
100 pA 
50 J1A 
200 pA 
800 pA 
300 pA 

Mn 
n 

% 



) 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

1 N 48 - 1 N 81 
1 N 54 A 1 N 126A 
lN 63 
lN 65 

lN l27A 
lN 128 

-VR(V) ~o 30 10 10 0
1 

_V.IV) ~O 30 10 10 0, 

1
1
/ l 

/V 
:; 

VI 1 5 

v JI /1 ....... y /1 
10 

i 
1 

1/ V 
1 L 

1 
1 

1 
1 /2 10 

Vi / 

1 

mpy. / 
/ 

1 lt YI 
V'v 5 /, 

// ~ v v1 v 
1 V 1 00 100 

" oy. V 1--' vi 1--' 100 100 

1 

b1 jto 15 C 

v 
fm~ ~ 7 • ( 

i 

tom = 15 C 1 / / -~. 

/ V V ~ 

.' 
. : 1 / / 

;1/ / 
_n < Ji// 

ld V 
'iS OkA 01 c ~ C 6 ( 8 

,..- -:::: V l-

b----:-: ~ 

.-V 
L----' 
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Diodes germanium à pointe tungstène lN 60 
lN 64 Germanium diode.s, tungsten point contact 

Détection Vidéo 
Video detection 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristi9ues principales 
Quick reference data 

25 V 
VR 15 V 

\0 
30mA 

50mA 

1 N 60 
lN 64 

lN 60 

lN 64 

77 (30 MHz) 55% min 1 N 64 

... 
Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : clear or coloured rings (see code next page) 

------------arr=)------------
Anneau 123 

ring 

Tension inverse continue 
o V reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de jonction 
Junction temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) (Unless otherwise stated) 

VR 

VRM 

IF 

10 

Ptot 

max ti 

min \tg 
max 

lN 60 

25 

30 

250 

-55 
+90 

lN 64 

15 V 

25 V 

50 mA 

50 mA 

250 mW 

90 Oc 

-55 Oc 
+90 Oc 

1971 - 01·1/2 
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lN 60 
1N,64 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics -(Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated} 

Conditions d'e mesure Min 
Test conditions 

Tension directe IF = 0,375 mA lN 60 VF 
OC forward voltage IF = 3 mA lN 64 VF 

Courant inverse VR = 10 V lN 60 IR 
oc reverse current VR = 10 V 1N 64 IR 

Rendement de detection RL = 3000 n CL = 1000 pF lN 64 1) 55 
Detactor voltage efficiency 

f = 30 MHz VI = 2 V (eff) 
(rms) 

Code des couleurs 
Colour co ding 

Type Anneaul Anneau2 Anneau3 
Ring Ring Ring 

lN 60 Noir Bleu Noir 
Black Blue Black 

lN 64 Noir Bleu Jaune 
Black Blue Yel/ow 

1971 - 01 2/2 1 N 63,1 N 65, 1 N 81,1 N 126 A, 1 N 127 A, 1 N 128 A voir 1 N 48 

Max. 

0,5 V 
1 V 

200 /lA 
25 /lA 

% 



Diode germanium à pointe tungstène 
Germanium diode, tungsten point contact 

lN 198 

Usage général 
General purpose 

Marquage: en clair ou anneaux de couleurs 
Marking: clear or coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

80 V 

10 30mA 

K 
----------~aIT:)------------

g'r~~onn . _____ ~-/'I , ________ ~~~Sy 
blanc 
whl~e 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau V ER RE 
Material .' GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Abs~/ute ratings (/imiting values) {Unless otherwise ststed} 

Tension inverse continue VR 80 V 
DC reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 100 V 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu IF 30 mA 
DC forward current 

Courant direct de pointe IFM 90 mA 
Peek forward current 

Courant direct de surcharge tp=1s IFSM 300 mA 
Surge forwsrd current tp=O,3s IFSM 400 mA 

tp=1JlS IFSM 1 A 

Courant direct moyen 10 30 mA 
Msan forward current 

Temperature de stockage min -55 Oc 
Storags tempèrowre max tstg 

+90 Oc 
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lN 198 

Tension directe 
DC forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwlse stated} 

Conditions de mesure Typ. Max. 
test conditions 

IF=4 mA VF 

VR = 10 V IR 10 
VR = 50 V IR 50 
VR = 80 V IR 45 
VR = 10 V tamb = + 75°C IR 75 
VR = 50 V tamb =+75°C IR 250 

Résistance différentielle IF = 10 mA 60 
DifferenCiaI resistance VR = 2V 4 

1971 - 01 2/3 

V 

/lA 
/lA 
/lA 
/lA 
/lA 

n 
Mn 



IF (mA) 

50 

20 

10 

1 

oy 

/ / V 
V v / 

/ 1 

/1// 
IV 
1/ 
1 

l. b = 25 C 

3 VF (V) 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

_ v ~ (V) 80 60 ~ 20 o 

Il. b= SO c 

/ 
/ 

V 

V
V / 

/ 
/ 

V 
V / 

m ~Y. V 
/ 

V 
1/ 

lonb= SO C 

/ 
1 

/ / 
Y / 

/ 
Y V 

10 

/ 
V 

20 

50 

100 

100 

500 
- I~ (flA) 

IFlmA) 

lN 198 

_ V ~ (V) 80 60 ~ 20 0 

1 
1 / 

~~~~~ __ ~~1 

~~~~~~~,~500 
_I.\.A) 

V 

/ 
/ / / 
/ VI 
Il :; 

) ~ ~ 
1~ 0 êjO 02 0 ~ 06 08 

-~ 
_ V~ (V 

/V 
~ 

V 
f-.--~ 
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Diodes de redressement au silicium 
Silicon rectifier diodes 

*lN 248 B 
*lN 249 B 
*1N.250 B 

Boîtier 00-5 
Case 

Couple de serrage max. .245 cmAN 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 1 N 248 B 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier 1 N 248 RB 
Anode connected ta case 

1 N 250 B 

-- 1 N 250 RB 

* Dispositif recommandé 
. Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

10 
VRWM 

20 A (tcase = 150°C) 

50 V-+- 200 V 

~ 
Valeurs limite.s absolues d'utilisation tcase = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute iatings (/imiting values) (Unless otherwise stated) 

1 N 1 N 1 N 
248 B 249 B 250 B 

Tension inverse continue 150°C V R 50 100 200 V 
Con tin uaus reverse voltage 

Tension inverse de crête 150°C VRWM 50 100 . 200 V 
Crest working reverse voltage 

Tension inverse de pointe répétitive 150°C VRRM 50 100 200 V 
Repetitive peak reverse voltage 

Courant direct de pointe répétitif 150o·C IFRM. 90 90 90 A 
Repetitive peak (orward current 

Courant direct de surcharge accidentelle 
t p 751~~s IFSM 250 250 250 A 

Surge non repetitive forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

150°C 10 20 20 20 A 

TemÇlérature de stockage min t stg -65 -65 -65 Oc 
Storage temperature max +175 +175 +175 Oc 
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lN 248 B * 
lN 249 B * 
1 N 250 B * 

Caractéristiques générales t case = 25 OC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stBted) 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 
Test conditions 248 B 249 B 

Courant inverse moyen 10 = 10 max 
max max 

Mean reverse current VR = VRWMmax 
150°C IR(AV) 5 5 

max max 
Tension directe de crête IFM = 50 A 25°C VFM 1,5 1,5 
Peak forward voltage 

1971 - 02 2/3 

1 N 
250 B 

max 

5 mA 

max 
1,5 V 



'0 max(A) 
20 

15 

10 

50 100 

~ 
\ 
\ 

~ \ 

Valeurs limites 
Limiting values 

'FSM max(A) 

300 -l'-r-.. 
200 

100 

o 
1 

* 1 N 248 B 
* 1 N 249 B 
* 1 N 250 B 

1 1 l 
tcase = 150 C 

-- ............ ~ 

10 100 
n = nombre de surcharyes successives 1/2 période à 50 Hz 
n =Cycfes otSO Hz // 

-_____ Caractéristiques typiques 

---,"-:----z ._ (?C/WI Typica/ characteristics ' , 
Ihl,-c) "'- ' -. 

O,B 1----\----1----+-------1 

0,6 r-----t------ir-~---t::_;;;;;;;:;----! 

0,4 f-----Vf---""7""~---f-----j 

O,2~ 

0,001 0,01 . 0,1 

/l 
VI. 

c., / J' 
~/ / 

10 

~ Il ~ 
.... ~ C,) r---

~ J 
~I 

/ --=/ 
/ 1 

/ 1 
0,1 

f L 
0,01 

0,4 0,6 

/ 
/ 
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Diode germanium à pointe d'or lN 270 

Germanium diode, go/d bonded 

Usage général 
General purpose 

Haute conductance, haute tension 
High conductance, high voltage 

Marquage: en clair ou anneaux de couleur 
Marking : clear or coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preft/r~ dt/..,ICfJ 

Caractéristiques principales 

auick refersnce data 

V F (200 mA) 

IR (50V) 

1 V max 
100 /lA max 

-K 
-----------ŒLJ~---------

~~~g. -----....;--/'1 ~'------- ~I.!~k 

Boîtier DO-7 
Case 

vtottrt 

Materiau VERRE 
Meterial GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings {/imiting values} fUnless otharwlsa statedJ 

Tension inverse continue VR 80 V 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 100 V 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu IF 90 mA 
oc forward current 

Courant direct'de pointe IFM 325 mA 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge tp = 1s IFSM 500 mA 
Surge forward current 

Courant direct moyen 10 60 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 80 mW 
Total pOVYer dissipation 

Température de stockage min t stg -65 Oc 
Storsge tempe rature max + 90 Oc 
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1N 270 

Tension directe 
OC forwBrd voltage 

Courant inverse 
oc re~rse curfflnr 

1971 - 01 2/2 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contrairas) 

{Unless orherwise srBred} 

Conditions de mesure Max. 
Test candirions 

IF p 200 mA V F V 

VR = 50 V IR 100 IlA 



Diode germanium à pointe d'or 
Germanium diode, go/d bonded 

lN 277 

Commutation 
Switching 

Haute conductance, haute tension 
High conductance, high voltage 

Marquage: en clair ou anneaux de couleur 
Merking : cleer or coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

V F (100 mA) 

IR (50 V) 

1 V max 

50 JlA max 

-K 
----------~Grr:)~----------

~~gO _____ ........ / .. , "-.... _________ violot 

Boîtier 00-7 
Case 

violot 

Materiau VER RE 
Materlal GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation .1 ta~b = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Absolute mings (/imiting values) (Unless otherwlse statedJ 

Tension inverse continue V R 100 V 

oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 125 V 
Peak re verse voltage 

Courant direct continu IF 75 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 270 mA 
Peek forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forwerd curren t 

t p = ls IFSM 400 mA 

Courant direct moyen 10 50 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 80 mW 
Total power dissipation 

Température de stockage min t stg 
-65 Oc 

Storage I8mpereture max +90 Oc 

1971 - 01 1/2 
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lN 277 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

Tension directe IF = 100 mA VF V 
DG forward voltage 

Courant inverse VR = 10 V IR 10 /lA 
DG reverse current VR = 50 V IR 50 /lA 

VR = 10 V t amb = 75 Oc IR 75 pA 
VR = 50 V tamb = 75°C IR 250 pA 

1971 - 01 2/2 



Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Usage général 
General purpose 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : clear or coloured rings (see code nextepage) 

1N 456 
1N 457 

* Dispositif recommandé 
Prtlferred devictJ 

Caractéristiques principales 

Quick rsfsrencs data 

40 mA 
20 mA 

25 V 
60 V 

1 V max 
1 V max 

25 nA max 
25 nA max 

K 

1 N 456 
1 N 457 

1 N 456 
1 N 457 

----------~G[:)------------
Anneau 123 

ring 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VER RE 
Material GLASS 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de stockage 
Storage tempe rature 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (/jmiting values) (Unless otherwlse steted) 

t p = 1 s 
t p = 2J.1s 

min 
max 

5=1% 
5=1% 

IFSM 
IFSM 

10 

Ptot 

1 N 456 1 N 457 

25 

135 

270 

700 
1,2 

90 

200 

-80 
+200 

60 

110 

225 

600 

75 

200 

-80 
+200 

V 

mA 

mA 

mA 
A 

mA 

mW 

1971 - 01 1/2 
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1N 456 
1 N'457 

Caractéristiques générales tamb = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Conditions de mesure Min. 
Test conditions 

Tension directe IF =40 mA 1 N 456 VF 
oc reV8f;e voluJ{Je IF =20 mA 1 N 457 VF 

Courant inverse VR = 25 V 1 N 456 IR 
oc revef;e current VR= 60 V 1 N 457 IR 

VR =25 V tamb = 150°C 1 N 456 IR 
VR = 60 V tamb = 150°C 1 N 457 IR 

Tension inverse de claquage IRM = 100 pA 1 N 456 V(BR) 30 
Br8ekdown reverse volt8fJe IRM = 100pA 1 N 457 V(BR) 70 

Capacité différentielle VR =0 f= 1 MHz 1 N 456 C 
Sme/l signel capacitence 1 N 457 C 

Code des couleurs 
Colour co ding 

Type Anneau1 Anneau2 Anneau3 
Ring Ring Ring 

1 N 456 Jaune Vert Bleu 
Yellow Green Blue 

1 N 457 Jaune Vert Violet 
Yellow Green Violet 

1971 - 01 2/2 

Typ. Max. 

V 
V 

25 nA 
25 nA 
5 pA 
5 pA 

V 
V 

10 pF 
8 pF 



Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Usage général 
General purpose 

Marquage: clair oU anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Merklng : cleer or coloured rings (see code next page) 

1N 461 
1N 462 

* Dispositif recommandé 
Preferred devlce 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

25 V 
60 V 

90 mA 
75 mA 

1 N 461 
1 N 462 

1 N 461 
1 N 462 

K 
------------cm=)~----------

Anneau III 

ring 

Boîtier DO-7 
Cese 

Materiau VERRE 
Me ter/al GLASS 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peek forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Totel povverdlsslpetlon 

Température de stockage 
Storege tempereture 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwlse statedJ 

1 N 461 1 N 462 

25 60 V 

VRM . 30 70 V 

IF 90 75 mA 

IFM 180 150 mA 

t p = 1s 5=1% IFSM 550 
tp = 2J1s 5=1% IFSM 900 

500 mA 
800 mA 

10 60 50 mA 

Ptot 200 200 mW 

min t stg -65 
max +200 

-65 Oc 
+200 Oc 

1971-01 1/2 
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1N 461 
1N 462 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated} 

Tension directe 
OC forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Conditions de mesure 

Test conditions 

IF =15mA 

IF=5 mA 

V R =25 V 

VR = 60 V 
V R =25 V tamb = 150°C 
V R = 60 V tamb = 150°C 

Tension inverse de claquage IRM = l(0)lA 

Breakdown reverse voltage IRM = l00)lA 

Capacité différentielle VR=O 
Smal/ signal capBe/tance 

Code des couleurs 
Colourcodlng 

Type Anneaul Anneau2 Anneau3 
Ring Ring Ring 

1 N 461 Jaune Bleu Marron 
Yel/ow Blue Brown 

1 N 462 Jaune Bleu Rouge 
Yel/ow Blue Red 

1971 - 01 2/2 

Min. 

1 N 461 V F 
1 N 462 V F 

1 N 461 IR 
1 N 462 IR 
1 N 461 IR 
1 N 462 IR 

1 N 461 'V(BR) 30 
1 N 462 V(BR) 70 

1 N 461 C 
1 N 462 C 

Typ. Max. 

V 
V 

0,5 )lA 

0,5 )lA 

30 )lA 
30 )lA 

V 
V 

10 pF 

8 pF 



Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Usage général, haute tension 
General purpose, high voltage· 

zoo 

100 

Marquage: clair ou anneaux de couleur 
(voir code page suivante) 
Mark/ng : elear Dr coloured rings (see code next page) 

1 N 4838 
lN 484 
1 N 4848 

* Dispositif recommandé 
Preferred deviee 

Caractéristiques principales 

Qu;ck reference data 

V F (100 MA) 1 V max 

IR (60 V) 
(125 V) 
(125 V) 

1,1 V max 

25 nA max 
0,25 /lA max 
25 nA max 

... 

1 N 483 B -
1 N 484 A 
1 N 484 

1 N 483 B 
1 N 484 
1 N 484 A 

----------~~--------

Boîtier 00-7 
Case 

Anneau 123' 

ring 

Materiau VERRE 
Materipl GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absalute r8tings Oimiting values} (Unless otherwlse stated) 

1 N 483 B 1 N 484 1 N 484 A 

Tension inverse continue VR 70 130 130 V 
oc reverse voltage 

Courant direct de pointe IFM 650 400 650 mA 
Peak (orward eurrent 

Courant direct de surcharge t p = 10ms IFSM 2 2· A 
Surge (orward current 

Courant direct moyen 10 200 100 200 mA 
Mean (orward current 

Dissipation de puissance Ptot 250 250 250 mW 
Total power disiipation 

Température de stockage min \tg -65 -65 -65 Oc 
Storage temperature max +200 +200 +200 Oc 

1971 - 01 1/2 
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lN 483 B 

lN 484 

lN 484 B 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Conditions de mesure Min. 
Test conditions 

Tension directe IF = 100 mA 1 N 483 B VF 
OC forward voltage 1 N 484 VF 

1 N 484 A VF 

Courant inverse V R = 60 V 1 N 483 B IR 
oc reverse current VR = 60 V tamb = 150°C 1 N 483 B IR 

V R = 125 V 1 N 484 IR 
V R = 125 V tamb = 150°C 1 N 484 IR 
V R = 125 V 1 N 484A IR 
V R = 125V tamb = 150°C 1 N 484 A IR 

Tension inverse de claquage IRM = 100/lA 1 N 483 B V(BR) 80 
Breekdown reverse voltage 1 N 484 V(BR) 150 

1 N 484 A V(BR) 150 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Co/our coding (or c/eer merking) 

Max. 

V 
1,1 V 
1 V 

0,025 J1A 
5 J1A 
0,25 J1A 
30 /lA 
0,025 J1A 
15 J1A 

V 
V 
V 

Type Anneau1 Anneau2 Anneau3 Anneau4 
RIng Ring Ring Ring 

1 N 483 B Jaune Gris Orange Rouge 
Yellow Grey Ol7lnge Red 

1 N 484 Jaune Gris Jaune 
Yellow Grey Yellow 

1 N 484 A Jaune Gris Jaune Marron 
Yellow Grey Yellow Brown 

·1971 -01 2/2 



Diodes germanium 
Germanium diodes 

Détection 
Detection 

La diode 1 N 541 (ou AA 119)est prévue pour être 
utilisée en détecteur AM, FM. 
Les diodes 1 N 542 (ou 2 X AA i 19) sont des diodes 
1 N 541 (ou AA 119) appariées et prévues pour être 
utilisées en détecteur de rapport. 

The diode 1 N541 {orAA 119) isintended for use as an 
AM, FM detector. 
The diodes 1 N 542 {or 2 x AA 119} are a matched pair of 
1 N 541 {or AA 119} and intended for use as a ratio detector. 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : clear or coloured rings (see code next page) 

1 N 541 (AA 11 g) 
.-..-1 N 542 (2x AA 1'19)' 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

VF (4 mA) 

IR (10 V) 

1 V max 
,18)1A max 

... 
~~------~ŒCJ~--------­

,Anneaux 123 

rings 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Materlal GLASS 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward curren t 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward curren t 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de stockage 
Storage tempe rature 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/imiting values} 

t amb = t amb = 
25°e 60 0 e 

VR 30 30 

VRM 45 45 

IF 35 15 

IFM 100 100 

t p = 1s IFSM 200 200 

10 30 :15 

min tstg -55 
max +75 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

°e 
°e 

1971-01 1/3 
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1 N 541 (A A 119 ) 

.....-1N 542 ( 2xA A 119) 

Caractéristiques générales tamb = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise steted} 

Conditions de mesure Min. Typ. ·Max. 
Test conditions 

Tension directe IF==l mA VF 0,45 V 
OC forward voltage IF==4 mA V

F 1 V 
IF == 10 mA VF 1,5 V 
IF == 30 mA VF 3 V 

Courant inverse VR == 1,5 V IR 2,8 pA 
oc reverse current VR == 10 V IR 18 pA 

VR == 30 V IR 150 pA 
V R == 45 V IR 350 pA 

VR == 1,5 V tamb == 55°C IR 20 pA 
VR == 10 V t amb = 55°C IR 50 pA 
VR == 30 V t amb = 55°C IR 250 /.lA 
VR = 45 V t amb = 55°C IR 450 pA 

Résistance différentielle IF = 10 mA 1 N 541 50 n 

directe AA 119 
Forwerd differentiel 

resistance 

Résistance différentielle IF~ 10 mA 1 N 541 4 Mn 
inverse V R =2 V AA 119 
Reverse differentiel 

resistence 

Rendement de détec- R L = 33 kn 1 N 542 17 76 80 % 
tion en tension 

CL = 330 pF 
VI = lV (eff) 2xAA119 

Detectar voltege efficiency 
VI = 3V (eff) tous types 17 83 89 % 

f == 10,7 MHz e/l types 

Résistance d'amortisse- R L = 33 kn 1 N 542 rd 20 26 kn 
ment V, == lV (eff) 2xAAl19 

Damping resistance CL == 330 pF 
VI == 3V (eff) tous types rd 16 22 kn 

f == 10,7 MHz a/l types 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
C%ur coding (or c/ear marking) 

Type ~fn~eau1 ~rn~eau2 ~rn~eau3 Type ~ïn~··U 1 ~ïn~e.u2 ~ïn~e.u3 

1 N 541 Vert Jaune Marron 1 N 542 Vert Jaune Rouge 
Green Yellow Brown Green Yellow Red 

AA 119 Vert Jaune Marron (2JAAII9Vert Jaune Rouge 
Green Yellow Brown Green Yellow Red 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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Diodes de redressement au silicium 
Silicon rectifier diodes * ~1N 649 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

0,4 A (tamb = 25°C) 

225 V -- 600 V 

... 
----------~an=)------------

Boitier 00-7 
Case 

Anneau 123 

Ring 
Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings Oimiting values) (Unless otherwise statedJ 

1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 
645 646 647 648 649 

Tension inverse de crête (1) VRWM 225 300 400 500 600 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcharge accidentelle t =1 s IFSM 3 3 3 3 3 A 
Surge non repetitive forward current (~) 

Courant direct moyen +25°C 10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 A 
Mean forward current +150o C 0,15 0,15 0,15 - 0,15 0,15 

Dissipation totale de puissance Ptot 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 W 
Total power dissipation 

Température de fonctionnement min toper - 65 - 65 - 65 -65 -65 Oc 
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min t stg - 65 - 65 - 65 - 65 - 65 Oc 
Storage temperature max +150 +150 +150 +150 +150 Oc 

(1) - 65°C < tamb <+150°C 
(2) + 25°C < tamb <+150

o
C 

1971·02 1/3 
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Caractéristiques générales tamb = 25°C 
General characteristics {Sauf indications contraires} 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test conditions 645 646 647 648 649 

max max max max max 
Courant inverse V R = VRWM max 25°C IR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 flA 
Reverse current 

Courant inverse VR = VRWM max 100°C IR 15 15 20 20 25 !lA 
Reverse current 

min min min min min 
Tension de claquage IRM =O,l mA 100°C V{BR} 275 360 480 600 720 V 
Breakdown voltage 

max max max max max 
Tension directe IF =OAA 25°C VF 1 V 
Forward voltage 

typ typ typ typ typ 
Capacité différentielle VR =-12V 25°C C 8 8 8 8 8 pF 
Small signal capacitance f= 1 MHz 

Code des couleurs {ou marquage en clair} 
Colour coding (or clear marking) 

Type 1er anneau 2e anneau 3e anneau 
lstring 2nd ring 3rd ring 

1 N 645 Bleu Jaune Vert 
Blue Yellow Green 

1 N 646 Bleu Jaune Bleu 
Blue Yellow Blue 

1 N 647 Bleu Jaune Violet 
Blue Yellow Violet 

1 N 648 Bleu Jaune Gris 
Blue Yellow Grey 

1 N 649 Bleu Jaune Blanc 
Blue Yellow White 
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Valeurs limites 
Limiting values 

la max{A) 
0,5 

0,4 
0,375 

0,25 

0,15 

• 0,125 

~~ 

~ 
~ 

25 50 100 

IFSM max{A) 

1\ 1 1 J 
t amb = 150 C 

'" r-.... "f'.- r--. 

a 
0,01 0,1 

1 ......... 

f'.. t'-

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

~M{m,A_l _-,-__ ,--_-,--,-,--,-, 

100 r----t----J 

la ;----+---+-1-+ 

*1 N 645 
*_1N 649 
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Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation rapide 
Fast switching 

Détection 
Dètection 

10(mA) 

100 

i' " 
15 

50 

i ", 
10 H- !-- -r-\ 

50 100 150 200 tamb(OC) 

Marquage: clair ou anneaUx de couleur 
(voir code page suivante) 
Marking : clear or coloured rings {see code next page} 

* 1 N 914 A B 

* 1N 916 A B 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

VF (10 mA) 1V max lN914-916 
(20 mA) 1V max 1 N 914A-916A 
(30 mA) 1Vmax 1 N 914 B 

(100mA) 1Vmax 1 N 916 B 

IR (20 V) 25 nA max 

trr 4 ns max 

... 
----------~Œ[J~---------­

Anneau 1234 

Boîtier 00-7 
Case 

rings 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings (/imiting values) {Unless otherwise stated} 

Tension inverse continue VR 75 V 
De reverse vo/rage 

Courant direct de pointe répétitif IFRM 225 mA 
Repetitive peak forward current 

Cpurant direct de surcharge t p = 1s IFSM 500 mA 
Surge forward current 

Courant direct moyen la 75 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 250 mW 
Total power dissipation 

Température de jonction max tj 175 Oc 
Juncrion temperarure 

Température de stockage min t stg -65 Oc 
Storage temperarure max +200 

1971 -01 1/3 
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1N914,A 

lN 916 A 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise statedJ 

Conditions de mesure Min. 
Test conditions 

Tension directe IF =5 mA 1 N 914 B VF 0,62 
oc Forward voltage 1 N 916 B 0,63 

IF = 10mA 1 N 914 VF 
1 N 916 

IF = 20 mA 1 N 914 A V F 
1 N 916 A 

IF =30 mA 1 N 916 B VF 

IF = 106 mA 1 N 914 B VF 

Courant inverse VR = 20 V IR 
oc reverse eurren t VR = 75 V IR 

VR = 20 V tamb = 100°C 1 N 914 B IR 
1 N 916 B 

V R = 20 V tamb=150oC IR 

Tension inverse de claquage IRM=10~A V(BR) 100 
8reakdown reverse voltage 

Capacité différentielle VR =0 f = 1 MHz 1 N 914,A,B C 
Small signal capacitanee 

1 N916,A,B C 

Rendement de détection en R L = 5 Kn CL = 20 pF 1/ 45 
tension 
Deteetor voltage effieiency f= 100 MHz VI = 2 Veff 

Tension directe transitoire If = 50 mA tp =O,l/ls VFM 
Forward transien t vol tage 5 kHz < f < 100 kHz 

Temps de recouvrement inverse J. = 10 mA ~L = 100n 
(du courant) R=-6V Irr=l mA trr 
Reverse leurrent} reeovery time 

Code des couleurs 
C%ur coding 

Type ~}!,~eaul ~7n~eau2 ~7n~e8U3 ~7n~eau4 Type ~7n~e8ul ~7n~e8u2 ~Fn~eau3 ~fn~e8u4 

1 N 914 Blanc Marron Jaune 1 N 916 Blanc Marron Bleu 
White Brown Yellow White Brown Blue 

1 N 914A Blanc Marron Jaune Marron lN916ABIanc Marron Bleu Marron 
White Brown Yellow Brown White Brown Blue Brown 

1 N 914 B Blanc Marron Jaune Rouge 1 N 916 B Blanc Marron Bleu Rouge 
White Brown Yellow Red White Brown Blue Red 

1971 -01 213 

Max. 

0,72 V 
0,73 

V 

V 

V 

V 

25 1/A 
5 /lA 

3 /lA 

50 /lA 

V 

4 pF 

2 pF 

% 

2,5 V 

4 ns 



Comb =1 "c 

/ 0 

;)~ ,.. 

1 
~. ~ 

0 
<~ 

.Wf 

. Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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D iodes de redressement au silicium 
Silicon rectifier diodes 

1N 1195 A 
--.- 1 N 1198 A 

Boîtier 00-5 
qase 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au bo îtier 
Cathode connected ta case 

Anode au boïtier 
Anode connected to case 

245 cmAN 

1 N 1195 A ~ 1 N 1198A 

1 N 1195 RA __ 1 N 1198 RA 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auiék reference data 

10 

VRWM 

20 A (tcase = 150° Cl 
300 V __ 600 V 

~ 
Valeurs limites absolues d'utilisation t case= 25 oC (Sauf indications· contraires) 
Absolute ratings (/imiting values) (Unless otherwlse stated) 

1 N 1 N 1 N 1 N 
1195 A 1196A 1197 A 1198 A 

Tension inverse continue 150°C VR 300 400 500 600 V 
Contlnuous reverse voltage 

Tension inverse de pointe 1<;0°C VRWM 300 400 500 600 V 

répétitive 
Repetitive peak reverse voltage 

Courant direct de pointe Il) IFRM 90 90 90 90 A 
répétitif 
Repetitive peak forward current 

Courant direct de surcharge t p = 10 ms IFSM 350 350 350 350 A 
accidentelle 
Surye non repetitive forward current 150°C 

Courant direct moyen 150°C la 20 20 20 20 A 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper -65 - 65 - 65 -65 Oc 
Operating temperature max +175 +175 +175 +175 Oc 

Température de stockage min \tg - 65 -65 -65 -65 Oc 
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 Oc 

(1) - 65°C< t < + 150°C case 1971-02 1/3 
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lN 1195 A 
--.- 1 N 1198 A 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test conditions 1195 A 1196A 1197 A 1198 A 

Courant inverse '0= '0 max max max max max 

moyen VR = VRWM max 150°C 'R(AV) 6,4 5 4,4 3 mA 
Mean reverse current 

max max max max 
Tension directe de 'FM = 20A 150°C VFM 1,2 1,2 1,2 1,2 V 
crête 
Peak forward voltage 

max max max max 
Résistance Rth(j-c) 1,5 1,5 1,5 1,5 °C!W 
thermique 
Thermal resistance 
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10 max(A) 

20 

10 

50 100 

Valeurs limites 
Limiting values 

1 ru 1195 A 
-.-1 N 1198 A 

'FSM max(A) 

~ 
\ 
\ 
\ 

150 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

1 1 J 
t case = 150 C 

300 

Î' r--- r-:" 200 

100 

o 
1 10 100 n 

n = nombre de surcharyes successives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycles Br 50 Hz 

Zth(j.c) (0 c/W) 

0,8 

0,4 -------/ 

0,6 

0,2 

~ 
0,001 0,01 0,1 

/"1 

10 
..}CJ/ 
// 

/ 
11/ / 

''Y / oc., 

/ PI 
V _:fI 

.-<j / / 
/ l 

/ / 
0,1 

/ / 
0,01 

0,4 0,6 0,8 
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Diodes de redressement au silicium * lN 1581 
Silicon' rectifier diodes 

Boîtier DO-4 
Case 

Couple de serrage max. 176 cmAN 
Maximum rorque on nur 

Cathode au bo îtier 1 N 1581 _1 N 1587 
Carhode connecred ro case 

Anode au boîtier 1 N 1581 R ---+- 1 N 1587 R 
Anode connecred ro case 

* --.-1 N 1587 

* Dispositif recommandé 
Preferred devlce 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

3 A (tcase = 150°C) 

50 V ~ 600 V 

-(1= 
Valeurs limites absolues d'utilisation 1case = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings (timiting values) rUnless orherwlse srared) 

1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 
1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 

Tension inverse de (1) VRWM 50 100 200 300 400 500 600 V 
crête 
'Cresr worklng reverse 
vol rage 

Courant direct de t p = 10 ms IFSM 40 40 40 40 40 40 40 A 
surcharge accidentel-
le (1) 
Surge non reperirive 
forward current 

Courant direct t~ase=150° C la 3 3 3 3 3 3 3 A 
moyen 
Mean forward current 

Température de min toper -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 Oc 
fonctionnement max +175 +175 +175 +175 +175 +175 +175 Oc 
Opera ring 
remperarure 

Température de min \tg -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 Oc 
stockage max +175 +175 +175 +175 +175 +175 +175 Oc 
Srorage remperature 
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lN 1581 * 
~ lN 1587* 

Caractéristiques générales t case = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. 1 N lN 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test conditions 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 

150°C 
max max max max max max max 

Courant inverse moyen 'O=3A 'R(AV) 5 5 5 5 5 5 5 mA 
Mean reverse current VR = VRWM max 

max max max max max max max 
Tension directe de crête 'O=3A 150°C VFM 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
Peak (omard voltage 

max mamax max max max max max 
Tension di recte de crête 'FM=6A lSOoC VFM 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
Peak romard voltage 
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la max(A) 

Valeurs limites 
Limiting values 

10 ~----~~----.-------.------, 

55 100 

IFSM max(A) 

100 r"-

'" 
1. 1 l oJ 
tcase = 150 C 

10 

1 
0,001 

1"- l"-r--r-r-r--l-r-

0,01 0,1 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

r-

IFM (m,-A_) -----,-----.,-------r-----, 

10 ~---+----~-+~~--~ 

0,5 

I:-

* lN 1581 
* -lN 1587 
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Série 1 N 2901 
Redresseurs moulés haute tension Série~05 RM 
High voltage moulded rectifier assemb/ies 

Série 
Série 

1,RM 

L 

25 

36 

45 

TYPE 

IN 2901 

IN 2911 

IN 2919 

IN 2923 

05 RM BO 

05 RM 100 

05 RM 120 

05 RM 150 

1 RM 40 

1 RM Ba 

1 RM 150 

1 RM 250 

6 RM36 

6 RM 42 

6 RM 4B 

6 RM 56 

6 RM 64 

6 RM 72 

6 RM BO 

13 -, 
r 

1 1 t 
-li, r--?4 ~ -f ~ 1 
~o 

î - --
.. 0 

TYPE Bohier L TYPE Boitler 
Case Case 

IN 2901 CB-28 60 05 RM 80 CB-31 

IN 2911 
CB-29 

05 RM 100 
IN 2919 80 05 RM 120 CB-32 

IN 2923 CB-30 05 RM 150 

6 RM 

"l r-· .. l: -- -- --j ~ 

.+-f---------~=E- r 
~ r ~nfJ~ 

-8&. - -- 1-----ËJlËE+ 
1 - _.L.. 1 

L ~ TYPE Boîtier L ~ TYPE Boitier 

6 RM56 
2001701 RM80 CB-47 2402106 RM64 CB 48 

1 RM150 6 RM80 

2402101 RM250 
6 RM36 CB-48 
6 RM42 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

V RWM 

(kV) 

10 

12 

15 

4 

8 

15 

25 

3,6 

4,2 

4,8 

5,6 

6,4 

7,2 

8,0 

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise steted) 

la 

- tamb = 55°C 

(kV) (A) (A) 

3,3 0,25 0,8 

4,4 0,25 0,8 

5,5 0,25 0,8 

6,6 0,25 0,8 

8,8 0,25 0,8 

11 0,25 0,8 

13 0,25 0,8 

16,5 0,25 0,8 

0,5 2 

0,5 2 

0,5 

0,5 

• 1,5 

• 1,5 

• 1,5 

• 1,5 

• 1,5 

• 1,5 

• 1,5 

I FSM 

tp= 10 ms 

(A) 

12 

12 

12 

12 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

(A) max. 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

min. max. 

-65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

-65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 150 

- 65 + 125 

- 65 + 125 

- 65 + 125 

-65 + 125 

- 65 + 125 

- 65 + 125 

- 65 + 125 
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Série 1 N 2901 
Série 05 RM 
Série. 
Série 

1RM 
6 RM 

Ca ractéristi q u es él ectri q u es 
E/ectrica/ characteristiques 

TYPE 
V F 

(lF= 0,25 A) 

max. 

1N 2901 6 

1N 2911 8 

1N 2919 10 

1N 2923 12 

05 RM 80 16 

05 RM 100 20 

05 RM 120 24 

05 RM 150 30 . 

1 RM 40 

1 RM80 

1 RM 150 

1 AM 250 

6 AM36 

6 RM 42 

6 RM 48 

6 RM 56 

6 RM 64 

6 RM72 

6 RM 80 
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V F 

(lF EO ,5A) 

max. 

18 

28 

50 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless ofherwise st8tedJ 

lA 

V F (V
R 

= V AWM max) Soitier 

(lFz 1,5 A) tamb= 25°C tamb= 100°C Case 

J1A J1A 

max. max. max. 

0,5 30 CS 28 

0,5 30 CS 29 

0,5 30 CS 29 

0,5 30 CS 30 

0,5 30 CS 31 

0,5 30 CS 32 

0,5 30 CS 32 

0,5 30 CS32 

0,5 CS 47 

0,5 CS 47 

0,5 CS 47 

0,5 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 

100 CS 48 



Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation très rapide 
Very fast switching 

Détection 
Detection 

Faible capacité 
Low capacitance 

Marquage: clair oU anneaux de couleur 

Marklng: clear or coloured rings . 

*lN 3063 
lN 3064 
lN 4454 

* Dispositif recommandé 
Pt'fIferred dtlvlctl 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

VF (la mA) 0,7 - 0,85 V 1 N 3063 
1 V max 1 N 3064 

1 N 4454 

IR (50 V) 100 nA max 
C 2 pF max 
trr 4 ns max 

... 
CllID 

Anneau 12345 

ring 

Boîtier FBO 1N4454 Materiau VERRE 
Case DO 7 1 N 3063/1 N 3064 Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peek reverse voltage 

Dissipation de puissance 
Totel power dissipation 

Température de stockage 
Storage temperewre 

Absolute ratings (/imiting values) 

1 N 3063 
1 N 3064 

VR 50 

VRM 75 

Ptot 250 

min t stg -65 
max + 200 

{Unless otherwlse stetedJ 

1 N 4454 

50 V 

75 V 

500 mW 

-65 Oc 
+ 200 Oc 
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1N 3063* 
1N 3064 
1N 4454 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

{Unless otherwlse stated} 

Conditions de mesure Min. 
Test conditions 

Tension directe IF =0,25 mA 1 N 3063 VF 0,505 
OC (orward voltage IF =l mA 1 N 3063 VF 0,550 

IF=2 mA 1 N 3063 VF 0,610 
IF = 10 mA 1 N 3063 VF 0,700 
IF = 10 mA 1 N 3064 VF 
IF = 10 mA 1 N 4454 VF 

Courant inverse VR = 50 V IR 
oc reverse eurrent VR =50 V t amb = 150°C IR 

Tension inverse de claquage IRM =5pA V(BR) 75 
Breakdown reverse voltage 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz C 
Smalt signal capaeltanee 

Rendement de détection en RL = 5 kn CL = 20 pF 1/ 45 
tension f= 100 MHz VI = 2 V(eft) 
Detector voltage efficieney (rms) 

Tension directe transitoire IF = 100 mA tr= 20 ns VFM 
Forward transient voltage ,RG = 50 n t p = 100 ns 

R L = 50 n t = 100 kHz 

Temps de recouvrement inverse IF = 10 mA RL = lOOn trr 
(du courant) IRM = 10 mA CL = 10 pF 
Reverse {eurrent} reeovery time irr =l mA 

Temps de recouvrement inverse IF =10mA RL = 100 n 1 N 3063 trr 
(du courant) VR =-6 V CL = 10 pF 
Reverse {eurrent} recovery time irr = -1 mA 1 N 4454 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Co/our codlng {or cltNJ/' m.rklngJ 

Type Anneau1 Anneau2 Anne.u3 Anneau4 Anne.uS 
Rln/l Rln/l Rlnv Ring Rlnv 

1 N 3063 Orange Noir Sieu Orange Noir 
Orang. Black Blue Orang. 81.ck 

1 N 3064 Orange Noir Sieu Jaune Noir 
Or.ng. alltck Blue Y.llow Black 

1 N 4454 Jaune Jaune Vert Jaune Noir 
Yellow y./Iow Gr.tln Y.llow 8/~ck 
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Max. 

0,575 V 
0,650 V 
0,710 V 
0,850 V 
1 V 

V 

100 nA 
100 pA 

V 

2 pF 

% 

3 V 

4 ns 

2 ns 



*1 N 3063 
1 N 30.64 

Al 

t.~ - 2S'C 

)0 

20 

0 

0 

-IA(.A) 

10 

/' 

.------
0.1 

1 
0.01 

--/ 

0.001 
0 20 

AI 

t.~ - 'C 

1 

1 
1 

1 
i 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

A) 

fi :/ 
Il 
il i 
1 / 

O.B 

ta"..b 

0.6 

O.~ 

_ 25' 
1 . r 

" cI 

/1 

V 
0.2 

W 

iO 

0.1 O.~ 0.6 O.B V~ (V) 

1N 3063 

C(pF 

t."'~ - 25' 

1 - lM z 
1.5 

~ 
-1--

0.5 

10 15 20 -VA (V) 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

1 iO O.B 

)0 0.6 

1 
V 

10 0.2f--I---j--

./ 
0.2 O.~ 0.6 O.B 1 VF (V) 

.:S064 

-IA (",!. C(PFI----,_-.._,-_,---, 
r- .-
f-

10 1 - lM z 

.------ 'C 

...-----
.------

n.l 
d;..-" 

0.01 - 0.5 f--t---j--t--t---1 

./" 
0.001 

0 la iO 60 -VA (V) la 15 la -VA (V) 

lN 4454 
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D iode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation 
Switching 

200 

150 

1 00 I--f--+--+--'Ir-+--+-~ 

5Q I----t--+---~-_t__--i 
25 

25 50 100 150 

Marquage-: clair ou anneaux de couleur 
Marking : clear or coloured rings 

1 N 3069 

* Dispositif recor:nmandé 
Preferred de vice 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

VF (50 mA) 

IR (50 V) 

trr (30 mA) 

1 V max. 

0,1 J.1.A max. 

50 ns max. 

... 
---------~Gm[)~----------

oronge bnoIOICrk------I'lI'\ blonc gl!.l~k 

Boîtier DO-7 
Case 

bleu white 
blue 

Materiau VERRE 
Materisl .'GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 

Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 

Total power dissipation 

Température de stockage 
Stockage temperature 

Absalute ratings (Iimiting values) 

t p = 1s 

tp = 1J.1.s 

min 
max 

VR 

VRM 

IF 

IFM 

IFSM 
IFSM 

10 

Ptot 

tstg 

50 

65 

115 

225 

500 

2 

75 

250 

-65 
+200 

V 

V 

mA 

mA 

mA 
A 

mA 

mW 

(Unless otherwise ststed) 
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1 N 3069 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise stated) 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF= 50 mA VF V 
OC (orward voltage 

Courant inverse VR = 50 V IR 0,1 /lA 
oc reverse eurrent VR = 50 V tamb= 150°C IR 100 /lA 

Tension inverse IRM = 5/lA V(BR) 65 V 
de claquage 
Breakdown reverse 
voltage 

Capacité différentielle VR =0 f= 1 M.Hz C 6 pF 
Sma/! signal eapacitanee 

Rendement de détection RL= 5 Kil CL = 20 pF 17 30 % 
en tension f= 100 MHz VI = 2 V (eff) 
Deteetor voltage effieieney (rms) 

Temps de recouvrement IF = 30 mA irr = 1 mA trr 50 ns 
inverse (du courant) 
Reverse feurrent) IR =30mA 
reeovery time 
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D iode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation, haute tension 
Switching, high voltage 

Marquage: en clair ou anneaux de couleurs 
Marking : clear or coloured rings 

* lN 3070 

* Dispositif recommandé 
Prèferred device 

Caractéristiques principales 

auick reference data 

VF (100 mA) 1 V max, 

IR (200 V) 0,1 /lA max, 

~ 
------------Cill[)~----------

orange gf~~k _____ --'1 \'-_____ violet. g~l~k 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material .' GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 
Absalute ratings (/imiting values) 

T~nsion inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forwarri current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

t p = ls 
tp = 1 J1S 

Température de stockage min 
Storage temperature max 

VR 

VRM 

IF 

IFM 

IFSM 
IFSM 

10· 

Ptot 

tstg 

(Unless otherwlse stated) 

175 V 

200 V 

150 mA 

300 mA 

500 mA 
2 A 

100 mA 

250 mW 

- 65 Oc 
+200 Oc 
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lN 3070 * 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires} 

(Unless otherwlse stated) 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF = 100 mA VF 
oc (orward voltage 

Courant inverse VR = 200 V IR 100 
oc reverse current VR=175V tamb = 150°C IR 100 

Tension inverse de IRM = 100pA V(BR) 200 V 
claquage 
Breakdown reverse 

voltage 

Capacité différentielle VR =0 f = 1 MHz C 5 
Small signal capecitance 

Rendement de dètection RL=5Kn CL = 20 pF- 1) 35 
en tension 

Detector voltage efficiency f= 100 MHz 
VI = 2 V (eff) 

(rms) 

Temps de recouvrement IF = 30mA IR = 30mA trr 50 

inverse (du courant) 
irr =l mA 

Reverse (current) 

recovery tTme 

1971-01 2/2 

V 

nA 
pA 

V 

pF 

% 

ns 



Diode silicium planar 
Planar silicon diode 

Diode de commutation 
à très faible courant inverse 
Switching diode, with very low 
reverse current 

1N 3595 

* Dispositif recommandé 
Preftlrred.dtlvictl 

Caractéristiques principales 
Quick rsfsrrJncs data 

V F (200 mA) 0,8 V - 1 V 

IR (125 V) 1 nA max 

... 
Marquage: clair CI:::)f--------
Markfng : clear 

Tension inverse continue 
oc reverse valtege 

Courant direct continu 
oc forward curfflnt 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward currBnt 

Courant direct moyen 
Mean forward curfflnt 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de stockage 
Storage temparaturB 

Boîtier DO-7 
Case 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC 
Absolute ratings (timiting v8lues) 

VR 125 V 

IF 225 mA 

IFM 450 mA 

t = 1 s IFSM 500 mA 
l=1/.lS IFSM 4 A p 

10 150 mA 

Ptot 500 mW 

min t stg -65 Oc 
+ 175 

0 
max C 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse Hated) 
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1N 3595 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension d,recte IF=l mA VF 0,52 0,58 V 
OC (orward voltege IF =5 mA VF 0,60 0,75 V 

IF =10mA VF 0,65 0,80 V 
IF =50 mA VF 0,74 0,88 V 
IF = 100 mA VF 0,79 0,92 V 
IF =200mA VF 0,80 1,00 V 

Courant inverse VR = 125 V IR nA 
oc reverse current VR =30V tamb =+ 125° C IR 0,3 )lA 

VR = 125 V t amb=+125°C IR 0,5 )lA 

VR = 125 V tamb=+150°C IR 3 )lA( 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz C 8 pF 
Sma/! signal capacitance 

Temps de recouvrement inverse IF = 10 mA RL = 1 kn trr 3 )ls 

(du courant) VR =-35V irr = -0;35mA 
Reverse (current) recovery time CL = 10 pF 
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Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation très rapide 
Very fast switching . 

Fort courant 
High curren t 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : c/ear or c%ured rings (see code next page) 

* 1N 3600 
1 N 4150 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

V R (200 mA) 

IR (50 V) 

1 V max 

200 nA max 

-K 
~--~----~~----------

. Anneau 12345 
1 • 
. ring 

BOîtier{ 00-7 
Case F 80 

1 N 3600 
1 N 4150 

Materiau VERRE 
Materia/ GLASS 

Tension inverse continue 
OC reverse voltage 

Courant direct de surcharge 
Surge (orward current 

Dissipation de puissance 
Total pO'MJr dissipation 

Température de jonction 
Junction temperature 

Température de s~ockage 
Storage remperature 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) (Un/ess otherwise stated) 

VR 

t p = 1s IFSM 
t p = 1J.lS I FSM 

1 N 3600 Ptot 
1 N 4150 

max tj 

min \tg 
max 

1 N 3600 

50 

0,5 
4 

250 

-65 
+ 200 

1 N 4150 

50 

500 

200 

-65 
+ 200 

V 

A 
A 

mW 

Oc 

Oc 
oC 
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1N 3600* 
1 N 4150 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf 1.ndlcations contraires) 

(Unless atherwlse steted) 

Conditions de mesure Min. 
rest canditians 

Tension directe IF = 1 mA VF 0,54 
DC farward valtage IF = 10 mA VF 0,66 

IF =50 mA VF 0,76 
IF = 100 mA VF 0,82 
IF =2oo mA VF 0,87 

Courant inverse VR = 50 V IR 
DC reverse current VR = 50 V tamb = 150°C IR 

Capacité différentielle VR=O f = i MHz C 
Small signel capac/rance 

Temps de recouvrement inverse IF =10mA IR =l mA irr =O,lmA trr 
( du courant ) IF = IR = 10-200 mA irr =O,l IF 
Reverse (current) recavery t[me IF = IR = 200-400 mA irr =O,l IF 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Calaur cod/ng (ar clear mark/ng) 

Type Anneau 1 
Anneau2 Anneau3 Anneau4 Anneau5 

R[ng Ring . Ring Ring Ring 

1 N 3600 Orange Bleu Noir Noir Noir 
Orange Blue Black Bleck Black 

1 N 4150 Jaune Marron Vert 1 Noir Noir 
Yellaw Brawn Green Black Black 
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Max. 

0,62 V 
0,74 V 
0,86 V 
0,92 V 
1 V 

100 nA 
100 /lA 

2,5 pF 

6 ns 
4 ns 
6 ns 



Diodes silicium pl anar 
Planar silicon diodes 

* 1N 3604 
~ 1N 3606 

*1N 4151 
~ 1N 4153 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Commutation rapide Caractéristiques principales 
Fast switching Quick reference data 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 
Marking : clear or coloured rings(see code next page} 

V R 30 V_50 V 

trr 2 ns max 

... 
-----------ŒOCJ~--------

Anneau 12345 

ring 

Boîtier DO 7 = 1 N 3604-3605..:3606 Materiau VERRE 
Case F 80 = 1 N 4151-4152-4153 Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contrairesl 
Absolute ratings {/imiting values} fUnless otherwise stated) 

1 N 3604 1 N 3605 M"3606 1 N4151 1 N 4152 1 N 4153 

Tension inverse VR 50 30 50 50 30 50 V 
continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de VRM 75 40 75 75 40 75 V 
créte 
Peak reverse voltage 

Dissipation de puis~ Ptot 250 250 250 500 500 500 mW 
sance 
Total power dissipation 

Température de min tstg -65 -65 - 65 -65 - 65 -65 Oc 
stockage max +200 +200 + +200 +200 +200 +200 Oc 
Storage temperature max 
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1N 3604* 
-.-1 N 3606 

1N4151* 
~ 1 N 4153 

1 
1; 

l 

Caractéristiques générales tamb = 25 OC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless orherwise srared} 

Conditions de mesure Min, 
Test candirions 

Tension directe 'F= 0,1 mA VF 0,49 
OC forward vo/rage IF = 0,25 mA 1 N 3605 VF 0,53 

IF = 1 mA 1 N 3606 VF 0,59 
IF=2mA, 1 N 4152 VF 0,62 
IF =10mA 1 N 4153 VF 0,70 
IF =20 mA VF 0,74 

IF = 50 mA 1 N 3604 VF 
1 N 4151 

Courant inverse VR = 30 V 1 N 3605 IR 
oc reverse current VR = 30 V tamb = 150°C 1 N 4152 IR 

V R = 50 V 1 N 3604 IR 
1 N 3606 

V R = 50 V tamb = 150°C 1 N 4151 IR 
1 N 4153 

Tension inverse de IRM =5pA 1 N 3605 V(BR) 40 
claquage 1 N 4152 
Breakdown reverse voltage 

IRM = 5 pA 1 N 3604 V(BR) 75 
1 N 3606 
1 N4151 

Capacité différentielle V R =0 f= 1 MHz C 
Sma/! signal capacirance 

Temps de recouvrement IF =10mA irr = 1 mA trr 
inverse (du courant) IRM =10mA 
Reverse recovery time 

Temps de recouvrement IF ='10 mA R L = 100 n trr 
inverse (du courant) V R =6 V irr = 1 mA 

Reverse recovery rime 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
C%ur co ding (or clear marking) 

Max, 

0,55 
0,59 
0,67 
0,70 
0,81 
0,88 

50 
50 

50 

50 

2 

4 

2 

Type ~/~~eaul ~~n~eau2 ~rn~eau3 ~~n~eau4 ~ïn~eau5 Type ~~n~eaul ~~n~eau2 ~~~eaU3 ~7:ueau4 ~~n~eau5 

1 N 3604 Orange Bleu Noir Jaune Noir 1 N 4151 Jaune Marron Vert Marron Noir 
Orange Blue Black Green Black Ye/low Brown Green Brown Black 

1 N 3605 Orang<! Bleu Noir Vert Noir 1 N 4152 Jaune Marron Vert Rouge Noir 
Orange Blue Black Green Black Ye/low Brown Green Red Black 

1 N 3606 Orange Bleu Noir Bleu Noir 1 N 4153 Jaune Marron Vert Orange Noir 
Orange Blue Black Blue Black YeJlow Brown Green Orange Black 

1971 -01 2/2 1 N 3821 A - 1 N 3828 A (~~~r 1 N 3015 Bl 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 

nA 
pA 

nA 

pA 

V 

V 

pF 

ns 

ns 



Diodes 
de régulation de tension· 
Voltage regu latnr diodes 

Pz(W} 

l'~ 
1 \ 

0,5 

1 N 3821 A 
-..-1 N 3828 A 
1N 3016 B 
____ 1 N 3029 B 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

1 .'" Pz 1 W 

1 ~ 3,3 V < Vz nom < 24 V 

Boîtier 
Case 

DO-13 

CJ 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stBted) 

Dissipation de puissance Pz W 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive t p = 10 ms 
Non repetitive peak power dissipation 

PZSM 6 W 

Courant inverse continu permanent IZ 1000 mA 
Continuous reverse currenr VZ 
Courant inverse de pointe non répétitif t p = 10 ms IZSM 6000 mA 
Non reperitive peak reverse current VZ 
Température de fonctionne·ment (à dissipation nulle) min toper -65 Oc 
Operating temperature (at zero dissipation) max +175 Oc 

Température de stockage min \tg -65 Oc 
Storage temperarure max +175 Oc 

1971-01 1/2 
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lN 3821 A 
~ lN 3828 A 
·lN 3016,B 
~ lN 3029 B 

Caractéristi.ques générales 
General chaTacteristics 

IZT rZK IZK ŒVZ 
(mA) (D) (mA) (%/ocJ 

tamb = 25 oC 
Tolérance ± 5 % 

nom max max max max 
1,5 1 N 3821 A 3,3 

1 N 3822 A 3,6 

1 N 3823 A 3,9 

1 N 3824 A 4,3 

1 N 3825 A 4,7 

1 N 3826 A 5,1 

1 N 3827 A 5,6 

1 N 3828 A 6,2 

1 N 3016 B 6,8 

1 N 3017 B 7,5 

1 N 3018 B 8,2 

lN3019B 9,1 

1 N 3020 B 10 

1 N 3021 B 11 

1 N 3022 B 12 

1 N 3023 B 13 

1 N 3024 B 15 

1 N 3025 B 16 

1 N 3026 B 18 

1 N 3027 B 20 

1 N 3028 B 22 

1 N 3029 B 24 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

5 

2 

3,5 

4 

4,5 

5 

7 

8 

9 

10 

14 

16 

20 

22 

23 

25 

76 

68 

64 

58 

53 

49 

45 

41 

37 

34 

31 

28 

25 

23 

21 

400 / 1 

400 / 1 

400 / 1 

400 / 1 

500 / 1 

550 / 1 

600 / 1 

700 / 1 

700 / 1 

-0,075 10 / 1 

-0,065 10 / 1 

-0,055 10 / 1 

-0,040 10 / 1 

-0,02 10 / 1 

+0,005 10 / 1 

+0,02 10 / 2 

+0,035 10 / 3 

+0,040 150 5,2 

700 0,5 +0,045 75 . 5,7 

700 

700 

700 

700 

700 

0,5 +0,048 50 

0,5 +0,051 25 

0,25 +0,055 1 ° 
0,25 +0,06 5 

0,25 +0,065 

6,2 

6,9 

7,5 

8,4 

9,1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

19 700 0,25 +0,065 5 9,9 1,5 

17 700 0,25 +0,070 5 11,4 1,5 

15,5 700 0,25 +0,070 5 12,2 1,5 

14 750 0,25 +0,075 5 13,7 1,5 

12,5 750 0,25 +0,075 5 15,2 1,5 

11,5 750 0,25 +0,080 5 16,7 1,5 

10,5 750 0,25 +0,080 5 18,2 1,5 

Sur demande 
On request 

Tolérance ± 2 % 

1971 ·01 2/2 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 



Diodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recovery rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

00-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

176 cmAN 

1 N 3879 ___ 1 N 3883 

1 N 3879 R ___ 1 N 3883 R 

*1 N 3879 
*--.- 1 N 3883 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick rsfsrsnce data 

6 A (tcase = 100°C) 
50V ___ 400 V 

200 ns max 

Valeurs limites absolues d'utilisation t case= 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwlse st8tedJ 

IN 1 N 1 N IN IN 
3879 38a0 3881 3882 3883 

Tension Inverse continue Il) VR 50 100 200 300 400 V 
ContlnUOlnf.'(WW 'f01r.gt6 

TensIon Inverse de crête (1) VRWM 50 100 200 300 400 
CraC warkln, ,..w,.. 'f01t~ 

TensTon Inverse de pointe rdpétitive (2) VRRM 50 100 200 300 400 V 
R.ptltlr'~~k,...,.".'rOIt. 

Courant direct cOfltlnu de sUrcharge prévisible Il) IF (QVI 35 35 35 35 35 A 
O.,.rloMi forw.rd cu,,..nt 

50 Hz!lO eyel .. 1 

Courant direct de surcharge accidentelle tp (11)0 m, IFSM 75 75 75 75 75 A 
Surpt nOIr fWfJfItltl.,. Iorw.rd cu~nr 

Courant direct moyen (1) )0 A 
M""/or-rdcu,,.nr (4) 

T empdratur. de fonctionnement (3) (4) 
Op"rftfr,g ""I»i.tu,.. """ toper - 65 - 65 - 65 -65 -65 Oc 

+150 +150 +150 +150 +150 Oc 
Températur. d. 'tockage min t,tg -65 -65 - 65 -65 -65 Oc 
Stor .. twnJ)/'r.fun +175 +175 +175 +175 +175 Oc 

Notes 

/1) -65°C';;t~';;+lOO°C 
(2) - 6SoC';; t .;; +15O°C 

(3) ~ emptratlJr. mesurée au centre d'un des oot4b de case Rt"t!r~nce point (or C.$e t""p.,.tu", me.surefmtfnr Is thef 

1 embase hexagonale c:enfrro(. f/.ton l/w hexllfJon.lbilu 

(4) Voir courbe '0 = 1 ltcase) $ft ck,,,tfng curlffl 

1971 - 01 1/4 
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lN 3879 * 
~lN3883* 

Caractéristiques générales t Case = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise statedJ 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test conditions 3879 3880 3881 3882 3883 

max max max max max 
Courant inverse VR = VRWM max 25°C IR 15 15 15 15 15 !lA 
Reverse current 

Courant inverse VR = VRWM max 100°C IR mA 
Reverse current 

max max max max max 
Tension directe IF =6A 25°C VF 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 V 
Forward voltage 

max max max max max 
Tension directe de crête IO=6A 100°C VFM 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
Peak forward voltage VR =V RWM max 

max max max max max 
Temps de recouvrement IF=l A 25°C trr 200 200 200 200 200 ns 
inverse VR =-30 V 
Reverse recovery time IRM ";;-2 A 
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*1N 3879 
* --.- 1 N 3883 

'omax(A) 

~ 

2,5 \ 
50 100 

trr: Circuit de mesure Tilst cIrcuIt 

Sw (note 11 

lA 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f=50Hz ~ravail""'750J.1S 
\epos""'9,25 ms 

~~~~w~~~~~~~~~~-~J.1S 
Open ""'9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 VJ R (A-B) = 1,4 n 
3 n 25 W commercial potentiomerer L(A-B) - 2 J.LH 

Oscillogrammes 

\ 
150 

Inote21 

R 

30 n 50 W 

1 n 10 W 

Oscilloscope 
Ri =9Mn 
3pF~i';;;;12pF 
t r <14ns 
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1 N 3879* 
~ lN 3883* 

10 

0,1 
di 

1000 dt (A/j1s) 10 100 

Qs (j1C) r-------,------,--------, 
100 

10 

0,1 

10 100 
di 

1000 dt (A/j1s) 

1971 - 01 4/4 



Diodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recovery rectifier diodes 

* 1 N 3889 
* --- 1 N 3893 
* BYX 62 - 600 

* Dispositif recommandé 
PriJferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

10 

VRWM 

\r 

12 A (tcase = 1000 Cl 
50V __ 600V 

200 ns max 

Boîtier 
Case 

DO-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

176 cmAN 

Cathode au boîtier 1 N 3889 _ 1 N 3893 
Cathode connected to case BYX 62-600 

Anode au boîtier 1 N 3889 R - 1 N 3893 R 
Anode connected to case BYX 62-600 R 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute mings (/imiting values) 

1 N 1 N lN 1 N 1 N 
3889 3890 3891 3892 3893 

Tension Inverse continue (1) V R 50 100 200 300 400 
Continuoul ,..,.,.. vo/r.gt1 

Tension Inverse de crête 0) VRWM 50 100 200 300 400 
C/W,f worklng ,nfln. voir. 

Tension Inverse de pointe (2) V RRM 50 100 200 300 400 
rép.!tltl .. 
Rttp«ltl~ ~.k,,..,.n. volt. 

Courant direct de surcharge 11) IFIOVI 70 70 70 70 70 
prévisible 
O.,.rlOMl forw.rd cu,,.,,, 

50 HZlloCYCIHI 

Courant direct de surcharge tp=ll~)ms I FSM 150 150 150 150 150 
acddentelle 
Surv- non ,.~t/r/.,. lorw.rd CU'twnr 

Courant direct moyen (1) (4) 10 12 12 12 12 12 
lrA.en lorw.rd cu,rent 

Tempêrature de fonctionnement (3i (4) 
o".,.t1ng,.",p4tf.run min toper - 65 -65 -65 -65 -65 

+150 +150 +150 +150 +150 

Temp.!ratur. d. stockage min t stg -65 -65 -65 -65 -65 
$10,. I.m,,-r.'u,. +175 +175 +175 +175 +175 

Notes 

(11 - 65°C< te ... " +loo·C 

t case = 25·C 

BYX62 

600 

600 V 

600 V 

600 V 

70 A 

150 A 

12 A 

-65 Oc 
+150 Oc 

-65 Oc 
+175 Oc 

(2) -65·C<tcas.<+150·C 
(31 Température mesurée au centre d"un des côtés de R.fertmCfl point forc.u r.",,,.r.ru,,, fN.,ur.",.nt /1 

'"embaw hexagonale the cent~r of ./1., On the h.lf~n.1 b6 .. 
(4) Voir courbe la ~ f (t case) SN de,.rlngcurve 

(Sauf indications contraires) 
(Un/ess otherw/sa sttJttJd) 

1971 -01 11ft. 



lN 3889* 

BYX 62 - 600* 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure Symb. 1 N 
Test conditIons 3889 

max 
80urant inverse VR = V RWM max 25

D
C IR 25 

Reverse current 

Courant inverse V R =VRWM max WODC IR 3 
Reverse current 

max 
Tension directe IF=12A 25

D
C VF lA 

ForwarrJ voltage 

max 
Tension directe de IO=12A WODC VFM 1,5 
crête V R =V RWM max 
Peak forwarrJ voltage 

max 
Temps de recouvrement IF=l A 25

D
C trr 200 

inverse VR =-30V 

Reverse recovery time IRM~-2A 

1971 - 01 2/;4-

t case = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
fUn/ess orherwlse stBted) 

1 N 1 N 1 N 
3890 3891 3892 

max max max 
25 25 25 

3 

max max max 
1,4 lA 1,4 

max max max 
1,5 1,5 1,5 

max max max 
200 200 200 

1 N BYX 62-
3893 600 

max max 
25 25 J.lA 

3 mA 

max max 
1,4 1,4 V 

max max 
1,5 1,5 V 

max max 
200 200 ns 



*1N3889 
* ____ 1 N 3893 
*BYX 62 - 600 

~ 
12 

10 

'\ 

trr: Circuit de mesure Test circuit 

Sw (note 1) 

lA 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ttravail ""'750 J1S 
\epos""'9,25 ms 

50 100 

Wetted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive "'" 7GO J.lS 
Open ""'9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 VJ R(A-B) = 1,4 n 
3 n 25 W commercial potentiometer L(A-B) "'" 2 J.LH 

Oscillogrammes 

\ 
150 

{note 2) 

L 

30 n 50 W 

1 n 10W 

Oscilloscope 
Ri=9 Mn 
3pF~i':;;;;12pF 
tr <14ns 
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*1N3889 
*-.-1N3893 
*B.YX ·6.2 .~7~6,DO 

10 

0,1 
10 100 

di 
1000 - (Allls) 

dt 
Qs (/le) ,--------,-----..,.--------, 

100 

10 

0,1 
di 

1000 dt (A//ls) 10 100 

1971 - 01 4/4 



o iodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recovery rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max, 
Maximum torque on nut 

245 cmAN 

Cathode au boîtier 1 N 3899 __ 1 N 3903 
Cathode connected to case BYX 63-600 

Anode au boîtier 1 N 3899 R ___ '1 N 3903 R 
Anode connected to case BYX 63-600 R 

* 1 N 3899 
* ~ lN 3903 
*BYX63-600 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

20 A (tcase = 1000 e) 

50 V __ 600 V 

200 ns max 

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings Oimiting values) (Unless otherwlse stated) 

IN IN 1 N 1 N IN BYX 63 
3899 3900 3901 3902 3903 600 

Tension Inverse continue (1) YR 50 100 200 300 400 600 V 
Conrinuoui n ... ru 1101,. 

Tension Inverse de crête (1) YRWM 50 100 200 300 400 600 
Cr"f worklng ,.",.(1. voJt.g. 

TensIon lovene de poInte ni~tltlve (2) VRRM 50 100 200 300 400 600 V 
RtllMtitfw ptt." I#Vf!f1i1IJ 'I01~gtI 

Courant direct de surcharge prévisible (1) IF (CV) 120 120 120 120 120 120 A 
0.,.,,0«1 lorw_rd cu,,.,.,, 

50 Hz (10 oyel .. ) 
Courant direct de surcharge tJi 10m. 

'
FSM 225 225 225 225 225 225 A 

accident.11e (1) 
Surv- non ,.~tlr/w lo~rd cur,.nt 

Courant direct moyen (1) (4) 
M •• n lorw_rd CUNYnr 

10 20 20 20 20 20 20 A 

Température de fonctionnement (3) (4) 
°Pflf.tlff/t.m,-,.ru,. mIn 'oper -65 -65 -65 - 65 - 65 - 65 Oc 

+150 +150 +150 +150 +150 +150 Oc 
Température de stockage mIn 'stg -65 -65 -65 -65 -65 -65 Oc 
Sror.g, c-mp1l(.tuffl +175 +175 +175 +175 +175 +175 Oc 

Notes 

(1) - 65°C < 'e ... < +Hl9°C 
(2) - 65°C < teas. < +15O°C 
(3) T empérature mesur~ au centre dtun des c6tlk de Reference parnr for use œmpttf.rure m'.'Ufflmenr Il th, 

l'embase hexagonale 
cenrero( • lIat on rh. htJJC-rlonlll bas. 

(4) VoIr courbe 10 = f lIease) SN d.,.Ung CUI~ 

~~' 
1971 -01 1/4 
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1 N 3899 * 
-.- 1 N 3903* 
BYX 63 - 600* 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise stBtedJ 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test condItions 3899 3900 3901 3902 

max max max max 
Courant inverse VR = VRWM max 25°C IR 50 50 50 50 
Reverse current 

Courant inverse VR =VRWM max 100°C IR 
ReWlrse current 

max max max max 
Tension directe IF =20 A 25°C VF 1,4 1.4 1,4 1,4 
Forward voltage 

max max max max 
Tension directe de crête IO=20A 100°C VFM 1,5 1,5 1,5 1,5 
Peak forwarri voltage VRWM max 

max m'Ix max max 
Temps de recouvrement IF=l A 25°C \r 200 200 200 200 
inverse VR =-30 V 
Re~rse fecovery cime I

RM
, -3 A 

1971 - 01 2/4 

1 N BYX 63-
3903 600 

max max 
50 50 J1A 

mA 

max max 
1,4 1.4 V 

max max 
1,5 1,5 V 

max max 
200 200 ns 



20 

10 \ 

trr: Circuit de mesure Test cfrcult 

Sw {note 1} 

lA 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ttravail :=:::750 J.lS 
\epos:=::: 9,25 ms 

50 100 

Wected mercury contect relBY. f= 50 Hz Conducrive:=::: 7!J0 J.lS 
Open:=::: 9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 W 
3 n 25 W commerciBI porentiometer 

Oscillogrammes 

R(A-B) = 1,4 n 
L(A-B):=::: 2).LH 

\ 
150 

*lN 3899 
* ~1 N 390.3 
*,BYX 63' - 600 

{note 2} 

L 

30 n 50 W 

1 n 10W 

o scjlloscope 
Rj=9 Mn 
3pF..xi " 12 pF 
tr <14ns 
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lN 3899* 
-.- lN 390.3* 
BYX 63- ~ 600* 

0s(PC} r--------,.------,--------, 

1971 - 01 4/4 

100 

10 

0,1 

10 100 1000 ~ (AlpS) 
dt . 

OS (PC) ....-------,.------,--------, 

100 

10 

0,1 

10 100 
di 

1000 dt (Alps) 



Diodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recol(ery rectifier diodes 

*1 N 3909 
*-..-1N 3913 
*BYX 64 - 600 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nue 

245 cmAN 

Cathode au boîtier 1 N 3909 _1 N 3913 
Cathode connected to case BYX 64-600 

Anode au boîtier 1 N 3909 R _ 1 N 3913 R 
Anode connected to case BYX 64-600 R 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/imiting values} 

IN IN 1N IN IN 
3909 3910 3911 3912 3913 

TensIon Inverse continue (1) VR SO 100 200 300 400 
Contfnuoln,. ... ,...volt. 

Tension Inverse de crête III vRWM SO 100 200 300 400 
Cmt worklng nwntl 'IO/DV-

Tension Inverse de pointe nlp'tltlve (2) VRRM 50 100 200 300 400 
R.,-tirl ... ,..k,.. ... ,.yO/t..,. 

Courant direct. de surcharye prdvlslble (1) IF(OV) 160 160 160 160 160 
OIl'HIOMi lorwM'd cur,.nC 

SOHz ,oeY"'"' 

Courant direct de surcharge tp=l~rS IFSM 300 300 300 300 300 
accidentelle 
Su~ non ,.".rlt/~ forwMd cumnr 

Courant dlroct moyen (1) (41 10 30 30 30 30 30 
MHnlorw.rdcur,.nt 

Tem~rature de fonctionnement (31 (41 
O".,.tlf"l/lfem,.,.tunJ min toper -65 -65 -65 -65 -65 

+ISO +150 +ISO +ISO +ISO 

Temperature de ,to!<age min. t,tg - 65 -65 -65 -65 -65 
Stok.'.mpttratur. max. -H75 -1175 +175 +175 +175 

Notes 
III - 65·CC; Icme C; +100·C 
(21 - 65'C C; la .. C; +ISO·C 

30 A (tcase = 100°C) 

50 V ____ 600 V 

200 ns max 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse statedJ 

BYX 64. 
600 

SOO 

600 

600 

160 A 

300 A 

30 A 

-65 ·C 

+150 ·C 

65 ~ +175 

(3) Tempt§rature mesurie au œntre d'un des cOtis de RefrK~ point lorc~ ,.m,.,.tummt!'uuntnt«tt;$ the 
l'embase hexagonale C«If" of. lJ~r on t~ M)UI9O'1.' MH 

(4) Voir courbe la =- f Itcase' SN d.,.tlng CUfWl 

1971 - 01 1/4 
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lN 3909* 
--.-lN 3913* 
BYX 64 - 600* 

Caractéristiques générales tcase = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwlse stated) 

Conditions de mesure Symb. 1 N 1 N 1 N 1 N 
Test condirions 3909 3910 3911 3912 

max max max max 
Courant inverse VR =V RWM max 25°C IR 50 50 50 50 
Reverse current 

Courant inverse VR =VRWM max 100°C IR 
Reverse current 

max max max max 
Tension directe IF =30 A 25°C VF 1,4 1,4 1,4 1,4 
Forward vo/tBge 

max max max max 
Tension dIrecte de crète la =30A 100°C VFM 1,5 1,5 1,5 1,5 
Peak fOrwBrd va/toge VR = VRWM max 

max max max max 
Temps de recouvrement IF = 1 A 25°C trr 200 200 200 200 
inverse VR =-30V 
Reverse recovery tlme IRM~-3A 

1971 - 01 2/4 

1 N BYX 64-
3913 600 

max max 
50 50 )lA 

mA 

max max 
1,4 1,4 V 

max max 
1,5 1,5 V 

max max 
200 200 ns 



*lN 3909 
*-..- lN 3913 
*BYX 64 - 600 

IOmax(A) 

1\ 
30 

20 

10 

50 

trr: Circuit de mesure Test circuIt 

Sw (note 1) 

(" "A 
lA 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ~rav8il "'='750 ps 
trepos"'='9,25 ms 

100 

Wetted mercury contect re/ey. f= 50 Hz Conductive "'=' 7GO ps 
Open "'='9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 W 
3 n 25 W commerciel potentiometsr 

Oscillogrammes 

R(A-B) = 1,4 n 
L(A-B) "'=' 2j..tH 

O--+---~r---------------------~--~-r-

\ 
\ 

150 

(note 2) 

L 

30 n 50W 

1 n 10W 
.IUII 

Oscilloscope 
Rj=9 Mn 
3pF ~j" 12 pF 
tr <14ns 
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lN 3909* 
--.-lN39l3* 
BYX 64-:,600* 

1971 - 01 4/4 

10 €lOf>." 
\<:;--:::- /' 

f--------+------\.,,;L..-~O f>. 
').of>. 

f---_____ ~----~~~~~~f>.~ 
~f>.--

0,1 L-____ _L _____ --L. ____ --.J di 

1 10 100 1000:dt (A/Ils) 

Qs(J.lC) r------.---------r-----~ 
100 

10 r-------+-----

0,1 
L-____ ~ _____ _L ____ ~ dl 

1000 dt (A/Ils) 100 10 



Diodes silic·ium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation très rapide 
Very fast switching 

1N 4009 
* 1N 4154 

* Dispositif recommandé 
Preferred. device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

V F (30 mA) 

IR (25 V) 

\r 

1 V max. 

100 nA max. 

2 ns max. 

... 
Marquage: clair ou anneaux de couleur {voir code page suivante} 
Marking : clear or coloured rings (SBe code next page) 

--==~----~ŒOC)~--------­
Anneau 12345 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de jonction 
Junction tempe rature 

Température de stockage 
Storage temperature 

ring 

Boîtier 00-7 
Case F 80 

1 N 4009 
1 N 4154 

Materiau VER RE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

1 N 4009 

VR 25 

Ptot 250 

max tj 200 

min t5t9 -65 
max +200 

tamb = 25 oC {Sauf indications contraires} 
(Unless otherwlse stated) 

1 N 4154 

25 V 

500 mW 

200 <lC 

-65 Oc 
+200 Oc 

1971 -01 1/2 

'.' nJOMSON-CSF 



1 N 4009 
lN 4154 * 

. Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure 
Test conditions 

Tension directe IF =30 mA 
DC forwerd voltage 

Courant inverse VR =25 V 
DC reverse current VR = 25 V tamb = 150°C 

Tension inverse de claquage IRM = 5 flA 
Breakdown reverse voltage 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz 
Smalt slgnel cBpl1citance 

Temps de recouvrement inverse IF = 10mA irr = 1 mA 
(du courant) IR =10mA 
Reverse fcurrent} recovery time 

Temps de recouvrement inverse IF = 10 mA R L = 100n 
(du courant) VR =6V irr = 1 mA 
Reverse fcurrent} recovery tlme 

Code des couleurs 
Colourcoding 

Type Anneau 1 Anneau2 Anneau3 
Ring RIng Ring 

1 N 4009 Jaune Noir Noir 
Yeltow Black Black 

1 N 4154 Jaune Marron Vert 
Yellow Brown Green 

1971 - 01 2/2 

tamb = 25·oC 
(Sauf indications contraires) 
fUnless otherwlse steted) 

Min. Max. 

VF V 

IR 100 nA 

IR 100 flA 

V(BR) 35 V 

C 4 pF 

trr 4 ns 

\r 2 ns 

Anneau 4 
Ring 

Anneau5 
RIng 

Blanc Noir 
White Black 

Jaune Noir 
Yellow Black 



Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutateur rapide 
Fast switching 

Détection 
De tect;on 

Marquage: clair 
Mark/ng : clear 

* 1 N 4148 

* lN 4149 
* lN 4446 

* --..lN 4449 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Caractéristiques principales 
Qu;ck reference data 

VF (10 mA) 
(20 mA) 
(30 mA) 

(100 mA) 

IR (20 V) 

trr 

Boîtier F 80 
Case 

1V max 1 N 4148 1 N 4149 
1V max 1 N 4446 1 N 4447 
1V max 1 N 4449 
1V max 1 N 4448 

25 nA max 

4 ns max· 

... 
CD 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25·C (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc revefS6 voltage 

Dissipation de puissance 
Total power dissIpation 

Température de jonction 
Junctlon temperawre 

Température de stockage 
$torage tempe rature 

Absolute rat;ngs (lim;t;ng values) (Unless otherwlse stated) 

VR 75 V 

Ptot 500 mW 

max tj 200 Oc 

min tstg -65 Oc 
max +200 Oc 

1971 - 01 1/2 
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1 N 4148 * 
1 N 41.49 * 
lN 4446* 
~ lN 4449* 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Min. 
Test conditions 

Tension directe 'F=5 mA 1 N 4448 VF 0,62 
oc forward voltage 1 N 4449 0,63 

'F = 10mA 1 N 4148 VF 
1 N 4149 

' F =20mA 1 N 4446 VF 
1 N 4447 

' F =30 mA 1 N 4449 VF 

' F = 100 mA 1 N 4448 VF 

Courant inverse VR =20 V 'R 
oc reverse current . VR =75 V 'R 

VR = 20 V t amb = 100°C 1 N 4448 'R 
1 N 4449 

VR =20 V tamb = 150°C 'R 

Tension inverse de c:aquage ' RM :: 100 !lA 
Breakdown r.!verse voltage 

V(BR) 100 

Capacité différentielle VR =0 f= 1 MHz 1 N 4149 C 
Smalt signal capacirance 1 N 4447 

1 N 4449 

1 N 4148 C 
1 N 4446 
1 N 4448 

Rendement de détection en RL = 5000.11 CL = 20 pF 1 N 4148 1/ 45 
tension 1 N 4446 
Detectar voltage efficiency 1 N 4448 

f= 100 MHz V, = 2 \1effl 
2 V (rms) 

Temps de recouvrement inverse ~=10mA RL = 100.11 trr 
(du courant) R= 6V irr =l mA 
Reverse (currenrJ recovery time 

1 N 4150 :~r 1 N 3600 

1 N 4151, 1 N 4152, 1 N 4153 :~r 1 N 3604 

1 N 4154 :~r 1 N 4009 

1971- 01 2/2 

Max. 

0,72 V 
0,73 

V 

V 

V 

V 

25 nA 
5 !lA 

3 !lA 

50 !lA 

V 

2 pF 

4 pF 

% 

4 ns 



Diode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation ultra-rapide 
ultra-fast switchfng 

Marquage: clair 
Mark/ng : clear 

1 N 4244 

* Dispositif recommandé 
Preferred de v/ce 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

VF (20 mA) 

IR (10 V) 

trr 
C 

1 V (max) 

100 (nA) 

0,75 ns max 

0,8 pF max 

-H-
----------~cc=)------------

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de stockage 
Storage œmperature 

Absolute ratings (Iimiting values) (Unless otherwfse st8ted) 

min 
max 

10 

250 

-60 
+ 200 

V 

mW 

1971-01 1/2 
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1N 4244 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise statedJ 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF =20 mA VF 
oc forward voltage 

Courant inverse VR = 10 V IR 100 
oc reverse eurrent VR = 15 V IR 250 

VR = 10 V t amb = 150°C IR 100 

Tension inverse de claquage IRM =5I1A V(BR) 20 
Breakdown reversa voltage 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz C 0,8 
Sma" signal eapaeitanee 

Temps de recouvrement inverse IF = 10 rhA RL = 100 il trr 0,75 
(du courant) 
Reversa (eurrent) recovary time IRM = 10 mA Îrr= 1 mA 

1971 - 01 2/2 

V 

nA 

nA 

I1A 

V 

pF 

ns 



Diodes de régulation de tension 
Voltage régu/ator diodes 

* lN 4728, A 
* ~ 1 N 4752, A 

0,5 HH-+---j~n---+----l 

50 100 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Pz 1 W 

3,3 V < Vz nom < 33 V 

Boîtier CB-l01 
Case 

::0 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation lamb =50·C (Sauf indications contraires) 

Dissipation de puissance 
Power dissipation 

Absolute ratings {Iimiting values} 

Note(l} 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive 
Non repetitive peak power dissipation 

t p = la ms PZSM 5 

Courant inverse continu permanent 
Conrinuous reverse current Note (1) 

Courant inverse de pointe non répétitif 
Non repetitive peak reverse current 

Température de fonctionnement (à dissipation nulle) 
Operating remperature (at zero dissipation) 

Température de stockage 
Storage temperature 

Note (1) Valeurs limites definies pour.e = 4mm 
Ratings defined for .e. = 4mm 

t p = la ms 

min 
max 

min 
max 

IZ 1000 

VZ 
IZSM 5000 

VZ 
toper -65 

+200 

tstg -65 
+200 

(Unless otherwise stated) 

w 

w 

mA 

mA 

Oc 
Oc 

"c 
Oc 

rerroidisseurs infinis 
/ fnfinire heat sinks '" 

~.i.i I.i.~ 
1971 - 01 1/7 

'.' ll-tOMSON -CSF 



lN 4728, A* 
--.-1 N 4752, A * 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics 1 N 4728 - 1 N 4752 Tolérance ± 10 ',0 

lN4728 

1 N 4729 

1 N 4730 

1 N 4731 

1 N 4732 

1 N 4733 

1 N 4734 

1 N 4735 

1 N 4736 

1 N 4737 

1 N 4738 

1 N 4739 

1 N 474Q 

1 N 4741 

1 N 4742 

1 N 4743 

1 N 4744 

1 N 4745 

1 N 4746 

1 N 4728 A - 1 N 4752 A Tolérance ± 5 7. 

VZT rZT IZT rZK 
(V) (.Q) (mA) (.Q) 

nom max typ max max 
3,3 10 76 

max 
400 -0,075 100 / 1 1,5 200 

3,6 10 69 401 / 1 -0,065 100 / 1 1,5 200 

3,9 9 64 400 / 1 -0,055 50 / 1 1,5 200 

4,3 9 58 400 / 1 -0,04 10 / 1 1,5 200 

4.7 8 53 500 / 1 -0,02 10 / 1 1,5 200 

5,1 7 49 550 / 1 +0,005 10 / 1 1,5 200 

5,6 5 45 600 / 1 +0,02 10 / 2 1,5 200 

6,2 2 41 700 / 1 +0,035 10 / 3 1,5 200 

6,8 3,5 37 700 / 1 +0,04 10 / 4 1,5 200 

7,5 4,0 34 700 0,5 +0,045 10 / 5 1,5 200 

8,2 4,5 31 700 0,5 +0,048 10 / 6 1,5 200 

9,1 5 ,28 700 0,5 +0,051 10 1,5 200 

10 7 25 700 0,25 +0,055 10 7,6 1,5 200 

11 8 23 700 0,25 +0,06 5 8,4 1,5 200 

12 9 21 700 0,25 +0,065 5 9,1 1,5 200 

13 10 19 700 0,25 +0,065 5 9,9 1,5 200 

15 14 17 700 0,25 +0,07 5 11.4 1,5 200 

16 16 15,5 700 0,25 +0,07 5 12,2 1,5 200 

18 20 14 750 0,25 +0,075 5 13,7 • 1,5 200 

1 N 4747 20 22 12,5 750 0,25 +0,075 5 15,2 1,5 200 

-------------------- ----------------------------
1 N 4748 22 23 11,5 750 0,25 +0,08 5 16,7 1,5 200 

1 N 4749 24 25 10,5 750 025 +0,08 5 18,2 1,5 200 

1 N 4750 27 35 9,5 750 0~5 +0~85 5 20~ 1~ 200 

1 N 4751 30 40 8,5 1000/ 0,25 +0,085 5 22,6 1,5 200 

1 N 4752 33 45 7,5 1000 / 0,25 +0,085 5 25,1 1,5 200 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

*lN4728,A 
* --.-1 N 4752, A 

Iz{m~A~I ____ .-____ ~ ____ -r ____ -. ____ -. ______ '-____ r-____ '-____ -' ____ , 

200 

150 

100 ~----~--~~~~44~-+--~~~~-----+----~------+------r----~ p . 
z max:::::: 1 W 

50 

10 12 .. 14 16 18 VZ{VI 

Iz(m~A_}-.~~-. ______ .-____ -r ____ -. ______ r-____ .-____ -. ____ -. ______ '--. 

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 VZ{VI 

1971-01 3/7 
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1 N 47.28, A * 
-..- 1 N' 47."52, A .* 

0,05 

1 

'1 1 
1 1 
lj' _1'-L 

'.:2/ 
-0,05 

1971 - 01 4/7 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

J _ -- ...:-

~~-- -/~ ~----/ L ~~:-

V//r" 

1 

10 20 

- --

1-- ------

30 



100 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

refroidisseurs infinis 
/ infinite heat sinks '" 

L~ .~ 

* 1 N 4728, A 
* --.-1 N 4752, A 

50 }--------t-~ 

10 15 e=(mm) 

1 IZT~llomA_ V IZT ==15mA\ 

IZT == 20 mA 

> vv IZT == 2!( mA 1 
1 

IZT =35mA , 
IZT =45 mA / V 

1 V 

500 

250 

t/ 
10 15 20 25 30 

,1 Vz entre la mise sous tension et l'équilibre de tempèrature 

between the setting under voltage and/lié equilibrium of temperature 

1971 ·01 5/7 



1 N 4728, A * 
--.-lN 4752, A* 

/::;'Vz(mV} 

1 N 4733 

" 
/" 

~ 
150 

/ 
100 

1 
t . 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Pz:= lIN ---------7ans refroidisse,uk --"-~-- without heat stn 

Pz = 1 W e = 4 mm _ 

1 

Pz = 0,25 W ---1- - -- ---1. -- -- -50 

~ -- ---- sans refroidisseur -
~ without heat sink 

1 

~ Pz = 0,25 W e = 4 mm 

1 

10 20 30 40 ((s) 

/::;'Vz(mV} 

1 N 4744 pZ=1 W ---r------ '-sans refroidisseyr 

........ -~-- without heat stnk 

V .......... 
1500 

,/ 

500 

/ 
PZ= 1 W e=4 mm 

t 1 Pz = 0,25 W --f-------
--~ ;;;;efroidisse.ur 

I/r- f-----.... without heat stnk 

Pz = 0,25 W e,4 mm 

1000 

10 20 30 40 t{s} 
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Oscillogrammes 

l 10 1[ 
~tamb = 25 C 

1 
1 

0,1 / 
1 

1 

1 
1 

D,Dl 

D,DOl 1 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Schéma de mesure 
Test circuit 

o Il son 

500 

\ 
~ 

0,4 

*lN4728,A 
* ____ 1 N 4752, A 

1 

IZ=..!QQQ.....mA 
Vz 

~ t ~off 

-r---r---
0,2 

ton -
10 20 

C(pF) ,--___ -,-_ 

400 t---t--j-----l-----l----1 

300 f----t----\--!-

200 

10 20 30 VZ(V) 

1971·01 7/7 





Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-48 

Couple de serrage max, 245 cm fi N 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings Oimiting values) 

2N 
681 

Tension inverse de pointe répétitive VRRM 25 
Repetlrive peak reverse voltage 

Tension inverse de pointe non V RSM 35 
répétitive 
Non-repetltive peak reYef3l! \ID/rage 

Tension de pointe répétitive à l'état VDRM 25 
bloqué 
Repetirive peak off·stare va/rage 

2N 
682 

50 

70 

50 

~ Il .... -

2N 681 
-.-2N 692 

* Dispositif recommandé 

Preferred devlce 

Caractéristi,ques principales 
Quick reference data 

IT (rms) 
VRRM 
di/dt 

35 A (eff) 

25 V -- 800 V 

50 A/fJ.s 

\-2BUNF-2A _' ~ C 

~~~ 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 
683 684 685 686 687 687 

100 150 200 250 300 400 

150 225 300 350 400 sao 

100 150 200 250 300 400 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise st8tedJ 

2N 2N 2N 2N 
688 689 690 691 

500 600 700 800 V 

600 720 840 960 V 

500 600 700 800 V 

1971 -01 1/6 
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2N 681 
____ 2N 692 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 
---------- ---- ------
Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif) 
à l'état passant 
Surge(non repetitive)on-state current 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état 
passant 
Critical rateof rise of on-state current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

(1) Source de gâchette 
Gatesupply 

1971 - 01 2/6 

VGG =10V 
RG = 20 n 
tr ~O,lps 

t p = 10 ms 

t(vil max 

Vo = VORM max 
(1) 

t p = 10 ms 

min 
max 

min 
max 

IT(rms) 

ITSM 

di/dt 

PG(AV) 

PGM 

t(vil 

t stg 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise ststed) 

5 

10 

35 

150 

50 

0,5 

5 

-65 
+125 

-65 
+150 

Tous types 
Ali types 

v 

v 

A(eff) 

A 

A/ps 

w 

W 

Oc 
Oc 

Oc 
Oc 



2N 681 
~ 2N 692 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 
681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 

Tension de r~tournement min min min min min min min min min min min min 

8reakover voltage 

IG = 0 
- 6S'C < tcase < +125°C V(BOl 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V 

Courant inverse 
Reverse current 
IG = 0 
(VR = VRRMmax) 125°C IR 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 2,5 2,25 mA 

Courant à l'état bloqué 
Direct off·state current 

IG = 0 
125°(; (V O = VORM max) 10 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 2,5 2,25 mA 
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2N 681 

~2N 692 

Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On-state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 
Gate trigger current 

Tension· de gâchette d'amorçage 
Gate trigger voltage 

Tension de gâchette de non 
amorçage 
Gate non trigger voltage 

Temps d'amorçage par la gaêhette 
Gat.e contra lied turn-on time 

Temps de désamorçage par com-
mutation du circuit 
Clrcuft commutated recovery time 

Vitesse critique de croissance de la 
tension à l'état bloqué 
Critical rate of rise of a ff-sta te voltage 

Résistance thermique 
Thermal resistance 

1971 - 01 4/6 

\ase 

~V AC= 6 V 25°C 

IT =50 A 25°C 

VAC =+6 V _65°C 

RL = 50 .II. +25°C 
+125°C 

VAC =+6 V _65°C 

RL =50.11. +125°C 

V AC = "'tBOl min 125°C 
R L = 1 kn 

VGG =10V 25°C 

RG = 25 .II. 
tr = 0,1 ilS 

IT =10A 125°C 
IRM = 5 A 

Vo = V{BO) min 
dv/dt= 10 V/ils 

de V =0 t(vj) 
from 0 125°C 

;0 V{BO) min 

* Oisp,ositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
Ali types 

min typ max 

IH 10 mA 

VT 2 V 

IGT 80 mA 
IGT 40 mA 
IGT 25 mA 

VGT 3 V 

VGO 0,25 V 

t gt 1,4 ils 

tq 75 ils 

dv/dt 10 V/ils 

Rth(j-c) 1,7 °C/W 



125 

100 

75 

50 

25 

10 20 30 

P(AV)(VJ) 

60 

40 

20 

10 20 30 

Valeurs limites 
Limiting values 

125 

100 

75 

50 

25 

IT'(AV)max(A) 

t 1 
r=i2 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

P(AV)(W) 

60 

40 

20 

IT(AV)(A) 

2N 681 
~ 2N 692 

1 1 l l 
6 4 3 2 

10 20 
IT(AV) 

max(A) 

l. 
2 

10 20 IT(AV)(A) 
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2N 681 
--.. 2N 692 

120 

80 

40 

~ 

~ 

Valeurs limites 
Limiting values 

1 1o 1 
- 65 e <t(vil < 1250 e _ 

1 

~ 
~ ï"'---... 

---~ 

10 20 50 n 

n = nombre de surcharges 1/2 alternance· f = 50 Hz 
cycles at 50 Hz 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

ZthO.c) (0 eNV) 

1,75 max._ 

/ 
7 

/ 

1,50 

1.25 

V 
0,5 J 

1/ 
~ 

0,75 

0,25 

0,001 0,01 0,1 10 

/ 
~,... 

f--
t(vil = 1250e ~i-

10 
éll/ 
Il / 1 t(vj) = 25

0e 
1 

0,1 , 

0,01 ° 

1971 • 01 616 



Thyristors 
Thyristors 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings Oimiting values} 

Tension inverse continue 
Continuous reverse voltage 

Tension inverse de point:! (1) 
répétitive 
Repetitive peak reverse volrage 

Tension continue à l'état btoqué RGC = 1000 n 
CO!itinuous off-stare voltBge 

Tension de pointe répétitive à 
l'état blcqué 
Repetitive peak off-state voltage 

(1) 

RGC = 1000n 

2N 877 
-.- 2N 881 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

G3ractéristiques principales 
Quiek referenee data 

IT(rms) 0,5 A : ft 

V RWM 30 V - 200 V 

G 

~ COA 
Boîtier TO-18 Anode au boîtier 
Case Anode connected ta case 

-65°C <tcase < 100°C (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stBted) 

2N 2N 2N 2N 2N 
877 878 879 880 881 

VR 30 60 100 150 200 V 

VRRM 39 60 100 150 200 V 

30 60 100 150 200 V 

30 60 100 150 200 V 

1971 - 01 1/4 
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2N 877 
~2N 881 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings flimiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Courant continu à ,'état passant 
On-state current 

Courant direct moyen 
Mean on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répé­
titif)à "état passant 
Surge non repetitive on-state current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Temperature v'rtuelle de jonction 

Virtual junction temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

1971 - 01 2/4 

-65°C <tcase <100°C 

_65°C < tcase < +70°C 

t p =0,2ms t(vj)+100°C 

min. 
max 

min 
max 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse stated) 

Tous types 
Ali types 

VRGM 5 V 

IT 0,35 A 

'T(AV) 0,3 A 

'TSM 20 A 

PG(AV) la mW 

PGM 100 mW 

-65 Oc 
t(Vj) +125 Oc 

tSt9 -65 Oc 
+150 Oc 



Caractéristiques électriques 
E /ectrica/ characteristics 

Courant inverse 
Reverse current 

Courant à l'état bloqué 
Direct off·state current 

Courant inverse de gâchette 
Reverse gar8 current 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On·state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 
aate trfgger current 

Tension de gâchette d'amorçage 
Gare rrigger voltage 

Tension de gâchette de non·amorçage 
aate non-tr/gger volt8ge 

Temps d'amorçage par la gâchette 
aate control/Bd turn-on tlme 

Temps de désamorçage par commuta-
tion du circuit 
CIrcuit commut8ted recovery rime 

(2) IT=l A 

RGC = 1000 n. 

Tension réappiiquée VDRM 
max 

ReappllBd voltage 

dy/dt = 20 V /ps 

RGC = 1000n. (V R = VRRM max) 
(VR= VRRM max) 

RGC = 1 ODOn. (V D = VDRM max) 
(VD = VDRM max) 

VGC =-2 V 

RGC = 1000n. VAC =24V 

ITM =o,2 A 

RGC = l000n. VAC =6 V 
RL = 100n. 

RGC = 1000n. VAC =6 V 
RL = 100n. 

RGC = 1000n. VAC=VDRM max 

RGC = 300n. VGC = 6 V 
V AC= VDRM max 
IT=l A 

(2) 

t case 

2SoC 
12SoC 

2SoC 

125°C 

2SoC 

2SoC 

2SoC 

2SoC 

25°C 

t(vj)=125°C 

2SoC 

t(vj)=12SoC 

2N 877 
~2N 881 

* Dispositif recommandé 
Prsferred device 

Tous types 
Ali ry,-

min. typo max. 

IR 0,1 10 pA 

IR 10 100 pA 

ID O,G3 10 pA 

ID 10 100 pA 

IRG 10 pA 

IH 1,7 mA 

VTM 1,5 V 

IGT 0,04 0,2 mA 

VGT 0,4 0,8 V 

VGD D,OS V 

tgt ps 

tq 15 ps 
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· 2N 877 

......- 2N 881 

1971 - 01 4/4 

100 

50 

Valeurs limites 
Limiting values 

0,2 0,4 

0,2 

IT(AV) max (A) 

0,4 IT(AV)max (A) 



Thyristors 
Thyristors 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings flimiting values) 

Tension inverse continue 
Contfnuous reverse voltage 

Tension inverse de pointe répétitive 

RepetitIve peak reverse voltage 

Tension continue à l'état bloqué 
Continuous off·state voltage 

Te:1sion de pointe répétitive à l'état 
bloqué 
RepetItIve peak off·state voltage 

(1) _65°C < t(vj) < +150°C 

(2) _65°C < t(vj) < +125°C 

(1) 

Boîtier 
Case 

* 2N 1595 
* ~ 2N 1599 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

1,6 A eft 

50 V - 400 V 

TO-39 Anode au boîtier 
Anode connected to case 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse stated) 

2N 2N 2N 2N 2N 
1~5 1~6 1~7 1~8 1~9 

50 100 200 300 400 v 

50 100 200 300 400 v 

50 100 200 300 400 v 

50 100 200 300 400 v 

1971 - 01 1/4 
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2N1595 * 
~2N 1599 * 

,* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gare voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant continu à J'état passant 
On-state current 

Courant direct moyen 
Mean on-state current 

Courant efficace à J'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif à l'état passant) 
Surge non repetitive on-state current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissIpation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtualfunction temperature 

Température de stockage 
Srorage remperature 

1971 - 01 2/4 

t p = 10ms 

t(vil max 

(4) 

min 
max 

min 
max 

JT(AV) 

JT(rms) 

PGM 

t(vil 

tSt9 

(Sauf indications contraires) 
(Unless orherwlse srered) 

Tous types 
Ali types 

6 v 

6 v 

A 

A 

1,6 - A(eff) 

15 A 

0,1 A 

10 mW 

100 mW 

-65 Oc 
+125 Oc 

-65 Oc 
+150 Oc 



Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

Courant inverse 
Reverse current 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state current 

Courant hypostatique 
Ho/ding current 

Tension à l'état passant 
On-stare voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 
Gate trigger current 

Tension de gâchette d'amorçage 
Gate trigger voltage 

Tension de gâchette de non amorçage 
Gare non trigger vo/rage 

Temps d'amorçage par la gâchette 
Gare controlled rurn-on rime 

Retard à la croissance commandée par la 
gâchette 
Gate conrrolled de/av time 

Temps de croissance commandée par la 
gâchette 
Gate conrrolled rise cime 

Temps de désamorçage par commutation du 
circuit 
Circuit commutared recovery rime 

tcase 

(V R = VRWM max) 25°C 
(V R = VRWM max) 125°C 

(V O = VOWM max) 25°C 
(V O = VOWM max) 125°C 

RGC = 1000 n 25°C 

IT=1 A 25°C 

V AC= 6 V 25°C 
R L = 12n 

VAC = 6 V 25°C 
RL =12 n 

RGC = 1000 n 125°C 

V AC= VORM max 

25°C 

25°C 

25°C 

25°C 

*2N1595 
* -.-2N 1599 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
!Yi ]Y E.es _ 

min. typo max. 

IR 5- 10 pA 

IR 40 100 pA 

ID 5 10 pA 

ID 40 100 pA 

IH 1,5 mA 

VT 1,7 2 V 

IGT 0,9 10 mA 

V
GT 0,6 3 V 

VGO O,1 V 

tgt 1,4 ils 

td 0,6 ils 

tr 0,8 ils 

tq 20 ilS 
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2N 1595 .x­
~ 2N 15"99 * 

125 ~--+-----+-

100 

25 ~--+-+ 

0,2 0,4 

1971 - 01 4/4 

0,6 

0,1 

D,Dl 

D,DOl 

V,aleurs limites 
Limiting values 

0,8 IT(AV)max(A) 0 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

~ 10' 

A 
.// 

t(vil = 125°C / V 
1 

1 1 
1 1 
j 

1 

\\ t(vil = 25°C 

"-~ 
r"oo.. 

0,5 1,5 IT(AV)max(A) 



Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-64 

Couple de serrage max. 176 cm AN 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

Tension inverse de pointe répétitive VRRM 
Repetitive peak reverse voltage 

Tension inverse de pointe non - VRSM 
répétitive 
Non-i'epetitive peak re,!erse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état VDRM 
bloqué 
Repetitive peak off-state voltage 

2N 
1770 

25 

40 

25 

* 2N 1770 

* ~2N1777 
* 2N 2619 

* Dispositif recommandé 
Preferrl!d device 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

IT (rms) 
VRRM 
di/dt 

7,4 A (eff) 

25 V ---- 600 V 

50 A/ilS 

G 

10-32 UNF 2A -* ~ 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 
1771 1772 1773 1774 1775 1776 

50 100 150 200 250 300 

75 150 225 300 350 400 

50 100 150 200 250 300 

C 

(Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise stBtedJ 

2N 2N 2N 
1777 1778 2619 

400 500 600 V 

500 600 720 V 

400 500 600 V 

1971 - 01 1/5 
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2N 1770 * 

2N 2619 * 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratinus {/imiting values} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak (orward gate voltage 

Courant efficace à ,'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)à ,'état passant 
Surge non repetitive on-state current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak (or ward gate current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction temperature 

Température de stockage 
Srorage temperature 

1971 - 01 2/5 

t p = 10 ms 

t{vil max 

min 
max 

min 
max 

VRGM 

VFGM 

'T(rms) 

'TSM 

'FGM 

PG{AV) 

PGM 

t(vil 

t stg 

(Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise stated} 

Tous types 
Ali typ'es 

10 V 

10 V 

7,4 A{eff) 

60 A 

2 A 

0,5 W 

5 W 

-65 Oc 
+125 Oc 

-65 Oc 
+150 Oc 



Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

2N 2N 2N 2N 2N 
1770 1771 1772 1773 1774 

Tension de retournement min min min min min 
8reBkover voltage 

IG =0 
tcase = -65 +125°C V(BO) 25 50. 100 150 200 

Courant inverse max max max max max 
Reverse CUfrent 

IG =0 
(VR = V RRM max) 125°C IRM 

Courant à l'état bloqué max max max max max 
Direct off-stBte cu"ent 

IG=O 
(VD = VDRM max) 125°C IDM 6 

t case 

Courant hypostatique IG=O 25°C 

HoldIng current VAC =+6 V 

Tension à l'état passant ITM=15A 25°C 

On-state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage V AC = 12 V _65°C 

Gate tr/gger current RL = 250 il +25°C 
+125°C 

Tension de gâchette d'amorçage RL = 250 il -65°C 

Gate trigger voltage V Ag,= 12 V 
-65 C~tcase ~+125°C 

Tension de gâchette de non amor- V AC = ~DRM max 125°C 
çage R L = 250 il 
Gate non trlgger volwge 

Résistance thermique 
Thermal res'stence 

*2N 1770 

*2N·2619 

2N 2N 
1775 1776 

min min 

250 300 

max max 

max max 

IH 

VTM 

IGT 
IGT 
IGT 

VGT 

VGD 

Rth{j-c) 

* Dispositif recommandé 

Preferred device 

2N 2N 2N 
1777 1778 2619 

min min min 

400 500 600 V 

max max max 

2 2 mA 

max max max 

2 2 mA 

Tous types 
Ali types 

min typ max 

8 mA 

1,85 V 

30 mA 
15 mA 
8 mA 

2 V 

0,3 V 

3,1 °C/W 
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2N 1770* 

.....-2N 1777* 

2N 2619* 

BD 

Valeurs limites 
Limiting values 

60 
f'.... ..... 

40 

1 ° r 1 
65 C<t(vj) <125 C-

............... 
j ........ 

--. r----_ 
40~-+--~--~-+--~--+-~--~ 20 

1971 - 01 4/5 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

o 
IT(AV)max(A) 1 10 20 50 

n = nombre de surcharges 1/2 alternance - f = 50 Hz 
cye/es at 50 Hz 

Valeurs limites 
Limiting values 

~ 1 
r--.... 

50 
t(vil= -20°C ;0 +125 0 C r-..... 

° à ;;-
f-- t(vil = -65 C ta -20 C 

~ 

40 

30 

20 

10 

o 
1 

....... 

~ 
r" 
~ ~ 
~ 



'TM (A) 

-~ 
10 J"I 

7A~ a ~ 
t(vil = 150 Cil 

III 50" 
'/ t(vil = 2 ., 

1 
1 

0,1 

1 \ 
0,01 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

200 

* 2N 1770 

.*~2N 1777 

*2N2619 

50r---;-~~----+----r--~~ 

20r---~--~----+----r----~ 

max. 

/ 
V"" 

Y 
/~ 

r--
° 0,001 

V 
0,01 0,1 10 
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Thyristo~s 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-64 

Couple de serrage max. 176 cm AN 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absa/ute ratings Oimiting values) 

• Tension inverse de pointe répétitive VRRM 
Repetitive peak reverse voltage 

Tension Inverse de pointe norrrépétitive VRSM 
Non-repetitive plNlk reverse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état VORM 
bloqué 
Repetitive peak off·state voltage 

2N 
1770 A 

25 

40 

25 

* 2N 1770 A 

* --.- 2N 1777 A 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT(rms) 
VRRM 
di/dt 

7,4 A(eff) 

25 V --- 400 V 

50 A/ils 

G 

10-32 UNF 2A ---+-~ 
C 

2N 2N 2N 2N 
1771 A 1772 A 1773 A 1774 A 

50 100 150 200 

75~ 150 225 300 

50 100 150 200 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stated) 

2N 2N 2N 
1775 A 1776 A 1777 A 

250 300 400 V 

350 400 500 V 

250 300 400 V 

1971 - 01 1/5 
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2N1770A* 
--.-2N 1777 A* 

* Dispositif recommandé 

Preferred deviee 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state eurrent 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)à 
l'état passant 
Surge(non repetltlve)on-state eurrent 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état 
passant 
Crltleal rate of rlse of on-state eurrent 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate eurrent 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junetion temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

1971 - 01 2/5 

-65°C <tcase < 1050C 

VRGM 

VFGM 

lT(rms) 

tp = 10 ms t(vj) max ITSM 

VGC = 7 V 25°C di/dt 
RL = 25 n 
t r ';;; 1 ps 

IFGM 

PG(AV) 

PGM 

min t(vil 
max 

min t stg 
max 

(8dUf indications contraires) 
(Unless otherwlse stated) 

Tous types 
Ali types 

10 V 

10 V 

7,4 A(eff) 

60 A 

50 A/ps 

2 A 

0,5 w 

5 W 

. -65 Oc 
+150 Oc 

-65 Oc 
+150 Oc 



* 2N 1770 A 
* ~ 2N 1777 A 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 
1770 A 1771 A 1772 A 1773 A 1774 A 1-775 A 1776 A 1777 A 

TJ!nsion de retournement 
min min min min min min min min Breakover voltage 

IG = 0 
tcase = -65 + 150° C V[BO) 25 50 100 150 200 250 300 400 V 

Courant inverse max max max max max max max max 
Reverse current 
IG = 0 

105°C [V R = VRRM max) IR 2 mA 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state current max max max max max max max max 

IG = 0 
[Vo = VORM max) 105°C 10 9 9 2 mA 

Tous types 
t case Ali types 

min typ max 

Courant hypostatique IG=O 25°C IH 25 mA 
Ho/ding current VAC = 6 V 

Tension à l'état passant ITM = 15 A 25°C VTM 1,85 V 
On-stare voltage 

Courant de gâchette d'amorçage V AC= 12 V -65°C IGT 
30 mA 

Gate trigger current R L = 250 n 150°C IGT 
6 mA 

Tension de gâchette d'amorçage V AC= 12 V -65°C VGT 2 V 
Gare trigger l'a/rage R L = 250 n 

Tension de gâchette de non amorçage V AC = V RRM max 
Gate non rrigger voltage R L = 250 n 150°C VGD 0,2 V 

Temps d'amorçage par la gâchette 25°C t gt 1,4 ils 
Gate contra lied turn-on rime 
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2N1770A* 
~2N 1777 A* 

Valeurs limites 
Limiting values 

120 

80 

40 

~ ~ 
~ ~ ~~ r-~ 

" 
~~ l''~ ~~r 

... " 8 =30
0 120

0 Il 1 

'''"L&= f-- - 600 

90' 

0
0 ~1800 

--;;-

1 
8 IT(AV)max(A) 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

IT(AV)(A) 

1971 - 01 4/5 

60 

40 

20 

So 

40 

30 

20 

10 

o 

['.. -6SlrC < t(vil < lS0u-C 

~ - -. r----""-
-

10 20 SO n 
n= nombre de surchar!)es 1/2 nlternimce - f = SoHz 

cycles at 50 Hz 

Valeurs limites'. 
Limiting values 

--~ t. Il ('1i' ~ 
'<00 l 11 100.. Cil 

-r--- ......... "0 i-l~ 
t---r-.- r--... aOc 

I---t(vj) =-6SoC ~o +2oo
C ..... .....::~~ 

1 



ITM (A) 

--
~ 

10 ~I 
~~. ~'1> 

t(vil = 150°C 
JI 
'1 Jo 1 t(vil = 25 C 

1 
1 

0,1 

1 
0,0 1 

2 

2 

*2N 1770 A 
*--.-2N 1777 A 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

ITM (A) 
~--~---.----.----.----~ 

200 

1 00 1-----t----~~~-+-----+-----t-1 

501-----t--~~-----+-----+----~ 

20 ~--~---4----+----+----~ 

10~-L~ __ ~ ____ J-__ ~ ____ ~ 

VTM (V) ° 4 

max. 

/ 
~~ 

V 
~v 

r---
° 0,001 

V 
0,01 0,1 10 
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Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-48 

Couple de serrage max. 245 cm/IN 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (t;miting values) 

2N 
1842 

Tension inverse de crête V RWM 25 
Crest worklng r.Vf1~ vo/~f}tI 

Tension Inverse de pointe tp=5ms V RSM 35 
non répétitive 
Non ,"petltl"" _k '"""~ 
'IOlt6fl' 

Tension continue Il l'état 
bloqué 

V o 25 

ContlnuolJS off-sr.te YOltOf}tl 

2N 
1843 

SO 

75 

50 

2N 1842 
....... 2N 1850 
C 36 M 
C 36 s 
C 36 ~J 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT rrmsJ 16 A (eff) 
VRWM 25V ----800 V 

1(,-2BUNF-2A _~c 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 
1844 1845 1846 1847 1848 1849 

100 lSO 200 250 300 400 

1SO 225 300 350 400 SOO 

100 lSO 200 250 300 400 

(Sauf indications contraires) 
{Unless otherwlse st8tedJ 

2N C 36 C36 C36 
1850 M S N 

SOO 600 700 800 V 

600 720 840 960 V 

500 600 700 800 V 

1971 - 01 1/4 
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2NJ85Q_ 
-..' '21N·1842 
c3iflVl . 
C·36s 
C 36 N 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings (/imiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Pœk forward gare volrage 

Courant direct moyen 
Mean on-state current 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-stare current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétititlà 
l'état passant 
Surge non reperitive on-state currenr 

Courant direct de pointe de gâchette 
Pœk forward gate currenr 

Dissipation de puissance moyenne de gâche!te 
Mean gare power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gare power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Vlrtual juncrion temperature 

Température de stockage 
Sroroge remperature 

1971 - 01 2/4 

-40°C <tcase<350C 

tp = 10 ms t(vil max 

t p = 10 ms 

min 
max 

min 
max 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse stated) 

Tous types 
Ali types 

VRGM 5 V 

VFGM 10 V 

IT(AV) 10 A 

IT(rms) 16 A(eff) 

ITSM 125 A 

IFGM 2 A 

PG(AV) 0,5 W 

PGM 5 W 

t(vj) -40 Oc 
+100 Oc 

t stg -40 Oc 
+125 Oc 



Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

tcase 
2N 2N 2N 2N 2N 
1842 1843 1844 1845 1846 

Tension de retournement min min min min min 
8re.kover voltage 

IG = 0 
-40·C <tcase < 1 da°c \fa 01 .25 50 100 150 200 

yCourant inverse max max 
Reverse currenr 
(VR = V RWM max) 40°C "R(AVI 22,5 19 ' 12,5 6,5 

Courant à l'état bloqué max max max max 
DIrect off·state current 

IG = 0 
(V D = V DRM max) 40·C ID(AV) 22,5 19 '2,5 6,5 

tcase 

Courant hypostatique lG=O 25°C 
Holding current V AC=6 V 

Tension à l'état passant lTM = 30 A 25°C 
On-state volrage t p = 1 ms 

0=2% 

Courant de gâchette d'amorçage V AC=+12 V -40°C 
Gate trigger current RL =50 n 25°C 

100°C 

Tension de gâchette d'amorçage VAC =+12 V -40°C 
Gate trigger voltage RL = 50 n 
Tension de gâchette de non V AC = V RWM max 100°C 
amorçage 

RL = son Gate non trigger voltage 

Temps d'amorçage par I~.gâchette VD = V(BO) min 25°C 
Gate contro/led turn·on-time IT =5A 

Vitesse critique de croissance de la de V = 0 125°C 
tension à l'état bloqué from D 

Critical rate of rise of off-srare voltage :0 V(BO) min 

Résistance thermique 
Thermal resistance 

2N 2N 2N 
1847 1848 1849 

min min min 

250 300 400 

max max max 

5,5 4 

max max 

5,5 

min 

lH 

VTM 

lGT 
IGT 
IGT 

VGT 

VGD 0,3, 

t gt 

dv/dt 10 

Rth(j-c) 

2N 1842 
~2N 1850 
C 36M 
C 36 S' 
C 36 N 

2N C36 C36 C36 
1850 M S l'l 

min min min min 

500 600 700 800 V 

max max max max 

2,5 2,25 l'A 

max max max max 

3 2,5 2,25 2 l'A 

Tous types 
Ali types 

typ max 

20 mA 

2,5 V 

150 mA 
80 mA 
50 mA 

3,5 V 

V 

1,4 ilS 

V/ilS 

2,5 °C/W 
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2N 1842 
____ 2N 1850 
C 36 M 
C36 s 
C 36 N 

25~----~~----~ 

10 

Valeurs limites 
Limiting values 

'TSMma>iA) 

120 

"'-
80 

40 

"-
-40°C <t(vil< 100 °C_ 

-r--
'T(AV) max (A) 1 2 5 10 20 50 

n = nombre de surcharge- 1/2 a'ternance- f= 50Hz 
cycles at 50 Hz 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

'TM(A) 

30~------+-------~------~ 
~ 
~~ 

20 ~----

~~j,..oo 
o 
0,001 0,01 

1971 - 01 4/4 

V 
1,J~ 

0,1 

10 

lm) 
1;' ..... 
~ 

V 

10 

10 t(vj)=100~ ~ 

V/ 
1 l 

1 

fj t(vil ;, 25°C , 
~ 

0,1 

0,01 
1 

VAC/VO(t=O) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Il 

1 
\ 

1 l\ . \, 50 A 

1 l\ 1\ , '\ 
11 !\ 1\. 1'0. 

1-:--\1+tr~ f+- "-~ ~ 



Thyristors 
Thyristors 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

Tension inverse continue 
Continuous reverse voltage 

Tensior. inverse de crête 
Crest working reverse voltage 

Tension inverse de pointe non- tp = 5 ms 
répétitive 
Non-repetitive peak reverse voltage 

Tension continue à l'état bloqué RGC = 1 kQ 
Continuous off-state voltage 

Tension de pointe répétitive à RGC =', kQ 
l'état bloqué 
RepetItive peak-off-state voltage 

Boîtier 
Case 

* 2N 2322 
* ___ 2N 2329 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

1,6 A eff 

25 V --- 400 V 

G 

~ COA 
TO-39 Anode au boîtier 

Anode connected to case 

-B50C :<tcase <85°C {Sauf indications contraires} 
rUnless otherwise stated} 

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 
2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 

V R 25 50 100 150 200 250 300 400 V 

V RWM 25 50 100 150 200 250 300 400 V 

V RSM 40 75 150 225 300 350 400 500 V 

V D 25 50 100 150 200 250 300 400 V 

VDRM 25 50 100 150 200 25-0 300 400 V 

1971 - 01 1/4 
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2N 2322 * 
....... 2N 2329 * 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings (/imiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak (orward gate voltage 

Courant continu à l'état passant 
On-state current 

Courant direct moyen 
Mean on-state current 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non 
répétitif)à l'état passant 
Surye(non repetitive}on-state current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak (orward gata current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
. Virtual junction temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

1971 - 01 2/4 

t case = +25° C 

t p = 10 ms 

t(vil max 

min 
max 

min 
max 

IT(rms) 

PG(AV) 

PGM 

t(vj) 

t stg 

(Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise stated) 

Tous types 
Ali types 

6 v 

6 v 

1,6 A 

A 

1,6 A(eff) 

15 A 

100 mA 

0,01 W 

0,1 W 

-65 Oc _ 
+125 Oc 

-65 Oc 
+150 Oc 



* 2N 2322 
* --.-2N 2329 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

Tous types 

tcase 
Ali typ<t< 

min. typo max. 

Courant inverse RGC =l000D. (VR = VRWM max) 25°C IR 10 p.1-. 
R,,"""stl currsnt (VR = VRWM max) 125°C IR 40 100 /.tA 
Courant à l'état bloqué RGC = lOOOD. (VO = VOWM max) 25°C ID 10 P.A 
Dlr~ct off-sr.t8 current {V O = VOWM max) 125°C 10 40 100 P.A 

Courant hypostatique RGC = 1000D. RL = 10 kt! 25°C IH 1 mA 
HoldIng currflnt RL = 50 kD. 125°C IH 0,15 0,4 mA 

R L = 10 kD. -us°C IH 3 mA 

Tension à l'état passant IT{AVl= 1 A 85°C VT 1,9 V 
On.mre yolt1l9f1 t p =2ms ITM =4A 25°C VTM 2,0 2,2 V 

Courant de gachette d'amorçage RGC = l000D. VAC =6 V 25°C IGT 0,05 0,2 mA 
G.r. tTÎf1f1er curr.nr RL = 100 D. _65°C IGT 0,35 mA 

Tension de gâchette d'amorçage RGC = lOOOD. VAC =6 V 25°C VGT 0,5 0,8 V 
G.fe rriw"" WJ/r.(ltI RL =100D. VAC =6 V _65°C VGT 0,7 1 V 

Tension de gâchette de non.amorçage RL =100D. V AC = VOWM max 
G.re norHrigger w>lt~ RGC= lOOOD. 125°C VGD 0,1 V 

Temps d'amorçage par la gkhette 25°C tgt 1,4 p.s 
G.r. control/ftd tUrn-on tlme 

Retard à la croissance commandée par la gâchette 25°C td 0,6 )JS 

G.r" contro/led del.y rime 

Temps de croissance commandée par la gachette 25°C tr 0,8 P.s 
Gif. conrrolled rI_ rim. 

Temps de désamorçage par commutation du circuit 25°C tq 40 P.s 
Clrcuh commutllfrd ftlCOwtry rime 
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2N 2322 * 
~2N 2329 * 

125 ~--I----I-

100 t-~~--+ 

75 

50 

25 

0,2 0,4 

1 

Valeurs limites 
Limiting values 

25 

0,6 0,8 'T(AV)max(A) 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

1--"'" P(AV)(W) 

0,5 1,5 'T(A vmax(A) 

~ r-----------~-----

l:t- L 
~'I>// 

t(viJ = 125°C 1 t/.~. ~ 

0,1 1 
If 

1 1 

1 1,5 I------+_ 

1 , 0,01 

\\ t(viJ = 25°C 

" ,~ ~ 0,001 

0,5 

0,5 1,5 'T(A V) (A) 

1971 - 01 4/~ 2N2619 ~~: 2Nl770 



Thyristors 
Thyristors 

Série à recouvrement rapide 
Fast recovery series 

APPLICATIONS 

Convertisseur de fréquence 
Onduleurs 

Cyc/oconverters 
/nvefters 

Eclairage en haute fréquence 
Générateur 'Jltrasoniques 
Décharge de capacité 

High frequency Iighting 

Ultrasonic generators 
Discharge of capacitance 

Boîtier 
Case 

lignes à retard 

TO-48 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nur 

Anode au boîtier 
Anode connected ro case 

245 cm/\N 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/imiting values} 

Tension inverse continue 
Continuous reverse voltage 

Tension inverse de pointe non répétitive 
Non repetirive peak reverse voltage 

Tension continue à l'état bloqué 
Conrinuous off·srate voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué 
Repetitive peak 0 ff-srate vo/rage 

1 Rth(c.a)< 5°C:
W 

de/av fine 

(1) VR 

VRSM 

(1) VD 

(1) VDRM 

* 2N 3649 
. * -.-2N 3653 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT(rms) 

VRWM 
di/dt 

2N 2N 
3649 3650 

50 100 

75 150 

50 100 

50 100 

35 A(eff) 

50 V --- 400 V 

400 A/ilS 

2N 
3651 

200 

300 

200 

200 

(Sauf indications contraires) 
(Un/ess otherwise st8tedJ 

2N 2N 
3652 3653 

300 400 V 

400 500 V 

300 400 V 

300 400 V 

1971 - 01 1/7 
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2N 3649 * 
~2N 3653* 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings 

Tension inverse de pointe de gâcheÜe 
Peak reverse gate volcage 

Courant continu à l'état passant 
On-scace currenc 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-scace currenc 

Courant de surcharge accidentelle (nol.­
répétitif à l'état passant) 
Surge(non reperitive on-stace)currenc 

Vitesse critique de croissance du courant 
à l'état passant 
Crirical race of rise of on-stace currenc 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate current 

Dissipation de puissance moyenne de 

gâchette 
Mean gare power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de 
gâchette t case = 40°C 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Vircualfunction temperature 

Température de stockage 
Storage cemperature 

1 ms':::; tp ':::; 10ms 
t p = 5ms 

-65°~~ t~se':::; +40
o
C 

tcase~ 70 C 

(2) 

t(vj) max (2) 

IT max';;;; 800 A (3) 

VD = VDRM max 

t case = 40°C 

tp =O,lms 

t p = 0,5ms 
tp = 5 ms 

min 
max 

min 
max 

(2) Après cet essai, la tension ne peut être réappliquée 
immédiatement_ 

(3) Alimentation de gâchette 
Gatesupply 

Sauf indications contraires 
Unless otherwise specified 

Tqus types 
Ali types 

VRGM 

I
T 

IT 

IT(rms) 

di/dt 

IFGM 

PG(AV) 

PGM 

t(vj) 

tstg 

10 

25 
16 

35 

165 
180 

400 

6,4 

40 
20 

10 

-65 
+120 

-65 
+150 

v 

A 
A 

A (eff) 

A 2 _s 

A 

A/ps 

A 

W 

W 
W 

W 

Oc 
"c 
Oc 
Oc 

After this test voltage must not be immediately reapplied 

(cf NF C 95 830) 
V=20V; Ri ';;;;20n tr ';;;;O,1ps tp~1,5ps 

1971 - 01 217 



Caractéristiques générales 
General characteristics 

2N 2N 2N 
3649 3650 3651 

Courant inverse 
Reverse current 

(V R = VRWM max) 120°C (1) IR 6 6 

Courant à l'état bloqué 
Direct aff-stare current 

(V D = VDRM max) 120°C (1) ID 6 6 6 

tcase 

Courant hypostatique (5) 25°C 
Holding current _65°C 

Tension à l'état passant t p ;;;'l ms 0";;;1% 25°C 
On-stace valcage IT = 25 A 

Courant de gâchette d'amorçage t p ;;;' 2Olls V AC= 6 V 25°C 
Gare trigger current RL =2n _65°C 

Tension de gâchette d'amorçage t p ;;;' 20lls V AC = 6 V 25°C 
Gace trigger voltage RL = 4.12 _65°C 

"l 

Tension de gâchette de non-amorçaget p ;;;' 20lls V AC = V DWM max 
Gate non crigger valcage RL = 200.12 120°C 

Vitesse critique de croissance de la (6) de V = 0 120°C 
tension à l'état bloqué fram D 
Cricical race of rise of aff-scace valcage ~a VD=VDWMmax 

Résistance thermique 
Thermal resiscance 

*2N 3649 
*~2N 3653 

2N 2N 
3652 3653 

5,5 IlA 

5,5 4 /.lA 

TOlls types 
AI! types 

min typ max 

IH 75 150 mA 
IH 150 350 mA 

VT 1,8 2,05 V 

IGT 80 180 mA 
IGT 150 500 mA 

VGT 1,5 3 V 
VGT 2 4,5 V 

VGD 0,25 V 

dv/dt 200 V/ils 

Rth(j-c) 1,7 °C/W 

1971-01 317 



2N 3649 * 
~2N 3653* 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Temps de désamorçage par commuta- (7) 

tion (méthode impulsionnelle) 
Pulse circuit commutated turn-off time 

Temps de désamorçage par commuta- (8) 
tion du circuit (méthode classique) 
Conventional circuit commutated turn-off 

time 

(1) 

(5) 

(6) 

Rth(c-a) ~ 5°C/W (7) 

Circuit de gâchette ouvert 
Gate open circuited 

V AC = 24 V 
Courant initial3 A crête 
Initial current 3 A peak 

Essai suivant norme NF C 95830 
Test according to standard NF C 95830 

Circuit de gâchette ouvert 
Gate open circuited 

0,67 VOWM 
tq 

T 200 V max. 

IT :: w1{
,-: 100A 

., L irrl~--I!-' ------­
IR 

Forme d'onde dans la mesure de t 
en fonctionnement impulsionnel q 

W!vefarm for pulse turn·aff time test 

1971 - 01 417 

115°C 

120°C 

ITM = 100 A (8) 

Impulsion sinusoïdale t = 2 s 
Sine waveform p /l 

f = 400 Hz 
Circuit de gâchette 20 n 
Gate circuit 

dv/dt ~éappliqué 200V //ls 
Reapplied dy/dt 

jusqu'à V - V 
up ta 0 - DWM max 

V R ~ 200 V au moment de la com· 
mutation puis ~ 30 V 

V R ~200 V when commutating and 
then ~30 V 

'-

Alimentation continue 
DC suppl y 

C 

R 

Tous types 
Ali types 

min typ max 

tq 15 /ls 

tq 15 /lS 

IWlO A 
Impulsion rectangulaire t = 50 
Rectangular waveform p /ls 
f = 50 Hz 
Circui_t d~ gâchette 100 .Q 
Gate cIrcuit 

dv/dt réappliqué 200 VI 
Reapplied dY/dt /ls 

jusqu'à V - V 
up cp 0 - DWM max 
VR ~ VRWM au moment de la com­
mutation puis V~ 15 V 
v R ~ V RWM when commutating and 
then~15 V 

Dl 

Th. 
SCR 

Alimentation dY/dt 1 
Linear dY/dt supply 1 

1 

1 
1 L ________ J 

Courant Masse Tension 
Current G-ound Voltage 

OSCILLOSCOPE 

Sct-éma de principe du circuit 
impulsionnel de mesure 

Pulse turn-aff time basic test circuit 



500 / 
V 

I~ V 

/1 /; 

/ 
V~ 

Valeurs limites 
Limiting values 

~ 50 Hz <f <400 Hz 

120 

*2N 3649 
*-...-2N 3653 

f-- 0(; 

7 5;/ 200 

100 80 

/ 50 / 

20 

10 
0,1 

30 

20 

10 

(.. 

~/ 
If 

V 
V 0,5 0,25 0,33 0,167 0,083 

10 t{J1S) 

temps aprés amorçage 
rimes after firing 

20 40 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

Lieu des 
droites de charges 
admissibles 

50 Hz <f <400 Hz 

60 I----l--+--f--

20 40 

60 80 100 M max {Al 

-LI-
1 TJ 

0,33 ~-

60 . 80 100 ITM {Al 

1971 . 01 517 



2N 3649 * 
--.- 2N 3653 * 

I
TM 

max{A) 

500 

1001;;;;=+--

50 

20 

10 
2 10 20 

I
TM

max(A) 

500 

200 

100 

50 

20 

10 
10 20 

200 

100 

50 

20 

10 
10 20 

1971 - Di 6/7 

Valeurs limites 
Limiting values 

50 100 200 500 1000 tp Vis) 

tcase = 900 

50 100 200 500 1 Dm t p (/1S) 

tcase = 1150 

Impulsions par seconde 
pulses per second 

50 100 200 5DO 1000 tp (/1S) 

1 - impulsion sinusoïdale 
sine wave {orm 

2 - source de g~chette 
gate supply 

V = 20 V 

Ri-=: 20 n 
tr';;;; 0,1 /J.s 

tp~l,5/J.s 

3-Vo';;;;VOWMmax 

4 - VR = 200 V 



* 2N 3649 
* --..2N 3653 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

1000 

500 H-+-H~~k--'1 

200 H~~~~~ 

100 ~\,..oooo~~~~ 

50 f-f-:::!=bil-' 

20 

W par impulsion 
per pulse 500 1---

200 

100 

50 

20 

u~~ 
-'" 

~~ ",'* ,i-_ 1/ ~ 
cv "+~T'" "-,,"'"+ ,i-

~ co'"+',i-

v'V/;rv:" 
~ ~,/l ...... 

-.rt"'''' ..... 400 W 

~ ~"'1'~200W r) / ,Ioolw 

~ ~/'~+ V '1 V- 1 

V P IJW 

10 10 ~ 'II 20W 

1 5 10 100 .1k t p(}1s) 0,1 10 100 1000 

abaque de la puissance instantmée dissipée dans le Thyristor 
instantaneous power dissipation 

tq (Jlsl 

tcase = 120 0 C 

20 

la~ ~ ~ ~ -
~ 

~I"""" 

l.,...o-' 
V' 16 

12 

<+ 

o 20 40 60 80 100 

temps aprés amorçage 
time after firing 

Impulsion rectangulaire t p = 50 }1s 
Rectangular waveform 
f = 50 Hz 
Circuit de gâchette 100 n 
Gate circuit 
dv / dt réappliqué { 200 V / }1S (jusqu'à ~V D = V DWM 
Reapplieddv/dtt lupto l 
V R ";;;'V RWM au moment de la commutation, puis";;;' 15 V 

when commutating and then 
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Thyristors 
Thyristors 
Série à recouvrement rapide 
Fast recovery series 

APPLICATIONS 

Onduleurs 
Convertisseur de fréquence 
Générateurs ultrasoniques 
Décharge de capacité 

( lignes à reta rd ) 

Boîtier 
Case 

TO-48 

/nverters 
Cyc/oconverters 

u/tr.asonlc generators 
Discharge of capacitance 

(de/ay fine) 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

245cmAN 

Anode au boîtier 

* 2N 3654 

* ..... 2N 3658 

* Dispositif recommandé 
Preferred de v/ce 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT (rms) 

VRWM 
di/dt 
dy/dt 

tq 

35 A(eff) 
50 V _ 400 V 

400 A/Jls 
2001v/Jls 

10 ils 

Anode connected to case 
14-28UNF-2A -..... 

Valeurs limites absolues d'utilisation -65 0e <tcase < 120 0 e (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings (/imÎting values) (Un/ess otherwise statedJ 

2N 2N 2N 2N 2N 
3654 3655 3656 3657 3658 

Tension inverse continue (1) VR 50 100 200 300 400 V 
ContInuo us reverse voltage 

Tension inverse de pointe non répétitive VRSM 75 150 300 400 500 V 
Non repetitfve peak reverse voltage 

Tension continue à l'état bloqué (1 ) VD 50 100 200 300 400 V 
Conrinuous off-state voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué (1) 
Repetitive peak off-state voltage 

VDRM 50 100 200 300 400 V 

(1) Rth(c-a)";; 5°C!W 

1971 - 01 1/7 
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2N 3654 * 
--.-2N 3658 * 
* Dispositif recommandé 

Preferred deviee 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Courant continu à "état passant 
On-sta te eurrent 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state eurrent 

- 65°C < tcase < 120°C 

_65° C_-< tR,~e -<+40° C 
t case -70 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings/imiting values 

Tous types 
Ali ry"... 

VRGM 10 V 

'T 25 A 

'T 16 A 

'T(rms) 35 A (eff) 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif 
à "état passant 

1 mS<~<10 ms 
tp < 5 s 

t(vj)max (2) i2 .t 

'TSM 

165 A2 .s 
180 A 

Surge non repet/tive on-state eurrent 

Vitesse critique de croissance du courant à ,'état 
passant 
Critical rate of rise of on-state eurrent 

J.M ~800 A 
D = VDRMmax 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate eurrent 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gare power dissipation tcase = 40° C 

Température virtuelle de jonction 
Vlrtual junetion temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

t = P 

min 
max 

min 
max 

(2) Après cet essai, la tension ne peut être réappliquée 
immédiatement 
After this test voltage must not be immediate/y reapplied 

(cf NFC:95 830) 

1971 • 01 2/7 

0,1 ms 
O.5'ms 
5 ms 

(3) 

(3) 

di/dt 400 A/ps 

IFGM 6,4 A 

PG(AV) W 

PGM 40 W 

18 
t(vj) -65 Oc 

+120 Oc 

tstg -65 Oc 
+150 Oc 

Alimentation de gâchette V=20 V 
Gatesupply Ri =20n 

tr~ O,'ps 
to ;;'l,5ps 



Caractéristiques électriq ues 
E lectrical characteristics 

* 2N 3654 

* --.- 2N 3658 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

2 N 3654 2 N 3655 2 N 3656 2 N 3657 2 N 3658 

Courant inverse 
Reverse current 

(V R = VRWM max) 120°C (1) IR 6 6 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state current 

(VO = VORM max) 120°C (1) ID 6 6 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On-state voltage 

Courant de gâchette d'amor­
çage 
Gate trigger current 

Tension de gâchette d'amor­
çage 
Gate trlgger voltage 

Tension de gâchette de non 
amorçage 
Gate non tr/gger voltage 

Vitesse critique de croissance 
de la tension à l'état bloqué 
Critlcal rate of rise of off-state 

voltage 

Résistance thermique 
Thermal res/stance 

tcase 

(5) 25°C 
-65°C 

t p ~ 1 ms 1i~1% 25°C 

IT=25 A 

tp ;;;' 20 JlS V AC= 6 V 25°C 
RL =2il -65°C 

t p ;;;' 20)ls V AC= 6 V 25°C 
RL =4il _65°C 

t p ;;;'20 Ils VAC=VOWMmax 
RL = 200 il 120°C 

(6) de V = 0 120°C 
from 0 

ta 
Vo = VOWM max 

15) Circuit de gâchette ouvert 
Gate open c(rculted 

VAC =24 V 

Courant initial 3 A crête 
Initiai current 3 A peak 

6 

6 

5,5 4 )lA 

5,5 4 )lA 

Tous types 
Ali types 

min_ typo max. 

IH 75 150 mA 
IH 150 250 mA 

VT 1,8 2,05 V 

IGT 80 180 mA 
IGT 150 500 mA 

VGT 1,5 5 V 
VGT 2 4,5 V 

VGO 0,25 V 

dv/dt 200 V/Ils 

Rth(j-c) 1,7 °C!W 

(6) Essai suivant norme NF C 95 830 
Test accord/ng ta standard NF C 95 830 

Circuit de gâchette ouvert 
Gate open circuited 

1971-013/7 



2N 3654 * 
~2N 3658* 

Caractéristiqu es électriq ues 
Electrical characteristics 

tcase 

Temps de désamorçage par commutation du circuit (7) 115°C 
(méthode impulsionnelle) 
Pulse circuIt commutated turn-off tlme 

Temps de désamorçage par commutation du circuit (8) 120°C 
(méthode classique) 
Conventional circuit commutated turn-off time 

(7) (8) 

ITM = 100A IW 10 A 

t ' q 

max 

10 /1s 

1 mpulsion sinusoïdale t = 2 /1s 
Sine waveform p 

Impulsion rectangulaire t = 50 /1s 
Rectangular waveform p 

f= 400 Hz 
Circuit de gâchette • 
Gatesupply 

20 il 

f= 50 Hz 
Circuit de gâchette 100 il 
Gate circuit 

dv/dt réappliqué 200 V/liS jusqu'à V = V WM max dv/dt réappliqué 200 V/liS jusqu'à V
o 

= V
OWM 

max 
Reapplied dvldt r- up to 0 0 Reapplied dy/dt r- up to 

V
R

.;;; 200 V au moment de la commutation puis .;;;30V V .;;; V au moment de la commutation puis ';;;15V 
when commutating and thon R RWM when commutating and then 

C 

D2 r -- -- - ---, 

Fonne d'onde dans la mesure de t 
en fonct:ionnement impulsionnel q 

I1évefarm far pulse turn-aff time test 

1971 - 01 4/7 

L 

R 

Courant Masse Tension 
Curront G-ound Voltage 

OSCILLOSCOPE 

Schima.de principe du circuit 
impulsionnel de mesure 

Th. ' 
SCR 

Pulse turn-off time basic test circuit 

1 

1 Alimentation dv/dt 1 
1 Llnear dv/dt supply 1 
1 1 
1 

1 



iTmax (A) 

500 ~ 

~~ 
~00 

/ 
200 

100 

/ / 
II' /~ 

50 

r 
L 

0tJ~ 
/ 

Valeurs limites 
Limiting values 

r 50 Hz <f <400 Hz 

120 "'oC:::::,.-t--+--t--+--+-

* 2N 36-54 
* ~2N 3658 

20 

/ 0,5 0,25 0,33 0,167 0,083 

10 
0,1 10 t (psl 

temps aprés amorçage 
times after firing 

20 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

40 

50 Hz <f <400 Hz 

40 I----+---t--+----'----'----'-----l 

30 I--ffl\c----t--j 

20 

10 

Lieu des 
droites de charges 
admissibles 60 I---+--+--/--

20 40 

60 80 100 

60 80 100 ITM (Al 
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2N 3654 * 
..... 2N 3658* 

I
TM

max (Al 

500 

1001;;;;;;;~_ 

20 

Valeurs limites 
Limiting values. 

10 ~ __ ~ __ L-~ __ ~ __ -L __ ~ __ -L __ ~~ 

2 10 20 

1 max (A) 
TM 

500 

200 

100 

50 

20 

10 
5 10 20 

1 max (Al 
TM 

500 .fLf\ 

200 

100 

50 

20 

10 
10 20 

1971 - 01 6/7 

50 100 200 500 1000 tp (us) 

tcase = 900 

50 100 200 500 1000 t p (J.lS) 

tcase = 1150 

impulsions par seconde 
pulses per second 

50 . 100 200 500 1000 tp (J.lS) 

1 - impulsion sinusoïdale 
sine wave form 

2 - source de gâchette 
gate supply 

V=20 V 

Ri 20ft 

t r ';;; 0,1 Ils 

t p '> 1,5 ilS 

3 - V 0 .;;; V DWM max 

4- V R = 200 V 



1000 

500 

200 

100 

50 

20 

* 2N 3654 
* ..... 2N 3658 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics . 

W par impulsion 
per pu/se 500 

200 

100 

50 

20 

1--1--LJ~~ 
t-"'\ 

~~ ~ 
,,0 -+-i-J. ~ ~ 

/. ~~-i- ~ 
~:f}:'-

~ ~,~ "--+-i-oO "" 400 W 

~ ~{'V' 200W 
'J / 110o'w 

~ ~~v 1 
~t-7W 'j V 1 

10 10 ~ li V JJW 'III 20W 

20 

16 

12 

4 

1 5 10 100 lk 10k tp(tL~) 0,1 10 100 1000 
abaque de la puissance instantanée dissipée dans le Thyristor 
instantaneous power dissipation 

tcase :: 120°C 

{fI?>7- ~ ~ 
!-" 

.-1--" 
,.". V 

./ 

20 40 60 80 100 

temps aprés amorçage 
time after firing 

Impulsion rectangulaire tp = 50 tLs 
Rectangu/ar waveform 

f = 50 Hz 
Circuit de gachette 100 n 
Gate circuit 

dv / dt réappliqué {200 V / tLS{iUsqU'à{V D = V DWM max 
Reapp/ied dv / dt up to 

V R <V RWM au moment de la commutation, puis < 15 V 
when commutating and tht!n 
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Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-48 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

245 cm AN 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/jmiting values} 

Tension inverse de pointe répétitive 
Repetftfve peak reverse voltage 

Tension inverse de pointe non répétitive 
Non repetitive peak reverse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué 
Rapetitive peak off-state voltage 

(1) Durant cet essai 
Rth (c-a) ~ 5° CjW 

Durfng this test 

* 2N 5204 

* ~2N 5207 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT(rms) 
VORM 
di/dt 

35 A(eff) 

600 V--1200 V 

75--100 A/ilS 

1/4-2BUNF-2A-~ C 

2N 2N 
5204 5205 

(1) VRRM 600 800 

1/2 sin. 
t p = 10 ms VRSM 720 960 

(1) VDRM 600 800 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwfse statedJ 

2N 2N 
5206 5207 

1000 1200 V 

1200 1440 V 

1000 1200 V 

1971 - 01 1/5 
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2N 5204* 

...... 2N 5207 * 

* Dispositif recommandé 
prflferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absalute ratings {/imiting values} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gat8 voltage 

Courant direct moyen 
Mean on·staCtI current 

Courant efficace à "état passant 
RMS on·stste current 

Courant de surcharge accidentelle (no~répétitif)à "état tp = 1 ms 
passant tp = 10 ms 

Surge(non.reperltlve)on.st8te current 

VItesse critique de croIssance du courant à "état passant 

à "état passant (note 2) 

Crlt/cal rate of rlse of on·state curffimt (note 2) 

Oissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gare power dissIpatIon 

VO=1200V 
Vo = 1000 V 
Vo =800 V 

Vo = 600 V 
VD > Vao 

'TM <: 150A 

ITM <: 160A 

'TM <: 180A 

'TM <: 200 A 

t case =40o C 

2N5207 

(Sauf indications contraires) 
(Un(ess otherwlse stBtedJ 

Tous types 
Ali types 

VRGM V 

IT(AV) 22 A 
11 A 

IT(rms) 35 A(etf) 

i' .t 200 A'.s 
ITSM 300 A 

dl/dt 75 A/ps 
2N5206 ·2N5207 80 
2N5205 ·5206- 90 
5207 
2N5204+2N5207 100 

10 

PG(AV) w 

---------------------------------------------------------------------
Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
P""k gare power dlsslperion 

Température virtuelle de Jonction 
Virtual funer/on temptlfBtur8 

Température de stockage 
SrOf8gtJ temperscure 

(2) Source de gâchette 
Garesupply 

1971 - 01 2/5 

V=20V 
R =20.n 
tr <: 0,1 ps 

tp = 500/1s 

min 
max 

min 
max 

PGM 60 w 

t: vj ) -40 Oc 
+125 Oc 

tstg -40 Oc 
+150 Oc 



Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

Courant inverse 
Reverse current 

IG=O 
(VR = VRRM max) 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state current 

IG=O 
(V D = VDRM max) 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 
Gate trigger current 

Tension de gâchette d'amorçage 
Gate trigger voltage 

Tension de gâchette de non-amor­
çage 
Gate non-trigger voltage 

2N 
5204 

max 

3,3 

max 

3,3 

RL = 12il 

V AC= 12 V 

. Temps de désamorçage par commu- (3) 

tation du circuit 
Circuit commutated recovery tlme 

Vitesse critique de croissance de la 
tension â l'état bloqué 
Crltlcal rore of rlse of off-state voltage 

Résistance thermique 
Thermal resistance 

de V =0 
from D 

à VD = VDRMmax 
ta I

G 
= 0 

2N 
5205 

max 

2,5 

max 

2,5 

t case 

25°C 

2N 
5206 

max 

2 

max 

2 

_40°C 

25°C 

25°C 
_40°C 

+125°C 
_40°C 

125°C 

125°C 

IH 
IH 

VT 

IGT 
IGT 

VGT 

VGD 

tq 

dv/dt 

2N 
5207 

max 

1,7 

max 

1,7 

. Rth(j-c) 

* 2N 5204 

* --2N 5207 

* Dispositif recommandé 
Prtlferred device 

mA 

mA 

Tous types 
Ali types 

min_ typ_ max_ 

0,25 

75 

100 

100 
200 

2,3 

40 
80 

3 

1,5 

mA 
mA 

v 

mA 
mA 

V 

V 

ilS 

V/ils 
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2N 5204'* 
~2·N 5207* 

'TSMmax(A) 

600 t----... 
500 
400 

300 

200 

100 
1 

--~ --

10 20 

r-i"""--

Valeurs limites 
Limiting values 

.... ~r-. 

,2. t (A2.s) 

600 
500 
400 

300 

200 ~ 

100 

100 

80 

60 

20 

30 'T(AV)max(A) 0 10 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

P(AV)(W) 

~ 
....... ~~"'" 

~ 
~ 

20 30 'T(AV)max(A) 

P(AV) (Wr-) __________ ---. __ ---.-_-.-_-,-, 
r-------------~--.---r--n 

60 ~12'O 
40 1 1 90° ~F--"7'f'-_+_-+i 

60° 

10 20 10 20 
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Irmax(A) 

500 

200 

100 

50 

20 

la 
0,1 

0,1 i..o" 

0,01 
0,001 

100 

0,2 

Valeurs limites 
Limiting values 

RGC <20 n 

tr< 0,1 J.lS 

0,5 2 la t(ps) 
temps aprés amorçage 
time after firing 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Ima) 

"" ./ 

./ 
/~ 

0,01 . 0,1 la t(s) 

t(vil =25° C_ m3 J(. -~ ~ ;- t(vil = 125°C: 
li"" 

./ 
A 

r-/II! r- 1 

10 

1 1 

1 1 
0,1 1 1 

2 

*2N 5204 
*~N 5207 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
J 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

, 1 

r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
r j 
rj 
rj 
1 



Modulateurs en anneau 
à diodes germanium 
Germanium diodes ring modu/ators 

Spécification PTT - CN ET : LSTC 158 C 
Spécification 

Catégorie cimatique 10/055/56 (CEl 68-1) 
Climatic class 

Boîtier plastique CB 18 :A 502 GE 
Plastic case CB 17 : A 503 GE 

CB 18 : A 504 GE 

Schémas electriques 
Basic circuits 

A 502 GE 
A 504 GE 

A 503 GE 

Caractéristiques générales de chaque diode 
General characteristics of each diode 

Courant direct VF = 1,4 V A 502 GE 
. Forward current A 503 GE 

Tension directe 
Forward voltage 

IF =10mA A 504 GE 

Courant inverse VR = 1,4 V A 502 GE 
Reverse current A 503 GE 

VR =1 V A 504 GE 

Résistance différentielle VF = 1,4 V A 502 GE 
Differentiai resist8nce A 503 GE 

IF = 10 mA A 504 GE 

min 

IF 14 

VF 

IR 

IR 

25 

typ max 
25 

0,4 0,5 

20 

5 

50 

20 

mA 

V 

IlA 

IlA 

il 

il 

A 502 GE 
A 503 GE 
A 504 GE 

tamb = 25° C 
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A ~02 GE 
A 503 GE 
A 504 GE 

Conditions d'équilibrage 
Ba/ance conditions 

Affaiblissement du courrant porteur 
Carrier current attenuation 

A 502 GE A 504 GE 
A 503 GE 

f, 300 8 

VF, 0,6 

R, = R2 = 75 600 

Np/Ns 2V2 

loge V2 > 5 4,5 

VF , 

Affaiblissement du courant modulateur 
Modulator current attenuation 

. A 502 GE A 504 GE 
A 503 GE 

f1 300 8 

VF, 0,6 

f2 0,' 

V
F2 

0,6 

Ro=R,=R2= 75 600 

R4 = R5 0 '0 

Np/Ns 2Y2 

log V2 
eV 

6,2 6,2 

F, 

1971 - 01 2/2 

kHz 

Veff(rms} 

.II. 

Np 

kHz 

Veff(rms} 

MHz 

Veff(rms} 

.II. 

n 

Np 

V f porteur 
1 carrier 

Atténuateur 
Attenuator 

R:{O'7N'm~tl 
V s p p S R2 f

1 
R4 RS 

. modulateur V'2 porteur 
modulator carrier 



Diodes germanium à pointe tungstène AA 113 
Germanium diodes, tungsten point contact 

Diodes appariées 
Matcheddiodes 

Détecteur de rapport 
Ratio detector 

Discriminateur de phase 
Phase discriminator 

Marquage: clair 
Marking : clear 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
paek reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant di rect de surcharge 
Surge forward current 

Courant di rect moyen 
Mean forward current 

Température de stockage 
Storage remperature 

* Dispositif recommandé 
Preferred devfce 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

VF (10 mA) 

IR (30 V) 

1,6 V max 

120jJ.A max 

... 
----------~a:J~---------

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings (/imiting values) 

tamb = 25° C 60° C 

V R 60 55 V 

VRM 65 60 V 

IF 25 10 mA 

IFM 50 20 mA 

t = 1s p . 
IFSM 100 50 mA 

10 10 4 mA 

min tstg -55 Oc 
max + 100 Oc 

1971-01 1/2 
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AA 113 

Tension directe 
DC forw8rd voltage 

Courant inverse 
DC reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise st8tedJ 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

IF = 10mA VF 1,6 V 

VR =30 V IR 120 J1A 
VR = 60 V IR 500 J1A 

Variation de la capacité .0,75V<VO <3V !JC 0,18 pF 
Capeeitance varia fion note 1 

1971 - 01 2/2 AA 119 ~~~r 1 N 541 

AAY48 voir SFD 118A see 

AA 113 

Notel: Schéma de mesure de !JC 
Tsst circuit for!JC 

AAY 49 :~r SFD 1298 

AAZ 18 ~~~r SFD 129 8 



Diodes silicium pl anar 
Planar silicon diodes 

Commutation rapide 
Fast sWitching 

Marquage: clair 
Marking : clear 

BAV 54 
BAV 54 
BAV 54 

JO 
70 
100 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data -

V F (10 mA) 

IR (10 V) 

\r 4 ns max . 

1,1 V max. 

0,2J1A max. 

... 
----------~Œ:)------------

Boîtier 
Case 

F 80 Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation ~ tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse volfllge 

Tension inverse de crête 
Pe-k reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward currant 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dIssipation 

Température de stockage 
Storage tempe rature 

Absolute ratings (tjmiting values) (Unless otherwlse sfated) 

BAV 54-3D B/W 54-70 BAV 54-100 

20 40 60 V 

VRM 30 70 100 V 

IF 200 200 200 mA 

IFM 500 500 500 mA 

t p = 1 J1S IFSM 2 2 2 A 

la 150 150 150 mA 

Ptot 500 500 500 mW 

min t stg -65 -65 -65 
max +200 +200 +200 

1971 -01 112 
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BAV 54 
BAV 54 
BAV54 

30· 
70 
100 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated} 

Conditions de mesure 

Tension directe IF = 10 mA VF 
OC forward voltage 

Courant inverse V R =20 V BAV 54-30 IR 
oc reverse current V

R 
= 40 V BAV 54-70 IR 

V
R 

= 60 V BAV 54-100 IR 

Tension inverse de claquage IRM = 100pA BAV 54-30 V(BR) 
Breakdown reverse voltage BAV 54-70 V(BR) 

BAV 54-100 V(BR) 

Capacité différentielle VR =0 f= 1 MHz C 
Small signal capacitance 

Temps de recouvrement IF = 10 mA RL = 100 n trr 
inverse (du courant) VR =6V irr==2..~ 
Reverse (current) recover/ 10 RL 
tlme 

Rendement de détection RL == 33 kn CL == 330 pF 17 
en tension f== 4-10,7 MHz VI = 1 V(eff) 
Detector voltage efficiency (rms) 

(IF = 50 pA) 

Rendement de détection RL == 3 kn CL =10pF 
en tension f= 40 MHz V I =3V(eff) 

D~tector voltage efficiency (IF = 50 pA) (rms) 

1971 - 01 2/2 

min max 

V 

0,2 pA 
0,2 pA 
0,2 pA 

30 V 
70 V 
100 V 

4 pF 

4 ns 

90 % 

70 % 



'-~ \, 
*BA W 32 A 

o iodes silicium 
à pointe aluminium 
Silicon diodes, aluminium point contact 

* -... BAW 32 0 
(23 J2 

Usage général 
General purpose 

Très faible capacité 
Very low capacitance 

-..- 28 J2 ) 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

VF (la mAl 

IR (VRMl 
C (-2 V) 

1 V max 

0,1 !lA max 

0,4 pF max 

... 
Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) CIe) 
Marking : clear or coloured rings (see code next page) Anneau 12 

ring 

Boîtier 00-7 Materiau VERRE 
Case Material GLf.ss 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (/irriiting values) (Unless otherwlse stated) 

BAW 32 A BAW 32 B BAW 32 C BAW 32 D BAW 32 E 
(23J 2) (24 J 2) (25 J 2) (26J 2) 27 J 2 (28 J 2) 

Tension inverse de VRM 200 150 100 50 30 10 V 
crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct de t p=ls IFSM 120 120 120 120 120 120 mA 
surcharge 
Surge forward current 

Courant direct 10 60 60 60 60 60 60 mA 
moyen 
Mean forward curren t 

Température de max tj +125 +125 +125 +125 +125 +125 Oc 
jonction 
Junction temperature 

Température de min t stg -55 -55 - 55 - 55 -55 -55 Oc 
stockage max +150 +150 +150 +150 +150 +150 
Storage temperature 

1971 -01 1/3 
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BA W 32 A* 
--..- BAW 32 D* 
(23 J2 
~ 28 J2) 

/ 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Tension directe 
oc forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Capacité différentielle 
Small sIgnai cepacltance 

Capacité différentielle 
Small signel capacltance 

Rendement de détection 
en tension 
Detector voltage efflciency 

1971 - 01 2/3 

Conditions de mesure 
Test conditIons 

IF =10mA 
IF = 60 mA 

VR = VRM 
VR=VRM 

VR =-2V 

VR =-40V 

R L = 10 kil 
f= 10 MHz 

tamb = 125°C 

f = 1 MHz 

f= 1 MHz 

CL = 1000 pF 
VI = 10 Veff 

(rms) 

BAW 32 A 
- BAW 32 D 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Colour codlng (or clear marking) 

Type de diode 1er anneau 2e anneau 
DIode type Istring 2ndrlng 

23 J 2 Rouge Orange 
Red Orange 

24 J 2 Rouge Jaune 
Red Yellow 

25 J 2 Rouge Vert 
Red Green 

26 J 2 Rouge Bleu 
Red Blue 

27 J 2 Rouge Violet 
Red VIolet 

28 J 2 Rouge Gris 
Red Grey 

Min. 

VF 
VF 

IR 
IR 

C 

C 

55 

Max. 

V 
1,3 V 

0.,1 p.A 
20 p.A 

0,4 pF 

0,3 pF 

% 



50 

40 

l 
v 

30 

20 

10 

/ 
0,5 

60 

40 

20 

"-
~ ",,-

*BA W 32 A 
*~BAW32 D 

(23 J2 

~ 28 J2) 

/ 
V 

-" V 
0,2 0,4 0,6 0,8 V F(V) 
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Diode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation rapide 
Fast switching: 

P tot(m,W_)..----..-_..-_..-_,----, 
250 

200 J.-~tr-__!I---t-_t--t 

1 00 J.-~I___'__+_-T--+-_+_--; 

25 

Marquage: clair 
Marking : clear 

100 

BAY 71 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

V F (20 mA) 

IR (35 V) 

trr (10 mA) 

1 V max 

0,1 /lA max 

2 ns max 

... 
----------a:J~---------

Boîtier 
Case 

00-7' Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Tensidn inve.rse continue 
oc reverse vol rage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant dh"ect de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

.Température de stockage 
Storage temperature 

Absalute ratings (Iimiting values) 

V
R 

35 

IF 115 

IFM 225 

t = 1s IFSM 500 

l=l/lS IFSM 2 
P 

10 75 

Ptot 250 

min t stg -65 
max +200 

(Unless otherwise stated) 

V 

mA 

mA 

mA 
A 

mA 

mW 

Oc 
Oc 

1971 -01 1/2 
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BAY 71 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise st8ted) 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF =O,l mA VF 0,46 0,56 V 
OC forward voltage IF=l mA VF 0,57 0,69 V 

IF = 10 mA VF 0,69 0,88 V 
IF =20 mA VF 0,76 1 V 

Courant inverse VR = 35 V IR 0,1 J.IA 
oc roverse current VR =35 V tamb = 125°C IR 100 J.IA 

Tension inverse de claquage IRM=5J.IA V(8R) 50 V 
Bro8kdown roverse voltage 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz C 2 pF 
Smsll sIgnaI cap8citance 

Rendement de détection en R L =5 kil CL =20 pF 1/ 45 % 
tension f= 100 MHz VI = 2\{eff) 
Detector voltage efficiency 

(rms) 

Tension directe transitoire IF = 100 mA tr = 20 ns VFM 3 V 
Forward tr8nsient voltage Z=50il 

Temps de recouvrement direct IF = 100mA t fr 40 ns 
Forward recovery time Impulsion tr = 20 ns max 

pu/se 

Temps de recouvrement inverse IF =10mA RL = 100 il trr 4 ns 
(du courant) I

RM 
= 10 mA irr = 1 mA 

Reverse {curront} recovery time 

Temps de recouvrement inverse IF =10mA RL = 100 il trr 2 ns 
(du courant) VR =6V irr = 1 mA 
Reverse fcurrent} rocovery time 

Charge recouvrée IF = 10 mA- IR =l mA Os 50 pC 

Recollered ch8rge IF =20 mA IR = 2 mA Os 65 pC 
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Thyristors 
Thyristors 

Hautes performances vis-à-vis des contraintes 
(surcharges) 
Immunité aux parasites (faible sensibilité) 

High performances in regard ta stresses (surges) 

Noise immunity (Iow sensitiveness) 

Valeurs limites absolues d'utilisation. 
Absolute rat/ngs (Iimittng values) 

BRY 54 
Notes 100 

Tension inverse de crête VRWM 100 
Crest working reverse voltsge 

Tension inverse de pointe non VRSM 150 
répétitive 
Non repetirive peak reverse voltsge 

Tension continue à l'état VD 100 
bloqué 
Continuous off-state voltage 

Tension de pointe non répéti- VDSM 150 
tive à l'état bloqué 
Non repetitive peak off-state 

voltage 

* BRY 54-100 

* ~ BRY 54-600 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Ou,ick reference data 

IT(rms) 2,5 A eff 

VRWM 100 V~600 V 

di/dt 200 A/ilS 

_40°C < t(vil < +100°C 

G 

==:fG COA 
Boîtier TO-39 Anode au boîtier 
Case Anode connected to case 

-40oe ~t(vj) ~ 100 0e (Sauf indications contraires) 
{Unless otherwise ststed} 

BRY 54 BRY 54 BRY 54 BRY 54 BRY 54 
200 300 400 500 600 

200 300 400 500 600 V 

300 400 500 600 700 V 

200 300 400 500 600 V 

300 400 500 600 700 V 
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BRY 54-100 * 
~ BRY 54-600 * 

* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absa/ute ratings (/imiting values) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate vo/rage 

Tension directe de pointe ete gâchette 
Peak forward gate volrage 

Courant direct moyen 
Mean on·state current 

Courant efficace à "état passant 
RMS on·state current 

Courant de surcharge accidentelle (non 
répétitif à "état passant) 
Surge non repetitive on·state current 

Vitesse critique de croissance du courant à 
"état passant 
Critical rate of rise of on·state current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de 
gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction remperature 

Température de stockage 
Srorage remperarure 

(1) Essai suivant norme D'N 41787 

t p = 10 ms 

'TSM = 50 A 
VD = 0,67 VDRMmax 

t p = 500 ilS 

min 
max 

min 
max 

t(vil max 

(1) 

t(vil max 

(Sauf indications contraires) 
(Unless orherwise srated) 

VFGM 

'T(AV) 

'T(rms) 

i2 .t 

'TSM 

di/dt 

PG(AV) 

PGM 

t(vil 

tstg 

Tous types 
Ali types 

6 

10 

1,6 

2,5 

18 
60 

200 

0,1 

-40 
+100 

-40 
+125 

v 

V 

A 

A(eff) 

A2 .s 
A 

A//ls 

W 

W 

Oc 
Oc 

Oc 
Oc 

Test according to norm DIN 41787 
V D = 0,67 V DRM max, circuit de gâchette ouvert V D = 0,67 V DRM max, open gate circuit 

courant d'impulsion de gâchette 40 mA Pulse current of gare 40 mA, 
tr ~ 0,5 ilS tr ~O,SJ1s 

'TM = 50 A f = 50 Hz I
TM

=SOA f=.50Hz 
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Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

Courant inverse 
Reverse current 

IG =0 
(V R = VRWM max) 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state current 

IG =0 
(V O = VOWM max) 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On-state voltage 

~vj) 

100°C 

100°C 

Courant de gâchette d'amorçage 
Gate trigger current 

Tension de gâchette d'amorçage 
Gate trigger voltage 

Tension de gâchette de non 
amorçage 
Gare non trigger voltage 

Vitesse critique de croissance de 
la tension à l'état bloqué 
Crirical rate of rise of a ff-sta re volrage 

Résistance thermique 
Thermal resistance 

IR 

0 

Tous types 
Ali tYpes 

max 

mA 

max 

mA 

t(vj} 

IG=O 
(2) 

25°C 

tp = 10 ms 25°C 
IT =5A 

VAC =12V 25°C 

RL = 12 n 

VAC = 12 V 25°C 
RL = 12n 

V AC = VOWM max 100°C 

" 

de 
VO=O 

100°C 

From 

à 
ta Vo = 0,67 VOWM max 

(2) V AC = 12 V crête - Courant initial d'anode 0,2 A crête 
v AC = 12 V peak - Initial anode current 0,2 A peak 

* BRY 54-100 
* --.- BRY 54-600 

IH 

VT 

IGT 

VGT 

VOG 

dv/dt 

RthU-c} 
RthO-a} 

min 

0,2 

* Oispositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
Ali types 

typ 

10 

1,3 

10 

0,6 

200 

20 
150 

max 

25 mA 

1,8 V 

20 mA 

1,5 V 

V 

V/ilS 
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BRY 54-100 * 
~ BRY 54-600 * 

100 .....".--f-----i--

1971 - 01 4/4 

Valeurs limites 
Limiting values 

1001r----+-- 50 Hz<f<400 Hz 

~ 
50 t----~-'or'\r--- LLJ 

2 'T(AV)max(A) 0 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

'TM(A) 

100 

10 

0,5 

/ 
V 

/ 
1 

1 
0,1 

\ D,Dl 
'T(AV)(A) . 

L~ 

t(vil =25 0 C 

1 



Thyristors 
Thyristors 

Hautes performances vis-à-vis des contraintes 
(surcharges) 
Immunité aux parasites (faible sensibilité) 
High performances in regard to stresses (surges) 
Noise immunity {/ow sensitiveness} 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/imiting values} 

BRY 54 
100T 

Tension inverse de crête VRWM 100 
Crest working reverse voltage 

Tension inverse de pointe non VRSM 150 
répétitive 
Non repetitive peak reverse voltage 

Tension de pointe à l'état VDWM 100 
bloqué 
Peak off-state voltage 

Tension de pointe non répéti~ VDSM 150 
tive à l'état bloqué 
Non repetitive peak off-state 

voltage 

* BRY 54-100 T 
* ___ BRY 54-600 T 

* Dispositif recommandé 
Prefe(red device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT (rms) 2,5 A (eff) 

VRWM 100V--600V 
di/dt 200 A/ilS 

-40°C < t(vj) < +125°c 

G 

~ COA 
Boîtier TO-39 Anode au boîtier 
Case Anode connected to case 

-40°C < t(vj) < 125°C 
(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stated) 

BRY 54 BRY 54 BRY 54 BRY 54 BRY 54 
200T 300T 400 T 500T 600T 

200 300 400 500 600 V 

300 400 500 600 700 V 

200 300 400 500 600 V 

300 400 500 600 700 V 

1971: 01 1/4 
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BRY 54-100 T * 
~ BRY 54-600 T * 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ra,tings {/imiting values} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant direct moyén 
Mean on-state current 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non 
répétitif à l'état passant) 
Surge non repetitive on-state current 

Vitesse critique de croissance du courant 
à l'état passant 
Critical rate of rise of on-state current 

Dissipation de puissance moyenne de 
gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de 
gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

(1) Essai suivant norme DIN 41787 

-40°C';;;; t case ';;;; +60°C 

-40°C';;;; tca'se';;;; +60°C 

t p = 10 ms t(vj) max 

t{vj) max 

(1) 

tp =500 J1s 

min 
max 

min 
max 

(Sauf indications contraires) 
rUnless otherwlse statedJ 

VRGM 

VFGM 

IT(AV) 

IT(rms) 

i2 ,t 

ITSM 

di/dt 

PG(AV) 

PGM 

t(vil 

\tg 

Tous types 
Ali types 

6 V 

10 V 

1,6 A 

2,5 A(eff) 

18 A2 ,s 
60 A 

200 A/J1s 

0,1 W 

W 

-40 Oc 
+125 Oc 

-40 Oc 
+150 Oc 

Testaccordlng ta norm OIN 41787 

Vo = 0,67 VDRM max, circuit de gâchette ouvert, Vo =0:67 v ORM max, opengate circuit 

Pulse current of gate 40 mA, Courant d'impulsion de gâchette 40 mA, 
tr-< 0,5 J1s tr <0,5 J1s 

ITM = 50 A f = 50 Hz ITM =50A f=50Hz 
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Caractéristiques électriq ues 
Electrical characteristics 

Tous types 

t(vil Ali types 

Courant inverse max 

Reverse current 

IG=O 
(V R = VRWM max x 125°C IR mA 

Courant à l'état bloqué max 

Direct off-state current 

IG =0 
125°C (V o = VDWM max) ID mA 

t(vil 

Courant hypostatique IG=O 25°C 

Holding current (2) 

Tension à l'état passant t p = 10 ms 25°C 

On-state voltage IT=5A 

Courant de gâchette d'amorçage VAC = 12 V 25°C 

Gate trigger current R L = 12n 

Tension de gâchette d'amorçage VAC =12 V 25°C 

Gate trigger voltage RL = 12 n 

Tension de gâchette de non VAC=VDWM 
max 125°C 

amorçage 
Gate non trigger voltage 

Vitesse critique dl! croissance de la de V = 0 125°C 

tension à l'état bloqué from D 

Critical rate of rise of off-stage voltage à 
ta V D = 0,67 VDWM max 

Résistance thermique 
Thermal resistance 

(2) V AC = 12 V crête - Courant initial d'anode 0,2 A crête 
VAC = 12 Vpeak - Initial anode current 0,2 A peak 

* BRY 54-100 T 
* --.- BRY 54-600 T 

min 

IH 

VT 

IGT 

VGT 

VGD 0,2 

dv/dt 

RthO-c) 

Rth(j-a) 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
Ali types 

typ max 

10 20 mA 

1,3 l,B V 

10 20 mA 

0,6 1,5 V 

V 

200 V//ls 

20 °C/W 
150 
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BRY 54-100'T * 
BRV54~600 T * ~ 

1251~~-,....._ 

0,5 

Valeurs limites 
Limiting values 

125 

1 )maX(A) 0 
T(AV . es 

te'ristiques typlqu Carac . . 
. 1 haractenstlcs Typlca c 



Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
Case 

TO-66 

Anode au boîtier 
Anode connecred ta case 

* BT W 27 - 1 00 R 

* ~ BTW 27 - 600 R 

* Oispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT(rms) 
VRWM 

7,4 A (eft) 

100 V---600 V 

~oc. 
~ .0 

G 

Valeurs limites absolues d'utilisation t case = 25 oC (Saùf indications contraires) 

Absolute ratings {/imiting values} (Unless otherwise sts tedJ 

BTW27 BTW27 BTW27 BTW27 BTW27 BTW27 
HX) R 200 R 300 R 400 R 500 R 600 R 

Tension inverse de crête VRWM 100 200 300 400 500 600 V 
Crest working reverse voltage 

Tension inverse de pointe répétitive V RRM 100 200 300 400 500 600 V 
Repetitive peak' reverse voltage 

Tension inverse de pointe non répétitive VRSM 150 300 400 500 600 700 V 

répétitive 
Non repetitive peak reverse 'voltage 

Tension continue à l'état bloqué VOWM 100 200 300 400 500 600 V 

Continuous off-state voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état VORM 100 200 300 400 500 600 V 

bloqué 
Repetitive peak off-state voltage 

Courant direct moyen IT (AV) 4,7 
Mean on-stare current 

4,7 4,7 4,7 4,7 
A 

4,7 

Courant efficace à l'état passant IT (rms) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 A(eff) 

RMS on-state current 

1971 - 01 - 1/2 
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BT W 27 - 1 00 R * 
____ BTW 27 - 600 R * 

* Dispositif recommandé 
Prrlf8rrrld d8ViCB 

Valeurs limites absolues d'utilisation !case= 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) (Un/ess atherwise stated) 

Couran~ de surcharge accidentelle (non répétitif 
à l'état passant 
Surge(nan repetitive on-state)current 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état 
passant 
Criticsl rate of rise of an-state current 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junctian Temperature 

Température de stockage 
Storage temperature 

IGT = 80 mA t(vj) max di/dt 
-ITmax = 47 A 
t r <O,l/1s 
VD =0,67 VDWMmax 

min 
max 

min 
max 

50 
100 

200 

-20 
+100 

-20 
+125 

A 2 _s 

A 

A//1s 

Oc 
oC, 

Oc 
Oc 

Caractéristiques électriques 
E lectrical characteristics 

* Dispositif recommandé 
Prrlf8rrrld d8ViCB 

BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27 
100 R 200 R 300 R' 400 R 500 R 600 R 

Courant inverse max max max max max max 
Reverse current 
(V R = VRWM max) 100°C IR 5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 mA 

Courant à l'état bloqué 
Direct aff-state current 

(V D = VDRM max 100°C ID 5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 mA 

tcase 
Tous types 
Ali types 
typo max_ 

Courant hypostatique 25°C IH 15 50 mA 
Holding current 

Tension à l'état passant 'T= 15A 25°C VT 1,7 3 V 
On-state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 25°C IGT 15 50 mA 
Gate tr/gger current 

Tension de gâchette d'amorçage 25°C VGT 0,7 2 V 
Gate tr/gger voltage 

Vitesse critique de croissance de la tension de V = 0 à 100°C dv/dt 300 V/ps 
à l'état bloqué from D ta 

Criticsl rate of rise of off-state voltage VD = 67% VDWM max 

Résistance thermique Rth{j-c) 3 4 °C/W 
Thermal resistance 
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Thyristors 
Thyristors 

Série rapide, haute performance 
High performance, fast recovery series 

APPLICATIONS 

Onduleurs Inverters 
Emetteurs sonar Sonor transmitrers 
Convertisseur de fréq uence Cyc/oconverters 
Décharge de capacité Discharge of capacitance 

lignes à retard delay fines 
Modulateur radar Radar Modulator 

Générateurs ultrasoniques Ultrasonic generators 

Boîtier TO-48 
Case 

Couple de serrage max. 245cml\N 
Maximum torque on nut 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings flimiting values) 

Tension inverse continue (1) VR 
Conrinuous reverse voltage 

Tension inverse de pointe non VRSM 
répétitive 
Non ropetitive peak reverse voltage 

Tension continue à l'état bloqué (1) VD 
Continuous off-state voltage 

(1) Rth(c-a) .;;;; 5°C/W 

BTW 28 

BTW 28 A 

BTW28 
BTW28 A 

BTW28 
BJW 28 A 

* 
* 
* 
* 

BTW 28-500 R 
BTW 28-800 R 

BTW 28 A-500 R 
~ BTW 28 A-800 R 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT{rms) 

VOWM 
di/dt 

35 A{eff) 

500 V--BOO V 

1000 A/ilS 

~c 

500 R 600 R 700 R .800 R 

150 200 250 300 V 
500 600 700 800 V 

250 300 350 400 V 
600 700 800 900 V 

500 600 700 800 V 
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BTW 28-500 R * 
-.- BTW 28-800 R * 
BTW 28 A-500 R * 
--.- BTW 28 A~~800 R * 
Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Courant continu à "état passant 
On·state current 

Courant efficace à "état passant 
RMS on·state current 

Courant de surcharge accidentelle (non­
répétitiflà "état passant 
Surge(non·repetitive)on·state current 

1ms<tp < 10ms 
t p = 5 ms 

'TM ~200 A 

- 65°C < tcase <' 120"C 

_65°C < tgase <+40°C 
tcase = 70 C 

t(vil max (2) 

(3) Vitesse critique de croissance du courant 
à "état passant VD = 0.67 VDWM max 
Critical rate of rise of on·state current 

Courant direct de pointe de gàchette 
Peak forward gate current 

Dissipation de puissance moyenne de 
gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de 
gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction temperarure 

Température de stockage 
Storage temperarure 

t p =O,l ms 

= 0,5 ms 
=5 ms 

min 
max 

min 
max 

Sauf indications contraires 

Unless otherwise specified 

Tous types 
Ali types 

VRGM 10 ·V 

'T 25 A 

'T 16 A 

'T(rms) 35 A(eff) 

i2 .t 160 A2 .s 

'TSM 180 A 

di/dt 1000 A//1s 

'FGM 6 A 

PG(AV) W 

PGM 40 W 
20 W 
10 W 

t(vil -65 Oc 
+120 Oc 

tstg -65 Oc 
+150 Oc 

(2) Après cet essai, la tension ne peut être réappliquée 
immédiatement 

(3) Alimentation de gâchette V = 20 V 

After this test voltage must not be immediately reapplied 

(cf NF C 95830) 
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Gate supply Ri= 20 il 
tr ~0,1 /1S 
t p ~ 1,5 /1s 



* BTW 28-500 R 
* --.- BTW 28-800 R 
* BTW 28 A-500 R 
* --.- BTW 28 A-BOO R 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

BTW28 500 R 600 R 700 R 800 R 
t case BTW 28 A 500 R 600R 700R 800 R 

Courant inverse BTW28 6 6 5,5 4 mA 
Reverse current 

(V R == V RWM max) 120°C (1) IR BTW 28 A 3,5 3 2,5 2 mA 

Courant à l'état bloqué 
Direcr off-srare currenr 

(V O == VORM max) 120°C (1) 10 3,5 3 2,5 2 mA 

Tous types 
t case 

Ali types 
min typ max 

Courant hypostatique (5) 25°C IH 45 mA 

Holding currenr _65°C IH 150 mA 

Tension à l'état passant t p < 1 ms 0<1% 25°C VT 1,8 2,05 V 

On-stare vo/rage IT == 25 A 

Courant de gâchette d'amorçage t p < 20/1s V AC= 6 V 25°C IGT 50 150 mA 

Gare rrigger currenr RL =2.\1 _65°C IGT 120 500 mA 

Tension de gâchette d'amorçage t p ~ 20/1s V AC = 6 V 25°C VGT 1,3 3 V 

Gare rrigger vo/rage RL =4.\1 _65°C VGT 2 4,5 V 

Tension de gâchette de(non-amorçage) t p ~ 20/1s V AC = VOWMmax 
Ga re(non-rrigger)vo/rage R L = 200.\1 120°C VGO 0,25 V 

VHesse critique de croissance de la (6) de Vo = 0 120°C dv/dt 200 500 V//1s 
tension à l'état bloqué from 

Crirical rare of rise of off-srare voltage ra Vo =0.67 VOWM 

Résistance thermique Rth(j-c) 1,7 °C/W 

Thermal resisrance 

1971 - 01 3/6 



BTW 28-500 R * 
BTW 28-800 R* 

BTW 28 A-500 R * 
BTW 28 A-800 R* 

Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ chilracteristics 

Tous types 

tcase 
. Ali types 

mm Iyp max 

115
U

C 20 
------------.~------------~~--------~~~--

Temps de désamorçage par commuta· (7) 

tion du circuit 
(méthode impulsionnelle) 
Pulse circuit commutared curn·off time 

Avec diode montée en inverse 
With feed back diode 

115"C 

tq ils 

tq 35 ils 

Temps de désamorçage par commuta· (8) 120°C tq 20 ils 
,( tion du circuit (méthode classique) 

Conventional circuit commutated curn-off 

time 

(5) 

(6) 

Circuit de gâchette ouvert (7) 
Gare open circuited 

V AC = 24 V 

Courant initial 3 A crête 
Initial current 3 A peak 

Essai suivant norme NF C 95830 
Test according to standard NF C 95830 

Circuit de gâchette ouvert 
Gate open circuited 

0,67 VOWM 
tq ;.L .. _ ... ____ _ 

V : 
R : T 200 V max. 

IT : i 

ITM = 100 A (8) 
Impulsion sinusoïdale t = 2 ilS 
Sine waveform P 
f = 50 Hz 
Circuit de gâchette 20 n 
Gatesupply 

dv!dt réappliqué 200 V!lls 
Reapplied dv/dr 

jusqu'à Vo = 0,67 V
OWM 

max 
up to 

V R ..;; 300 Vau moment de la com· 
mutation puis";; 50 V 
V R ";;300 V when commutating and 

then";;50 V 

Sur demande: tq plus faible 

On request : shorter t q 

Dl 

ITM' 10 A 
Impulsion rectangulaire t = 50 ilS 
Rectangular waveform P 
f = 50 Hz 
Circuit de gâchette 100 n 
Gare circuit 

dv/dt réappliqué 200V!lls 
Reapplied dv/dr 

jusqu'à V = 0 67 V max 
up to 0 ' OWM 

V R ..;; V RWM au moment de la 
commutation puis";; 15 V 

V R ";;when commut~ting and then 
";;;'15 V 

Th. 
SCR 

J\
i-r IOOA 

°1 L i~,...J-lf:-· --------------­
IR . P 

Courant Masse Tension 
Currant G-ound Voltage 

Allm~ntetlon dY/dt 1 
Llnaar dY/dt supply 1 

1 
1 
1 L _______ J 

FOmle d'onde dans la mesure de t 
en fonctionnement impulsionnel q 

Wlvefarm far pulse turn·aff time test 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

40 ~--~---4----~--~--~~--+---~ 

10 

* BTW 28-500 R 
* ~ BTW 28-800 R 
* BTW 28 A-500 R 
* --.- BTW 28 A-BOO R 

Puissance moyenne dissipée en fonction du courant 
direct de crête (onde rectangulaire) 
Average power dissipation for rectangular wavefarm 

FAJWI - -

80 

50 % 
1-- ô = 100 % 

133,3% 1 

60 

V j / ~ 
25 % 

J / V / V 
.. 16,7 % 

8% 

40 

V v: ~ V ........ v V 
........ 

V 

I~ ~ / _f--
~ ...... 

20 

~ ~ ~ 1--

o 4 IdA) 0 20' 40 60 ro 100 1:;n ITM(A) 
Cette caractéristique n'est valable que pour des courants 

Abaque de la puissance dissipée dans le Thyristor 
Instantaneaus power dissipation 

iT{r-
A

_
1 

-,------.-----r-----,,...--,:r-....----r---r--..---r-----, 
1000 

500 f--+------,I-----j. 

10k-~ __ ~L_J-~L_ __ Lk __ L-~ __ ~~ 

0,1 0,2 0,5 2 10 20 50 100 
Temps aprés l'amorçage t{J1S) 
Time since firing 

rectangulaires, de fréquence comprise entre 50 et 400 Hz 
lorsque di/dt est relativement faible de facon à négliger 
les pertes pa- commutation. 

This chart pro vides a rapid mean Jf determining SCR 
dissipatia n with law value of di/dt. It is applicable for 
rectangular wavefarm current between 50 and 400 Hz. 

Energie par impulsion en régime sinusoidal 
Energy per pulse sine waveform 

ITI~-.---.--.---.--.--.--'r---.-, 
1000 
500f--+----~-+--_+~~· 

200 f--l'''---~--'---~ 

1 00 1---4~-+---_+_-\_". 

20 

10 20 50 100 200 5001000 

t p{J1S) 
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BTW 28-500 R * 
BTW 28-800 R * 

BTW 28 A-500 R * 
~ BTW 28 A-800 R * 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Oscillogramme: décharge d'une ligne à retard Retard de croissance du courant à l'état passant 
discharging a de/ay fine Gate controlled de/ay time 

VT(V} iT(A} td(ps,} __ ..--,,--,-__ -.-__ 

600 

400 

200 

.. ~ ____ ~ ____ ~ ______ -+ __ ~ 300 

f--+--~----+-~--+--I 200 

Vo = 200 V 

tr{I GT) = 50 ns 

t(vj) = 25°C 

~ __ ~ __ +-______ +-______ ~ __ ~100 0,5 t-~-+----"'d--~-/-----r-----i 

0,5 1,5 t(ps) 100 200 

Oscillogramme: commande par impulsion de gâchette 
firing by gate pu/se 

300 

vT(V~) __________ r-________ ~ __________ r-____ ~ 

400 200 

200 100 

0,5 1,5 
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Diodes de redressement au silicium BV 183-50 
-..-BV 183-600 Silicon rectifier diodes 

la max (A) ,---,.---,------,---r--,--.., 

0,2 

D,' 

50 100 tamb(OC) 

Marquage: en clair 

Marking : clear 
Boîtier 
Case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings Oimitinu values) 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

0,2 A 

50 V --- 500 V 

+4-
CC) 

00-7 Materiau VERRE 
Material GLASS 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stated) 

SY 183- SY 183- SY 183- SY 183- SY 183- SY 183- SY 183-
50 100 200 300 400 500 600 

Tension inverse de crête VRWM 50 100 200 300 400 500 600 V 
Crest working reverse voltage 

Tension inverse de pointe 
répétitive 

VRRM 50 100 200 300 400 500 600 V 

Repetitive peak reverstl voltage 

Courant direct de pointe IFRM 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 A 
répétitif 
Reper/ri,., peak (orward currenr 

Courant direct de surcharge t p=10ms IFSM A 
accidentelle 
Surge non repetitlve forward current 

Courant direct moyen la 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 A 
Mean forward CUrrent 

Température de fonctionnement min toper -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 Oc 
Opera ring remperarure max +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 Oc 

Température de stockage min tstg -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 Oc 
Srorw;e œmperarure max +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 Oc 

1971 - 02 1/2 
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BV 183-50 
~BV 183-600 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwÎse steted} 

BY183- BY183- BY183- BY183- BY183'BY183~ BY18Z-
50 100 200 300 400 500 600 

max max max max max max max 
Courant inverse VR = VRWM max 'R 
Reverse current 

max max max max max max max 
Tension directe 'F=O,1 A VF 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Forwerd voltage 

1971 - 02 2/2 

J1A 

V 



Diodes de redressement *BYX 60 - 50 (60 J 2) 
au silicium * ..... BYX 60 - 700 (67 J 2) 
Silicon rectifier diodes 

* Dispositif recommandé 
Pref8rred d8V;ce 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

0,4 A 

50 V _700 V 

50 !lA max 

1971 - 02 1/3 
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BYX 60 - 50 (60 J 2) ... * 
....-BYX 60 - 700 (67 J 2) * 

Caractéristiques générales tamb = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. BYX BYX BYX BYX BYX BYX 
Tost candldo", 60-50 60·100 60-200 60-300 60-400 60-500 

(60 J2) (61 J2) (62J2) (63 J2) (64J2) (65 J2) 

max max max max max 
Courant Inverse VR = VRWM max IR 1 0,5 0,5 
Rtl.".,. current 

Courant Inverse VR=VRWMmax 100°C IR SO 50 SO 50 SO 50 
R.Yflntl CU'IfInt 

min min min min min min 
Tension de claquage V(BR) 60 120 270 360 460 600 
Br .. kdown t'afflige 

max max max max max 
Tension directe IF=O,4A VF 1.2 1,2 1.2 1,2 1.2 1,2 
ForwonJ vol_ 

max max max max max max 
Capacit~ diH~rentielle VR =-12V C 12 12 12 12 12 12 
SfflIIlIs(gn"I Cllf»c1r."œ f=1 MHz 

1971-02 2/3 

BYX BYX 
60·600 60·700 
(66 J2) (67 J2) 

max maX 
0,5 0,5 /lA 

SO 50 /lA 

min min 
720 .8SO V 

max max 
1,2 1,2 V 

max max 
12 12 pF 



* BYX 60 - 50 (60 J 2) ... 
* _BYX 60 - 700 (67 J 2) 

Valeurs limites 
Limiting values 

'omax(A) 
0,5 

0,4 
0,375 

0,25 

0,125 

~ 

1" ~ 
1 " 1 \ 
25 50 100 

'FSM max(Al 

1\-
~ 

2,5 

"'~ 
1"-. 

r--... 
r- r---.. f"-.. 

0,01 0,1 n 

n = nombre de SlJrcharges SlJccessives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycles sr 50 Hz 

100 

10 

1 
0,3 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

lOooe / l 
/ /2s0e 

/ V 
l' L 

JI/ 
/ / 

/ / 
/ V 

Il 1 

0,4 0,6 
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Diod.es de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recovery rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

00-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

176 cm/AN 

Cathode au boîtier BYX 61-50 -- BYX 61-400 
Cathode connected ta case 

Anode au boîtier BYX 61-50 R __ BYX 61-400 R 
Anode connecred rD case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

BYX61 BYX61 BYX 61 BYX61 
50 100 200 300 

T ensTon Inverse continue (1) VR 50 100 200 300 
Continuoul re~rw ~oIr.g~ 

Tension Inverse de créte (1) VRWM 50 100 200 300 
Creil working ('f!~n. W1lt~. 

Tension Inverse de pointe (2) VRRM 50 100 200 300 
r~p~tltive 

ntt".tfrlw pHk ,...,.,. vo/r~ 

Courant direct de sUrchar- (1) IFSM 150 150 150 150 
go accidentelle tp =10ms 
SlHpfl non "/Mt/rlwt/orw.rd 

Courant direct moyen (1) (4) 10 12 12 12 12 
Mun forw.rd cu",,,,t 

Température de fonction- (3) (4) 
nement min toper - 65 -65 -65 -65 
Ope~r/f19 t"mper.ture +150 +150 +150 +150 

Température de stockage min tstg -65 -65 -65 - 65 
StOf»tJfI rflmper.rUffI min +175 +175 +175 +175 

Notes 

(1) -65°C<tcase <+I00°C 

*BYX 61-50 

*~BVX 61-400 

* Dispositif recommandé 
Preferred.device 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

12 A (tcase = 100°C) 
50V _ 400V 

100 ns max 

t case = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless orherwlse $rared) 

BYX 61 
400 

400 V 

400 V 

400 V 

150 A 

12 A 

-65 Oc 
+150 Oc 

-65 Oc 
+175 Oc 

(2) -65°C<tcase<+I50oC 
(3) Température mesurée au centre d'un des côt~ de R"f",.nCtl poInt lor (2,. tttm".,.ruflI musu,.'m"nt " 

l'embase hexagonale 
(4) Voir courbe 10 = f (tcase) 

1971 - 01 1/4 

'.' TIJOMSON-CSF 



BYX 61-50 * 
--..BYX 61-400* 

Caractéristiques générales t case = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise st8ted) 

Conditions de mesure Symb. BYX 61 BYX 61 BYX 61 BYX 61 BYX 61 
Test conditions 50 100 200 300 400 

max max max max max 
Courant inverse VR =VRWMmax 25

D
C IR 25 25 25 25 25 pA 

Rttverse curren t 

Courant inverse VR =V RWM max 100
D

C IR mA 
Reverse current 

max max max max max 
Tension directe IF = 12A VF 1.4 1.4 1.4 1.4 1/4 V 
Forward voltage 

max max max max max 
Temps de recouvrement IF=l A 25

D
C trr 100 100 100 100 100 ns 

ifJverse VR =-30V 
ReWlrse recollfJry tlme 

1971 - 01 2/4 



12 
10 \ 

trr: Circuit de mesure Test circuit 

Sw (note 1) 

lA 

30 V 

T llJ.F 

+ 1 pF 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ttravail "'='750 IJ.S 
\epos""9,25 ms 

50 100 

Wetted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive "'=' 7GO IJ.S 
Open "'='9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 W 
3 n 25 W commercial potentiometer 

Oscillogrammes 

R(A-S) = 1,4 n 
L(A-S) "'=' 2pH 

\ 
\ 

150 

* BVX 61-50 
* ~ BYX 61-400 

(note 2) 

30 n 50 W 

ln 10W 

Oscilloscope 
Ri=9 Mn 
3pF ~i~12 pF 
t r <14ns 
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BYX 61 - 50* 
--.-BYX 61 - 400* 

1971 - 01 4/4 

Qs(,LtC) 

10 ,-------,--------,--------, 

0,1 

t(vj) =25
0
C -1-------+-------1 

IF;06~A 
r------r-----~--~~_~20A 

10A 
5A 

di 
00,1 L-------I------1-------i"dt (A/,Lts) 

10 100 1000 
Q ,c/Je) s 10 ,--_____ ,---____ -,-____ _ 

0,1 

oq1 
di 

~-------~~-------1------~;(A/,Lts) 
1 10 

BYX 62 - 600 1 N 3889 
BYX 63 - 600 voir 1 N 3899 
BYX 64 - 600 see 1 N 3909 

100 1000 



Diodes de redressement rapides 
au siliciu m 
Silicon fast recovery rectifier diodès 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

245 cm AN 

Cathode au boîtier BYX 65-50 __ BYX 65-400 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier BYX 65-50 R __ BYX 65-400 R 
Anode connected to case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absa/ute .,atings (/imiting vaÎues) 

BYX 65 BYX 65 BYX 65 
50 100 200 

Tension inverse continue (1) VR 50 100 200 
Contlnuous 'f/WIfS6 flo/tage 

Tension inverse de crëte (1) VRWM 50 100 200 
Cr~lr worklng teVflfSB vo/r~ 

Tension inverse de pointe 
répétitive 

(2) VRRM 50 100 200 

Rllpetlrive pt!.k rev.ne voltage 

Courant direct de surcharge tp71)10ms IFSM 300 300 300 
accidentelle 
SUrgtl non "p6r/ri'ffl fotWaro currenr 

Courant direct moyen (1) (4) 10 30 30 30 
M,,111'1 forw.rd curMnt 

Température de fonctionnement min toper -65 -65 -65 
Operatff'lf} twn,,-,.rurYI (3) (4) max +150 +150 +150 

Température de stockage min tstg -65 -65 -65 
Sto~ rttmper.ture max +175 +175 +175 

Notes 

(1) - 65°e" tcase " +loo
o
e 

.x- BYX 65-50 
* -.-BYX 65-400 

* Dispositif recommandé 
Prefe((ed device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

30 A (t
ease 

= 100° Cl 
50 V __ 400 V 

100nsmax 

t case = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise statedJ 

BYX65 BYX 65 
300 400 

300 400 V 

300 400 V 

300 400 V 

300 300 A 

30 30 A 

-65 -65 °e 
+150 +150 °e 

-65 -65 °e 

+175 +175 Oc 

(2) - 65°e" t case " +l50
o
e 

(3) Température mesurée aU centre d'un des côt~s de R.ferenCtl poInt for case temperarure measUremenr is the 
l'embase hexagona1e center of 6 fl6t on the hexagonalbase 

(4) Voir courbe 10 = f (tcase) s .. der.rir>9 curv. 

1971 -02 1/4 
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BYX 65-50.* 
--p-BYX 65-400 * 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure Symb. BYX 65 
Test conditions 50 

max 
Courant inverse VR =VRWM max 25°C IR 80 
Reverse current 

Courant inverse VR = VRWM max 100°C IR 10 
Reverse current 

max· 
Tension directe IF =30 A VF 1,5 
Forward voltage 

max 
Temps-de recouvrement IF = 1 A 2SoC trr 100 
inverse VR =-30V 
Reverse recovery rime 

1971 - 02 2/4 

t case = 25°C 
(Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated) 

BYX65 BYX65 BYX 65 BYX 65 
100 200 300 400 

max max max max 
80 80 80 80 pA 

10 10 10 10 mA 

max max max max 
1,5 1,5 1,5 1,S V 

max max max max 
100 100 100 100 ns 



* BYX 65-50 

* -.-BYX 65-400 

30 

~ 20 

10 

trr: Circuit de mesure Test circuit 

Sw (note 1) 

lA 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ttravail ""750 J.lS 
\epos""'9,25 ms 

50 100 

Wetted mercury contact relay. f= 50 Hz Condùctive:;:::: 760 J.lS 
Open ""'9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 W R(A-B) = 1,4 n 
3 n 25 W commercial potentiometer L(A-B) "'" 2 JlH 

Oscillogrammes 

\ 
\ 

150 

(note2) 

R L 

30 n 50 W 

1 n loW 

Oscilloscope 
Rj=9 Mn 
3pF~i~12pF 
t r <14ns 
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BYX 65 - 50* 
.....-BYX 65 - 400 * 

1971 - 02 4/4 

Os (Il C) 
10.----------,-----------.--------~ 

30A 
20 A 

r-________ ~----------~-,~~~~1~~ 

0,1 I----------+--~------_+_-------~ 

00,1 di 
1000 dt (A/Ils) 

10 100 

Os (Il~~ .r-----------r-----------,---------~ 

0,1 

00,1 

t(vil = 150oC-t __________ -+ ________ "" \';!O A 

20 A 
10A 

~--------~----------~~~~~~~ 5A 

10 100 

di 
-(A/Ils) 

1000 dt 



Diodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recovery rectifier diodes 

Ces diodes à "RECOUVREMENT PRO­
GRFSSIF" sont spécialement adaptées pour 
évi~er les surtensions au moment du blocage. 

These "SOFT RéCOVéRY" diodes are 
specialy intended to avoid over-voltage when 
turning off. 

*BYX 66 
*·BYX 66 
*·BYX 66 

600 
800 
1000 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

10 12 A 

V RWM 600 V ---.- 1000 V 

trr 500 ns max 

Boîtier 
Case 

DO-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

Tension inverse continue 
Contlnuous ffJWJrsB voltage 

Tension inverse de crllte 
Crest worklng reverse voltagtt 

Tension inverse de pointe répétitive 
Repetlrfve peak rfl'olefle vo/rBgf1 

176 cm/AN 

BYX 66-600 BYX 66-1000 

BYX 66-600 R ___ BYX 66-1(lOO R 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting lialues) 

BYX 66 BYX 66 
600 800 

(1) VR 600 800 

(1) V RWM 600 800 

(2) VRRM 600 800 

Courant direct de surcharge accidentelle t p = 10ms i FSM 150 150 
Surge non rePf1tirive forward currvnt (1) . 

Courant direct moyen (1) (4) '0 12 12 
Mesn forwllrd curnmt 

Température de fonctionnement (3) (4) 
Opeflltfng remperBtuffJ min toper -65 - 65 

max +150 +150 

Température de stockage min tstg -65 -65 
Storagtl remperarure rTlax +175 +175 

Notes 

(1) -65°C';;tcase';;+100oC 

t = 25 oC 
case 

BYX66 
1000 

1000 V 

1000 V 

1000 V 

150 A 

12 A 

-65 Oc 
+150 Oc 

-65 Oc 
+175 Oc 

(2) . _65°C';; tcase "+lSOoC 

(3) ~em:rat~re mesuf, ée au centre d'un des côtés de Rtderence point lor case temperature meBsurement 
em ase exagona e is che cemer of a fiat on the hexagonal base. 

(4) Voir courbe 10 = f (tcase) See der.ring cury. 

(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise st8tedJ 

1971 - 01 1/4 
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BYX 66 
BYX 66 
BYX 66 

Courant inverse 
ReYerse current 

Courant inverse 
Re\'fJfW currtJnt 

Tension directe 
Forward voltage 

600* 
800* 
1000* 

t 
Caractéristiques généra/les 
General characteristics . 1 

Conditions de mesure Symb. 
Test conditions 

VR = VRWM max 25°C IR 

VR = VRWM max 100°C IR 

IF=12A VF 

Temps de recouvrement IF=l A (5) 25°C trr 
inverse VR =-30V 
Reverse recoYer}' time dlR 

- ';;;80 A/Jls 
dt 

t case = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
tUnless otherwise stated) 

BYX 66 BYX 66 BYX 66 
600 800 1000 

max max max 
25 • 25 25 

3 3 3 

max max max 
1,5 1,5 1,5 

max max max 
500 500 500 

JlA 

J1A 

V 

ns 

(5) La caractéristique "Recouvrement progressif" est contrôlée par la mesure de la vitesse de remontée du courant de recouvrement. 

The "soft recovery" characteristic is checked by rate of rise of recovery. 
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* BYX 66 
*BYX 66 
*BYX 66 

600 
800 
1000 

12 

10 

\ 

trr: Circuit de mesure Test circuit 

Sw (note 11 

lA 

30 V 

T 1 JlF 

+ 1 JlF 

(1) Relais à mercure. f=50Hz ~ravail""750j.!S 
\Bpos""S,25 ms 

50 100 

+ 

Wetted mercury contact re/av. 1= 50 Hz CondUctive "" 760 j1s 
Open ""9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 W 
3 n 25 W commercial potentiometer 

Oscillogrammes 

R(A-B) = 1,4 n 
L(A-B) "" 2JlH 

\ 
150 

(note 21 

L 

30n 50W 

Oscilloscope 
Ri=S Mn 
3pF <Ci';;; 12 pF 

ln 10W tr<14 ns 

dl R est mesuré entreO.8l RM etO.2I RM 
~ is mesured between 0,8 1 RM and 0,2 1 RM 
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BYX 66 
BYX 66 
BYX 66 

1971 - 01 4/4 

600* 
800* 
1·00U* 

la 

0,1 ~--------~----------~--------~dl 
1000 dt (A/Ils) 10 100 

10 

0,1 '---________ --L __________ ..-l. ________ ---1 ~ (A/Ils) 

1000 dt 10 100 



D iodes de redressement rapides 
au silicium 
Silicon fast recoverv rectifier diodes 

Ces diodes à "RECOUVREMENT PRO-
GR ESSI F" sont spécialement adaptées pour 
éviter les surtemions au moment du bloquage. 

*BYX 67 
*BYX 67 
*BYX 67 

600 
800 
1000 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

These "SOFT RECOVER Y" d/odes are 
specia/y /ntended to avoid over-vo/tage when 
rurn/ng off. 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Boîtier 005 
Case 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

Tension inverse continue 
Continuous reV8fl8 voltage 

Tension inverse de crête 
Crest workfng reverse voltage 

Tension inverse de pointe 
répétitive 
Repstlrlve peak reverse voltage 

Courant direct de surcharge 
accidentelle 
Surge non fflpetltive forward CU'fBnt 

Courant direct moyen 
Melin fotward current 

Température de fonctionnement 
Opsrorlng romper.rure 

Température de stockage 
Stor. temperature 

Notes 
11) 
(21 

245 cmAN 

BYX 67-600 __ BYX 67-1000 

BYX 67-600 R ___ BYX 67-1000 R 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings {/imiting values} 

30 A (tcase = 1000 e) 
600 V ___ 1000 V 

50011s max 

t = 25 oC (Sauf indications contraires) 
fUn/ess otherw/se st8ted) 

case 

BYX 67- BYX 67- BYX 67-
600 800 1000 

III VR 600 800 1000 V 

III VRWM 600 800 1000 V 

121 VRRM 600 800 1000 V 

t =10ms 
p III 

IFSM 300 300 300 A 

11) (4) 10 30 30 30 A 

(3) (4) 

min toper - 65 -65 -65 Oc 
max +150 +150 +150 Oc 

min t stg -65 -65 -65 Oc 
max +150 +150 +150 Oc 

- 65°C';;; t case ';;; +'100°C 
- 65°C <: !case <: +150°C 

(3). Température mesurée au centre d'un des côtés de {lefsrsnce pafne for esse temperllture measurement 

l'embase hexagonale If the center of a fiat on rhe hexagonal base 

(4) Voir courbe 10 = f ltcase) See deratlng curve 

1971 - 01 1/4 
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BYX 67 
BYX 67 
BYX 67 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

t case = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
rUnless atherwise stated} 

Conditions de mesure 
Test conditions 

Symb. BYX 67 BYX 67 BYX 67 

Courant inverse 
Reverse current 

Courant inverse 
Reverse current 

Tension directe 
Farward voltage 

VF,! = VRWM max 

VR = V RWM max 

Temps de recouvrement IF = 1 A 
inverse V R = - 30 V 
Reverse recavery time 

600 800 1000 

max 
80 

10 

max 
1,5 

max 
500 

max 
80 

10 

max 
1,5 

max 
500 

max 
80 

10 

max 
1,5 

max 
500 

JIA 

mA 

V 

ns 

( 5) La caractéristique "Recouvrement progressif" est contrôlée par la mesure de la vitesse de remontée du courant de recouvrement. 

The "Soft recavery" characteristic is checked by rate of rise of recavery current measurement. 
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*BYX 67 
*BYX 67 
*BYX 67 

600 
800 
1000 

20 ~ 
10 

trr: Circuit de mesure Test circuit 

Sw (note 11 

30 V 

T 
+ 

(1) Relais à mercure. f = 50 Hz ~ravail ""'750 ~ 
\epos""'9,25 ms 

50 100 

. Wetted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive "'" 750 ~ 
Open ""'9,25 ms 

(2) R-L. Rhéostat 3 n 25 VJ R (A-B) = 1,4 n 
3 n 25 W commercial potentlomerer L(A-B) "" 2 lM 

Oscillogrammes 

O----~~r---------------------~--~_, 

\ 
\ 

150 

R 

(note 21 

30 n 50W 

1 n 10W 

Oscilloscope. 
Ri=9 Mn 
3pF.;xi~12pF 
t r <14ns 

dl R • 
- est mesure entre O,8IRM et O,2IRM dt 
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BYX 67 - 600* 
BYX 67 ~··8·OO * 
BYX 67 ~ 1000 * 

10 

0,1 

Q (pC) 
s 100 

10 

10 

" 

100 

2°P--
10 A -

5A_ 

dl 
1000 dt (Alps) 

0,1 '--____ ---1-____ --1 _____ -' di . 

1000 dt (Alps) 10 100 
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Diodes de régulation de tension * BZX 46-C 2V7 
* ..... BZX 46-C33 Voltage regulator diodes 

Mêmes caractéristiques électriques que 
Same electrical characterlstics as 

PzlWI 

0,4 

\1 
co 
~ 

0,2 ~'?> 

'\ 
f\ 

50 100 150 

Marquage : corps bleu - anneau 
coté cathode - en clair: , 

Marking : blue diode - ring at 
cathode end, in clear : 

1 N 746 - 1 N 753' 
1 N 957 - 1 N 973 

BZX 
46 C 
xxx 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Pz 0,4 W 

,2,7 V < Vz nom < 33 V 

Boîtier F 80 
Case 

= 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb =50·C lSaufindicationscontrairesl 

Absolute ratings' (/imiting values) (Unless otherwise srated) 

Dissipation de puissance 
Power dissipation 

Note!l) 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent 
Continuous reverse current Notell) 

Courant inverse de pointe non répétitif 
Non repetitive peak reverse current 

Température de fonctionnement là dissipation nullel 
Operating temperature (at zero dissipation) 

Température de stockage 
Storage temperature 

Notel1l: Valeurs limites définies pour f == 4mm 

Ratings defined for t == 4mm 

Pz 

t p == 10 ms PZSM 

IZ 

t p == 10 ms IZSM 

min toper 
max 

min tstg 
max 

0,4 W 

W 

400 mA 

VZ 
1000 mA 

VZ 
- 55 Oc 
+175 Oc 

,.... 55 Oc 
+175 Oc 

refroidisseurs infinis 
/ infinite heal sinks "'" 

L~ ~ 

~ 
1971 - 01 116 

1_' l1-l0MSON-CSF 



BZX 46-C 2V7 .* 
~BZX 46-C33* 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Un/ess otherwise st8tedJ 

IR / V
R 

(Il A} (V) 

min max max min max max max 
BZX 46 C 2V7 2,5 2,7 2,9 30 / 20 700 / 1 -0,08 -0,06 75 / 1 1,5 / 200 

BZX 46 C 3VO 2,8 3,0 3,2 29 / 20 700 / 1 -0,08 -0,06 50 / 1 1,5 / 200 

BZX 46 C 3V3 3,1 3,3 3,5 28 / 20 700 / 1 -0,08 -0,05 10 1 1 1,5 / 200 

_B_ZX_4_6_C_3_V_6 __ 3_,_4 ___ 3_,6 ___ 3_,8 ___ 24 / 20 700 / 1 -0,08 -0,04 10 / 1 1,5 / 200 

B_Z_X_4_6_C_3_V_9 __ 3_,7 ___ 3,_9 ___ 4_,l ___ 2_3_/_2_0 __ 7_0_0_/_1 ___ -_0_,_07 ___ -_0,_0_3 ___ 1_0_/_1 ____ 1,_5_/_2_0_0 __ 

BlX 46 C 4V3 4,0 4,3 4,6 22 / 20 700 / 1 0,04 -0,01 / 1 1,5 / 200 

BZX 46 C 4V7 4,4 4,7 5,0 19 / 20 700 ( 1 -0,03 -lil,Ol / 1 1,5 / 200 

BZX46C5Vl 4,8 5,1 5.4 17 /20 700 /1 -0,02 -lil,05 / 1 1,5 /200 

BZX 46 C 5V6 5,2 5,6 6,0 11 / 20 700 / 1 -0,01 -lil,06 / 2 1,5 / 200 

BZX 46 C 6V2 5,8 6,2 6,6 / 20 700 / 1 -lil,07 3 1,5 / 200 

BZX 46 C 6V8 6.4 6,8 7,2 4,5 / 18,5 700 / 1 -lil,Ol -lil,08 4,8 1,5 / 200 

BZX 46 C 7V5 7,0 7,5 7,9 5,5 1 16,5 700 / 0,5 -,-0,01 -lil,09 / 5,3 1,5 / 200 

BZX 46 C 8V2 7,7 8,2 8,7 6,5 / 15 700 / 0,5 -lil,Ol -lil,09 5,8 1,5 / 200 

BZX 46 C 9Vl 8,5 9,1 9.6 7,5 14 700 / 0,5 -lil,02 -lil,l 6,4 1,5 / 200 

BZX46Cl0 9.4 10 10,6 8,5/12,5700/0,25 -lil,03 -lil,ll 

BZX 46 C 11 

BZX46C12 

BZX 46 C 13 

BZX 46 C 15 

BZX46C16 

BZX 46 C 18 

BZX 46 C 20 

BZX 46 C 22 

BZX 46 C 24 

BZX 46 C 27 

BZX 46 C 30 

BZX 46 C 33 

Sur demande 
On request 

1971 - 01 2/6 

10,4 11 11,6 9,5 11,5 700 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

11,4 12 12,7 11,5/ 10.5 700 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

12,4 13 14,1 13 /9,5 700 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

13,8 15 15,6 16 / 8,5 700 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

15,3 16 17,1 17 / 7,8 700 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

16,8 18 19,1 21 / 7 750 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

18,8 20 21,2 25 / 6,2 750 / 0,25 -lil,03 -lil,ll 

20,8 22 23,3 29 / 5,6 750 / 0,25 +0,03 -lil,11 

22,8 24 25,6 33 / 5,2 750 / 0,25 -lil,04 -lil,12 

25,1 27 28,9 41 / 4,6 750 / 0,25 -lil,04 -lil,12 

28 30 32 49 / 4,2 1000/ 0,25 -lil,04 -lil,12 

31 33 35 58 / 3,8 1000/ 0,25 -lil,04 -lil,12 

Tolérance ± 2 ~o 

7,0 1,5 / 200 

/ 8,4 1,5 / 200 

9,1 1,5 / 200 

9,9 1,5 1 200 

/ 11,4 1,5 1200 

/ 12,2 1,5 / 200 

13,7 1,5 1 200 

1 15,2 1,5 i 200 

16,7 1,5 / 200 

/ 18,2 1,5 1 200 

20,6 1,5 / 200 

/ 22,8 1,5 / 200 

/ 25,1 1,5 /200 



IZ (mA) 

" J 
Il 

60 

1 
1 

40 

20 1 
1 

I)))J) VJ 

IZ (mA) 

15 

, ......... ...,...-
1 

20 

10 

J J 
16 

1\ , 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

*BZX 46-C 2V7 
*~BZX 46-C33 

.. 

~ 

T~ 

1 

J J 
20 

.... 

~ f'1 P zmax = 400 mW 

l' l' 
'1" .... 

J 

-,-- h-_ 

J II 
1 ~ 

J 
24 

' .. ~'_L " 
~- -r--_ 

1 1 1 

J J 1 1 J Vz (V) 

20 12 16 

J 

Pz max = 400 mW 

-r ---r-~_-=r -1--

l / 1 
J ) J 

28 32 Vz (VI 

Hl71 ·01 3/6 



BZX 46-C 2V7* 
~BZX 46°C33 .. x-

1971 ·01 4/6 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

rz(n) 

1~~--~----~--.----.----.----.-----

10~---4M---~~~~---+----+----+--~ 

10 20 30 Vz (V) 

œVz (%1 OC) 

0, 1 .-----.----y--~....,..... _____ --.-_______ -_~____. 

O,051____----tF-~_t_-~ ~--+-----+-----I____--~ 

- 0,051-----l+L--~~---t----+----+_--_+--____1 

10 30 Vz (V) 



Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

*BZX 46-C 2V7 
*~BZX 46-C33 

300~-------r--------+-------~~--__ ~ 

200 1--------4-____ tC-

refroidisseurs infinis 
/ infinite heat sinks ""-

100 ~ r--, ~ 

~ 
10 15 e(mm) 

tN(V) 

a.sv 
10 15 20 t\sl 
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BZX 46-C 2V7 * 
--.-BZX 46-C33* 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Oscillogrammes 

V 1 

Schéma de mesure 
Test circuit 

011 son 

0,5 ~ 

1\ ~oo Iz=-mA 
Vz 0,4 

" t 

~~ 
---. 0,2 

ton ---' 
10 20 

C (pF) 

1 
1 1 iL (tamb = 250 C)_ 

10 1 150 

1 
1 

:/ 

1 
1 
J 
1 
1 
1 

0,1 

D,Dl 

\ 

\ V
R
=2V 

~ 

"---

100 

50 

1 D,DOl 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 V F (V) 10 20 

1971 ·01 6/6 
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,.::::::::;;1 
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Diodes de régulation de tension *BZX55-C OV8 
Voltage regulator diodes 

Pz{W} 

0,4 

-l.I 
\. 

0,2 '\ 
1\ 

50 100 150 

Marquage: corps bleu anneau 
coté cathode - en clair: 

Marking : blue diode - ring at 
cathode end -In clear : 

BZX 
55 C 
xxx 

*....-BZX 55-C33 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

Pz 0,4 W 

0,8 V< Vz nom< 35 V 

Boîtier 
Case 

F 80 Materiau VERRE 
Material GI:ASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb =50·C {Sauf indications contraires} 
Absolute ratings {Iimiting values} (Unless otherwise stated) 

Dissipation de puissance 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent 
Continuous reverse current Note (1) 

Courant inverse de pointe non répétitif 
Non repetitive peak reverse current 

Temperature de fonctionnement {à dissipation nulle} 
Operating temperature fat zero dissIpatIon) 

Température de stockage 
Storage temperature 

Note (1) : Valeurs limites définies pour f! =4mm 
Ratings defined for ! = 4mm 

Pz 

tp = la ms PZSM 

IZ 

tp = la ms IZSM 

min toper 
max 

min tstg 
max 

0,4 W 

W 

400 mA 
VZ 
1000 mA 
VZ 
- 55 Oc 
+175 Oc 

- 55 Oc 
+175 Oc 

refroidisseurs infinis 
./" infinite heat sinks ""-

~-'---' ~ 

~ 
1971 - 01 1/6 

'.' TI-lOMSON·CSF 



BZX 55-C OV8 * 
-..- BZX 55-C33 * 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless orherwise sraredJ 

min nom max max 

'ZK ŒVZ 
(mA) ('lul"C) 

max max max 
BZX 55 C OV8 0,73 0,78 0,83 1 5 

BZX 55 C 2V7 2,5 2,7 2,9 75 600 1 1 - 0,07 50 1 1 1 1 AOO 
---------------------------------------------------------------------------

BZX 55 C 3VO 2,8 3,0 3,2 80 1 5 600 1 1 -0,07 50 1 1 1 1 100 

BZX 55 C 3V3 3,1 3,3 3,5 85 600 1 1 -0,06 40 1 1 1 1 100 

BZX 55 C 3V6 3,4 3,6 3,8 85 600 1 1 -0,07 40 1 1 1 1 100 

BZX 55 C 3V9 3,7 3,9 4,1 75 600 1 1 -0,055 40 1 1 1 1 100 

BZX 55 C 4V3 4,0 4,3 4,6 70 1 5 600 1 1 -0,045 40 1,5 1 1 100 

BZX 55 C 4V7 4,4 4,7 5,0 601 1 5 600 1 1 -0,025 2 30 1 1 100 

BZX55C5Vl 4,8 5,1 5,4 50 /5 550/1 +0,02 0,1 2/1 1/100 

BZX55C5V_6 ____ 5_,2 _____ 5_,6 ______ 6,_0 _____ 4_0 ___ 1 __ 5 ____ 4_5_0 __ 1 ___ 1 ____ +O~,O_3 ___ 0~,l __________ I __ l ____ l __ / __ 1_0_0 __ 

BZX 55 C 6V2 5,8 6,2 6,6 10 / 5 200 / 1 +0,04 0,1 / 2 1 / 100 

_BZ_X __ 5_5_C_6_V_8 ____ 6~,4 ______ 6,_8 _____ 7_,2 _________ 1 __ 5 _____ 15_0 ___ / __ 1 ____ +O __ ,O_4_5 __ 0~,_1 _______ 2 __ 1 __ 3 _____ 1 1 100 

BZX 55 C 7V5 7,0 7,5 7,9 50 / 1 +0,05 0,1 2 / 1 / 100 

BZX 55 C 8V2 7,7 8,2 8,7 50 / 1 +0,055 0,1 / 6 1 / 100 

BZX 55 C 9Vl 

BZX55Cl0 

BZX 55 C 11 

BZX 55 C 12 

BZX 55 C 13 

BZX 55 C 15 

BZX 55 C 16 

BZX 55 C 18 

BZX 55 C 20 

BZX 55 C 22 

BZX 55 C 24 

BZX 55 C 27 

BZX 55 C 30 

BZX 55 C 33 

Sur demande 
On request 

1971 - 01 2/6 

8,5 9,1 9,6 10 50 / 1 +0,06 0,1 1 7 1 / 100 

9,4 10 10,6 15 / 5 70 / 1 +0,065 0,1 2 / 7,5 1 / 100 

10,4 11 11,6 20 1 5 70 / 1 +0,07 0,1 2 / 8,5 1 / 100 

11,4 12 12,7 20 / 5 90 1 1 +0,07 0,1 1 9 1 / 100 

12,4 13 14,1 26 1 5 110 / 1 +0,075 0,1 10 1 / 100 

13,8 15 15,6 30 1 5 110 / 1 +0,075 0,1 11 1 1 100 

15,3 16 17,1 40 / 5 170 / 1 +0,080 0,1 2 1 12 1 1 100 

16,8 18 19,1 55 / 5 170 1 1 +0,080 0,1 2 / 14 1 / 100 

18,8 20 21,2 55 / 5 220 / 1 +0,080 0,1 2 / 15 1 / 100 

20,8 22 23,3 55 / 5 220 / 1 +0,085 0,1 17 1 / 100 ---------------------------
22,8 24 25,6 80 1 5 220 / 1 +0,085 0,1 18 1 1 100 

25,1 27 28,9 80 / 5 220 / 1 +0,085 0,1 2 20 1 / 100 

28 30 32 80 / 5 220 / 1 +0 ,09 0,1 2 22 1 / 100 

31 33 35 80 / 5 220 / 1 +0,09 0,1 24 1 / 100 

Tolérance ± 2 ~o 
~ Impulsions 

Pulsed 
tp = 100 ms 



'z(mA) 

~ 

~ 
60 

40 

20 

~ 

tI. 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

* BZX 55-C OV8 
* ...-BZX 55-C33 

'~ 
1'). 

)- ... Pz max= 400 mW r r· rr--._ 
1 r ~-..-. r--h-_ 

Il 
) 

~ 
J ) J ) 

10 
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BZX 55-C OV8* 
_.._BZX· 55-C33 * 

1971 ·01 4/6 

rz (D.) 

Caractéristiques ty~iques 
Typica/ characteristics 

I~r---~--~----~--~--~----~--~ 

10~-4~---4--~~--~--~----+---~ 

5~--~--~~--+---~--~----+---~ 

1~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ 

o 10 20 30 Vz (V) 

Q'vz (%1 oC) 

0,1 r-----.----.----=-_.--___ -_~-~ ___ 

- O,051-----f+L----t-----+-----+-----t----+--~ 

10 20 30 Vz (V) 



Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

* BZX 55-C OV8 
* -..-BZX 55-C33 

300r---------+---------~------~~~------~ 

200 I----------+---,.,c.~ 

refroidisseurs infinis 
/' infinite heat sinks "'" 

100 ~.r----, ~ 

~ 
la 15 e(mm) 

b.V (V) 

0,5 f-#---J.~---+---------+--------+--------+~---'-----I 

la 15 20 . t (sI 

1971.01 5/6 



BZX 55-C OV8 * 
-.-BZX 55-C33 * 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

Oscillogrammes 

V 1 

IF(mA) 

1 
1 1· 'L t----+-- (tamb = 25 0 C)_ 

10 
1 

/ 
1 

Il 

J 
1 

0,1 

1 
1 
1 

0,01 

1 
1 0,001 0 

0,2 0,4 0,6 0,8 V F (V) 

1971 ·01 6/6 

Schéma de mesure 
Test circuit 

V
1 
__ --.-_...L.J 

o Il 50 n 

0,5 1\ 

1\ . 

" 
0,4 

1 

Iz=.iQ!J.mA 
Vz 

t 

~ ......... 0,2 ....... 1--. 

ton -
10 20 

C (pF) 

150 

\ 

\ V=2V 
R 

'-

"'---

100 

50 

10 20 

-

~ 

30 V2 (VI 



Diodes de régulation de tension *BZX 83-C 2V7 
*-.-BZX 83-C33 Voltage regulator diodes 

>!' 

/ 
0,4 

~ 
c<' 
~. 

7 

0,2 ~00 

'\ 
1\ 

50 100 150 

Marquage: corps bleu anneau 
coté cathode - en clair: 

Marking : blue diode· ring at 
cathode end· in clear : 

BZX 
83 C 
xxx Boîtier 

Cèse 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

cc 

F 80 Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 50· C (Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise stated) 

Dissipation de puissance Note(l) 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent 
Continuous reverse current Note (1) 

Courant inverse de pointe non répétitif 
Non repetitive peak reverse current 

Température de fonctionnement (à dissipation nulle) 
Operating temperarure fat zéro dissipation) . 

Température de stockage 
Storage temperarure 

Note (1) Valeurs limites définies pour e .= 4 mm 

Ralings defined for Il = 4mm 

Pz 

tp = 10 ms PZSM 

IZ 

t p = 10 ms IZSM 

min toper 
max 

min tstg 
max 

0,4 W 

W 

400 mA 

VZ 
1000 mA 

VZ 
- 55 Oc 
+175 Oc 

-55 Oc 
+175 Oc 

refroidisseurs infinis 
/ infinite he_at sinks "'-

~ ,---, ~ 

~ 
1971 - 01 1/6 

,_, n-lOMSON-CSF 



BZX 83-C 2V7 * 
'-.-BZX 83-C33* 

Caractéristiques générales tamb = 25 OC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise st8ted) 

v • 
ZT 

(V) 

V • 
ZT 

(V) 

min nom max max max 

V / 1 
F F 

(v) (mA) 

max 
BZX 83 C 2V7 2,5 2,7 8,9 90 600 / 1 -0,07 100 50 

BZX 83 C 3VO 2,8 3,0 3,2 90 600 / 1 -0,07 60 1 1 1 1 50 
-----------------------------------------------------------------------

BZX 83 C 3V3 3,1 3,3 3,5 90 600 1 1 -0,06 30 50 

BZX 83 C 3V6 3,4 3,6 3,8 90 600 / 1 -0,07 20 / 1 1 / 50 

ZBX83C3V9 3,7 3,9 4,1 85 600 -0,055 10 '/ 1/50 

BZX 83 C 4V3 4,0 4,3 4,6 80 600 -0,045 / 1 1 / 50 

BZX 83 C 4V7 4,4 4,7 5,0 BD 600 / 1 -0,025 / 1 1 / 50 

BZX 83 C 5V1 4,8 5,1 5,4 60 / 5 550 / 1 +0,02 / 1 1 / 50 

BZX 83 C 5V6 5,2 5,6 6,0 40 450 / 1 +0,03 / 1 1 / 50 

BZX 83 C 6V2 5,8 6,2 6,6 10 200 1 1 +0,04 1 2 1 / 50 
------------------------------------------------------------------------

BZX 83 C 6V8 6,4 6,8 7,2 150 / 1 +0,045 / 3 1 / 50 

BZX83C7V5 7,0 7,5 7,9 /5 50 /1 +0,05 3,5 1/50 

BZX 83 C 8V2 7,7 8,2 8,7 / 5 50 / 1 +0,055 

BZX 83 C 9Vl 8,5 9,1 9,6 10 50 / 1 +0,06 

BZX 83 C 10 9,4 10 10,6 15 70 / 1 +0,065 

BZX83Cll 10,4 11 11,6 20 70 /1 +0,07 

BZX 83 C 12 11,4 12 12,7 20 90 / 1 +0,07 

BZX 83 C 13 12,4 13 14,1 25 110 / 1 +0,075 

BZX83C 15 13,8 15 15,6 30 110 / 1 +0,075 

BZX 83 C 16 1,53 16 17,1 40 170 / 1 +0,08 

BZX 83 C 18 16,8 18 19,1 55 / 5 170 / 1 +0,08 

BZX B3 C 20 18,8 20 21,2 55 / 5 220 / 1 +0,08 

BZX 83 C 22 20,8 22 23,3 58 / 5 220 / 1 +0,085 

BZX 83 C 24 22,8 24 25,6 80 / 5 220 / 1 +0,085 

BZX 83 C 27 25,1 27 28,9. 80 250 +0,085 

BZX 83 C 30 28 30 32 90 250 / 1 +0,09 

BZX 83 C 33 31 33 35 90 / 5 250 / 1 +0,09 

Sur demande 
On request 

1971 - 01 2/6 

Tolérance ± 2 % 
* Impulsions 

Pulsed 
t p = 100 ms 

/ 4 1 / 50 

1 / 50 

/ 6 1 / 50 

50 

1 / 50 

1 / 50 

11 50 

11 1 / 50 

12 1 / 50 

14 1 1 50 

15 1 1 50 

16 1 1 50 

18 1 / 50 

20 50 

22 1 / 50 



IzlmA) 

~ 

~ 
60 .... 

40 

20 

~.J 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

'~ 
~ 

*BZX 83-C 2V7 
*~BZX 83-C33 

)' .. P max= 400 mW r -z 
... 
t-~ r r- .... r- r--_ 

b---"",-

1/ 
Il 

J U j j J J j 

10 

IZ!m;::..A::..-l ~----r---'---r---'--'----r--~----,---,-----, 

20 ~++-~~~~--+--+--~--~-~--~--1-~ 
P zmax = 400 mW 

10 ~~--4~-~----H----H--+--+-+--+T--+-7-+-~ 

20 30 
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BZX 83-C 2.V7 * 
-.-BZX 83~C33 * 

~971 .01 4/6 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

rz(D) 

1~~--~--~----.----.----r---.---~ 

10~-4~---4--~~---r----r---~----

O'vz (%fOC) 

0,1 

~~/ 

10 20 

~~ Ff " 
V _-

0,05 
-/0/ -"--C--l;: /' 

1 ~~/ l-

I 1/ 
\J 1 

1 
1 

JI 
- 0,05 

10 20 

30 Vz (V) 

-- --

30 Vz (V) 



Caractéristiques typiques 
Typica/ characterist[cs 

*BZX 83-C 2V7 
* . ....- B·ZX 83-C33 

300 f-------l-------+----~~---~ 

200 f-------l----:~=-

refroidisseurs infinis 
/' infinite heat sinks '" 

lOf) ~_ r--t ~ 

~ 
10 15 e(mm) 

b,V (V) 

1,5 

1 1 4(l(l f{\'i'J 1----'l.\)f{\f{\I'==' _-
\'.~ --,\S~\ ___ -

c,\S V 
-+-CO';, /' 

~1.- /' 
V 

/ 
~ 1 

/ 1S\ÎSV) e=4mm P=400mW 
-Z'f.. '03 C • / Sv--

,/, 

V 
0,5 

10 15 20 dsl 
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BZX 83-,C 2V7 * 
____ BZ'X 8~3i€;3,3;* 

OscillQgrammes 

V
1 

IF (mAl 

T 1 
f----- f..-liamb= 25 0 Cl_ 

10 
j 

1 
/ 

1 
\ il 

1 
1 

0,1 

1 
1 
1 

0,01 

1 
1 

Caractéristiq u es typ iq u es 
Typica/ characteristics 

Schéma de mesur~ 
Test circuit 
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1\ IZ = 400 mA 

Vz 

" 1 
.~ 
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-r--.-0,2 

ton -
10 20 
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50 

0,0010 
0,2 0,4 0,6 0,8 V F (V) 10 20 
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o iodes de régulation de tension *BZX 85-C 3V3 
* ...... BZX 85-C33 Voltage regulator diodes 

0,5 ~-+-t+---"\rY~--+---; 

o 10304050 100 

Marquage: corps bleu - anneau 
coté cathode - en clair: 

MBrking : blue diode - ring at 
cathode end - in clear: 

BZX 
85 C 
xxx 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

Pz 1 W 

3,3 V < Vz nom < 33 V 

Boîtier 
Case 

CB-101 

:n 

Materiau VERRE 
MateriBI GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 40· (Sauf indications contraires) 

Absolute racings ftimicing values) 

Dissipation de puissance 
Power dissipation 

Note (1) 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent 
Continuous reverse current Note (1) 

Courant inverse de pointe non répétitif 
Non repetitlve peak reverse current 

Température de fonctionnement (à dissipation nulle) 
Operat/ng temperature (at zero dissipation) 

Température de stockage 
Storage temperature 

Note (1) : Valeurs limites définies pour e = 4 

Ratings defined for e = 4mm 

t p == 10 ms 

tp == 10 ms 

min 
max 

min 
max 

Pz 

PZSM 

IZ 

IZSM 

toper 

t stg 

(Unless otherwise stBred) 

W 

5 W 

1000 mA 

VZ 
5000 mA 

VZ 
-40 Oc 
+150 Oc 

-40 Oc 
+150 Oc 

refroidisseurs infinis 
/ infinite hear slnks "'" 

~~ ~ 

~ 
1971 - 01 1/7 
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BZX 85-C 3V3 * 
.....-BZX 85-C33* 

BZX B5 C 3V3 

BZX 85 C 3V6 

BZX 85 C 3V9 

BZX 85 C 4V3 

BZX 85 C 4V7 

BZX 85 C5Vl 

BZX 85 C 5V6 

BZX 85 C 6V2 

BZX 85 C 6V8 

BZX 85 C 7V5 

BZX 85 C 8V2 

BZX 85 C9Vl 

BZX85Cl0 

BZX 85 C 11 

BZX 85 C 12 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless atherwise stated} 

1 IZT rZK 1 IZK 
(mAl (nJ (mAl 

min nom max Typ max max min max 
3,1 3,3 3,5 10<20 1 80 400 1 1 -0,08 -0,04 40 1 1 

3,4 3,6 3,8 8 < 15 1 60 500 1 1 -0,08 -0,05 20 1 1 

3,7 3,9 4,1 8 < 15 1 60 500 1 1 -0,07 -0,02 10 1 1 

max 
1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 

4,0 4,3 4,6 7 < 12 1 50 500 1 1 -0,05 +0,01 3 1 1 1 1 200 

4,4 4,7 5,0 5 < 13 1 45 600 1 1 -0,03 +0,04 3 1,5 1 1 200 

4,8 5,1 5,4 3 < 10 1 45 500 1 1 -0,01 +0,04 1 2 1 1 200 

5,2 5,6 6,0 1 45 400 1 1 +0,045 1 1 2 1 1 200 

5,8 6,2 6,6 1 ,5 < 4 1 35 300 1 1 +0,01 +0,055 1 3,8 1 1 200 

6,4 6,8 7,2 1,5 <:3,5 1 35 300 1 1 +0,015 +0,06 1. 1 4 

7,0 7,5 7,9 1,5<3 135 200 0,5 +0,02 +0,065 1 1 4,5 

7,7 8,2 8,7 2,5 <5 1 25 200 0,5 +0,03 +0,07 1 5 

8,5 9,1 9,6 3<5 1 25 200 0,5 +0,035 +0,075 1 1 6,5 

9,4 la 10,6 3<7 125 200 0,5 +0,04 +0,08 0,5 1 7 

10,4 11 11,6 3,5 <8 1 20 300 0,5 +0,045 +0,08 0,5 1 7.7 

11,4 12 12,7 4<9 120 350 0,5 +0,045 +0,085 0,5 1 8,4 

1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 

1 1 200 --------.----------------------------------------.-----------------------------
BZX85C13 

BZX 85 C 15 

BZX 85 C 16 

BZX 85 C 18 

BZX 85 C 20 

BZX85 C22 

BZX 85 C24 

BZX 85 C 27 

BZX 85 C 30 

BZX 85 C 33 

Sur demande 

On request 

Impulsions 

Pulsed 

1971 - 01 2/7 

12,4 13 14,1 

13,8 15 15,6 

15,3 16 17,1 

16,8 18 19,1 

18,8 20 21,2 

20,8 22 23,3 

22,8 24 25,6 

25,1 27 28,9 

28 30 32 

31 33 35 

Tolérance ± 2 cio 

t p = 200 ms 

4< 10 1 20 400 

4,5 < 15 1 15 500 

5<15 1 15 500 

6,5 <20 1 15 500 

6,5 <24 1 10 600 

7<25 1 10 600 

7 <25 10 600 

7,5 <30 1 10 750 

0,5 +0,05 +0,085 0,5 1 9,1 1 1 200 

0,5 +0,055 ~'O,09 0,5 1 10,5 1 1 200 

0,5 +0,055 +0,09 0,5 11,2 1 1 200 

0,5 +0,06 +0,09 0,5 12,6 1 1 200 

0,5 +0,06 +0,09 0,5 14 1 1 200 

0,5 +0,06 +0,095 0,5 1 15,4 1 1 200 

0,5 +0,06 +0,095 0,5 1 16,8 1 1 200 

0,25 +0,06 +0,095 0,5 1 18,9 1 1 200 

8<30 10 1000/ 0,25 +0,06 +0,095 0,5 1 21 1 1 200 

9<35 1 10 10001 0,25 +0,06 +0,095 0,5/23,1 1 1 200 

(1) Jusqu'à BZX 85 C 4 V7 
Up ta 

IZ (test) = 20 mA 

De 
BZX 85 C 5V1 BZX 85 C 33 

From ta 
IZ (test) = IZT 



2 4 

16 18 20 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

10 12 

22 24 26 2B 

* BZX 85-C 3V3 
* --.-BZX 85-C33 

14 16 lB 

3D 32 34 Vz(V) 

1971-01 3/7 



BZX 85-C 3V3 * 
-.-BZX 85-C33* 

0,05 

1 
1 
1 . 
1 

!J 1 
1 1 (JI -0,05 

1971 ·01 4/7 

. Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

l1\aY-' 1--- ~--- ... 
/" 

vt'{p. .... 
// ~ --~--
V//~ 
1 

il 

10 20 

+--- ~-

f---~-

30 VZ(V) 



Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

* BZX 85-C 3V3 
*~BZX 85-C33 

100 ~ ____ ~ __ ~~ __ ~~~-L __________ ~ __________ ~ 

refroidisseurs infinis 
/ infinite heat sinks "" 

L .. r-t ~ 
50 f--------II-

~ 

!::,Vz(mV} 

500 

250 

10 15 

l 'ZT~llomA_ 
Izr= 15 m\ V 

Izr =2omA 

~ V 
't' 

Izr =25mA 
1 

Izr = 35 mA , 

'ZT ~ 45 ml." / 
V 

Y 

10 15 20 25 30 

.6 Vz entre la mise sous tension et l'équilibre de tempèrature. 
between the setting under voltage and the equilibrium of temperature 

e={mm} 
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BZX 85-C 3V3 * 
_._BZX 85-C33 * 

BZX 85 C5 Vl 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

Pz:: 1 W 
I----~ --- sans refroidisse.u~ 

~--

-----

.- without heat sm 

........... ---150 

/" 
~ 

50 

/ Pz = 1 W e = 4 mm _ 

/ 
1 t Pz = 0,25 W 

,.~ ---____ -.J.. _____ 

~--
sans refroidisseur -

.--- Withort heat sink 

rr Pz = 0,25 W e = 4 mm 

1 

100 

10 20 30 40 t{s} 

6 VZ {mV} 

BZX 85 C15 PZ:: 1 W ... ----
~------ sans retroidisseyr 

.---~-- without heat smk 

V ........ 
1500 

/' 

500 

/ Pz = 1 W e=4 mm 

t PZ:: 0,25 W '---,---_::::::::. ;;;;'etroidisse.ur 

v--~---!-- - without heat smk 

Pz = 0,25 W e 14 mm 

1000 

10 20 30 40 t{s} 

1971·01 6/7 



Oscillogrammes 

v, 

1 J 0 if r-tamb = 25 C 
j 

/ 
0,1 1 

V 

j 
1 
1 

0,01 

0,001 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

Schéma de mesure 
Test circuit 

011 50n 

500 

:\ 

'" 
0,4 

* BZX 85-C 3V3 
* --.-BZX 85-C33 

J 

IL=~mA 
VL 1 

~ t ~off 

-r--- -0,2 

ton -
10 20 

C(pFl 

400 

300 

200 

VR= 
100 
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C36 M 
C36 N voir 2 N 1842 

see 
C36 S 



Thyristors 
Thyristors 
Serie à recouvrement rapide 

Fast recovery series 

Boîtier 
Case 

TO-48 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

245 cm /\N 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Abso/ute ratings (/imiting values) 

Tension inverse de pointe répétitive tp < 5ms 
Repetitive peak reverse voltage 

Tension inverse de pointe non-
répétitive 
Repetitive peak off-state voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état 
bloqué 
Repetitive peak off-state voltage 

C 40 U 
--.-C 40 E 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

35 A(eff) 
25 V -- 500 V 

12)15 max 

'4- 28 UNF 2A --~'I" OC 
co • "c 

C40 C40 C40 C40 C40 
U F A G B 

V RRM 25 50 100 150 200 

V RSM 35 75 150 225 300 

V DRM 25 50 100 150 200 

C40 
H 

250 

350 

250 

G 

(Sauf indications contraires) 
IUnless otherwise statedJ 

C40 C40 C40 
C D E 

300 400 500 V 

400 500 600 V 

300 400 . 500 V 

1971 - 01 1/5 
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C 40 U 

.-.-C 40 E 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absa/ute ratings flimiting values} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak- reverse gare vo/rage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate volmge 

Courant continu à l'état passant 
On-srare current 

Courant direct moyen 
Mean on-srare current 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-smte current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitiflà 
l'état passant 
Surge(non reperitive}on-state current 

Vitesse critique de croissance du courant à l'état 
passant 
Critical rate of rise of on-stare current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak (orward gare current 

Dissipation de puissance moyenne de gâchette 
Mean gate power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe de gâchette 
Peak gate power dissipation 

Température virtuelle de jonction 
Virrual junction temperarure 

Température de stockage 
Storage temperarure 

(1) Source de gâchette 
Gatesupply 

1971 - 01 2/5 

VGG =10V 

RG = 20 n 
tr ..; 0,1 ps 

1,5 ms < tp < 10 ms t(vj)max 
t p = 10 ms 

(1) 

min 
max 

min 
max 

(Sauf indications contraires) 
fUnless orherwise srared} 

IT(AV) 

IT(rms) 

di/dt 

IFGM 

Tous types 
Ali types 

5 

10 

25 

16 

35 

75 
150 

10 

2 

PG(AV) 0,5 

PGM 2 

t(vj} -65 

+125 

t stg -65 
+150 

v 

v 

A 

A 

A(eff) 

A 2 _s 

A 

Alps 

A 

w 

W 

Oc 
Oc 

Oc 
Oc 



Caractéristiques électriques. 
Electrical charac teris tics 

Tension de retournement 
8reakover voltage 

IG = 0 2S0C 

C 40 
U 

min 

V(BO) 2S 

C 40 
F 

min 

SO 

C40 
A 

min 

100 

C 40 U 
--.-C 40 E 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

-.. _ ..... _---._ .. _-----
C40 
G 

min 

C40 
B 

min 

C40 
H 

min 

C 40 
C 

min 

C 40 
D 

min 

C 40 
E 

min 

lS0 200 2S0 300 400 SOO V 

Courant inverse 
Reverse current 

max max max max max max max max max 

(V R = V RWM max) 
IG = 0 

Courant à l'état bloqué 
Direct off·state current 

IG = 0 
(V D = V DRM max) 12S0C IDM 

13 13 13 

max max max 

13 13 13 

Courant de gâchette d'amorçage V AC = 12 V 

Gare trigger current R L = SO TI 

13 12 

max max 

13 12 

t case 

2SoC 
-6SoC 

11 10 8 6 mA 

max max max max 

11 10 8 6 /lA 

Tous types 
Ali types 

max 

IGT 40 mA 
IGT 80 mA 

---------------------------------------------------
-6S"C t12SoC VGT 3 V 

Tension de gâchette d'amorçage V AC = 12 V 

Gate trigger vo/rage R L = S~ TI 

Tension de gâchette de non amorçage V AC = V DRM max 
Gare non rrigger voltage R L = 1 kTI 

Temps de désamorçage par commutation du circuit (1) 
Circuir commutated recovery time 

(1) ITM =10A 

V RM = V RRM max 

dv/dt = 20 V/ilS 

f = SO Hz 

I RM =10A 

V DM = V DRM max 

/) = O,S·/O 

12SoC V GD 0,2S V min. 

12SoC tq 12 ilS 

1971 • 01 ·3/5 



C 40 U 
--.-C 40 E 

O'~180' 
L.L.J 

Valeurs limites 
Limiting values 

II 
CiJ 

125~--~--~~--+---~ 125 ~-+----+--~-+-_-+_~ 

10 20 

1 00 1-~.p.,~~--t----t---+--1 

25 ~-~-~--~~+-~ __ J~~~ 
t 1 1 1 l l.. 
r=j2 6 4 3 2 

30 IT{AV)max{A) 10 20 IT(AVJmaX{A) 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

p (AV) (.~\"':.:..) _,..-_...,-_-.,.-_-,,--_..-----. 

6o~---~----~------+-~--~ 60 ~-+---+--I--+---l 

2 

40 ~-----+- 40 

10 20 30 IT{AV){A) 10 20 

1971 • 01 4/5 



120 

80 

40 

1\ 

'" 

Valeurs limites 
Umiting values 

1o 1 
-65 C<t(vj)< 

1'" 
1 

125°C _ 

~ r----
---"", 

10 20 50 n 

n = nombre de surcharges 1/2 alternance - f == 50 Hz 
cycles at 50 Hz 

1,75 

1,50 

1,25 

0,7!i 

0,5 

0,25 

C 40 U 

---- C 40 E 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

. max._ 

1 
/ 

/ 
1/ 

/ 
V 

V 
0,001 0,01 0,1 10 

/. 
~~ 

f----
t(vil == 125°C W 

10 /y 
Il 

/ / t(vil == 25°C 

1 1 

Il 

0,1 
\ 

0,01 0 
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Photodiodes au silicium 
Silicon photodiodes 

Détection de signaux lumineux 
Detection of light signaIs 

Lecture de cartes perforées 
punched cards read out systems 

Dissipation de puissance maximale 
Maximum power dissipation 
Ptot (mW) 

75 

" 50 
, 
" '\. 

'", 
25 

25 50 

30 F 2 

-.-35 F 2 

* Dispositif recommandé 
Prefered device 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

Photocourant 30F2 6 - 50/lA /2500 lux 
Photo current 31F2 30-95/lA /2500 lux. 

Boîtier 
Case 

F46 

32F2 
33F2 
34F2 
35F2 

65 -180 /lA /2500 lux 
120 - 360 /lA /2500 lux: 
240 -720 /lA /2500 lux: 
>480/lA /2500 ,lux: 

Materiau VERRE (1) (2) 
Material .GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings {/imiting values} (Unless otherwise st8tedl 

30 F 2 - 34 F 2 35 F 2 

Tension inverse continue VR 40 30 
Continuous reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 40 30 
.Peak reverse voltage 

Dissipation totale de puissance tcase=25°C Ptot 75 75 
Total poWer dissipation 

Température de fonctionnement max toper +125 +125 
Operating temperature 

Température de stockage min \tg 
-65 -65 

Storage temperature max +175 +175 

(1) La connexion repérée d'un point jaune doit être reliée au pôle positif de la source 
Yellow dot indlcates positive biased lead 

(2) Sur demande 
On request 

cp max = 2,2 mm au lieu de 2,5 mm 
instead of 

V 

V 

mW 

Oc 

Oc 
Oc 

1971 - 01 1/4 
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30 F 2 

~35 F 2 

Caractéristiques générales tamb = 25 OC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless orherwise srered) 

min typ max 

Courant d'oqscurité VR == 24 V IR 0,01 0,05 pA 
DBrk current VR = 24 V tamb = 100°C IR 1 pA 

Photo courant VR = 24 V 30 F 2 t.I R 6 50 pA 
Photo current E = 2500 lux 31 F 2 t.I R 30 95 pA 

to = 2870
0

K 32 F 2 t.I R 65 180 pA 
33 F 2 t.I R 120 360 pA 
34 F 2 t.I R 240 720 pA 
35 F 2 t.I R 480 IJA 

Temps total d'établissement VR = 20 V 30 - 34 F 2 2,7 7 J1s 
Turn on rime RL = 100,Q 35 F 2 2,7 8 J1s 

1971 -01 2/4 



0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

1000 2000 3000 E (lUX) 

Réponse spectrale relative Relative spectral response 

- photodiodes ~ i' 
lampe tungstène 1 , " -- wngsten lamp .' 1 l', 
te = 2870

0

K ! 1 
1\ '\.. 

!I 
IV 
Il 

) 

VI 
/ 1 

1/ 
/ 

1 

0,4 0,8 1,2 Â(pm) 

30 F 2 

...... 35 F 2 
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30 F 2 

_____ 35 F 2 

tamb = 25°C 

4 E = 0 lux 

3 

2 

~ 
V 

V 
~ 

o 

C (pFl 

15 

'" 10 

5 

0 

10 

'" 
20 

r-..... 

"'" '" 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

VR = 24 V 
.. ·E·=O lux 

V 
O,l. 

0,01 

L 
li 

/ 0,001 

V 
30 -50 o 50 

l{ 

f = fréquence de modulation Î\ modulation frequency 

~ 
0,5 

0 
1 2 5 10 20 40 VR (V) 0,01 0,1 10 100 f (kHz) 

1:::. IR/a: 

1:::. IR/Oo 
.... 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

- 60 -30 0 30 60 a(o) 
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Diode germanium à pointe d'or FS 19 

Germanium diode, go/d bonded 

Commutation fort courant 
High current switching 

Marquage: clair 
Marking: c/ear 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Ouick reference data 

25 V 

110 mA 

... 
----------~a=J~----------

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Materia/ GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de 'stockage 
Storage temp~rature 

Absolute ratings Oimiting values} 

VR 25 

VRM 25 

IF 110 

IFM 150 

~= 1s IFSM 200 

10 30 

min \tg -55 
max +70 

(Unless otherwise statedJ 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

Oc 
oC 

1971 - 01 1/2 
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FS 19 

Tension directe 
OC (orward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless ofherwlse sfatedJ 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

IF = 10 mA VF 0,48 V 
IF = 110 mA VF 1,1 V 

VR = 10 V IR 10 /lA 
VR = 25 V IR 70 /lA 

VR = 10 V t amb = 70°C IR 65 /lA 
VR =25 V t amb = 70°C IR 240 /lA 

Courant inverse de recouvrement IF=5 mA trr1 = 0,5 /ls irr1 250 /lA 
Reverse recovery current t rr2 = 3,5 /lS irr2 25 /lA 

1J1JL +. V Oscilloscope 

f~50kHZ-{~n---+-------~~------------~----~----------~------~--~ 
t ~ 10 ns 
r 

1970- 01 212 

1 F = 5 mA 22,5 V 

L--------l ~ ~ ~ I------.J 

Irr2 

100 

200 
Irr1 

300 

trr1 1 2 
( 

3 trr24 t(/ls) 

25/lA max 



Diode germanium à pointe tungstène FS 36 
Germanium "diode, tungsten point contact 

Marquage: clair 
Mark/ng : clear 

Tension inverse continue 
oc reverse volcage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de surcharge 
Surye forward current 

Température de stockage 
Storage temperature 

* Dispositif recommandé 
Preferred dev/ce 

Caractéristiques principales 
Quick reference d8ta 

V F (10 mA) 

IR (10 V) 

1 V max 
40 IlA max 

... 
------------G::)~----------

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VER RE 
Mater/al GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute rat/ngs (Iimiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherw/se stated) 

VR 30 V 

VRM 30 V 

IF 30 mA 

t p = 1 s IFSM 300 mA 

min tstg -55 Oc 
max +85 Oc 

1971 -01 1/2 
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FS 36 

Caractéristiques générales tamb = 25 oc 

General characteristics (Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise statedJ 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

Tension directe IF=3 mA VF 0,6 V 
OC forward volt8fJe IF = 10mA VF 1 V 

IF =30 mA VF 2 V 

Courant inverse VR = 10 V IR 40 J1.A 
oc reverse current V

R 
= 30 V IR 250 p.A 

VR = 1,5 V tamb = 70°C IR 60 p.A 
VR = 10 V IR 100 p.A 
VR =30 V IR 500 J1.A 

Charge recouvrée IF = 10mA IR =0,5 mA Q 
s 150 pC 

Recovered charge 

1971 - 01 2/2 



Diodes de redressement au silicium 
à avalanche contrôlée 

* 166 J 2 

* 168 J 2 
Silicon rectifier diodes/contro//ed avalanche 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

'0 
VRWM 

V(BR) 

0,4 A (tamb = 25°C) 

600V, 800V 

700 V, 900 V 

... 
-----------ŒC)-----------

Boîtier 00-7 
Case 

Anneau 123 

Ring 
Materiao VERRE 
Materia/ GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings {/imiting values} (Un/ess otherw(se stated) 

166 168 
J2 J2 

Tension inverse de crête - 65, +150°C VRWM 600 800 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de pointe répétitif 'FRM 1,25 1,25 A 
Repetitive peak forward current 

Courant direct de surcharge accidentelle t p = 1 s IFSM 3 3 A 
Surge non repetitive forward tamb == 150°C 

Courant direct moyen 25°C 10 0,4 0,4 A 
Mean forward current 150°C 0,15 0,15 A 

Puissance dissipée en inverse par t p == 10 ,:s 

sarchargl! -accid entelle t(vil == 25 c Ps 30 30 w 
Peak reverse power dissipation t(vi) = 150°C Ps 20 20 w 

Température de fonctionnement min toper - 65 -65 Oc 
Operatfng temperature max +150 +150 Oc 

Température de stockage min t stg - 65 -65 Oc 
Storage temperature max +150 +150 Oc 

~~' 
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166 J 2 * 
168 J 2 * 

Caractéristiques générales 1 tamb = 25 oC 
General charaéteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwlse stated) 

C,?nditions de mesure Symb. 166 J 2 168 J 2 
Test conditions 

max max 
Courant inverse V R = VRWM max 25°C IR 0,5 0,5 
Reverse current 

Courant inverse VR = VRWM max 100°C IR 60 60 
Reverse current 

min·max min-max 
Tension de claquage IRM = 50 pA 25"C V(BR) 700 900 

pA 

pA 

V 

Breakdown voltage 500 pA 1000 1200 

max max 
Tension directe IF = OA A VF V 
Forward voltage 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Cola ur coding (or clear marking) 

Types 1 er anneau 2e anneau 3e anneau 
Ist ring 2nd ring 3rd ring 

166 J 2 Marron Bleu Bleu 
Brown Blue Blue 

168 J 2 Marron Bleu Gris 
Brown Blue .Grey 
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Valeurs limites 
Limiting values 

la max (A) 
0,5 

0,4 

0,25 

0,15 

~ 

~ 
~ 

25 50 100 

IFSM max(A} 

1\ 1 1 ) 
lamb= 150 C 

'" i'. '1'--.. 
~ 

o 
0,01 0,1 

........ r-..... r--.... 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

IFM(m..-A_' ---,----,,----.-.r-r--rl 

100 1----+---...; 
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Modulateurs en anneau 
Ring modulators 

Modulateurs à diodes germanium 
Germanium diodes modulators 

20 M 1 - 21 M 1 

Modulateurs à diodes silicium 
Silicon diodes modulators 

Boîtier platique 
Plastic case 

Schémas electriques 
Basic circuits 

20M 1 

20M2 

Conditions d'équilibrage 
Balance conditions 

Affaiblissement du courant porteur 
Carrier current attenuation 

f1 = 300 kHz 
V

f1 
= 1 V eff (rms) 

Vf =0 
2 V2 

log - ~5 Np 
e V 

f 1 

20 M 2 

CB 60 
CB 59 
CB 60 

20 M 1 
21 M 1 
20 M 2 

21 M 1 

CB 59 

Affaiblissement du courant modulateur 
Modulator current attenuation 

f 1 =1 MHz 
Vf =1 Veff(rms} 
f 1:: 300 kHz 
J

f 
=0,285 V 

2 V 
loge 2 ~ 4,9 Np 

V
f2 

20 M 1 

20 M 2 

21 M 1 

CB 60 
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Diodes germanium à pointe d'or 
Germanium go/d bonded 

15 'p 1 

85 P 1 

Usage général 
General purpose 

Commutation 
Switching 

Marquage: clair 
Marklng : clear 

Tension inverse continue 
oc ravene volmge 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de stockage 
Storage tempefBture 

* Dispositif recommandé 
Prtlftlr~ dtlvlCtl 

Caractéristiques principales 
Quick r8f8renc8 data 

(100 mA) 
VF (200 mA) 

(100V) 

(50V) 

... 

1 V max 15 Pl 

1 V max 85 Pl 

100 !lA max 

100 IlA max 

15 Pl 

85 Pl 

----------~a=J~----------

Boîtier D0-7 
Case 

Materiau VERRE 
Mater;al GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) {Unless otherwlse statadJ 

15 Pl 85 Pl 

VR 100 50 V 

tp = 1s IFSM 500 500 mA 

10 150 200 mA 

min tstg -55 -55 Oc 
max +85 +85 Oc 
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15 P 1 
85 P 1 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
. General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Un/ess otherwise ststed) 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

Tension directe IF = 10 mA 15 Pl VF 0,8 
OC forwsrd voltsge IF = 100 mA 15 Pl VF 1 

IF = 200 mA 85 Pl VF 

Courant inverse VR = 10 V 15 Pl IR 20 
oc reverse current VR:l00V 15 Pl IR 100 

VR = 10 V tamb = +55°C 15 Pl IR 150 

VR = 60 V t amb = +55°C 15 Pl IR 250 

VR = 50 V 85 Pl IR 100 
VR = 30 'VI tamb = +55°C 85 Pl IR 250 

Temps de recouvrement IF = 10 mA IR=l mA trr 250 
inverse (de la tension) 
Reverse (vo/tsgs) 

recovsry time 

1971 - 01 2/2' 

V 
V 
V 

J1A 
!lA 

/-LA 
!lA 

!lA 
flA 

ns 



Diode germanium à pointe d'or 
Germaniu.m diode, go/d bonded 

19 P 1 

Usage général 
General purpose 

Détection 
Detection 

. * Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

VF (100 mA) 

IR (10 V) 

1 V max 

25 /lA max 

17 (100 MHz) 55% min 

... 
Marquage: clair <:r:::=:)r-------
Marking : clear 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Courant direct de sucharge 
Surge farward current 

Courant direct moyen 
Mean farward current 

Température de stockage 
Starage temperature 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisltion tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absalute ratings (Iimiting values) (Unless atherwise stated) 

VR 15 V 

t p = 11 IFSM 500 mA 

la 200 mA 

min tstg -55 Oc 
max + 85 Oc 
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19 P 1 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure 
Test conditions 

Tension directe IF = 100 mA 
OC forward voltage 

Courant inverse VR = 10 V 
oc reverse current VR = 10 V t amb = +55°C 

Rendement de détection RL=3 Hl CL = 1000 pF 
en tension 
Detectar voltage efficiency f=100MHz VI = 2 V (eff) 

Temps de recouvrement IF = 10 mA IR=l mA 
inverse (de la tension) 
Reverse (voltage) 

recovery time 

1971 -:>1 2/2 

tamb = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stated) 

Min. 

VF 

IR 
IR 

1'/ 55 

trr 

Max. 

V 

25 /lA 
150 /lA 

% 

250 ns 



Diode germanium à pointe tungstène 
Germanium diode, tungsten point contact 

26 ·P1 

Usage général 
General purpose 

Comparateurs de phase 
Phase comparsters 

Marquage: clair 
MarkTng : cTear 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crète 
Peak reverse voltage 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de jonction 
Junction temperature 

Température de stockage 
Storage tempe~ture 

* Dispositif recommandé 
Preferred aevice 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

50 V 

10 50 mA 

... 
----------~Œ:)~---------

Boîtier DO-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 
rUnless otherwlse stated) 

VR 50 V 

VRM 50 V 

\0 50 mA 

max ti -55 Oc 
+90 

min tstg - 55 Oc 
max +90 Oc 
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26 P1 

Tension directe 
OC forwerd voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

{Unless otherwlse st8tedJ 

Conditions de mesure Max. 
Test conditIons 

IF = 5 mA VF V 

VR = 10 V IR 25 /lA 
VR=50V IR 50 /lA 

Temps de recouvrement IF = 30 mA RL=2kn trr 500 ns 
inverse (du courant) 
Reverse {currentJ VR = 35 V irr = 0,75 mA 
recovery time 

1971 - 01 2/2 85 Pl :':r 15 Pl 



Diodes silicium à pointe aluminium' 
Silicon diodes, aluminium point contact 

*12 P 2 

.* ----19 P 2 

Usage généra 1 
General purpose 

Très faible capacité 
Very low capacitance 

Marquage: clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

10V ____ 200 V 

{
50 mA 
40 mA 

12P2, 19P2 
13P2 __ 18P2 

... 
<JI::) 

12 

Marking: clssr or coloured rings (see code next page) Boîtier DO-7 Materiau VERRE 
Case Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings (Iimiting values)' (Unless otherwlse steted) 

12P2 13P2 14P2 15P2 . 16P2 17 P2 18P2 19 P2 

Tension inverse de crête VRM 200 200 150 100 50 30 10 10 V 
Peak reYfJ/Tt1 voltage 

Courant directde t p = ls IFSM lBO 120 120 120 120 120 120 180 mA 
surcharge 
Surge fotW1lrd current 

Courant direct moyen '0 60 40 ~ 40 40 40 40 40 60 mA 
Mean forwllrd current t amb ';' 125°C 30 20 20 20 20 20 20 30 mA 

Température de jonction max t j + 125 + 125 + 125 + 125 +125 +125 +125 + 125 Oc 
Junction tempe rature 

Température de stockage min t stg -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 Oc 
Stor8l(}t1 tt1fTlpefllture max + 125 + 125 + 125 +125 + 125 + 175 +125 + 125 Oc 
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12 P 2* 

--.-19 P 2* 

Caractéristiques générales timb = 25 oC 
General characteristics (Sauf jndications contraires) 

(Unless otherwise statedJ 

Tension directe 
DC forward voltage 

Courant inverse 
DC reverse current 

Capacité différentielle 
Smal/ signal capacitance 

Capacité différentielle 
Small signal capacitance 

1971-01 2/3 

Conditions de mesure 
Test·conditions 

IF = 10mA 12 P 2 

IF=l mA 13 P 2 
-18 P2 

IF = 10 mA 19 P 2 

VR=V RM 
VR = VRM tamb = 125°C 

VR = 2V f= 1 MHz 

VR = 40 V f= 1 MHz 12 P 2 
-16P2 

Code des couleurs 
Colour coding 

Type Anneau1 Anneau2 
Ring Ring 

12 P 2 Marron Rouge 
Brow,? Red 

13 P 2 Marron Orange 
Brown Orange 

14 P 2 Marron Jaune 
Brown Yellow 

15 P 2 Marron Vert 
Brown Green 

16 P 2 Marron Bleu 
Brown Blue 

17 P 2 Marron Violet 
Brown Violet 

18 P 2 Marroo Gris 
Brown Grey 

19 P2 Marron Blanc 
Brown Whiœ 

Max. 

VF V 
VF V 

VF V 

IR 0,5 /lA 

IR 100 /lA 

C 0,4 pF 

C 0,3 • pF 



50 

40 

1 

1 
V 

30 

20 

10 

/ 
0,5 1,5 

30 

) 
" 

20 

10 

V 
0,5 1,5 

IO(mA) 

60 

40 

20 

. 0 

12P2-19P2 

IF(mA) 

4 

VF(V) 

13P2-18P2 

IF(mA) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

VF(V) 

*12 P 2 

* --.-19 P 2 

J 
~ 

/ V 
0,2 0,4 0,6 0,8 V F(V) 

j 

V 
/ 

V 
L 

0,2 0,4 0,6 0,8 V F 
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Diodes silicium 
Silicon diodes 

Usage général 
General purpose 

Marquage: clair 
Mark/ng : clear 

34 P 4 

____ 37 P 4 

* Dispositif recommandé 
Preferrec/ device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

VR 
V F (10mA) 
V F (15 mA) 
VF (20 mA) 

C (0 V) 
C (0 V) 

20V __ 90V 
1 V max 36 P 4 
1 V max 34 P 4 
1 V max 35 P 4, 37 P 4 

2 pFmax 35, 36, 37 P 4 
4 pFmax 34 P 4 

...-
CD 

Boîtier F 80 Materiau VERRE 
Case Mater/al GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherw/se steted) 

34 P 4 35 P 4 36 P 4 37 P 4 

Tension inverse continue VR 20 45 90 45 V 
oc reverse voltage 

Courant direct continu IF 115 115 115 115 mA 
oc forward curren t 

Courant direct de pointe IFM 225 225 225 225 mA 
Peak forward current 

Courant direct moyen 10 75 75 75 75 mA 
Mean forward eurren t 

Dissipation de puissance Ptot 500 500 500 500 mW 
Total power dissipation 

Température de jonction max tj + 200 + 200 +200 + 200 Oc 
lunet/on trJmperature 

Température de stockage min tstg -65 -65 - 65 -65 Oc 
Storage trJmperature max + 200 + 200 + 200 +200 ,oc 
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34 P 4 

--...37 P 4 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristÎcs (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Conditions de mesure Max. 
Test conditIons 

Tension directe IF = 5 mA 36 P 4 VF 0,8 V 
DC forwerd voltege IF =10mA 36 P 4 VF 1 V 

IF =15mA 34 P 4 VF V 

IF =20mA 35 P 4 VF V 

IF =20mA 37 P 4 VF V 

Courant inverse VR = 10 V 34 P4 IR 30 nA 
DC reverse current VR = 20 V 35 P 4 IR 10 nA 

VR = 20 V 37 P 4 IR 10 nA 

V R =50V 36 P 4 IR 60 nA 

Capacité différentielle VR = 0 V • f= 1 MHz 34 P 4 C 4 pF 
5mBlIsfgnBI cBpacitBnœ 35 P 4 C 2 pF 

36 P 4 C 2 pF 

37 P 4 C 2 pF 

Temps de recouvrement IF =10mA IR =10mA 34 P 4 trr 10 ns 
inverse du courant 

Îrr =1 mA 36 P 4 trr 10 ns 
ReVerse {current} recovery tlme 

37 P 4 trr 6 ns 
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Photodiodes au germanium 
Germanium photodiodes 

Détection de signaux lumineux 
Detection of light signais 

PHG 1 
PHG 2 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Lecture de cartes perforées 
Punched card read out systems 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

Dissipation de puissance maximale 
Maximum power dissipation 

Ptot (mW) 

30 1----Ik---j-----j-----1 

20 l----I------'~j-----j-----1 

25 50 

Sensibilité ~ PHG 1 
Sensitivity 1 PHG 2 

Boîtier {PHG 1 = CB 25 
Case PHG 2 =. F 46 

1 OOf-lA / 1000 lux 

50f-lA /1000 lux 

F.46~ 

Materiau VERRE (1) 
Material G.LASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indicajions contraires) 
Absolute ratings (/imiting values) (Unless otherwise steted) 

Tension inverse continue V
R 

30 V 
Contfnuous reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 30 V 
Peak reverse voltage 

Dissipation totale de puissance (2) P tot 30 mW 
Total power dissipation' 

Température de fonctionnement max toper 85 Oc 
Operating temperature 

Température de stockage min t stg -65- Oc 
Storage temperature max +85 Oc 

(1) En connexion marquée d'un point rouge (anode) doit être connectée au pôle négatif de la source. 
Red dot indicates lead ro be biased negatfve (anode) 

(2) Compte tenu de l'échauffement provoqué par la lumière incidente 
Includfng hearing due to fncident /ight 
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PHG 1 
PHG 2 

Courant d'obscurité 
Oark current 

Photo courant 
Photo current 

Impédance d'entrée 
OUtput impedance 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise st8ted)" 

min. 

VR = 30 V PHGl IR 
VR = 30 V t amb=55°C PHGl IR 
VR = 20 V PHG2 IR 
VR = 20 V t amb=55°C PHG2 IR 

E = 1000 lux PHGl t::.I R 
70 

tc = 2650
0

K PHG2 t::.I
R 

30 

Vp,= 10V PHGl 
PHG2 

Temps total d'étab,!ssement PHGl ton 
Turn·on tlme 

Courant de bruit 800 Hz < f < 2000 Hz PHGl 

Noise current 
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typo max. 

10 30 !lA 
70 200 !lA 
10 30 !lA 
70 200 ·!lA 

100 !lÀ 
50 !lA 

10 Mn 
5 Mn 
2 6 !ls 

0,2 nA 



PHG 1 

30.103 

2,5 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 r--

1 

Caractéristiques typiques 
. Typica/ characteristics 

Réponse spectrale relative 
Relative spectral response 

1(1 

J 
1(' 

/'" \ 
~ 1 \ , \ 

1 \ 
1 

r-- visible infra-rouge \ 
infra-red 

-'-
0,4 0,8 1,2 1,6 2 Àlj1m) 

1 
61

R 
(mA) 1 

60.103 

-
t amb =25°C 

- 2,5_ 

PHG 2 

1 

PHG 1 
PHG 2 

1 

t
amb 

=25°C 

20.103 40.103 

2 

1,5 

". 

0,5 

-IR Ij1A) 

200 

100 

50 

20 

10 

2 

10.103 1ux 

5 _ 103 
~ 

10 15 20 25 30 -V
R 

IV) 

V
R 

=-30V 
i 

E =0 lux V 
L 

/V 
/ 

/ 

/ 
20 40 

2 

1,5 

0,5 

-IR Ij1A) 

200 

100 

50 

20 

10 

2 

20.103 lux 

10 15 20 25 30 -V
R 

IV) 

VR =-2~V_ i 
E =0 lux V 

/ 
V 

~ 

/ 
'1' 

/ 
/ 

20 40 
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Diodes de redressement au silicium *22 R 2 

Silicon rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected ta case 

Anode au boîtier 
Anode connected to case 

245 cmAN 

22 R 2-30 R 2 

22 R 2 R __ 30 R 2 R 

*~30 R 2 

* 0 ispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

10 
VRWM 

20 A (tcase = 120°C) 

200 V _____ 1000 V 

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase= 25 OC (Sauf indications contraires) 
Absolute mings (/imiting values) (Unless otherwise stated) 

22 24 26 28 30 
R2 R2 R2 R2 R2 

Tension inverse de crête VRWM 200 400 600' 800 1000 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcharge t(vj) = 150°C If SM 250 250 250 250 250 A 
accidentelle t p = 10 ms 1 .t 310 310 310 310 310 A'l.s 
Surge non repetitive forward current 

Courant direct moyen t case = 120° 10 20 20 20 20 20 A 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper - 65 -65 -65 - 65 -65 Oc 
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min tstg -65 -65 - 65 - 65 -65 Oc 
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 +175 Oc 
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22 R 2* 

~30 R 2* 

Caractéristiques générales t case = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. 22 24 26 28 
Test conditions R2 R2 R2 R2 

max max max max 
Courant inverse V RM = V RWM max 150°C IRM 4,5 2,5 1,5 1 
de crête 
Peak reverse current 

max max max max 
Tension directe IF =20 A VF 1,3 1,3 1,3 1,3 
Forward voltage 

max max max max 
Résistance thermique Rth(j_c) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Thermal resistance 
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30 
R2 

mA 

max 
1,3 V 

max 
1,2 °C/W 



la max(A) 
20 

15 

10 

50 

1 

1 
t(v.n =250 C 

10 

./ 

l' 
1 

100 

0,1 

a 

c \ 
\ 
\ 
\ 

100 120 150 

Valeurs limites 
Limiting values 

* 22 R 2 

* --30 R 2 

IFSM niax(A) 

300 

1"-
............ """ -i--

........ 

'" i'-... -
200 

100 

o 
1 10 100 n 

n = nombre de surcharges successives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycles et 50 Hz 

Caractéristiques typiques. 
a Typica/ characteristics.. 

ZthU.c) ( C/W) 

0,8 

./ ~ 
,.~ 

V 
~ 

0,6 

0,4 

0,2 

D,DOl D,Dl 0,1 

~ -- -~ 
~ 

L- t(v.n = 150° C 

20 ~--~--~~---~--~r----r--~ 

10 20 30 40 50 IO(A) 
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212 R 2 S 

312R2S 

voir 26 R 2 S 
see 
voir 36 R 2 S 
seo 



Diodes de redressement au silicium 
à avalanche contrôlée 

* 26 R 25 

* -·~30 R 2S 
Silicon rectifier diodes"controlled avalanche *212R2S 

Boîtier DO-5 
Case 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

245 cmAN 

Cathode au boîtier 26 R 2 S. 28 R 2 S. 
Cathode connected to case 30 R 2 S. 212 R2S 

Anode au boîtier 26 R 2RS. 28R2RS 
Anode connecred ro case 30 R 2RS. 212R2RS 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

10 

VRWM 

20 A (tcase = 120°C) 

600 V ~1200 V 

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase = 25 'C (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings {limiting values} (Unless orherwlse staredJ 

26 28 30 212 
R2S R2S R2S R 2 S 

Tension inverse de crête V RWM 600 800 1000 1200 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcharge t p = 10 ms IFSM 250 250 250 250 A 
accidentelle t(vj) = 150° C 12 .t 310 310 310 310 A2 .s 
Surge non reperitive forward current 

Courant direct moyen tcase=1200C 10 20 20 20 20 A 
Mean (orward current 

Température de fonctionnement min toper -65 -65 -65 -65 Oc 
Operating temperarure max +150 +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min t stg -65 3 - 65 -65 - 65 Oc 
Srorage tempe rature max +175 +175 +175 +175 Oc 

1971·02 1/3 
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26 R 2S * 
~30 R 2S* 

212 R 2S* 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure 
Symb. 

Test conditions 

Courant inverse de crête VRM = VRWM max 150°C 

Peak reverse current IRM 

Tension de claquage IRM = 0,5 mA V(BR) 
Breakdown voltage 

Tension directe IF = 20 A VF 
Forward voltage 

t ~ase = 25°C 
(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwise stated) 

26 28 30 
R2S R2S R2S 

max max max 

1,5 

min min min 
700 900 1150 

max max max 
1,3 1,3 1,3 

max max max 
Résistance thermique Rth(j-c) 1,2 1,2 1,2 
Thermal resistance 
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212 
R2S 

max 

mA 

min 
1300 V 

max 
1,3 V 

max 
1,2 °C/W 



10 max(A) 
20 

15 

10 

100 

10 

0,1 
o 

50 

1 

1 
t(v.jI =250 C __ 

/ 

!J 
1( 

1 

1\ 
\ 
\ 
\ 

100 120 150 

Valeurs limites 
Limiting values 

IFSM max(A) 

300 

200 

l"'-
i'-

100 

o 
1 10 

*26 R 2S 

*-30 R 2S 

*212 R 2S 

~r-... 

1"'-
f".~ 

r--

100 
n = nombre de surcharges successives 1/2 période à 50 Hz 

Zth(j.c) (0 C/W) 

0,8 

0,6 

0,4 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

n = Cycles Bt 50 Hz 

L~ 
LV 

~ 0,2 

~ 
0,001 0,01 0,1 

~-~ 
~ 

P(AV) (W) 

t(v.j) 150° C 

60 

- t(v.j) = lS00C 

40 

20 

la 20 30 40 50 10(A) 
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Diodes de redressement au silicium 
Silicon rectifier diodes 

*32 R 2 

*.......-38 R 2 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max. 
Maximum rorque on nur 

245 cmAN 

Cathode au boîtier 32 R 2 ____ 38 R 2 
Carhode connecred ro cese 

Anode au boîtier 32 R 2R --38 R 2 R 
Anode connecred ro case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absa/ute ratings Oimiting values) 

32 R 2 

Tension inverse de crête VRWM 200 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcharge tp = la ms IFSM 500 
accidentelle t(vil = 150°C 12 .t 1250 
Surye non reperirive forward currenr 

Courant direct moyen t case = 110°C la 35 
Mean forward current 

Température virtuelle de min t(vil -65 
jonction max +150 
Virtual juncrion remperature 

Température de stockage min tstg -65 
Srorage temperature max +175 

* Dispositif recommandé 
P",ferred device 

Caractéristiques principales 
Quick ",fBrwncB dBtB 

35 A (tcase = 110°C) 

200 V ____ 800 V 

tcase = 25 OC (Sauf indications contraires) 
rUn/ess orherwise srsred) 

34 R 2 36 R 2 38 R 2 

400 600 800 V 

500 500 500 A 
1250 1250 1250 A2 .s 

35 35 35 A 

-65 -65 - 65 Oc 
+150 +150 +150 Oc 

-65 -65 -65 Oc 
+175 +175 +175 Oc 

1971-02 1/3 
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Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characferistics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise statedJ 

Conditions de mesure 
Symb. 

32 34 36 38 

Test conditions R2 R2 R2 R 2· 

Courant inverse de crête VRM = VRWM max 150°C max max. max max. 

Peak reverse voltage IRM 4,5 4,5 4,5 3 mA 

max max max max 
Tension directe IF = 35 A VF 1,3 1,3 1,3 1,3 V 
Forward voltage 

max max max max 
Résistance thermique Rth(j-c) °C/W 

Thermal !1Jsistance 
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'0 max (A) 
35 

30 

20 

10 

100 

10 

0,1 

50 

1 

1 
t(Y-n =250e 

/ 

il 
( 

1 

. 1\ 
\ 
\ 
\ 

100110 150 

Valeurs limites 
Limiting values 

'FSM max(A) 

l '5 J . 
t(vil = 1 0 C 

600 

......... 

----
t-- -.......... 

......... 
........... -

400 

200 

o 
1 10 100 n 

n = nombre de surcharges successives 1/2 p~riode à 50 Hz 
n = Cycles Bt 50 Hr 

Caractéristiques typiques 
Zth(j-c) (Oe/W) Typica/ characteristics 

0,8 

0,6 

~ 
0,4 

/ 
~ 

0,2 

0,001 0,01 0,1 tp(S) 

P(AV) (W) ~ -....--
~ 

L t(Y-il = 1500e 
60 

40 

20 

10 20 30 40 50 'n(A) 
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Oiodes de redressement au silicium 
à avalanche contrôlée 

*36 R 2S 

*~40 R 2S 
Silicon rectifier diodes controlled avalanche * 312 R 2S 

Boîtier 
Case 

00-5 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected to case 

Anode au bo îtier 
Anode connected to case 

245 cmAN 

36 R 2 S -+- 312 R 2 S 

36 R 2 S -+- 312 R 2 RS 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

35 A (tcase = 110°C) 

600 V -+- 1200 V 

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase= 25 OC (Saufindicationscontrairesl 
Abso/ute ratings (/imiting values) (Unless otherwise stated) 

36 R 2 S 38 R 2 S 40 R 2 S 312 
R 2 S 

Tension inverse de crête VRWM 600 800 1000 1200 V 
Crest working reverse uoltage 

Courant direct de surcharge t p =10ms IFSM 500 500 500 500 A 
accidentelle t(vil = 150"C J2. t 1250 1250 1250 1250 
Surge non repetitive forward current 

Courant direct moyen t case = 11 DoC la 35 35 35 35 A 
Mean forward current 

Température virtuelle de min t(vj} - 65 - 65 -65 - 65 Oc 
jonction max +150 +150 -+150 +150 Oc 
Vinual junction temperature 

Température de stockage min tstg - 65 -65 - 65 - 65 Oc 
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 Oc 

1971 - 02 1/3 
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36 R 2S * 
...... 40 R 2S* 

312R2S* 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise sraredJ 

Conditions de mesure Symb. 
36 38 40 

Tesr condirions R 2 S R2S R2S 

Courant inverse de crête VRM = V RWM max 150°C max max max 

Peak reverse currenr IRM 4,5 3 3 

min min min 
Tension de claquage I RM = 0,5 mA V(BR) 700 900 1150 
8reakdown voltage 

max max max 
Tension directe IF = 35 A VF 1,3 1,3 1,3 
Forward volrage 

max max max 
Résistance thermique Rth(j.c) 
Thermal resistance 

1971 ·02 2/3 

312 
R2S 

max 

3 mA 

min 
1300 V 

max 
1,3 V 

max 
°C/W 



10 max(A) 

35 

30 

20 

10 

100 

10 

0,1 

o 

50 

1 

1 
t(y.j)=250C --

./ 

~ 
r 

1 

\ 

\ 
\ 
\ 

100110 150 

Valeurs limites 
Limiting values 

* 36 R 2S 

* __ 40 R 2S 

*312R2S 

IFSM max (A) 

1 1 o~ 
t(vil = 150 C 

600 

" ~b - r"- i"- r"-,.... 

400 

200 

10 100 n 

n = nombre de surcharges successives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycles et SQ Hz 

Caractéristiques typiques 

(
0 IW)Typica/ characteristics 

Zth(j.c) C 

0,8 

0,6 

~ 
~ 

V 
~ 

0,4 

0,2 

D,DOl D,Dl 0,1 

r---- ".,. 

~ 
~ 

L t(v.j)=150oC 
60 r---~--~----+----r~~~~ 

40 1---+---+--t7''7''+--t-~ 

20 I---+--~~---r---_r-~--~ 

10 20 30 40 50 IO(A) 
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Diodes de redressement au silicium *42 R 2 

Silicon rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

DO-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

176 cmAN 

Cathode au boîtier 42R2~48R2 
Cathode conneéred ta case 

Anode au boîtier 42R2R ----48R2R 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (timiting values) 

42 
R2 

Tension inverse de crête V RWM 200 
Crest warking reverse voltage· 

Courant direct de surcharge tp = 10 ms IFSM 75 
accidentelle t(vil = 150°C 12 .t 30 
Surge non repetitive forward current 

Courant direct moyen t case = 125°C la 6 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper - 65 
Operating temperarure max +150 

Température de stockage min tstg - 65 
Storsge tempersrure max +175 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

6 A (tcase = 125° Cl 
200 V ____ 800 V 

t case= 25·C (Sauf indications contraires) 
rUnless otherwise st8tedJ 

44 46 48 
R2 R2 R2 

400 600 800 ,. V 

75 75 75 A 
30 30 30 Al.s 

6 6 6 A 

- 65 -65 - 65 Oc 
+150 +150 +150 Oc 

- 65 -65 -65 Oc 
+175' +175 +175 Oc 
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42 R 2* 

--.-48 R 2 * 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise statedJ 

Conditions de mesure Symb. 42 44 46 
Test conditions R2 R2 R2 

max max max 
Courant inverse de crête VRM = VRWM max 150°C IRM 4,5 2,5 1,5 
Peak reverse current 

max max max 
Tension directe IF =6A VF 1,3 1,3 1,3 
Forward voltage 

max max max 
Résistance thermique Rth(j·c) 2 2 2 

Thermal resistance 

1971 - 02 2/3 

48 
R 2 

max 
mA 

max 
1,3 V 

max 
2 °C/W 



'a max(A) 

50 

IFM (A) 

1000 

100 

la 

0,1 

Valeurs limites 
Limiting values 

*42 R 2 

*--48 R 2 

'FSM max(A) 

Il}) ='150·b 

\ 
\ 
\ 

75 ......... 
............. r--r-..... ---'--

50 

25 

o 
100 125 150 1 10 100 n 

n = nombre de"surcherges successives 1/2 période à 50 Hz 
n=Cycl ... r50Hz 

Caractéristiques typiques 

Zth(j_c)loc/W) Typica/ characteristics 

~ 

0,4 

/ 
.,/ 
V 

/ 
V 

0,8 

0,6 

0,2 

0,001 0,01 0,1 

30 

20 

10 

V
FM 

(V) 

Ip(S) 

10 15 20 25 IotA) 
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Diodes de redressement au silicium 
à avalanche contrôlée 

*46 R- 2S 

*48 R 2S 

*50 R 2S 
Silicon rectifier diodfl.s,contro//ed avalanche 

Boîtier 
Case 

00-4 

Couple de serrage max. 
Maximum torque on nut 

176 cmAN 

Cathode au boîtier 46 R 2 S __ 50 R 2S 
Cathode connected ta case 

Anode au boîtier 46 R 2 RS __ 50 R 2 RS 
Anode connected ta case 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

'0 
VRWM 

6 A (tcase = 125°C) 

600 V __ 1000 V 

Valeurs limites absolues d'utilisation t case = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings flimiting values) (Unless otherwise ststed) 

46 48 50 

R 2S R2S R 2 S 

Tension inverse de crête VRWM 600 800 1000 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcharge tp = 10 ms IFSM 75 75 75 A 
accidentelle t(vil = 150°C 12 .t 30 30 30 A2 .s 
Surge non repetitive forward current 

Courant direct moyen t case = 125° C la 6 6 6 A 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper ....: 65 -65 -65 Oc 
Operating temperature max +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min \tg -65 -65 -65 Oc 
Storage temperature max +175 +175 +175 Oc 
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46 R 2S* 

48 R 2S* 

50 R 28* 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Symb. 46 48 50 

Test conditions R2S R2S R 2 S 

Courant inverse de crête VRM = VRWM max 150°C max max max 

Peak reverse current IRM 1,5 

Tension de claquage IRM = 0,5 mA min mm min 

-8reakdown voltage V(BR} 700 900 1150 

max max max 
Tension directe IF =6A Vr:: 1,3 1,3 1,3 
Forward voltage 

Résistance thermique 
max max max 

Thermal resistance Rth(j-c} 2 2 2 

1971- 02 2/3 

mA 

V 

V 

°C/W 



IO"max(A) 

50 

IFM (A) 

1000 

100 

10 

0,1 

Valeurs limites 
Limiting values 

*.46 R 2S 

*48 R 2S 

*50 R 2S 

IFSM max(A) 

~ 
\ 
\ 

100 125 150 

Caractéristiques typiques 

z ' (oc/W) Typica/ characteristics 
th(I'C) 

~-

0,6 

/~ 

L 
1 

0,8 

/ ..-----
0,4 

0,2 

D,DOl D,Dl 0,1 

30 

20 

10 

VFM (V) 

1 1 5 .L 
t(vil = 1 0 C 

75 
........... 

"--r- ............. 
r--50 

25 

o 
1 10 100 n 

n = nombre de surcheryes successives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycles Bt 50 Hz 

tp(S) 

10 15 20 25 JaIA) 
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Diodes de redressement au silicium *62 R 2 

Silicon rectifier diodes 

Boîtier 
Case 

00-4 

Couple de serrage max, 
Maximum torque on nut 

Cathode au boîtier 
Cathode connected to case 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

176 cmAN 

62 R 2 ...... 68 R 2 

62 R 2 R __ 68 R 2 R 

.)E- --.-68 R 2 

* Dispositif recommandé 

Prefer;ed device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

10 
VRWM 

12 A (tcase = 125°C) 
200 V ___ 800 V 

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase= 25 OC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings {/imiting values} {Unless otherwise stBted} 

62 64 66 68 
R2 R2 R2 R'2 

Tension inverse de crête VRWM 200 400 600 800 V 
Crest working reverse voltage 

Courant direct de surcha~ge t p = 10 ms IFSM 150 150 150 150 A 
accidentelle t(vil = 150 C l'l., t 110 110 110 110 A2 ,s 
Surge non repetitive {orward current 

Courant direct moyen t case= 12SoC 10 12 12 12 12 A 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper -65 -65 -65 -65 Oc 
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min t stg -65 -65 -65 -65 Oc 
Storage tempe rature max +175 +175 +175 +175 Oc 

._ .•.... _- ----
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62 R 2* 

~68 R 2 * 

Caractéristiques générales t case = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated} 

Conditions de ,mesure nSymb. 62 64 66 
Test conditions R2 R2 R2 

Courant inverse de crête VRM = VRWM max 150°C max max max 

Peak reverse current IRM 
4,5 2,5 1,5 

max max max 
Tension directe IF = 12A VF 1,3 1,3 1,3 
Forward voltage 

max max max 
Résistance thermique Rth(j-c) 1,5 1,5 1,5 
Thermal resistance 

1971 - 02 2/3 

68 
R 2 

max 

mA 

max 
1,3 V 

max 
1,5 °C/W 



la max(A} 

12 

10 

50 

~ 

\ 
\ 

100 125 150 

Valeurs limites 
Limiting values 

Zth(j.c) (Oc/W) 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

./' V--

V 
0,8 

0,6 

/ 
~ 

0,2 

0,001 0,01 0,1 

1 FM (,....A_) __ -,... ___ .,--__ ---,. ___ ..., 

1000~--_+---~------+_----~ 

100 1-----f-----1#''''- ---+-----1 

IFSM max (A) 

150 .......... r---.. 
100 

50 

r--~ 

* 62 R 2 

*-68 R 2 

1 1 .'-
t(vil = 150 C 

-- ~ -

10 100 n 

n = nombre de surcharges successives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycle. _t 50 Hz 

-

20 I-----+----r_--.r~--r_---+--~ 
la ~--~~~-----r------+_----~ 

10 r----r--~~---r----+_---r--~ 

10 15 20 

0,1 '---'--"_-'-______ -J-______ ..L-____ ---' 

VFM (V) 
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Diodes de redressement au silicium 
à avalanche contrôlée 

*66 R 2S 

*---72 R 2S 
Silicon rectifier diodes contro//ed avalanche 

Boîtier 
Case 

00-4 

Couple de serrage max. 
MaxImum torque on nut 

Cathode au bo îtier 
Ca rhode connected ta case 

Anode au boîtier 
Anode connecred ra case 

Tension inverse de crête 
Crest working reverse volrage 

Courant direct de surcharge 
accidentelle t(vil = 150°C 

* Dispositif recommandé 
Pre'ferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

10 

VRWM 

12 A (tcase = 125°C) 

600 V __ 1200 V 

176 cmAN 

66 R 2 S, 68 R 2 S, 70 R 2 S, 72R 2 S 

66 R 2 RS, 68 R 2 RS, 70 R 2 RS,72 R2RS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

66 
R2S 

VRWM 600 

~p = 10 ms IFSM 150 
12 .t 110 

1.case = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless orherwise stBtedJ 

68 70 72 
R2S R2S R 2 S 

800 1000 1200 V 

150 150 150 A 
110 110 110 A2 .s 

Surge non reperitive forward currenr 

Courant direct moyen t case = 125°C 10 12 12 12 12 A 
Mean forward current 

Température de fonctionnement min toper -65 -65 -65 -65 Oc 
Operaring remperature max +150 +150 +150 +150 Oc 

Température de stockage min tstg -65 -65 -65 -65 Oc 
Storage remperaWre max +175 +175 +175 +175 Oc 

1971 - 02 1/3 
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66 R 2S* 

...+-72 R 2S* 

. Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure Symb 
Test conditions 

Courant inverse de crête VRM = V RWM max 150°C 

Peak reverse current IRM 

Tension de claquage IRM =0,5 mA 
8reakdown voltage V(BR) 

Tension directe IF = 12A VF 
Forward voltage 

tcase = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
fUnless otherwise statedJ 

66 68 70 
R 2 S R 2 S R 2 S 

max max max 

1,5 

min min min 

700 900 1150 

max max max 
1,3 1,3 1,3 

max max maX Résistance thermique 
Thermal resistance Rth(j_c) 1,5 1,5 1,5 
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72 
R 2S 

max 

mA 

min 

1300 V 

max 
1,3 V 

max 

1,5 °C/W 



la max(A) 

12 

10 

'FM (A) 

1000 

100 

10 

0,1 

50 

\ ! 

Valeurs limites 
Limiting values 

* 66 R 2S' 

*_72R2S 

IFSM m-x(A) 

i\ 

,\ 
\ 

100 125 150 

Caractéristiques typiques 
Zth(j'c) lOc/W) Typica/ characteristics 

0,8 

,/'" 
..---

V 
/ 

V 

0,6 

0,4 

0,2 

0,001 0,01 0,1 

30 

20 

10 

V
FM 

(V) 

1 1. 01 
t(v') = 150 C 

150 i""-----"'"-

'" "'"-'--
100 

50 

o 
l' 10 100 n 

n=nombre de SIlrcharges SIlccessives 1/2 période à 50 Hz 
n = Cycl •• Br 50 Hz 

-
\ 

tp(S) 

10 15 20 25 la lAl 
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Montages de diodes de redressement moulés 
Moulded rectifier assemb/ies 

S02 

CS1S CS 100 CS77 CS 61 

Boîtiers plastiques 
Plastic cases 

Veff V moyen tamb =50°C 
V RMM d'entrée de sortie 

Boîtier REFERENCE (par bras) Input Output V '0 Case 
{perleg} Vrms V o 

(V) (V) (V) (A) 

S02 JBl A 100 70 63 0,5 CB18 Pont monophasé 
S02 KBl A 200 140 125 0,5 CB18 Single phase bridge 
S02 LBl A 300 210 188 0,5 CB18 
S02 MBl A 400 280 250 0,5 CB18 
S02 PBl A 500 350t 310 0,5 CB18 ltQ S02 RBl A 600 420 375 0,5 CB18 
S02 SBl A BOO 560 500 0,5 CB18 

S02 JBl B 100 70 63 0,5 CS100 + -
S02 KBl B 200 140 125 0,5 CB100 
S02 LBl B 300 210 188 0,5 CB100 
S02 MBl B 400 280 250 0,5 CB100 
S02 PBl B 500 350 310 0,5 CS100 
S02 RBl B 600 420 375 0,5 CB100 
S02 SBl B 800 560 500 0,5 

S02 RB2 1200 840 750 0,5 CS77 
S02 SB2 1600 1120 1000 0,5 CS77 

1971 - 01 1/3 



S02 

Veff V moyen 
tam b=5lJoC 

VRRM d'entrée de sortie 
Boitier 

REFERENCE. (par bras) 
input 

Output V 10 Case 
(per leg) Vrms 

V o 

(V) (V) (V) (A) 

502 KCl A 200 140 63 0,5 CB18 Va et vient 
502 MCl A 400 280 125 0,5 CB18 Center tap-slngle phase 
502 RCl A 600 420 188 0,5 CB18 
5025Cl A 800 560 250 0,5 CB18 
502 RC2 A 1200 840 375 0,5 CB18 
5025C2 A 1600 1120 500 0,5 CB18 

502 KCl B 200 140 63 0,5 CBloo 
502 MCl B 400 280 125 0,5 CB100 
502 RCl B 600 420 188 0,5 CBloo 
5025Cl B 800 560 250 0,5 CBloo 
502 RC2 B 1200 840 375 0,5 CBloo 
5025C2 B 1600 1120 500 0,5 CBloo 

502 KD1 A 200 70 197 0,25 CB18 
502 MDl A 400 140 394 0,25 CB18 
502 ADl A 600 210 592 0,25 CB18 
5025D1 A 800 280 788 0,25 CB18 Doubleur de tension 
502 AD2 A 1200 420 1184 0,25 CB18 Voltage doubler 
5025D2 A 1600 560 1576 0,25 CB18 

+ 
502 KDl B 200 70 197 0,25 'CBlOO 
502 MDl B 400 140 394 0,25 . CBloo 
502 ADl B 600 210 592 0,25 CB100 
5025Dl B 800 280 788 0,25 CBloo 
502 RD2 B 1200 420 1184 0,25 CB100 

V eff 5025D2 B 1600 560 1576 0,25 CB100 
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S02 

Veff V moyen de 
tamb = 500 C 

VRRM d'entrée sortie 
REFERENCE (par bras) Input Output V la 

Boîtier Pont triphasé 
(perleg) Vrms . V

o 
Case Three-phase hridge 

(V) (V) (V) (A) 

S02 KFl 200 140 185 0,7 CB61 

1 
S02 MFl 400 280 370 0,7 CB61 
S02 RF1 600 420 560 0,7 CB61 
S02SFl 800 560 740 0,7 CB61 

S02 KYl A 200 140 93 0,7 CB18 
S02 MYl A 400 280 185 0,7 CB18 
S02 RYl A 600 420 280 0,7 CB1B 
S02 SY1 A 800 560 370 0,7 CB18 

Triphasé étoile 
Triphase half W8ve 

S02 KY1 B 200 146 93 0,7 CB100 
S02 MYl B 400 280 185 0,7 CB100 
S02 RYl B 600 420 280 0,7 CB100 
S02 SYl B 800 560 370 0,7 CB100 

S02 RY2 1200 840 560 0,7 CB77 
S02SY2 1600 1120 740 0,7 CB77 

Autres montages réalisables sur demande 
On request other circuits available. 

iO (tamb ) 

la (500 el 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

50 100 125 tamb tel 
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Assemblages de diodes de redressement 
R ectifiers stacks 

- : ~ ~ J~ffi.°mJe '-
~-----'===f=='---..L. cf> 7 ~ .I.l_-.J::.==F=_---<. 

1 50 

S10 

CODE DE COULEURS 
TERMINAL COlOR CODING 

Codification des montages 
Stacks coding system 

j 1 
Série V

RRM 
des diodes 

S10 utilisées 
Diodes of individu al 

IO:=:16A diodes 

S20 
Diodes K :=: 200 V 

lo:=: 21 .1\1 :=: 400 V 
R :=: 600 V 
S :=: 800 V 
T :=:1000 V 

Jaune:=: Entrées alternatives 
Yel/ow AC inputs 

Bleu :=: Sortie redressée négative 
Blue Negative rectified output 

Rouge:=: Sortie redressée positive 
Red Positive rectified output 

t 
Type de montage 
Rectifier circuits 

H:=: Mono-alternance 
Single phase 
half wave 

C:=: Va-et-vient 

t 
Nombre de 

diodes 
en série par 

bras 
Number of 

rectifier cells 
in series in Single phase 

center top each circuit leg 

D:=: Doubleur 
Single phase 
doubler 

B :=: Pont monophasé 
. Single phase 

bridge 
M:=: Pont pour ampli 

magnétique 
Single phase magnetic 
amplifier bridge 

Y:=: Thriphasé étoilé 
Threephase 
halfwave 

S :=: Tri-hexaphasé étoilé 
Six phase star 4 

F = Pont triphasé 
Three phase bridge 

S 20 

1 
Polarité du montage 

Circuit polarity 

AN: étoilé à 
commun 
positif 
Common 
positive 
star circuit 

AR : étoilé à 
commun 
négatif 
Common 
negative 
star circuit 

AS : autres 
montages 
(non 
étoilés) 
others 

S 10 
S 20 

t 
Nombre de 

diodes 
élèmentaires 
en parallèle 
Number of 

rectifier 
cells 

in parallel 
in each 

circuit leg 
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S 10 
S 20 

Principaux montages S 10 
Main circuits-

V
RRM 

REFERENCE (par bras) 
(perleg) 

(V) 

S10 MHl ANl 400 
S10 RHl ANl 600 
S10 SHl ANl 800 
SloTHl ANl 1000 
S10 RH2ASl 1200 
S10SH2ASl 1600 
SloTH2ASl 2000 
S10 RH4 ASl 2400 
SloSH4 ASl 3200 
S10TH4 ASl 4000 

S10 MBl ASl 400 
S10 RBl ASl 600 
S10 SBl ASl 800 
SloTBl ASl 1000 
S10 RB2ASl 1200 
S10 SB2 ASl 1600 
S10TB2ASl 2000 

S10 MFl AS1 400 
S10 RF1 AS1 600 
S10 SF1 AS1 800 
S10TF1 AS1 1000 

V(eff) 
d'entrée 

Input 

V(rms) 
(V) 

_ 280 
420 
560 
700 
840 

1120 
1400 
1680 
2240 
2800 

280 
420 
560 
700 
840 

1120 
1400 

280 
410 
560 
700 

0,8 I--I-""*---+---f-----f 

0,6 1--t--+--....:l~-+--+_----1 

0,4 I-+---j.--~--_j_----I 

0,2 I-+---j.---I--'~_j_--__f 

25 50 100 

1971 - 01 2/3 

tamb =25°C 

V moyen 

sortie 
OUtput V 10 LI DI 

'10 
(V) (A) mm mm 

Monophasé simple alternance 
126 13 60 Haff wave single phase 
190 13 60 
250 13 60 
315 13 60 
380 13 60 
500 13 60 
630 13 60 
760 13 121 106 

1000 13 121 106 
1260 13 121 106 

250 26 121 106 Pont monophasé 
380 26 121 106 Single phase bridge 
500 26 121 106 
630 26 121 106 
760 26 225 210 

1000 26 225 210 
1260 26 225 210 

370 36 173 158 Pont triphasé 
560 36 173 158 Full-wave Three-phase bridge 
740 36 173 158 
930 36 173 158 



S10 
S 20 

Principaux montages S 20 
tamb =25°C 

Main circuits 

v
RRM 

V (eff) V moyen 

d'entrée de sortie 
REFERENCE (par bras) 

Input Output V '0 ~ D2 
(perleg) 

V(rms) V o 

(V) (V) (V) (A) mm mm 

S20 MH1 AN1 400 280 126 2.1 61 
S20 RH1 AN1 600 420 190 21 61 
S20 SHl AN1 800 560 250 21 61 
S20THl ANl 1000 700 315 21 61 
S20 RH2 ASl 1200 840 380 21 61 
S20 SH2ASl 1600 1120 500 21 61 
S20TH2 ASl 2000 1400 630 ·21 61 
S20 RH4 ASl 2400 1680 760 21 127 112 
S20 SH4 ASl 3200 2240 1000 21 127 112 
S20TH4 ASl 4000 2800 1260 21 127 112 

S20 MBl ASl 400 280 250 42 127 112 
S20 RBl ASl 600 420 380 42 127 112 
520 SBl AS1. 800 560 500 42 127 112 
S20TBl ASl 1000 700 630 42 127 112 
S20 RB2 ASl 1200 840 760 42 237 222 
S20 SB2ASl 1600 1120 1000 42 237 222 
S20 TB2 ASl 2000 1400 1260 42 237 222 

RL + S20 MFl ASl 400 280 370 62 185 170 
S20 RFl ASl 600 420 560 62 185 170 
S20 SBl ASl 800 560 740 62 185 170 
S20TBl ASl 1000 700 930 62 185 170 

Autres montages réalisables sur demande 
Othe, cIrcuits avaflabe on requesr. 

V eff 
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Modulateurs en anneau 
à diodes silicium planar 
Silicon planar diodes ring modulators 

Valeurs limites absolues d'utilisation de chaque diode tamb = 25° C 
Absolute ratings (limiting values) of each diode 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

VRM -40 V 

Courant direct continu IF 300 mA 
Forward current 

Courant direct moyen 10 200 mA 
Mean forward current 

Courant direct de surcharge t p=ls 
Surge forward current 

IFSM A 

Courant direct de surcharge t p=lJ1s 
Surge forward current 

IFSM 4 A 

Dissipation totale de puissance 
Total power dissipa tion 

Ptot 400 mW 

Température de stockage min t stg -65 Oc 
Storage tempernture max +200 Oc 

Caractéristiques générales de chaque diode 

General characteristics of each diode 

Tension directe IF =l mA VF 
Forward voltage IF = 5 mA VF 

IF =10mA VF 
IF = 50 mA VF 
IF = 100 mA VF 
IF =200 mA VF 
IF = 500 mA VF 

Courant inverse VR =-40V IR 
Reverse current 

Capacité différentielle VR=O V f= 1 MHz C 
Sma/l signal capacitance 

Temps de recouvrement inverse IF =200 mA RL = 100 il t;r 
Reverse recovery time IRM =200 mA irr = -20mA 

Caractéristiques du modulateur 
Modulator characteristics 

6 VF entre les 4 diodes IF = 100 J1A IF = 10 mA 6V_ 
r 

between the 4 diodes 

SF - A 302 
SF - A· 303 

SFA 302 SFA 303 

CB 18 CB 17 

min max 

0,55 0,66 V 
0,63 0,71 V 
0,65 0,75 V 
0,75 0,90 V 
0,82 1,00 V 
0,89 1,10 V 
0,98 1,50 V 

100 nA 

3 pF 

20 ns 

5 mV 
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Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation rapide 
Fast switching 

Marquage: anneaUx de couleur 
Marking : coloured rings bleu 

blue 

Boîtier 
Case 

SFD 43 
SFD 83 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

auick reference data 

VF (10 mA) 

IR (10 V) 

1,1 V max. 

0,2 J1A max. 

trr 4 ns max . 

... 
CJC) 

/~ 

F 80 SFO 43 Materiau 
00-7 SFO 83 Material 

violet 

VERRE 
GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25·C (Saufindicationscontrairesl 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Dissipation de puissance 
Total power dissipation 

Température de stockage 
Storage temperature 

Absolute ratings (/imiting values) . (Unless otherwise stated) 

tp = Î J1S 
tp = 10 ms 

min 
max 

IFSM 
IFSM 

la 

Ptot 

tstg 

SFD 43 

25 

30 

200 

500 

2 

150 

- 65 
+200 

SFD 83 

25 V 

30 V 

150 mA 

225 mA 

A 
500 mA 

100 mA 

250 mW 

-65 Oc 
+200 Oc 

1971 -01 1/2 
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SFD 43 
SFD 83 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Conditions de mesure Min. 
test conditions 

Tension directe IF = 10 mA SFD 43 VF 
OC forwerd voltage IF = 10 mA SFD 83 VF 

Courant inverse VR = 10 V IR 
oc reverse current VR = 25 V IR 

Tension inverse de IRM = 100 pA V(BR) 30 
claquage 
BrfNIkdoWIl reV8rse 

voltege 

Capacité différentielle VR = 0 f = 1 MHz C 
5mBII slgnel CBPBcÎtence 

Temps de recouvrement IF= 10mA RL= 100.11 trr 
inverse (du courra nt) 

irr =...!... ~ R.everse (current) VR = 6 V 
recovery time 10 RL 

1971 - 01 2/2 

Typ. Max. 

1,1 V 
1,1 V 

0,2 pA 
1 pA 

V 

1,5 4 pF 

4 ns 



Diode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation, haute tension 
Switching, high voltage 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking : coloured rings 

SFD 86 

* llispositif recommandé' 
Preferred deviC6 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

V F (50 mA) 

IR (150V) 

trr (30 mA) 

1 V max 

lOJ1A 

75 ns max 

.... 
----------~GC:)-----------

Jaune ________ / ~~ _____ marron 
yellow brown 

Boîtier DO-7 
Case 

MatElriau VERRE 
Materiel GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings (Iimiting values) (Unless otherwlse steted) 

Tension inverse continue V R 150 V 

oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 150 V 
Peek reverse voltage 

Courant direct continu IF 150 mA 
oc forwerd current 

Courant direct de pointe IFM 300 mA 
Peek forward current 

Courant direct de surcharge t == 1s IFSM 500 mA 
Surge forward current l=lJ1S IFSM 2 A p 

Courant direct moyen la 100 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 500 mW 
Toml power dissipation 

Température de stockage min \tg -65 Oc 
Storage temparature max +200 Oc 

1971 - 01 1/2 
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SFD 86 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless othetwise st8tedJ 

Conditions de mesure Min. Max. 
TtlSt conditions 

Tension directe IF = 50 mA VF 
oc fotward voltage 

Courant inverse VR = 150 V IR 10 
oc reverse current 

Capacité différentielle VR=O f= 1 MHz C 6 
Small signal capacitance 

Rendement de détection en RL = 5 kn CL = 20 pF 'TI 35 
tension f= 100 MHz VI = 2 V(eff) 
Detector voltage efficiency !rmSl 

Temps de recouvrement inverse IF =30 mA RL =100n tir 75 
(du courant) I

RM 
30 mA irr = 3mA 

Reverse (current) recovery time 

1971 - 01 2/2 
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JlA 

pF 

% 
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Diode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation, haute tension 
Switching, high voltage 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking : coloured rings 

SFD 89 

* Dispositif recommandé 
Preferrec/ device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

V F (50 mA) 

IR (180 V) 

trr (30 mA) 

1,3 V max 

10 /lA max 

75 ns max 

... 
------------Gn:)------------

gris /" 1 ~'_ ___________ orange 
grey Vert 

Boîtier 
Case 

00-7 
green 

Materiau VERRE 
Materlal GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute rat/ngs (/imiting values) (Unless otherwise ststed) 

Tension inverse continue VR 200 V 

oc reverse voltage 

Tension inverse de crête V RM 220 V 

Peak reverse volu1ge 

Courant direct continu IF 150 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 300 mA 
Peak (orward current 

Courant direct de surcharge t = 1s IFSM 500 mA 
Surge forward current l=1/lS IFSM 2 A 

P 
Courant direct moyen 10 100 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 500 mW 
Total power dissipation 

Température de stockage min \tg -65 Oc 
Storage temperature max +200 Oc 

1971 - 01 1/2 
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SFD 89 

Caractéristiques générales tamb = 25°C 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse steted) 

Conditions de mesure Min, Typ, Max, 
Test conditions 

Tension directe 
IF= 50 mA oc forwerd voltege 

VF 1,3 V 

Courant inverse VR = 180 V IR 10 /lA 
oc reverse current VR = 220 V IR 100 /lA 

VR = 180 V tamb = +60
Q

C IR 100 pA 

Capacité différentielle 
VR= 0 f= 1 MHz Sme/! slgnel cep8c1tence C 6 pF 

Rendement de détection 
en tension RL= 5 k.I1 CL=20pF TI 35 % 
Detector voltege efflclency 

f= 100 MHz VI = 2 Vftlff) 
(rms) 

Temps de recouvrement 
inverse (du courant) IF= 30 mA RL= 1QOn 

Reverse (currenr) 
IRM =30 mA irr = 3'mA 75 

recovsry time trr ns 
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D iode germanium à pointe tu ngstène SFD 105 
Germanium diode, tungsten point contact 

Commutation 
Switching 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking : coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

Quick reference data 

30 V 

30 mA 

-K 
----------~~~---------

---"-

vert ____ ~/ ~'-_____ rouge 
green rad 

Boîtier 
Case 

00-7 Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absalute mings (limiting values) (Unless otherwlse st8ted) 

Tension inverse continue VR 30 V 
oc reverse voltage 

_ Tension inverse de crête VRM 30 V 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu IF 30 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 90 mA 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge t p = 1s IFSM 300 mA 
Surye forward current 

Courant direct moyen 10 30 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 250 mW 
Total power dissipatIon 

Température de stockage min t stg -55 Oc 
Storage t8mparatura max +85 Oc 

1971 --01 1/3 
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SFD 105 

Tension directe 
OC forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise stated) 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

IF = 10 mA VF 1,5 V 

VR =5 V IR 15 /lA 
VR = 10 V IR 30 /lA 
VR =30 V IR 250 /lA 
VR = 10 V tamb = +55°C IR 120 /lA 
VR = 30 V tamb = +55°C IR 500 /lA 

Temps de recouvrement inverse IF =10mA IR = 0,5 mA trr 160 ns 

(de la tension) 
Reverse (voltage) recovery time 
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ru y. 
v-I/ L 

// / v 
0 

~/ 
5 

V : 25 C tom 2 

1 
1 

1 

1-

=::::: 
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Diode germanium à pointe tungstène SFD 106 
Germanium diode, tungsten point contact 

Détection vidéo et audio 
à basse impédance 

Video and LF detection 
at low impedance 

Marquage: anneau de couleur 
Marking : coloured ring 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

25 V 

10 30 mA 

... 
----------~Œ:)~---------

Boîtier 00-7 
Case 

grIs 
gray 

Materiau VERRE 
Materlal GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absolute ratings {Iimiting values} (Unless otherwlse stated) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 

Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

t p = 1s 

Température de stockage min 
Storage temperature max 

VR 

VRM 

IF 

IFM 

IFSM 

~ 

tstg 

25 V 

25 V 

30 mA 

90 mA 

300 mA 

30 mA 

-55 Oc 
+85 Oc 

1971 -01 1/5 

~ THOMSON-CSF 



SFD 106 -

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwise steted) 

Tension directe. 
oc forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Rendement de détection 
en tension 
Detector voltage 

efficiency 

Résistance d'amortissement 
Damping resistance 

1971 - 01 2/5 

Conditions de mesure 
Test conditions 

IF = 10 mA 

VR = 1,5 V 
VR = 10 V 
VR = 25 V 

RL= 3,9 Kn CL = 10 pF 

f = 30 MHz V1 = 5 (crête) 
(peak) 

RL =3,9 Kn CL = 10 pF 

f= 30 MHz V1 = 5 V crête 
(peak) 

Typ. Max. 

1,4 

IR 10 

IR 40 

IR 220 

TI 62 

rd 3 

V 

/lA 

/lA 
/lA 

% 



IF 

50 

mA) 

20 
1 

\ 

10 

ij 

~ 
1 j 

mo 

/1/ 
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~V 
j: ! 

"r r 
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l 

_ V~ (V 

SFD 106 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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SFD 106 
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Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 
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Diode germanium à pointe tungstène SFD 108 
Germanium diode, tungsten point contact 

Usage général, haute tension 
General purpose, high voltage 

Marquage: anneaux de couleur 
M~rklng : c%ured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

auick reference data 

V (5 mAl 1 V max 

1 R (100 Vl 250 fiA max 

... 
------------ac=)~---------

orange ~------...// ~ ..... --------- ~~ï;w 
Boîtier DO-7 
Case 

Materiau VERRE 
Materla/ GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
OC reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Pea ~ reverse voltage 

Courant direct continu 
OC forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de stockage 
Storage temperature 

Absolute ratings (timiting values) 

VR 100 

VRM 115 

IF 50 

IFM 150 

t p = 1s IFSM 500 

10 30 

min t stg -55 
max +85 

{Un/ess otherwlse statedJ 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

Oc 
Oc 

1971 - 01 1/3 
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SFD 108 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

rUnless otherwise stated) 

Conditions de mesure Typ. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF=5 mA VF V 
OC forward voltage IF = 10 mA VF 1,5 V 

IF =30 mA VF 2,6 V 

Courant inverse VR = 1,5 V IR 4,5 !lA 
oc reverse current V R = 10 V IR 7 !lA 

V R = 50 V IR 60 !lA 
VR =100V IR 250 !lA 
VR = 1,5 V tamb = +55°C IR 20 !lA 
VR = 10 V tamb = +55°C IR 30 !lA 
VR = 50 V tamb = +55°C IR 100 !lA 
VR = 100 V t amb = +55°C IR 380 !lA 

Résistance différentielle IF = 10 mA 55 n 
Differentiai resistance VR =2 V 3,5 Mn 
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Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

SFD 108 
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Diode germanium à pointe d'or SFD 108 A 

Germanium diode, gold bonded 

Usage général 
General purpose 

Tension élevée 
High voltage 

Marquage: anneaux de couleur 
Marklng : coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 

auick reference dat8 

V F (30 mA) 

IR (100 V) 

C (1 V) 

1 V max 
250 J1Amax 

1 pF max 

... 
-----------a=J~---------

oronge ___________ / ~~ ___ _ gris 
groy 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Ma te ria 1 GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forWard current 

Courant direct de surcharge 
Surge fOrWard current 

Courant direct moyen 
Mean fOrWard current 

Température de stockage 
Storage temperature 

Absolute ratings (Iimiting values) 

VR 100 

VRM 115 

IF 50 

IFM 150 

tp = 1s IFSM 500 

10 50 

min tstg -55 
max +85 

(Unless otherWlse stated) 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

Oc 
Oc 
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SFD 108 A 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

fUnless otherwise stated) 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

Tension directe IF =30 mA VF V 
DC forward voltage 

Courant inverse VR = 1,5 V IR 4,5 !lA 
DC reverse curront VR = 10 V IR 7 !lA 

VR =50 V IR 60 !lA 
VR = 100 V IR 250 pA 

VR = 50 V t amb = 55°C IR 100 !lA 
VR = 100 V tamb = 55°C IR 380 !lA 

Capacité différentielle VR =l V f= 1 MHz C pF 
Sma/l sIgnaI capacitance 
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Diode germanium à pointe d'or SFD 118 A 

Germanium diode, go/d bonded 

Commutation très rapide 
Very fast switching' 

Marquage: anneaux de couleur 
'Markfng: coloured rings 

Tension inverse continue 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu 
oc forward current 

Courant direct de pointe 
Peak forword current 

Courant direct de surcharge 
Surge forward current 

Courant direct moyen 
Mean forward current 

Température de stockage 
Storsge temperature 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

VF (10mA) 

IR (6 V) 

trr (10 mA) 

0,5 V 

10 !lA 

6 ns max 

... 
-----------~~----------

Jaune ________ / ~'__ _____ rouge 
yelJow rad 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
rUnless otherwisa statedJ 

VR 10 V 

VRM 12 V 

IF 50 mA 

IFM 100 mA 

t p = 1s IFSM 200 mA 

10 30 mA 

min tst9 -55 Oc 
max + 85 Oc 
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SFD 118 A 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Unless otherwlse statedJ 

Conditions de mesure Max. 
Test conditions 

Tension directe IF = 10 mA VF 0,5 V 
OC forward voltage 

Courant inverse VR = 6 V IR 10 /lA 
oc reverse current VR = 10 V IR 100 /lA 

Temps de recouvrement IF = 10 mA RL = 100 n trr 6 ns 
inverse (du courant) . 1 VR 
Reverse (currentJ recovery VR=6V Irr=- -
time 

10 R L 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

SFD 118 A 
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Diode germanium à pointe d'or SFD 121 
Germanium diode, go/d bonded 

Commutation 
SWitching 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking : c%ured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred de v/ce 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

VF (lamA) 0,80 V max. 

IR (la V) 10)lA max. 

-K 
-----------~~---------

bleu _______ / ~'__ _____ Jaune 
blue yellow 

Boîtier 00-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute rat/ngs (/imiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Un/ess otherwlse stated) 

Tension inverse continue VR 10 V 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 15 V 
Peak reverse voltage 

Courant direct continu JF 30 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 100 mA 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge t p = 1s IFSM 200 mA 
Surge forward current 

Courant direct moyen 10 30 mA 
Mean forward current 

Température de stockage min tstg - 55 Oc 
Storage temperature max + 85 Oc 
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SFD 121 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure 
Test conditIons 

Tension directe IF= 1 mA 
OC forward voltage IF= 4mA 

IF = la mA 

IF=30 mA 

Courant inverse VR = 1,5 V 
oc reverse current VR = 3 V 

VR = la V 

VR = 1,5 V tamb = +55"C 

VR = 3 V t amb = +55°C 
VR = 10 V t amb = +55°C 

Temps de recouvrement IF = 10 mA IR = 0,5 mA 
inverse (de la tension) 
Reverse (voltage) recovery tlme 

1971 - 01 2/3 

tamb = 25 oC 
(Sauf indications contraires) 
(Unless otherwls~ stated) 

Max. 

VF 0,38· 

VF 0,55 

VF 0,80 

VF 1,40 

IR 2 

IR 3 

IR 10 

IR 10 

IR 15 

IR 50 

trr 400 

V 

V 

V 
V 

/lA 

/lA 
/lA 
/lA 
/lA 
/lA 

ns 



am = 25t>C 
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1 1 / 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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Diode germanium à pointe d'or SFD 122 

Germanium diode, gold bonded 

Commutation 
Switching 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking : coloured rings 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

VF (50 mA) 0,8 V max. 

IR (25 V) 50 MA max . 

... 
----------~a=J-----------

vert _______ / ~~ _____ blanc 
green whIte 

Bo îtier DO-7 
Case 

Materiau VERRE 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 25 oc (Sauf indications contraires) 
rUnless otherwlse stetedJ 

Tension inverse continue VR 25 V 

oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 30 V 

Pe"k reverse voltage 

Courant direct continu IF 50 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 150 mA 
Peak forward current 

Courant direct de surcharge t p = 1s IFSM 500 mA 
Surge forward current 

Courant direct moyen 10 50 mA 
Mean forward current 

Température de stockage min -55 Oc 
Storage temperature max + 85 Oc 
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SFD 122 

Tension directe 
oc forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse curreni: 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

{Unless otherwlse stated} 

Conditions de mesur~ Max. 
Test conditions 

IF = 10 mA VF 0,5 V 
IF = 50 mA VF 0,8 V 

VR = 25 V IR 50 ./lA 
VR=5V tamb = +55°C IR 22 /lA 
VR = 15 V t amb = +55°C IR 60 /lA 
VR = 25 V tamb = +55°C IR 100 /lA 

Temps de recouvrement IF = 10 mA IR = 0,5 mA trr 400 ns 
inverse (de la tension) 
Reverse (voltage) 

recovery tlme 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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Diodes germanium 
à po inte d'or 
Germanium diodes :go/d bonded 

Commutation à fort courant 
High current switching 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
Colour coding (or clear marking) 

Type Anneau
1 

Anneau
2 RIng Ring 

AAZ18 Violet Marron 
VIolet Brown 

SFD 129 B Rouge Orange 
Red Orange 

* SFD 129 B (AAY 49) 

* AAZ 18 

* Dispositif recommandé 
Preferred·devlce 

Caractéristiques principales 
quick reference data 

V F (300 mA) 0,78 V max. 

IR (10V) 15JlAmax. AAZ 18 

(40 V) 25 JlA max. SFD 129 B 

... 
--------~Œ:)~---------

Boîtier 00-7 
Case 

Anneau 12 

Ring 

Materiau V ER R E 
Material GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Tension inverse continue 
oc raverse voltage 

Tension inverse de crête 
Peak f'8verse voltage 

Courant direct continu 
oc forward currant 

Courant direct de pointe 
Peak forward currant 

Courant direct de surcharge 
Surge forward curren t 

Courant direct moyen 
Mean forward curf'8nt 

Température de jonction 
Junctlon température 

Température de stockage 
Storage I8mperature 

Absalute ratings (timiting values) (Unless otherwlse stated) 

max 

min 
max 

VR 

VRM ' 

IF 

IFM 

IFSM 

10 

t j 

AAZ18 

20 

20 

180 

300 

400 

180 

75 

-65 
+75 

SFD 129 B 

40 

40 

200 

500 

700 

150 

-55 
+85 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 
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SFD 129·8 (AAV 49)* 
AAZ18* 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

Conditions de mesure 
Test condItIons 

Tension directe tamb =25°C .I F =O,l mA 
oc (orwerri vo/tege =1 mA 

=10mA 
=30mA 
= 150 mA 
=300mA 

tamb = 60°C IF =O,l mA 
=1 mA 
=10mA 
=30mA 
= 150mA 
=300 mA 

tamb = ~5°C IF = 10mA 
= 100 mA 
=200mA 
=500mA 

Courant inverse t amb = 25°C VR =l,5V 
oc (9verse current =10V. 

=20V 

tamb =60°C VR = 1,5 V 
= 10V 
=20V 

tamb = 25°C VR = 10 V 
=40V 

tamb = 70°C VR = 10V 

=40 V 

Capacité différentielle tamb =25°C VR = 1 V 
Smell sIgne/ cepecltence .f=lMHZ 

Temps de recouvrement inverse tamb = 25°C IF = 10mA 
(du courant) RL = 100n 
Reverse {curren tl recovery tlme VR =:=l V 

irr =l mA 

Temps de recouvrement inverse tamb =25°C IF =10 mA 
(de la tension) IR =O,5mA 
Reverse {vo/tege} recovery rime 

. Impulsion t p 0;;; 300 Ils Ô 0;;;2 % 

1971 -01 2/3 

tamb = 25 OC 
(Sauf indications contraires) 
{Un/ess otherwlse stetedl 

Max 

AAZ18 VF 0,2 V 
VF 0,3 V 
VF 0,41 V 
VF 0,49 V 
VF 0,65 V 
VF 0,78 V 

AAZ18 VF 0,14 V 
VF 0,25 V 
VF 0,36 V 
VF 0,45 V 
VF 0,62 V 

V • 0,76 V F 
SFD 129 B VF 0,45 V 

VF 0,65 V 
VF 0,75 V 
VF~ 0,9 V 

AAZ 18 IR 3,5 /lA 
IR 15 /lA 
IR 50· /lA 

AAZ18 IR 30 /lA 

IR 45 /lA 
IR 100 /lA 

SFD 129 B IR 5 /lA 

IR 25 /lA 

SFD 129 B IR 75 /lA 
IR 200· /lA 

AAZ18 C 1,5 pF 

AAZ18 trr 70 ns 

SFD 129 B trr 400 ns 



200 I-+--f--h-h. 

2 f-H-H--!-t--+-t--t---i 

0,2 0,4 0,6 O,B V F(V) 

* SFD 129 B (AAY 49) 

* AAZ 18 

Càractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Commutation rapide 
Fast switching 

Marquage: anneaux de couleur 
Marklng : coloured rings 

vert 
green 

SFD 143 
SFD 183 

* Dispositif recommandé 
Preferred devlce 

Caractéristiques principales 

auick reference data 

VF (10 mA) 

IR (40 V) 

trr 4 ns max 

... 

1 V max. 

0,2 !lA max. 

CJC:) 

/~ J.une 
yellow 

Boîtier F 80 SFO 143 Materiau VERRE 
Case 00-7 SFO 183 Materlal GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings {limiting values} fUnless otherwlse steted) 

Tension inverse continue VR 40 V 
oc reverse voltage 

Tension inverse de crête VRM 70 V 

Peak reverse voltage 

Courant direct continu IF 150 mA 
oc forward current 

Courant direct de pointe IFM 225 mA 
Peak forvvard current 

Courant direct de surcharge tp = 1s. IFSM 500 mA 
Surge forward current 

Courant direct moyen la 75 mA 
Mean forward current 

Dissipation de puissance Ptot 250 mW 
Total power dissipation 

Température de stockage min - 65 Oc 
Storege temperature max tstg 

+ 175 
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SFD 143 
SFD 183 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contrairas) 

(Un/ess otherw/se steted) 

Conditions de mesure Min. Max. 
Test conditions 

Tension directe IF = 10 mA VF V 
OC forwerd voltege 

Courant inverse VR = 40 V IR 0,2 /lA 
o v reverse current 

Tension inverse de IRM= 100/lA V(BR) 70 V 
claquage 
Breskdown reverse 
voltege 

Capacité différentielle VR =0 f = l1v1Hz C 4 pF 

Sme/l signel CBpBcitence 

Temps de recouvrement IF= 10 mA RL ~100 .Il 
inverse (du courant) 

i = 1 VR Reverse (current) VR = 6 V rr -- trr 4 ns 
recovery time 10 RL 
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Diodes silicium planar 
Planar silicon diodes 

Usage général 
General purpose 

Marquage: anneaux de couleur (voir code page suivante) 
M8rking : coloured rings (see code next p8ge) 

SFD 180 
SF 0 181 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

VF (10 mA) 

(50 V) 

(150 V) 

0,96 V max. 

0,1 !lA max. 

0,1 !lA max. 

... 

SFD 180 

SFD 181 

----------~Œ:)~---------

Boîtier 00-7 
Case 

Anneau 12 

Ring 

Materiau VER R E 
M8teri81 .. GLASS 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (limiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwlse st8ted) 

SFD 180 SFD 181 

Tensiof'l inverse continue VR 50 150 V 
oc reverse volt8ge 

Courant direct continu IF 160 160 mA 
oc forw8rd current 

Courant direct de pointe IFM 250 250 mA 
Pe8k forw8rd current 

Courant direct moyen 10 80 80 mA 
Me8n forw8rd current 

Température de stockage min tstg -65 -65 Oc 
Storage temper8ture max +200 +200 Oc 
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SF.D 180 
SFD 181 

Tension directe 
OC forward voltage 

Courant inverse 
oc reverse current 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

(Un/ess otherwise stated) 

Conditions de mesure Typ. 
Test conditions 

IF=O,lmA VF 
IF= 10 mA VF 
IF= 30 mA VF 

VI'{ = 50 V SFD 180 IR 
VR = 150 V SFD 181 IR 
VR = 150 V t amb 125°C SFD 181 IR 

Capacité différentielle VR = 0 f= 1 MHz C 4 
Sma/l signa/ capacitance 

Code des couleurs (ou marquage en clair) 
C%ur coding (or c/ear marking) 

Type Anneau 1 Anneau 2 
Ring Ring 

SFD 180 Violet Orange 
Violet Orange 

SFD 181 Violet Vert 
Via/et Green 

1971 - 01 2/2 
SFD 183 ~~~r SFD 143 

Max. 

0,62 V 
0,96 V 
1,15 V 

0,1 !lA 
0,1 !lA 
10 !lA 

pF 



D iode silicium planar 
Planar silicon diode 

Commutation -rapide 
High speed switching 

Commande de tores 
Tores driving 

Marquage: anneaux de couleur 
Marking: c%ured rings 

SFD t85 

* Dispositif recommandé 
Preferrtld dev/Cft 

Caractéristiques principales 
Quick refersnce datB 

VF (100 mA) 

IR (30V) 

trr 1 0 ns max . 

0,82 - 1,00 V 

0,1I1 A rnax. 

... 
-----------ŒC)~----------

~~:_~n /vl~ ~~~·v 

Boîtier 00-7 
CaS8 

gr.en 

Materiau VERRE 
Mater/el GLASS 

Valeurs limites ~bsolues d'utilisation 
Absalute fBtings (Iimiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Unless otherwls8 stlJted) 

Tension inverse continue VR 30 V 

oc reverS8 voltege 

Tension inverse de crête VRM 50 V 
Peek r8v8rse voltsgB 

Courant direct de pointe IFM 600 mA 
Pee!c forwerd currsnt 

Courant direct de surcharge tp = 1s IFSM A 
SUffie forwsrd current t p = 1J1S IFSM 4 A 

Courant direct moyen 10 200 mA 
Meen forwerd curf8nt 

Dissipation de puissance Ptot 500 mW 
Totel pOW8r dissipetlon 

Température de stockage min -65 Oc 
St0f8g8 temperature max tstg +175 
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SFD 185 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics (Sauf indications contraires) 

{Unl6ss othBrwlUl stlltfld} 

Tension directe 
oc forwsrd voltsge 

Courant inverse 
oc rBV6rS6 curr6nt 

Capacité différentielle 
Sms/l signsl CB{JIlcitsnCtJ 

Temps de recouvrement 
inverse (du courant) 
Rsv6rse {curr6nt} 

r6cov6ry tlm6 

1971 - 01 2/2 

Conditions de mesure 
T6st condItIons 

IF=O,l mA 

IF=l mA 
IF = 10 mA 
IF = 50 mA 
IF = 100 mA 
IF = 200 mA 
IF = 350 mA 
IF= 500 mA 

VA = 30 V 
VA =30 V t amb = 150°C 

VA=O f= 1 MHz 

IF = 200 mA irr = 20 mA 

I AM = 200 mA AL=loon 

Min. Max. 

VF 0,45 0,53 

VF 0,56 0,64 

VF 0,68 0,76 
VF 0,78 0,90 
VF 0,82 1,00 
VF 0,87 1,15 
VF 0,90 1,25 
VF 0,95 1,50 

lA 0,1 

lA 100 

C 2,5 

trr 10 

V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

pA 
pA 

pF 

ns 



Assemblages de thyristors et diodes 
s. c. R. and diodes stacks 

TOB.TDOB 

CODE DE COULEURS 
TERMINAL COLOR CODING 

Codification des montages 
Stacks coding system 

;rD 20, t..S 
} -L 

Série Tension inverse 
de crête des 

TOB dispositifs 
Thyristors utilisés 

IO=BA Cells 
pea k reverse 

TDOB voltage ratings 
Thyristors VRRM 
+ Diodes 
IO=BA 

T20 
Thyristors 
IO=14A F 25 V 

H 50 V 
TD20 J 100 V 

Thyristors K 200 V 
+ Diodes L 300 V 

IO=14A M 400 V 
P 500 V 
R 600 V 
U 700 V 
S = BODV 

H 

A 

C 

B 

Y 

F 

Jaune = 
Yelfow 

Entrées alternatives 
AC input 

Bleu 
Blue 

Sortie redressée négative 
Négative output 

Rouge = 
Red 

Sortie redressée positive 
Positive output 

Blanc Entrée électrodes de commande 
White Gates input 

~ t.2J 

t ~ 
Type de montage Nombre de 

Circuit configuration dispositifs 
en série 
par bras 

Number of 
cells in = Mono-alternance series in 

SIngle phase each circuit 
half-wave leg 

= Tête·bêche 
Back to back 

= Va·et-vient 
Single phase 
center tap 

= Pont monophasé 
SIngle phase 
bridge 

= Triphasé étoilé 
Three phase 
half-wave 

= Pont triphasé 
Three phase 
bridge 

T 06 
T 20 

Polarité du montage 
Circuit pola rit y 

AN étoilé à 
commun 
positif 
Common 
positive 
star 

AR : étoilé à 
commun 
négatif 
Common 
négative 
star 

AS : Montages 
non étoilés 
Others 

TD 06 
ID 20 

T20.TD20 

t 
Nombre de 
dispositifs 

en 
parallèle 

Number of 
cells in 
parallel 
in each 

circuit leg 
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T 06 TO 06 
T20 TD 20 

Principaux montages 
Main circuits 

REFERENCE 

T06 KAl ASl 
T06 LAl ASl 
T06MAl ASl 
T06 PAl ASl 

T006 KBl ASl 
T006 LB; ASl 
T006 MBl ASl 
T006 PBl ASl 

T06 KCl ANl (1) 
T06 LCl ANl (1) 
T06 MC1 ANl (1) 
T06 PCl AN1 (1) 

T006 KFl ASl 
T006 LFl ASl 
T006 MFl AS1 
T006 PFl ASl 

10 (tamb) 

10 (25°C) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

VRRM 
(par bras) 

(per leg) 

(V) 

200 
300 
400 
500 

200 
300 
400 
500 

200 
300 
400 
500 

200 
300 
400 
500 

o 25 50 100 150 
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Veff 

d'entrée 

Input 
Vrms 
(V) 

140 
210 
280 
350 

140 
210 
280 
350 

140 
210 
280 
350 

140 
210 
280 
350 

V moyen 

de sortie 

Output V 

Vo 
(V) 

138-
208-
278-
348-

125 
188 
250 
310 

63 
95 

126 
158 

185 
280 
370 
465 

t
amb 

(0 C) 

10 

(A) 

14" 
14-
14-
14-

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

16 
16 
t6 
16 

tamb = 25 oC 

LI DI ~ 
~ 

mm mm 

121 106 
121 106 

Tête bêche 

121 106 
Back toback 

.121 106 
8 =180° 

121 106 
121 106 

Pont monophasé 

121 106 
Single phase bridge 

121 106 
8 =180° 

121 106 Va et vient 
121 106 
121 106 

Center Tap single phase 

121 106 
8=180° 

173 158 
173 158 

Pont triphasé 

173 158 
Three phase bridge 

173 158 
e =120° 



Vet! ~ 
@] 
Veff S 

Principaux montages 
Main circuits 

veff VRRM d'entrée 
REFERENCE (par bras) 

(perleg) 

(V) 

T20 KA1 AS1 200 
T20 MAl ASl 400 
T20 RAl ASl 600 
T20 SAl AS1 800 

TD20 KBl ASl 200 
T020 MBl AS1 400 
TD20 ABl AS1 600 
TD20 SBl ASl 800 

T20 KCl ANl (1) 200 
T20 MCl ANl (1) 400 
T20 RCl ANl (1) 600 
T20 SCl ANl (1) 800 

TD20 KFl ASl 200 
TD20 MFl ASl 400 
TD20 RFl ASl 600 
T020 SFl ASl 800 

.. Tension et courant de sortie efficaces 
RMS Outpout voltage and current 

(1) ANl =commUn positif 
positive common 

Input 

Vrms 
(V) 

140 
280 
420 
560 

140 
280 
420 
560 

140 
280 
420 
560 

140 
280 
420 
560 

V moyen 

de sortie 

OUtpoUt V 
Vo 
(V) 

138' 
278' 
418' 
558' 

125 
250 
375 
500 

63 
125 
190 
250 

185 
370 
555 
740 

T 06 -. TD 06 
T 20 - TD 20 

tamb = 25 oC 

10 L2 O
2 

(A) mm mm 

30' 127 112 
3D' 127 112 
30' 127 112 
30' 127 112 

26 127 112 
26 127 112 
26 127 112 
26 127 112 

26 127 112 
26 127 112 
26 127 112 
26 127 112 

33 186 171 
33 186 171 
33 186 171 
33 186 171 

Sur demande AR 1 = commUn négatif (à préciser à la commande) 
On request =negativ8 common (ta specify when ordering) 
Nombreux autres montages réalisables sur demande 
Many other circuits available on request. 
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Thyristors 
Thyristors 

Boîtier 
C8se 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (Iimiting values) 

10 11 
T4 T4 

Tension inverse de pointe répétitive (1) VRRM 25 50 
Repetitfve peak reverse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état (1) VORM 25 50 
bloqué 
Repetitive peak off-state voltage 

(1) RGC~500Q 

_200C~tVj~100°C 

* 10 T 4 
* ~ 17 T 4 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

1,6 A (eff) (rms) 

25 V .:... 400 V 

TO-39 Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

12 14 16 17 
T4 T4 T4 T4 

100 200 300 400 V 

100 200 300 400 V 

1971 - 01 1/5 
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10 T 4 * 
--.-17T4 * 

* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Absalute ratings {/imiting values} (Unless otherwise steted) 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif à l'état)passant 
Surge(non repetitive on-state)current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate current 

Température virtuelle de jonction 
Vireual junction temperaeure 

Température de stockage 
Storage temperawre 

Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

t(vj) 

Courant inverse 
Reverse current 

RGC = 500 n 
25°C (V R = VRRM max) 

(V R = VRRM max) 100°C 

Courant à l'état bloqué 
DIrect off-state current 

RGC = 500n 
25°C (VO = VORM max) 

(V O= VORM max) 100°C 

1971 -Dl 2/5 

10 11 
T4 T4 

max max 

IR 25 25 

IR 250 250 

max max 

ID 25 25 

ID 250 250 

t p = 10 ms 

t(vj) max 

12 

min 
max 

min 
max 

T4 

max 

25 

250 

max 

25 

250 

14 
T4 

max 

25 

250 

max 

25 

250 

Tous types 
Ali types 

VRGM 6 V 

VFGM 6 V 

IT(rms) 1,6 A(eff) 

ITSM 15 A 

IFGM 100 mA 

t(vj) -20 Oc 
+100 Oc 

t stg -40 Oc 
+125 Oc 

16 17 
T4 T4 

max max 

25 25 JJ.A 
250 250 flA 

max max 

25 25 flA 

250 250 flA 



Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics 

1vj) ( 

Courant hypostatique IG"==O 25°C 

Holding current 

Tension à l'état passant t p == 10 ms 25°C 

On·state voltage ITM=l A 

Courant de gâchette d'amorçage VAC ==12V 25°C 

Gate trigger current RL = 12 n 
RGC == 500 n 

Tension de gâchette d'amorçage V AC= 12 V 25°C 
Gate trigger va Itage RGC = 500 n 

RL == 12n 

Tension de gâchette de non amorçage VAC=VDRM 
max 

Gate non trTgger voltage RGC == 500 il 100°C 

Temps d'amorçage par la gâchette IT ';;;l A 25°C 

Gate contra lied turn-on time 

Retard à la croissance commandée par la IT=l A' 25°C 
gâchette 
Gate contra lied delay tlme 

Temps de croissance commandée par la IT == 1 A 25°C 
gâchette 
Gate contra lied rise time 

Temps de désamorçage par commutation du RGC == 500 il 1000 é 
circuit IT=l A 
Circuft commutated recovery time IRr-.5i' 1 A 

min. 

IH 

VT 

IGT 

VGT 

VGD 
0,1 

t gt 

t d 

\ 

tq 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
Ali types 
typo max. 

2 mA 

1,7 2 V 

0,2 2,5 mA 

0,6 3 V 

V 

1,4 Jls 

0,6 Jls 

0,8 Jls 

20 Jls 
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10 T 4 * 
-.-17T4 * 

0,5 

0,1 0,2 0,3 

Valeurs limites 
Limiting values 

25r-~t-~1~-~~1~l~~1~----:~ 

T =iï 6 4 3 2 

1,5 'T(AV)maX(A) 0,5 1,5 'T(AV)max(A) 

tamb (,O_C) __ -y--__ -.--__ -. __ --, 

50r---+-~~~~--+--~ 

l 
2 

0,4 'T(AV)max(A) 0,1 0,2 0,3 'T(A V) max (A) 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

P (AV) (;.-W..:...) --~--..-----.---::---, P (AV) (V,') .------,-----.-l---.----, 

2 
1,5 ~-----'!----nl 

0,5 i-' -+;j~'--7;'~-+----1f---::----" 

0,5 1,5 'T(A V) (A) . 0,5 
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Valeurs limites 
Limiting values 

I
TSM 

maxlAI 

10 

\ 
\~ -20oC< t(vj)< 1000e 

" "'-~ , ~ 
~ 

2 10 20 n 
n == nombre de surcharges 1/2 alternance- f == 50 Hz 
surges at 50 Hz 

Caractéristiques typiques 
ITM (A) Typical characteristics 

" " / 
~ ./ 

t(vj) == 100
0
C/ V 

0,1 1 J 
1 l 
1 1 t(vj) == 25

0
C 

D,Dl 1 

\ \ 
D,DOl \. i~ 

o 0,5 1,5 
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Thyristors 
Thyristors 

Haute sensibilité 
High sensitiveness 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
auick reference data 

IT 1,6 A (eff) (rms) 

V R R M 25 V -- 400 V 

IGT 0,2 mA max 

Boîtier 
Case 

TO-39 Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

Valeurs limites absolues cl'utilisation 
Absolute ratlngs {/imiting values} 

10 11 12 14 16 17 
T4S T4S T4S T4S T4S T4S 

Tension inverse de pointe répétitive {1} V RRM 25 50 100 200 300 400 V 

Repetitive peak reverse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état (1) V ORM 25 50 100 200 300 400 V 

bloqué 
Repetitive peak off-state voltage 

{1} RGC~ 500 n 
-20oC~ lVjf+100°C 
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10 T 4 S* 
-...17T4S* 

, 
* Dispositif recommandé 

Preferred device 

Valeurs limites absofues d'utilisation tamb = 25 oc (Sauf indications contraires) 
Absa/ute ratings {limiting values} {Unless otherwlse stated} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-state current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif à l'étatJpassant 
Surge{non repetitlve on-state)current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate current 

Température virtuelle de jonction 
Virtual junction tempereture 

Température de stockage 
Storage temperatvre 

Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

t(vj) 

Courant inverse 
Raverse current 

(V R = VRRMmax) 250C J 

(V R = VRRM max) 100°C 

Courant à l'état bloqué 
Direct off-state clJrrent 

(VO = VORM max) 25°C 

(V O = VORM max) 100°C 

AllI 1971 - 01 2/5 

10 11 
T4S T4S 

max max 

(21 IR 25 25 

(2) IR 250 250 

max max 

(2) ID 25 25 

(2) ID 250 250 

tp = 10 ms 

t(vj) max 

min 
max 

min 
max 

12 
T4S 

max 

25 

250 

max 

25 

250 

14 
T4S 

max 

25 

250 

max 

25 

250 

VRGM 

VFGM 

IT(rms) 

ITSM 

IFGM 

t(vj) 

t stg 

16 17 
T4S T4S 

max max 

25 25 

250 250 

max max 

25 25 

250 250 

Tous types 
Ali types 

6 V 

6 V 

1,6 A(eff) 

15 A 

100 mA 

-20 Oc 
+100 Oc 

-40 Oc 
+125 Oc 

pA 

p.A 

pA 

pA 



* Dispositif recommandé 
Preferred dev/ce 

1 Caractéristiques électriques 
E/ectrical characteristics 

Courant hypostatique 
Holding current 

Tension à l'état passant 
On-state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage 
Gate trigger current 

, Tension de gâchette d'amorçage 
Gate trigger voltage 

Tension de gâchette de non amorçage 
Gate non tfigger voltage 

Temps d'amorçage par la gâchette 
Gate controlled turn-on trme 

Retard à la croissance commandée par la gâchette 
Gate controlled de/ay time 

Temps de croissance commandée par la gâchette 
Gate controlled rise rime 

Temps de désamorçage par commutation du circuit 
Clrcurt commutated recovery tlme 

t(vil 

RGC = 500 n 25°C 

t p = 10 ms 25°C 

r1T=1 A 

VAC = 12 V 25°C 
RL = 12 n 

VAC =-12 V 25°C 
RL = 12 n 

VAC=VDRMmax 100°C 

IT~1 A 25°C 

IT=1 A 25°C 

IT =1 A 25°C 

RGC =500n 100°C 
IT=1 A 
IRM =1 A 

*10T4S 
*-.-17T4S 

Tous types Ali types 

min typ max 

IH 2 4 mA 

VT 1,7 2 V 

IGT 0,1 0,2 mA 

VGT 0,5 V 

VGD 
0,:: V 

tgt 1,4 ilS 

td 0,6 Ils 

\ 0,8 Ils 

tq 20 ils 
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0,1 0,2 0,3 

Valeurs limites 
Limiting values 

751--~~~---_+----I-__l 

251---t~1~-~~1~1++-1+---+~ 

=[=12 6 4 3 2 

0,5 

0,4 'T(AV)max(A) 0 0,1 0,2 0,3 'T(AV)max(A) 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

P(AV\ (r-w~) ------;,--------;r----r----:;---, P(AV) (w) .-----.----,.--1.--..,-----, 

2 
1,5 f-----l------"l 1,51----__l 

0,5 I--~~.........,.,.c_-+--~-I---__l 0,5 I--~~"+-

0,5 0,5 
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Valeurs limites 
Limiting values 

I
TSM 

max(A) 

10 

° 

1\ 
\ -20oC<t(vil< 100°C 

\. 

'" "-~ '" ~ 
~ 

1 la 20 n 
n = nombre de surcharges 1/2 alternance- f = 50 Hz 
surges at 50 Hz 

Caractéristiques typiques 
ITM (A) Typical characteristics 

.; 

./ / 
V ./ 

t(vj} = 100
0
C/ V 

0,1 1 j 

1 1 , 1 
t(vil = 25°C 

0,01 

\ \ 
0,001 \. 1""'... 

a 0,5 1,5 
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Thyristors 
Thyristors 

60 T 4 

. ...-64 T 4 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

IT (rms) 0,26 A (eff) 

V RRM 25V-200V 

Boîtier 
Case 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

Tension inverse de pointe répétitive 
Repetitive peak reverse voltage 

Tension de pointe répétitive à l'état bloqué 
Repetitive peak off·stare voltage 

(1) VDRM 

60T 4 

25 

25 

=Il", 
---~ 

TO-46 

61 T 4 

50 

50 

Anode au boîtier 
Anode connected ta case 

62T 4 64 T 4 

100 200 v 

100 200 v 

1971 - 01 1/4 
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60 T 4 
~64T4 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25·C (Sauf indications contraires) 
Abso/ute ratings {Iimiting values} rUnless otherwise stated} 

Tension inverse de pointe de gâchette 
Peak reverse gate voltage 

Tension directe de pointe de gâchette 
Peak forward gate voltage 

Courant efficace à l'état passant 
RMS on-stace current 

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)à 
l'état passant 

t p = 10 ms t(vil max 

Surge non-repecitive on-state current 

Courant direct de pointe de gâchette 
Peak forward gate current 

Température virtuelle de jonction min 

Vireual junctlon temperaeure max 

Température de stockage min_ 
Storage cemperature max 

1971 - 01 2/4 

V RGM 

V FGM 

IT(rms) 

ITSM 

IFG-M 

t(vj) 

t stg 

Tous types 
Ali tYpes 

6 V 

2 V 

260 mA (eff) 

5 A 

100 mA 

-20 Oc 
+100 Oc 

-40 Oc 
+125 Oc 



Caractéristiques électriques 
E/ectrica/ characteristics 

t{vil 

Courant inverse RGC = 5000 n VR = VRRM max 100°C 
Reverse current 

Courant à l'étàt bloqué RGC =5000n. VD = VDRMmax 100°C 
Direct off-state current 

Courant hypostatique RGC = 5000 n 25°C 

Holding current . 

Tension à l'état passant tp = 10 ms IT = 0,2 A 25°C 
On-state voltage 

Courant de gâchette d'amorçage RGé= 5000 n V AC = 6 V 25°C 
Gate trigger current RL = 100 n 

Tension de gâchette d'amorçage V AC= 6 V 25°C 
Gate trigger voltage 

60 T 4 
--- 64 T 4 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Tous types 
Ali types 

max 

ID 50 /lA 

IR 50 /lA 

IH 3 mA 

VT 1,1 V 

IGT 200 /lA 

VGT 0,8 V 
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, 

1/~ 

V 
V 

.."". V 

0/5 

Valeurs limites 
Limiting values 

60 T4 

-.-64.T4 

IT(AV)max(mA) 

300~~+---1----r--~----T---~ 

1 
tcase= 1000 e V 

1 
V V J 

20 40 60 80 

Caractéristiques typiques 
Typical characteristics 

P tot(w,..:.):.....-__ ,..--__ ---,,--__ --r ____ -. __ ----, 

lt 

V 0/3 f----+--~~I_I'-+:E_----tyC---_I 

0/2 f-----f,f-J'-H~~--.JL_----t----_I 

V 

~ ) ~case= 25
0
C 

ï 
0/1 

1 eff(l BOo) 

IAMS(180 0 ) 

V 
0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2 1/4 1/6 1/B 100 200 300 400 IT(AV) (mA) 
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Diodes de régulation de tension 
Voltage régulator diodes 

11 Z 6F 

~28 Z 6F 

Z 6F 116 

f\ 
0,5 

1 _\ 
~ 

! \ 
1 \ l 

124 Z 6F 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Ouick reference data 

Pz 1 W 

3,3 V < Vz nom < 33 V 

Boîtier 
Case 

00-13 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 nc (Sauf indications contraires) 

Absalute ratings (Iimiting values) (Unless otherwise sr8tedl 

Dissipation de puissance Pz W 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp = 10ms PZSM W 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent IZ 1000 mA 
Continuous reverse current VZ 
Courant inverse de pointe non répétitif tp = 10 ms IZSM 6000 mA 
Non repetitive peak reverse current VZ 
Température de fonctionnement (à dissipation nulle) min tope"!- - 55 

Uc 
Operaling remperalure (al zero dissipation) max +150 "c 

Température de stockage min tstg -55 nC 
Storage lemperarure max +150 Oc 

1971 - 01 1/3 
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11 Z 6F 
~28 Z 6F 

116 Z 6F 
~124 Z 6F 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics Tolérance ± 10 % 

VZT rZT IZT CXVZ VF 1 IF 
(V) (n) (mA) (~o 1°C) (VI (mA) 

nom max typo max 
11 Z 6 F 3,3 60 10 -0,05 1,5 500 

12 Z 6 F 3,6 60 10 -0,05 1,5 500 

13 Z 6 F 3,9 60 10 -0,05 1,5 500 

14 Z 6 F 4,3 60 10 -0,05 1,5 500 

15 Z 6 F 4,7 60 10 -0,03 1,5 500 

16 Z 6 F 5,1 36 1. 10 +0,01 1,5 500 

17 Z 6 F 5,6 36 10 +0,02 1,5 500 

18 Z 6 F 6,2 20 10 +0,03 1,5 500 

19 Z 6 F 6,8 20 10 +0,05 1,5 500 

20 Z 6 F 7.5 14 10 +0,07 1,5 500 

21 Z 6 F 8,2 14 10 +0,07 1,5 500 

22 Z 6 F 9,1 18 10 +0,08 1,5 500 

23 Z 6 F 10 18 10 +0,08 1,5 500 

24 Z 6 F 11 18 10 +0,08 1,5 500 

25 Z 6 F 12 24 10 +0,08 1,5 500 

26 Z 6 F 13 24 10 +0,08 1,5 500 

27 Z 6 F 14 50 10 +0,08 1,5 500' 

28 Z 6 F 15 50 10 +0,08 1,5 500 

116 Z 6 F 16 70 10 +0,08 1,5 500 

118 Z 6 F 18 80 10 +0,08 1,5 500 

120 Z 6 F 20 90 10 +0,08 1,5 500 

122 Z 6 F 22 110 10 +0,08 1,5 500 

124 Z 6 F 24 120 10 +0,08 1,5 500 
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IZ (mA) 
100 

50 

1 
II 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

~ l" 
'/ 

II~ 
JiJ JJJ j J 

10 15 

11 Z 6F 

--.- 28 Z 6F 

116 Z 6F 

--.- 124 Z 6F 

20 Vz (V) 

rz (0.) ,------,--------r----,------,--------, 

10 15 20 25 Vz (V) 

0/05 
~~ 

1 -

/ 
./' 

-0/05 

-0/1 
o 10 15 20 25 Vz (V) 
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Diodes de régulation de tension 
Voltage régu/ator diodes 

11 Z 6AF 
--.-28 Z 6AF 

116 Z 6AF 

Pz{Wl 

.!\~ 
0,5 ! \ 

! '\ 
r\ 

1 \ 1 

-...- 124 Z 6AF 

* Dispositif recommandé 
Pr~ferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Pz 1 W 

3,3 V < Vz nom < 33 V 

Boîtier 
Case 

DO-13 

Valeurs limites absolues d'utilisation 
Absolute ratings (/imiting values) 

tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
(Uriless otherwlse stBted) 

Dissipation de puissance Pz W 
Power dIssipation 

Dissipation de puissance de pointe répétitive t p = 10 ms PZSM 6 W 
Non repetitlve peak power dissIpation 

Courant inverse continu permanent IZ 1000 mA 
Contlnuous reverse current VZ 
Courant inverse de pointe non répétitif t p = 10 ms IZSM 6000 mA 
Non repetitive peak reverse current VZ 
Température de fonctionnement là dissipation nulle) min toper -55 Oc 
Operating temperature (at zero dissipation) max +150 Oc 

Température de stockage min \tg - 55 Oc 
Storage temperature max . +150 Oc 

1971 - 01 1/3 
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11 Z 6AF 
~28 Z 6AF 

116 Z 6AF 
~124 Z' 6AF 

Caractéristi ques générales tamb = 25 oC 
General characteristics Tolérance ± 10 % 

VZT rZT IZT rZK IZK ŒVZ VF / IF 
(V) (Q) (mA) (Q) (mA) (%/oc) (V) (mA) 

nom max max typo max 

11 Z6AF 3,3 52 10 600 / 1 -0,05 1,5 500 

12 Z 6 AF 3,6 52 10 600 / 1 -0,05 1,5 500 

13 Z 6 AF 3,9 52 10 600 / 1 -0,05 1,5 500 

14 Z 6 AF 4,3 52 10 600 / 1 -0,05 1,5 500 

15 Z 6 AF 4,7 52 10 600 / 1 -0,03 . 1,5 500 

16 Z 6 AF 5,1 34 10 512 / 1 +0,01 1,5 500 

17 Z 6 AF 5,6 34 10 512 / 1 +0,02 1,5 500 

18 Z 6 AF 6,2 12 10 360 / 1 +0,03 1,5 500 

19 Z 6 AF 6,8 12 10 360 / 1 +0,05 1,5 500 

20 Z 6 AF 7,5 6 10 55 / 1 +0,07 1,5 500 

21 Z 6 AF 8,2 6 10 12 / 1 +0,07 1,5 500 

22 Z 6 AF 9,1 9 10 20 / 1 +0,08 1,5 500 

23 Z 6 AF 10 '9 10 38 / 1 +0,08 1,5 500 

24 Z 6 AF 11 12 10 50 / 1 +0,08 1,5 500 

25 Z 6 AF 12 12 10 50 / 1 +0,08 1,5 500 

26 Z 6 AF 13 19 10 330 / 1 +0,08 1,5 500 

27 Z 6 AF 14 21 10 550 / 1 +0,08 1,5 500 

28 Z 6 AF 15 24 10 550 / 1 +0,08 1,5 500 

116Z6AF 16 35 10 600 / 1 +0,08 1,5 500 

118Z6AF 18 40 10 600 / 1 +0,08 1,5 500 

120Z6AF 20 45 10 600 / 1 +0,08 1,5 500 

122 Z 6 AF 22 55 10 600 / 1 +0,08 1,5 500 

124Z6AF 24 60 10 600 1- +0,08 1,5 500 

Sur demande 
Tolérance ± 2 % 

On request 
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Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 

10 15 20 

11 Z 6AF 
--..28 Z 6AF 

116 Z 6AF 

--.- 124 Z 6AF 

rz (n) ,-------r----,----,-------,------, 

30 r--,~-+----~--

20 r-r---+~--~--~--~~~-~ 

10 r----+-+--~~-~---~----

10 15 20 25 Vz (V) 

~ 
..... 
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Diodes de régulation de tension 
Voltage régu/ator diodes 

51 Z.6 
-..-68 Z 6 

Pz{W) 

f\ 
2 

! "'J ! 
, 
\. 

! \ 

* Dispositif recommandé 
Preferred device 

Caractéristiques principales 
Quick referen·ce data 

Pz 4W 

3,3 V ~ Vz ~om < 15 V 

Boîtier 
Case 

DO-4 

Valeurs limites absolues d'utilisation Lamb = 25 oC (Sauf indicaÜons contraires) 

Absolute ratings (/imiting values) (Unless otherwlse steted) 

Dissipation de puissance (1) Pz 4 W 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive t p = 10 ms PZSM 10 W 
Non repetltlve peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent (1) IZ -4000 mA 
Continuous reverse current VZ 
Courant inverse de pointe non répétitif t p = 10 ms IZSM 10000 mA 
Non repetitive peak reverse current VZ 
Température de fonctionnement (à dissipation nulle) min toper -55 Oc 
Operatlng temparature (at zero dissipation) max +150 Oc 

Température de stockage min t5tg -55 Oc 
Srorage temperature max +150 Oc 

(1 ) Sur ailette verticale en cuivre 100 x 100 x 2 mm 
On copper vertical heat-sink 100 x 100 x 2 mm 
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51 .Z 6 

~68 Z6 

VZT 
(V) 

nom 
51 Z6 3,3 

52 Z 6 3,6 

53 Z6 3,9 

54 Z6 4,3 

55 Z 6 4,7 

56 Z 6 5,1 

57 Z 6 5,6 

58 Z 6 6,2 

59 Z6 6,8 

60 Z6 7,5 

61 Z6 8,2 

62 Z6 9,1 

63 Z 6 10 

64 Z6 11 

65 Z6 12 

66 Z 6 13 

67 Z 6 14 

68 Z6 15 
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Caractéristi ques générales t~mb = 25°C 
General characteristics Tolérance± 10 % 

rZT / IZT Q'VZ VF / IF 

(n) (mA) ('%/oC) (V) (mA) 

max max 
30 100 -0,05 1,5 500 

30 100 -0,05 1,5 500 

30 100 -0,04 1,5 500 

30 100 -0,04 1,5 500 

30 100 -0,03 ~,5 500 

20 100 -0,02 1,5 500 

20 100 +0,01 1,5 500 

10 100 +0,03 1,5 500 

10 100 +0,05 1,5 500 

10 100 +0,07 1,5 500 

10 100 +0,07 1,5 500 

15 100 +0,08 1,5 500 

15 100 +0,09 1,5 500 

15 100 +0,1 1,5 500 

20 100 +0,12 1,5 500 

20 100 +0,13 1,5 500 

40 100 +0,14 1,5 500 

40 100 +0,19 1,5 500 



51 Z 6 

~68 Z6 

Caractéristiques typiques 
IZ {mA} Typica/ characteristics 
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Diodes de régulation de tension 
Voltage régulator diodes 

51 Z 6A 

~68 Z·6A 

Î' 
i ~) 
1 \ 
J \ 

* Dispositif reçommandé 
Preferred devlce 

Caractéristiques principales 

Ouick reference data 

Pz 4W 

3,3 V < Vz nom < 15 V 

Boîtier 
Case 

DO-4 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 oC (Sauf indications contraires) 
Abso/ute ratings {/imiting values} (Unless otherwlse st8ted) 

Dissipation de puissance (1) Pz 4 W 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive t p == 10 ms PZSM 10 W 
Non repetitive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent (1) IZ 4000 mA 
Continuous reverse currenr VZ 
Courant inverse de pointe non répétitif t p == 10 ms IZSM 10000 mA 
Non repetltive peak reverse current v.z 
Température de fonctionnement .(à dissipation nulle) min toper -55 Oc 
Oper!,ting temperature (at zero dissipation) max +150 Oc 

Température de stockage min t stg -55 Oc 
Storage temperature max +150 Oc 

(1) Sur ailette verticale en cuivre 100 x 100 x 2 mm 
On copper vertical heat-slnk 100 x 100 x 2 mm 
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51 Z 6A 

....... 68 Z6A 

Caractéristiques générales 
General characteristics 

VZT rZT IZT rZK / IZK œVZ 
(V) (n) (mA) (n) (mA) (%/oC) 

nom max typ 
51 Z6A 3,3 25 100 32 10 -0,05 

52 Z6 A 3,6 25 100 32 10 -0,05 

53 Z6 A 3,9 20 100 31 10 -0,04 

54 Z6 A 4,3 20 100 30 10 -0,04 

55 Z6 A 4,7 20 100 27 10 -0,03 

56 Z 6A 5,1 15 100 23 10 .,...0,02 

57 Z6 A 5,6 15 100 20 10 +0,01 

58 Z 6A 6,2 10 100 8 10 +0,03 

59 Z6 A 6,8 10 100 5 10 +0,05 

60 Z6 A 7,5 10 100 3,8 10 +0,07 

61 Z6A 8,2 10 100 3,5 10 +0,07 

62 Z6 A 9,1 15 100 3,9 10 +0,08 

63 Z6 A 10 15 100 4,4 / 10 +0,09 

64 Z 6 A 11 15 100 6 10 +0,1 

65 Z6A 12 20 100 8 10 +0,12 

66 Z6 A 13 20, 100 19 10 +0,13 

'67 Z 6 A 14 35 100 14 10 +0,14 

68 Z6 A 15 40 100 15 10 +0;19 

Sur demande 
Tolérance ± 2 % 

On requ8st 
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tamb = 25 oC 
Tolérance ± 5 % 

VF / IF 

(V) / (mA) 

max 
1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 

1,5 500 



Caractéristiques typiques 

51 Z 6A 

-.-68 Z GA 
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NOTES 



Diodes de régulation de tension 
Voltage régulator diodes 

71 Z 6, A 

...... 88 Z 6, A 

* Dispositif recommandé 
Pieferred device 

Caractéristiques principales 
Quick reference data 

Pz 25 W 

3,3V< VZnom< 15V 

Boitier 
Case 

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25 OC (Sauf indications contraires) 

Absolute ratings (Iimiting values) 

Dissipation de puissance (1) 
Power dissipation 

Dissipation de puissance de pointe non répétitive t p = 10 ms 
Non repetirive peak power dissipation 

Courant inverse continu permanent (1) 
Continuous reverse current 

Courant inverse de pointe non répétitif tp = 10 ms 
Non repetitive peak reverse curren t 

Température de fonctionnement (à dissipation nulle) min 
Operating tempera cure (at zero dissipation) max 

Température de stockage min 
Storage temperature max 

(1) Sur radiateur vertical en cuivre 
On vertical copper heat·sink 

150 x 1 50 x 2 mm 

(2) Diode nue 
Unfined diode 

rUnless otherwise stated} 

Pz 25 W 

PZSM 230 W 

IZ 25 A 
Vz 

IZSM 230 A 
Vz 

toper - 55 Oc 
+150 Oc 

\tg - 55 Oc 
+175 Oc 
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71 Z 6, A 

____ 88 Z 6, A, 

Caractéristiques générales tamb = 25 oC 
General characteristics Tolérance 

± 10% 71 Z 6 - 88Z 6 

± 5 % 71 Z 6 A - 88 Z 6 A 

VZT rZT IZT ŒVZ VF / IF 
(V) (n) (mA) (%/oc) (Vl (mA) 

nom max max 
71 Z6 3,3 2 400 -0,05 1 / 5 

72 Z 6 3,6 1,9 400 -0,05 1 / 5 

73 Z 6 3,9 1,8 400 -0,05 1 / 5 

74 Z 6 4,3 1,5 400 , -0,05 1 / 5 

75 Z 6 4,7 1,5 400 -0,05 1 / 5 

76 Z 6 5,1 1,0 '400 +0,06 1 / 5 

77 Z 6 5,6 1,0 400 +0,06 1 / 5 

78 Z 6 6,2 1,2 400 +0,06 1 / 5 

79 Z 6 6,8 1,2 400 +0,06' 1 / 5 

80 Z 6 7,5 1,8 400 +0,06 1 / 5 

81 Z 6 8,2 2.0 400 +0,06 1 / 5 

82 Z 6 9,1 2,5 400 +0,07 1 / 5 

83 Z 6 10 3,0 400 +0,07 1 / 5 

84 Z 6 11 3,5 400 +0,07 1 / 5 

85 Z 6 12 3,8 400 +0,08 1 / 5 

86 Z 6 13 3,8 400 +0,08 1 / 5 

87 Z 6 14 5,0 400 +0,09 1 / 5 

88 Z 6 15 5,5 400 +0,09 1 / 5 

Sur demande 
Tolérance ± 2 10 

On request 
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71 Z 6, A 

-..-88 Z 6, A 

Caractéristiques typiques 
Typica/ characteristics 
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NOTES 
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